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Предисловие 


Широкое распространение новых технологий при производстве радиоэлек- 
тронной аппаратуры, обилие на рынке радиокомпонентов, производимых фирма- 
ми разных стран, существование различных видов маркировки ставит перед раз- 
работчиками, производителями, ремонтниками РЭА и просто радиолюбителями 
ряд проблем, связанных с определением типов применяемых радиодеталей, их 
конструктивными особенностями и техническими характеристиками, возможно- 
стями взаимозамены. 

Предлагаемый вниманию читателей справочник окажет помощь при работе 
как с отечественными, так и зарубежными радиоэлектронными компонентами. 
В книге изложены принципы и особенности маркировки пассивных и активных 
радиоэлектронных элементов для навесного и поверхностного ($МО) монтажа, 
приведены таблицы, позволяющие определить тип полупроводникового прибора 
по его цветовой или кодовой маркировке, приведена информация по взаимозаме- 
няемости полупроводниковых приборов. 

В связи с тем, что 2-е издание выходит в виде двухтомника, структура книги 
была изменена. В частности, глава, посвященная маркировке микросхем, значи- 
тельно дополненная, вошла во второй том. Первый же том содержит обновлен- 
ную и дополненную информацию по маркировке пассивных и активных компонен- 
тов: резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, диодов, стабилизаторов, 
транзисторов и многих других. 


Краткое содержание 2-го тома 


‚ Микросхемы 

. Маркировка тиристоров 

. Маркировка радиаторов для полупроводниковых приборов 
. Маркировка излучающих светодиодов, индикаторов, ЖК модулей 
. Маркировка акустических приборов 

. Маркировка предохранителей 

. Маркировка реле 

. Маркировка соединителей 

9. Маркировка коммутационных изделий 

10. ВЧ разъемы и переходники 

11. Маркировка проводов и кабелей 

12. Маркировка панелек для микросхем 

13. Маркировка вентиляторов 

Приложения 


сю чоявьоюъ 5 
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1. Резисторы 


1.1. Общие сведения 


Резисторы представляют собой радиоэлементы, обеспечивающие изменение 
таких параметров электрической цепи, как ток или напряжение на ее участке. 
В зависимости от вида включения в цепи, они могут выполнять функции ограни- 
чения тока, шунта, делителя напряжения. 

Существует деление резисторов на различные группы: 

® по типу используемого материала; 

® ПО номинальному значению сопротивления: постоянные и переменные. 


Каждый резистор характеризуется целым рядом параметров, основными из 
которых являются: 


. номинальное сопротивление (Ом, кОм, МОм); 

. допустимое отклонение сопротивления от значения, обозначенного на кор- 
пусе (допуск), в процентах; 

е номинальная мощность рассеяния (Вт); 

° температурный коэффициент сопротивления (ТКС) — относительное изме- 
нение сопротивления при изменении температуры на 1 °С; 

* допустимое приложенное напряжение (В); 

. максимальная рабочая частота (МГц); 

° уровень шума (дБ); 

® диапазон рабочих температур, °С. 


Электрические характеристики резистора в значительной мере определяются 
типом материала, из которого он изготовлен, и его конструкцией. 

В табл. 1.1 приведены характеристики резисторов, изготовленных на основе 
различных материалов. 


Таблица 1.1. Характеристики постоянных резисторов 


Материал 


Температурный коэффи- 
циент сопротивления, 
1.10-8 / °С 


-40...+105 -45...+125 -55...#125 -55...+125 
температур, °С 
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В отдельную группу необходимо выделить проволочные резисторы, характе- 
ристики которых приведены в табл. 1.2. 


Таблица 1.2. Характеристики постоянных проволочных резисторов 











Тип корпуса 


Параметр 
Керамический Остеклованный В алюминиевой оболочке 


0,1... 


Диапазон сопротивлений, Ом 0,47...22.103 22.103 0,1...22.103 
4.17 2..4 25...50 (на радиаторе) 


Температурный коэффициент со- +250 +75 +50 
противления, 1-10-68 / °С ^ — — 
Диапазон рабочих температур, °С о —55...+200 —55...+200 


Номинальные сопротивления резисторов отечественного и зарубежного про- 
изводства стандартизованы. Для постоянных резисторов установлено шесть ря- 
дов номинальных значений: Еб, Е12, Е24, Е48, Е9б, Е192. Цифра после буквы Е 
указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале (Ом, 
кОм, МОм, ГОм). Наиболее широко применяются.резисторы рядов Еб, Е!12, Е?24, 
реже — ряда Е48 (табл. 1.3). Каждому номинальному ряду сопротивлений соот- 
ветствует свое значение допуска. Резисторы с наименьшими допусками рядов 
Е9б, Е192 применяются в основном в измерительных приборах и схемах. 












Таблица 1.3. Ряды номинальных сопротивлений резисторов 


= нони  [лжамоы 
1:12:15: 18:22:27: 33; 3,9: 47: 5.6: 6.8: 82 


1:11; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2; 2,2; 2,4; 2.1; 3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 


5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 


1,00; 1,05; 1,07; 1,10; 1,13; 1,15; 1,18; 1,21; 1,24; 1,27; 1,30; 1,33; 1,37’ 
Советы по практическому применению 
































1,40; 1,43; 1,47; 1,50: 1,54; 1,58; 1,62: 1,65; 1,69: 1,74; 1,78; 1,82; 1,87: 
1,91; 1,96; 2,00; 2,05; 2,10; 2,15; 2,21; 2,26; 2,32; 2,43; 2,49; 2,55; 2,61; 
2,67; 2,14; 2,80; 2,87; 2,94; 3,01; 3,09; 3,16; 3,24; 3,32; 3,40; 3,48: 3,57; 3,65; 
3,14; 3,83; 3,92; 4,02; 4,12; 4,22; 4,32; 4,42; 4,53; 4,64; 4,15: 4,87; 4,99; 5,11: 
5,23; 5,36; 5,49; 5,62; 5,76; 5,90; 6,04; 6,19; 6,34; 6,49: 6,65; 6,81; 6,98; 7,15; 
7,32; 1,50; 7,68; 7,87; 8,06; 8,25; 8,45; 8,66; 8,87; 9,09: 9,31; 9,53: 9,76 









Максимальная мощность, которую может рассеивать резистор, зависит от 
температуры окружающей среды. С ростом этой температуры мощность рассея- 
ния снижается. Для увеличения надежности резисторов следует обеспечивать 
больший запас их по мощности. 

Проволочные резисторы обладают значительной индуктивностью, поэтому 
нецелесообразно применять их в высокочастотных и импульсных цепях. На высо- 
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ких частотах (>30 МГц) пленочные угольные и металлопленочные резисторы мо- 
гут иметь заметное индуктивное сопротивление за счет длины своих выводов, ко- 
торые следует максимально укорачивать. 

В радиотехнических устройствах для снижения добротности колебательного 
контура и расширения его полосы пропускания параллельно ему подключают ре- 
зистор. Для работы на высоких частотах выпускают специальные резисторы, ко- 
торые для снижения индуктивности имеют особую конструкцию. 

Качество изоляции остеклованных резисторов ухудшается с ростом темпера- 
туры. Поэтому в режимах с максимально рассеиваемой мощностью следует избе- 
гать контакта этих резисторов с любой проводящей поверхностью. 


1.2. Обозначение и маркировка резисторов 


Система обозначения 


В табл. 1.4 приведены сведения о действующей отечественной системе обо- 
значения резисторов, а в табл. 1.5 — о старой. 


Таблица 1.4. Действующая система обозначения резисторов 





Элемент обозначения Пример 


РП — резисторы переменные 2 — проволочные РП2-12 
ТР — терморезисторы с отрицательным ТКС Порядковый ТР-7 
номер 
ТРП — терморезисторы с положительным ТКС Полупроводниковые разработки ТРП-5 
материалы 
ВР — варисторы постоянные не обозначаются ВР-14 
ВРП — варисторы переменные | ВРП-11 





Таблица 1.5. Старая система обозначения резисторов 






—. 












Элемент обозначения Пример 
обозначения 


первый второй третий 


С — резисторы постоянные |1 — углеродистые и бороуглеродистые (5-2 
2 — металлодиэлектрические и металлоокисные 
СП -— резисторы 3 — композиционные пленочные 
_ СП1- 
переменные 4 — композиционные объемные | 3 
5 — проволочные Порядковый 
номер 
1 — кобальто-марганцевые 
2 — медно-марганцевые разработки 
_м . 
СТ — терморезисторы СТ2-3 


3 — медно-кобальто-марганцевые 
4 — никель-кобальто-марганцевые 


СН -— варисторы 1 — карбидо-кремниевые 


| 
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Единой системы обозначения резисторов зарубежного производства нет. Ка- 
ждая фирма-производитель имеет собственную систему обозначения резисторов. 
Но на практике нет необходимости изучать такие системы, поскольку достаточ- 
ная информация о номинале и допуске имеется на корпусе резистора, а по геомет- 
рическим размерам можно судить о его рассеиваемой мощности. На рис. 1.1 ив 
табл. 1.6 приведены данные о геометрических размерах резисторов различной 
мощности. Для того, чтобы избежать путаницы при поставках резисторов зару- 
бежного производства на отечественный рынок, большинство дилеров сопостав- 
ляет их с резисторами российского производства, называя их, например, постоян- 
ные углеродистые резисторы типа С1-4 (импортные). 





0,062 Вт, 0,125 Вт — ААА 
0,125 Вт, 0,25 Вт Ш 


0,5 Вт я 11 
1 Вт ————( ШГ = 


в Ш 5 


Рис. 1.1. Размеры корпусов резисторов-различной мощности 


Таблица 1.6. Размеры резисторов 


Мощность рассеивания, Вт 

вр ь Шв 
х в | 
СЕ ООС ОО ОЕ ООО ООО ООС О 


Маркировка резисторов отечественного производства 


Номинальные сопротивления и допуска на резисторах обозначаются одним 
из двух способов — с использованием буквенно-цифрового обозначения или пу- 
тем нанесения цветовой маркировки. 
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Буквенно-цифровая. маркировка 
Обозначение резистора включает три элемента. 


Первый элемент — цифры — номинал сопротивления в омах. 
Второй элемент — буква русского или латинского алфавита — множитель 
(табл. 1.7). 


Таблица 1.7 


Буква латинская (или Е) К (или К) (или М) (или Г) Т (или Т) 
нь 


Третий элемент — буква латинского или русского алфавита — допуск 
(табл. 1.8). 






Таблица 1.8 


Буква латинская 
ок — ы вы 


Цветовая маркировка 


Другим видом маркировки является нанесение на корпус резистора цветных 
колец. Маркировочные кольца сдвинуты к одному из выводов резистора и распо- 
лагаются слева направо. Если размеры резистора не обеспечивают отступа, то 
ширина первого кольца примерно в два раза шире остальных. Число колец может 
быть от четырех до шести. 

На цветных вкладках 1, 2 показано, как по цвету колец определить номинал и 
допуск резистора. 


Маркировка резисторов зарубежного производства 


Буквенно-цифровая маркировка 


На корпус резистора наносится маркировка, состоящая из двух или трех 
цифр и буквы. Буква играет роль запятой и одновременно обозначает, в каких 
единицах измеряется номинал резистора: В — в омах; К. — в килоомах; М —в 
мегаомах. Примеры обозначения приведены в табл. 1.9. 


Таблица 1.9. Обозначение номиналов резисторов 


О ООО ПОТ ПО 
О ОО ПО О 
ОСТ ОС ОО ПОЕС И 










| 
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Допуск резисторов по одной из наиболее распространенных систем обозначе- 
ний В$ 1852 (Виз З4апдага 1852), обозначается буквой после обозначения но- 
минала резистора (табл. 1.10). 


Таблица 1.10 





Например: ЗЗОВО соответствует номиналу 330 Ом =2%; В22М — 0,22 Ом 
+20%. 


Цветовая маркировка резисторов 


Цветовая маркировка резисторов зарубежного производства аналогична цве- 
товой маркировке резисторов отечественного производства (см. цветные вкладки 
1, 2). 


Маркировка резисторных сборок 


Резисторные микросборки состоят из металло-пленочных резисторов. Они 
изготавливаются на керамической подложке, покрываются специальным соста- 
вом на основе эпоксидной смолы и имеют жесткие выводы. 

Необходимую информацию о параметрах резисторной сборки можно полу- 
чить по маркировке на ее корпусе: 


ЗА 102 \4 


Количество выводов. 
Схема соединения резисторов сборки (рис. 1.2). 


Номинал, Ом. 


фе - 


Показатель степени множителя 10 (количество нулей, добавляемое к но- 
миналу). 


5. Допуск: 
Е — +1%; 
@ — =2%; 
]— =5%. 


На корпусе резисторной сборки у первого вывода наносится .точка. 


В приведенном выше примере маркировка 9А1 02} означает, что сборка со- 
ставлена из резисторов сопротивлением 1 кОм +5%, имеет девять выводов, в ее 
составе восемь резисторов, включеных по схеме А (см. рис. 1.2). 
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2,5 
о 
со 
>) 
-2 5 
0,25+0,05 





С О 
1234 п 1234 2п+1 2п 21+1 1п+11 2 3 4 п+1 
Е Р К т 


1234511+1 12345311п+1 1234 1 2 3п+1 п+2 


Рис. 1.2. Схемы соединения резисторов в сборках 


1.3. Технические данные и маркировка 
бескорпусных З$МО резисторов 


Общие сведения 


В настоящее время на передний план все более выдвигается наиболее про- 
грессивная сегодня технология производства электронной аппаратуры — техно- 
логия поверхностного монтажа или ЗМТ-технология (ЗМТ — ЗиНасе Мои 
Тесппо!огу). Специально для такой технологии был разработан широкий спектр 
миниатюрных электронных компонентов, которые еще называют $МО (З$иНЧасе 
Моип{ Пеу!сез) компонентами. Использование 5МО компонентов позволило ав- 
томатизировать процесс монтажа печатных плат. 

Основной ряд используемых ЗМО резисторов представлен зарубежными ре- 
зисторами серии КМС, которые подробно описаны ниже. Из отечественных ана- 
логов можно назвать резисторы типа Р1-12, имеющие номинальную рассеивае- 
мую мощность 0,125 Вт, номинальные сопротивления ряда Е24 от [ Ом до 
6,6 МОм. Резисторы Р1-12 полностью соответствуют ЭМО резисторам в корпусе 
типоразмера 1206. 

На рис. 1.3 представлен внешний вид МО резисторов, а в таблицах 1.1] и 
1.12 приведены их геометрические размеры и основные технические данные. Ти- 
поразмеры 5МО резисторов стандартизованы. Они обозначаются четырехзнач- 
ным числом по стандарту [ЕА. Обозначения самих же ЭМО резисторов различ- 
ных производителей приведены в табл. 1.13. 
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Рис. 1.3. Внешний вид МО резисторов 


Таблица 1.11. Габаритные размеры $МО резисторов 







Размеры (мм) 





Типоразмер ЕА 








Таблица 1.12. Технические данные $МО резисторов 


Температурный диапазон, °С .. +125 


напряжение, В 


Диапазон сопротивлений 



























Сопротивление перемычки, Ом - 








Фирма-производитель 


Типоразмер 
ВЕСКМАМ | МЕОНМ РАМАЗОМС | РНШРЗ | ВОНМ | ЗАМ$УМ@ МЕСАУМ _ 


0805 ВСВ1/10 | СВ60805 та Гибаю ВС2012 | \МСВО805 
1206 свз2 | ВСВ1/8 | СВ61206 ВС01 /02 ВС3216 | МСВ11206 
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Маркировка $МЬО резисторов 


ЪМО резисторы маркируются различными способами. Способ маркировки за- 
висит от типоразмера резистора и допуска. Резисторы типоразмера 0402 не мар- 
кируются. Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются 
тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу (то есть номинал ре- 
зистора без множителя), а последняя — показатель степени по основанию 10 для 
определения множителя. При необходимости к значащим цифрам может добав- 
ляться буква В для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 513 о3з- 
начает, что резистор имеет номинал 51х10* Ом = 51 кОм. Обозначение 100 ука- 
зывает, что номинал' резистора равен 10 Ом. 

Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются че- 
тырьмя цифрами, первые три из которых обозначают мантиссу, а последняя — 
показатель степени по основанию 10 для задания номинала резистора в омах. Бу- 
ква В также служит для обозначения десятичной точки. Например, маркировка 
7501 означает, что резистор имеет номинал 750х10' Ом = 7,5 кОм. 

Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием 
приведенной ниже таблицы ЕТА-96 (табл. 1.14) двумя цифрами и одной буквой. 
Цифры задают код, по которому из таблицы определяют мантиссу, а буква — по- 
казатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в омах. 
Например, маркировка 10С означает, что резистор имеет номинал 124х10° Ом = 
= 12,4 кОм. 


Таблица 1.14. Таблица маркировки $МО резисторов ЕА-96 


К ро а аа ра 
тр а Го ее 9 а | [8 [а [в [18 [0 | |197. 
т ее ав 55| 52 [о [ве [89 | 18 [вм | #8 | #6 
те и р Ге ее аб [а [8 [и | [69 | № | #8 
те ие ео ао ао ева [5 [68 [98 | 18 [м | в | 46 
т ее а ое 5 [88 [6 [ат | 9 [68 | 9 | 88 
Го ое ао я ео а ево 55 [ла [68 [48 [9 |685 [9 | 88 
пе [ее |9 а о вт [8 [69 [59| [69| 8 | 8 
Ге Ге а ее а |8 9е [по [а [ве [8 | м | 85 
тр аа ое ее ат о [и [8 | в [78 | 8 | 88 
Ге а Г ав а о [бо [а [8 [8 [в [78 | 86 | 96 
Ге ори на в о [о [19 Е [10 Р |107. 


Стандартная упаковка $МО резисторов — бумажная лента или бобина. На 
упаковку наносится маркировка с указанием типа резистора, его типоразмера, но- 
минала, допуска. Например: ВМС-18 (1206) 1002 ЕВ, где буквой после номина- 
ла обозначен допуск (Е = +1%; ] = +5%; О = +0,5%), а буква В означает, что 
резисторы упакованы на бумажной ленте в бобине. 
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1.4. Особенности применения и маркировки 
переменных резисторов 


Переменные резисторы применяются для настройки и регулировки сигналов: 
в качестве регуляторов громкости, тембра, уровней, настройки на частоту в ра- 
диоприемниках с перестройкой частоты при помощи варикапев. 

Подстроечные резисторы применяются в схемах радиоэлектронных уст- 
ройств для того, чтобы обеспечить их настройку во избежание многократных за- 
мен, связанных с необходимостью подбора постоянного резистора. 

Переменные резисторы выпускаются в различном исполнении. По типам они 
делятся на резисторы с угольной дорожкой, дорожкой из кермета (металлокера- 
мики), проволочные и многооборотные проволочные. 

По причине наличия подвижного контакта переменные резисторы являются 
источников шумов, и порой напряжение создаваемых ими шумов может дости- 
гать десятков милливольт (15...50 мВ). Поэтому при применении переменных ре- 
зисторов следует придерживаться следующих правил: 


® избегайте использования переменных резисторов с угольной дорожкой: они 
сильно шумят и ненадежны; 

е в регуляторах громкости аудиоаппаратуры применяйте потенциометры с 
логарифмическим законом регулирования сопротивления; 

® не применяйте переменных резисторов с угольной дорожкой в устройствах 
электропитания для регулировки выходного напряжения. Из-за несовер- 
шенства дорожки возможно мгновенное появление полного выходного на- 
пряжения. 


Кроме того, при использовании переменных и подстроечных резисторов в це- 
пях питания следует учитывать их рассеиваемую мощность во избежание нагрева 
и возможного выхода их из строя. Следует также помнить, что применение в этих 
цепях таких резисторов с угольной дорожкой может быть причиной бросков на- 
пряжения в процессе регулировки. 


Переменные и подстроечные резисторы 
фирмы ВОЧВМ$ 


На рис. 1.4 представлены переменные и подстроечные резисторы, выпускаю- 
щиеся фирмой ВООВМЪ, типов 3370, РТУО9, РСМ, РОУ, 91, 93, 95, 96, РОВ12. 

Подстроечные резисторы фирмы ВОЧВМ$ имеют различное конструктивное 
исполнение. Они обозначаются кодом, состоящим из четырех цифр, обозначаю- 
щих модель, буквы — обозначения типа, цифры, указывающей на особенности 
конструкции и трех цифр, обозначающих номинал. Например, 3214\\-1-103. 
Стандартный ряд номиналов подстроечных резисторов: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 
1К, 2К, 5К, 10К, 20К, 25К, 50К, 100К, 200К, 250К, 500К, 1М. 

Последняя цифра в обозначении номинала означает показатель степени чис- 
ла 10, на которое следует умножить две первые цифры. Например, 103 = 1.10% Ом 
или [| кОм. 
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Серия 24$1 


Серия КК-1112М Серия КК-1411С 





Рис. 1.4. Переменные и подстроечные резисторы ВОЧВМ№$ 
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Серия $1-20\1 Е Серия $31-30\1 
2-М2хр0,4 
0 
( д => 4 
г 
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Серия 51-45\1 


Серия $Н-855МС 





Рис. 1.4. Переменные и подстроечные резисторы ВОЦВМ5$ (продолжение) 
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Серия $Н-К115$В Серия КК-1233М1 





Рис. 1.4. Переменные и подстроечные резисторы ВОЧВМ$ (продолжение) 
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На рис. 1.5 представлен внешний вид и габаритные размеры малогабаритных 
подстроечных резисторов (триммеров) Воигпз. Следует отметить, что некоторые 
их типы являются полными аналогами отечественных подстроечных резисторов: 
3329Н — СПЗ-19А; 3362Р — СПЗ-19А; 3329Н — СПЗ-195Б; 3296\ — 
СП 5-2ВБ-0,5 Вт. Номинал на корпусе также обозначается цифровым кодом 
(табл. 1.15). 


2,54 2,54 





Рис. 1.5. Малогабаритные подстроечные резисторы (триммеры) ВОИВМ$ 
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Таблица 1.15 


| вм [м 





Полная маркировка переменных и подстроечных резисторов представляет со- 
бой буквенно-цифровой код: 


$16КМ1 -— В 2К2 - КС 15 


1 2 3 4 5 





1. Серия. 


2. Функциональная характеристика (рис. 1.6) — график зависимости сопро- 
тивления от поворота движка. 


3. Значение сопротивления в омах (2К2 = 2,2 кОм). 


4. Тип движка (рис. 1.7, табл. 1.16). 
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Рис. 1.6. График зависимости сопротивления от угла поворота движка 
переменного резистора 
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Тип КС Тип Р Тип КЕ 





Тип К Тип КО 


Рис. 1.7. Типы движков переменных резисторов 


Таблица 1.16 


Размеры, 





5. Длина движка в мм. 


Отдельно следует выделить подстроечные резисторы фирмы Мигафа, исполь- 
зуемые в микроэлектронике. Они обозначаются по внутрифирменной системе. 
Маркировка состоит из кода модели — трех букв и цифры, типа — 1—2 букв и 
номинала, обозначенного цифровым кодом. Например, ВУОЗ А8-103. На рис. 1.8 
приведены изображения подстроечных резисторов фирмы Мига4{а. 
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РОТ2103 


| РОТЗ107 





Рис. 1.8. Подстроечные резисторы фирмы Мигафа 


1.5. Резисторы с особыми свойствами 


Термисторы 


Термисторы представляют собой резисторы на основе полупроводника, сопро- 
тивление которых резко зависит от температуры окружающей среды. Они подраз- 
деляются на две группы: термисторы с отрицательным температурным коэффици- 
ентом сопротивления (ТКС) и термисторы с положительным ТКС (позисторы). 
ТКС — это один из основных параметров термисторв. Он характеризует зависи- 
мость изменения сопротивления термистора от температуры окружающей среды. 


1 
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При обозначении термисторов зарубежного `производства применяют сокра- 
щения: МТС — МераНуе Тетрегафиге СоеШаеп{ — отрицательный ТКС, РТС — 
РозШуе Тетрегаиге Сое <‹еп{ — положительный ТКС. 

МТС термисторы в диапазоне температур 25...100 °С изменяют свое сопро- 
тивление от нескольких сот или тысяч ом до нескольких десятков или сот ом, то 
есть с повышением температуры их сопротивление снижается. РТС термисторы в 
диапазоне температур 0...75 °С сохраняют сопротивление примерно на уровне 
100 Ом. Однако, начиная с температуры 80 °С, оно начинает быстро расти до зна- 
чений порядка 10 кОм при 120 °С. Такие свойства термисторов обусловили их 
широкое применение в устройствах термостабилизации, автоматики, защиты от 
перегрузок и пожарной сигнализации. 

На корпус термистора наносится значение его сопротивления при температу- 
ре 20 °С (а для термисторов с рабочими температурами до 300 °С — при 150 °С). 
Конкретные значения сопротивлений устанавливаются в основном по ряду номи- 
налов Еб или Е12. 

МТС термисторы по функциональному назначению подразделяются на: 


® термисторы для термокомнпенсации; 
® термисторы для измерения температуры; 
® термисторы для ограничения пускового тока. 


РТС термисторы применяются в следующих типах электронных устройств: 


® датчики температуры; 
® схемы защиты от перегрузок; 
® устройства размагничивания. 


Также они используются в качестве нагревательных элементов. 

В табл. 1.17 приведены данные по МТС термисторам, а на рис. 1.9 показан их 
внешний вид. 

Данные и внешний вид РТС термисторов приведены в табл. 1.18—1.20 и на 
рис. 1.10 соответственно. 


Таблица 1.17 


Назначение 
о Ограничение 
| томбомения = Измерение температуры 
_ пускового тока. тока 


22.8 тт 891 М2020 | М70З | К220 
М820 
+10% | +1 КОм | +2% 
Точность 
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Измерение температуры 
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Рис. 1.10. РТС термисторы 
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Таблица 1.18 


РТС 
датчики температуры 


С8 (859008) МЗ5 (В5935) 0401 (859401) 


С100 (859100) - М55 (В5955) 0801 (859801) 
С101 (85901) М100 (В5900-М1) 0901 (859901) 





Таблица 1.19 


РТС термисторы защиты 
от перегрузок 
[в, А 2,9...0,008 0,065...0,045 0,31...0,04 


В7хх (В597хх) 
С8хх (В598хх) 
С9 (В599хх) 


20...1000 
























АТОТ (В59707-А) 
АО (В59607-А) 


Р1х01 (В59х01-Р1) 
Р1х15 (В59х15-Р1) 





Таблица 1.20 


Пусковые устройства, устройства 
размагничиания  — 
пм | 650% | 009.005 3.0.8 


429; /28х: 4290; 4150: 4290; 1100; 1170; Т250; 
















А19х; АБОх; 450х 










4200; 4320; С111х С1250...С1650 


|, А [в = 0,07...0,15 [в = 0,004...0,04 
8 5.09 ое 


Перечисленные выше терморезисторы являются продукцией фирм 
$1етеп$+Ма{зизИНа, ЕРСО5. 
ТМС термисторы имеют код В57, а РТС — В59. 
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Рис. 1.1. РТС термисторы фирмы $!1етеп$+Ма{зизПЦа 
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Варисторы 


Варисторы — полупроводниковые резисторы, сопротивление которых умень- 
шается при возрастании напряжения больше определенного (номинального) зна- 
чения. Их назначение — защита от бросков напряжения, возникающих, напри- 
мер, в телефонных линиях или при коммутации индуктивной нагрузки. Могут они 
применяться и для стабилизации напряжения, регулирования усиления в систе- 
мах автоматики, в схемах размагничивания кинескопов и т. д. 

На корпусе варистора наносится его рабочее напряжение. В табл. 1.21, 1.22 
приведены основные параметры распространенных варисторов отечественного и 
зарубежного производства. 


$15 





Рис. 1.12. Варисторы 
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Таблица 1.21. Основные параметры варисторов отечественного производства 


Номинальная Классификационное Допуск по клас- | Коэффициент | Классифика- 
МОЩНОСТЬ, напряжение, сиф. напряжению, | нелинейности, | ционный ток, 
В В +% не менее МА 


560 
680; 820; 1000; 1200 
1300; 1500 


560 
680 
1300 


56; 68; 82; 100; 120; 150; 
180; 220; 270 


15; 18: 22; 27; 33: 39; 47; 
56; 68; 82: 100 


20 000; 25 000 


240; 270; 300; 330; 360 


15; 18 
22; 27; 33; 39; 47 


Поглощаемая Допустимое напряжение 


( 
энергия, пах, 


[пик 


действующее | постоянное 


|[5Р. 
|2. 


Оксид-цинковые варисторы зарубежного производства имеют индекс ТУВ. 
При маркировке после него указывается диаметр дискового корпуса варистора и 
классификационное напряжение при токе 1 мА. Например, ТУК 05 271. Напряже- 
ние обозначается кодом — первые две цифры обозначают значение в вольтах, а 
последняя — множитель (показатель степени числа 10): 271 = 27.10! В = 270 В. 


— | г> 
юм |= 
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Фирма ЕРСОЗ производит металлоксидные варисторы серии З1ОУ типов 
СМ, СЧ — для поверхностного монтажа, $, ЭВ — для объемного монтажа в дис- 
ковых и прямоугольных корпусах соответственно (рис. 1.13). Те же типы вари- 
сторов предназначены и для автоэлектроники. В этом случае на их корпус нано- 
сится надпись АЧТО. Основное назначение металлооксидных варисторов — за- 
щита электронного оборудования от повреждений при превышении входного 


напряжения. 








$МО Дисковые 
СМ Си $ 
Автомобильные 
[387 
[Г 
[ВВГ 





СМ...АЧТО СУ...АЧТО $...АЦЧТО | 5В...АУТО 


Блочные/монтируемые, мощные диски — для тяжелых условий 
96 


37,5тах. 71 
> х с 
®}) 
Е Е 
Е 5 5 
100 36 5 
В25; В3З0; В40;: 1$40 В60 РО80 


Разрядные блоки 
34,0 








22,0; 44,0 


$НС\-$В1, $К2 


Рис. 1.13. Варисторы серии З1ОУ фирмы З1етеп$+Ма{зиз Ца 


2. Конденсаторы 27 


2. Конденсаторы 


2.1. Общие сведения 


Электрические характеристики конденсатора определяются его конструкци- 
ей и свойствами используемого диэлектрика. Основными параметрами конденса- 
торов являются: 


° номинальная емкость (мкФ, нФ, пФ); 

® рабочее напряжение — максимальное значение напряжения, при котором 
конденсатор может работать длительно без изменения своих свойств; 

» допуск — возможный разброс значения емкости конденсатора; 

® температурный коэффициент емкости (ТКЕ) — зависимость изменения ем- 
кости конденсатора от температуры окружающей среды. 


В таблице 2.1 приведены основные характеристики конденсаторов различных 
ТИПОВ. 


Таблица 2.1. Характеристики конденсаторов 


Типы конденсаторов 
Параметр Керами- Электро- | Метал- Поли- 
литиче- |ло-пле- 
ческие 
| ские | ночные новые 


Диапазон = | 2 |2.2пФ... | | 100нФ.... 1мкфФ... | 2,2пФ... |10нФ...! 1нфФ... |10нФ... | 10пФ... Г100нФ... | 
и Не. я а Н 2,2мкФ | 470нф | 10мкф | 10мкф | 100мкф 
напряжение, В 

+100... +100... —150... | +100... 
| -4тоо | “1000 [= 
Диапазон рабочих 85... —40... —25.,. | —40... | -40... | -55... | -55... | -40... | -55... 
температур, °С +85 +85 +85 +85 +100 | +100 | +100 +70 +85 


2.2. Обозначение и маркировка конденсаторов 

















Отечественная система обозначения 


Сокращенное обозначение состоит из букв и цифр, например, К5З-4, где бук- 
ва указывает на тип конденсатора, первое число — на материал диэлектрика, по- 
следнее число — на конструктивное исполнение. В табл. 2.2 приведена система 
обозначения конденсаторов в зависимости от материала диэлектрика. 
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Таблица 2.2. Система обозначения конденсаторов в зависимости 


от материала диэлектрика 
Подкласс Буквенное Обозначение 
Группа конденсаторов 
конденсаторов _ Обозначение | __ группы __ 


Керамические на напряжение ниже `Керамические на напряжение ниже 1600вВ —==_ В 
Керамические на напряжение 1600 В и выше 
Стеклянные 

Стеклокерамические 

Тонкопленочные 

Слюдяные малой мощности 

Слюдяные большой мощности 

Бумажные на напряжение до 2 кВ, фольговые 
Бумажные на напряжение 2 кВ и выше, фольговые 
Бумажные металлизированные 

Оксидные алюминиевые 

Оксидные танталовые, ниобиевые и др. 
Объемно-пористые 
Оксидно-полупроводниковые 

С воздушным диэлектриком 

Вакуумные 

Полистирольные 




































Конденсаторы 
постоянной 
емкости 












71(70) 





















Фторопластовые 72 
Полиэтилентерефталатные 73(74) 
Комбинированные 75 
Лакопленочные 76 
Поликарбонатные 7 





Полипропиленовые 78 


Вакуумные 
С воздушным диэлектриком 

С газообразным диэлектриком 
С твердым диэлектриком 






Подстроечные 
конденсаторы 







'Вакуумные 
С воздушным диэлектриком 

С газообразным диэлектриком 
С твердым диэлектриком 








Конденсаторы 
переменной 
емкости 


В основу обозначений по старой системе брались различные признаки: конст- 
руктивные, технологические, эксплуатационные и другие (например, КД — кон- 
денсаторы дисковые, ФТ — фторопластовые теплостойкие и т. д.) 

Обозначений конденсаторов зарубежных фирм-производителей не приводит- 
ся, поскольку каждая их них имеет свою собственную систему маркировки. 

Наиболее широко применяются конденсаторы следующих номинальных ря- 
дов емкостей: ЕЗ, Еб, Е12, Е?З4 (табл. 2.3). 


Таблица 2.3. Ряды номинальных емкостей конденсаторов 


Ряд Числовые коэффициенты 
ЕЗ 11;2,2; 4,7 


1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 


1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2 
1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8: 2; 2,2; 2,4; 2,7: 3; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 
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Маркировка конденсаторов 


Маркировка конденсаторов может быть буквенно-цифровой, содержащей со- 
кращенное обозначение конденсатора, его номинальное напряжение, емкость, до- 
пуск, группу ТКЕ и дату изготовления, либо цветовой. 

В зависимости от размеров конденсаторов применяются полные или сокра- 
щенные (кодированные) обозначения номинальных емкостей и их допустимых от- 
клонений. Бескорпусные конденсаторы не маркируются, и их характеристики 
указываются на упаковке. 

Полное обозначение номинальных емкостей состоит из цифрового обозначе- 
ния номинальной емкости и обозначения единицы измерения (пФ — пикофарады, 
нФ — нанофарады; мкФ — микрофарады, Ф — фарады). 

Кодированное обозначение номинальных емкостей состоит из трех или четы- 
рех знаков, включающих две или три цифры и букву. Буква русского или латин- 
ского алфавита обозначает множитель: 


П (р) — пико = 107? Ф; 

Н (п) — нано = 109 Ф; 

М (и или т) — микро = 1076 Ф (часто можно встретить, когда вместо буквы и 
греческого алфавита используется латинская буква ц). 


Примеры: 2,2 пФ — 2П2 (2р2); 1500 пФ — 1Н5 (115); 0,1 мкФ — М1 (11); 
10 мкФ — 10М (10). 


На рис. 2.1 показан внешний вид конденсаторов различных типов и исполне- 
НИЯ. 

В табл. 2.4 приведены обозначения допусков. По новой системе они обозна- 
чаются латинскими буквами и соответствуют принятой международной системе, 
по старой — буквами русского алфавита. 





Рис. 2.1. Конденсаторы 
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Таблица 2.4. Допустимые отклонения емкостей конденсаторов 









Гобою ГБ | Жетй [090 0 = | 80|: о 
ЕТ ПЕС ИЕН 
ПТ ЕЕ ОЕ ОО МО ОО 
555 [ИИ Завый | 20550 [519 [Фо 
но [ко вый [ам [29 [бы || 


















Кодовая цифровая маркировка 


Кроме буквенно-цифровой маркировки применяется способ цифровой марки- 
ровки тремя или четырьмя цифрами по стандартам 1ЕС (табл. 2.5, 2.6). 

При таком способе маркировки первые две или три цифры обозначают значе- 
ние емкости в пикофарадах (пФ), а последняя цифра — показатель степени мно- 
жителя 10. При обозначении емкостей менее 19 пФ последней цифрой может 
быть «9» (109 = | пФ), при обозначении емкостей 1 пФ и менее первой цифрой 
будет «0» (010 = 1 пФ). В качестве разделительной запятой используется буква В 
(085 = 0,5 пФ). 

При маркировке емкостей конденсаторов в микрофарадах применяется циф- 
ровая маркировка: 1 — 1 мкФ, 10 — 10 мкФ, 100 — 100 мкФ. В случае необходи- 
мости маркировки дробных значений емкости в качестве разделительной запятой 
используется буква В: В1 — 0,1 мкФ, В22 — 0,22 мкФ, 3ВЗ — 3,3 мкФ (при обо- 
значении емкости в мкФ перед буквой В цифра 0 не ставится, — она ставится 
только при обозначении емкостей менее 1 пФ). 

После обозначения емкости может быть нанесен буквенный символ, обозна- 
чающий допустимое отклонение емкости конденсатора в соответствии с табл. 2.4. 


Таблица 2.5. Примеры расшифровки кодировки номинальной емкости 
конденсаторов тремя цифрами 


Емкость 


Код 
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од 
Пикофарады (пФ; рЕ) Нанофарады (нФ; пЕ) Микрофарады (мкФ; вцЕ) 








С ОИ ПОСТ О 
| м 
ром 
И МОС 
Е ОО ПОТ 
Е: ПИ ОИС ОО 
О И ИСТ 


Таблица 2.6. Примеры расшифровки кодировки номинальной емкости 
конденсаторов четырьмя цифрами 


‚ 
> 
— 


0,68 
1,0 
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ТКЕ (температурный коэффициент емкости) — параметр конденсатора, кото- 
рый характеризует относительное изменение емкости от номинального значения 
при изменении температуры окружающей среды. Этот параметр принято выра- 
жать в миллионных долях емкости конденсатора на градус (10° /°С). ТКЕ может 
быть положительным (обозначается буквой «П» или «Р»), отрицательным («М» 
или «\№), близким к нулю («МП») или ненормированным («Н»). 

Конденсаторы изготавливаются с различными по ТКЕ типами диэлектриков: 
группы МРО, ХТ, 259, УБУ и другие. Диэлектрик группы МРО (СОС) обладает 
низкой диэлектрической проницаемостью, но хорошей температурной стабильно- 
стью (ТКЕ близок к нулю). ЗМО конденсаторы больших номиналов, изготовленные 
на основе этого диэлектрика, наиболее дорогостоящие. Диэлектрик группы Х7В 
имеет более высокую диэлектрическую проницаемость, но меньшую температур- 
ную стабильность. Диэлектрики групп 250 и У5У имеют очень высокую диэлек- 
трическую проницаемость, что позволяет изготовить конденсаторы с большим зна- 
чением емкости, но имеющие значительный разброс параметров. ЭМО конденсато- 
ры с диэлектрикам групп Х7К и 250 используются в цепях общего назначения. 

Обозначение группы ТКЕЁ наносится на корпус конденсатора в виде непосред- 
ственного обозначения (буквенного кода) или цветовой маркировки. Цветовая 
маркировка может быть выполнена в виде одной или двух цветовых полос (точек, 
меток), причем второй цвет не обязательно наносится, — он может быть пред- 
ставлен цветом корпуса конденсатора. В табл. 2.7, 2.8 и 2.9 показан порядок обо- 
значения ТКЕ конденсаторов различных групп. 


Таблица 2.7. Керамические конденсаторы с ненормируемым ТКЕ 


Допуск при Цветовая маркировка 
Группа ТКЕ |. _` . Буквен- 
= —60...+85 °С, . Старое обозначение 
по ГОСТ НЫЙ КОД 





Таблица 2.8. Керамические и металлостеклянные конденсаторы 
с линейной зависимостью от температуры 

















Группа ТКЕ 
(международное 
обозначение) 






Старое обозначение 


Цвет Маркировоч- 
`корпуса ная точка 
юр [| =. 






Буквен- 
НЫЙ КОД 









Группа ТКЕ 
Новое обозначение 
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Таблица 2.9. Конденсаторы с нелинейной зависимостью от температуры 











Группа ТКЕ 
по стандарту ЕА 


-30...+85 
_30...+85 
_30...+85 
+10 —55...+85 

Х5Ц ,. -55...+85 

Х5\ .. —55...+85 

ХВ 

75Е +75 

75Р 

755 


250 
С5У 





Некоторые фирмы пользуются собственной системой обозначений, отличаю- 
щейся от приведенной в таблицах. 


2 Зак 4 
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Цветовая маркировка 


Вследствие того, что площадь поверхности корпуса конденсаторов зачастую 
недостаточна для нанесения цифровых обозначений, широко применяется цвето- 
вая кодовая маркировка либо в виде цветных полос, либо в виде цветных точек. 
Количество маркировочных меток может составлять от трех до шести, а кодиро- 
ваться могут как основные параметры конденсатора (емкость и рабочее напряже- 
ние), так и дополнительные (допуск и ТКЕ). Как правило, первые две или три мет- 
ки обозначают значение емкости, а следующие за ними, соответственно, множи- 
тель, допуск и ТКЕ. 

Определить рабочие параметры конденсаторов по цветовой маркировке мож- 
но, пользуясь цветными вкладками 3—8. 


2.3. Особенности маркировки некоторых типов 
$МО конденсаторов 


Керамические $МО конденсаторы 


Таблица 2.10. Расшифровка буквенного кода при обозначении емкости на корпусе 
керамических $МО конденсаторов 





Маркировку на керамические МО конденсаторы иногда наносят кодом, со- 
стоящим из одной или двух букв и цифры. Первая буква (необязательно) — код 
изготовителя (например, К для обозначения конденсаторов фирмы КЕМЕТ, и 
т. д.), вторая буква — мантисса в соответствии с приведенной выше табл. 2.10 и, 
наконец, последняя цифра — показатель степени для определения емкости в пФ. 

Например, $3 — 4,7 нФ (4,7 х 10° пФ) конденсатор неизвестного изготовите- 
ля, в то время как КА2 — 100 пФ (1,0 х 10? пФ) конденсатор производства фир- 
мы КЕМЕТ. 
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Оксидные 5МО-конденсаторы 


Емкость и рабочее напряжение оксидных ЗМО конденсаторов часто обозна- 
чаются их прямой записью, например 10 6У — 10 мкФ х 6 В. Иногда вместо этого 
используется код, который обычно состоит из буквы и трех цифр. Буква указыва- 
ет на рабочее напряжение в соответствии с табл. 2.11, атри цифры (2 цифры, обо- 
значающие номинал, и множитель) обозначают значение емкости в пикофарадах. 
Полоса указывает на вывод положительной полярности. Например, маркировка 
А475 обозначает конденсатор емкостью 4,7 мкФ с рабочим напряжением 10 В. 

475 = 47 х 10? пФ = 4,7 мкФ 


Таблица 2.11. Буквенные обозначения рабочего напряжения оксидных $МЬ конденсаторов 


ОО ОИ ПОЗ 
Е 





Напряжение, В 


В некоторых случаях значение емкости кодируется буквой и цифрой. Буква 
(табл. 2.12) обозначает номинал емкости, а цифра — множитель — количество 
нулей, которые необходимо добавить к номиналу для определения величины ем- 
кости конденсатора. 


Таблица 2.12. Буквенное обозначение емкостей оксидных $МО конденсаторов 





Танталовые $МО-конденсаторы 


Танталовые конденсаторы выпускаются пяти типоразмеров: А, В, С, О, Е 
(см. табл. 2.13). 


Таблица 2.13. Типоразмеры корпусов танталовых конденсаторов 





Маркировка танталовых конденсаторов типоразмеров А и В состоит из бук- 
венного кода номинального напряжения в соответствии с табл. 2.14 и цифрового 
кода номинала. 


Таблица 2.14. Кодирование значения рабочего напряжения танталовых конденсаторов 





Напряжение, В 
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В трехзначном коде номинала емкости в пикофарадах две первые цифры обо- 
значают номинал емкости в пикофарадах, а последняя — количество нулей, кото- 
рые необходимо добавить к первым двум цифрам, чтобы получить значение емко- 
сти конденсатора. 

Например, маркировка Е105 соответствует емкости 1 000 000 пФ (1,0 мкФ) 
с рабочим напряжением 25 В. 

Емкость и рабочее напряжение танталовых 5МО конденсаторов типоразме- 
ров С, О, Е обозначаются их прямой записью, например 47 6У — 47мкФ х 6В. 


Маркировка электролитических конденсаторов фирмы ТВЕС 


Электролитические конденсаторы фирмы ТВЕС маркируются путем нанесе- 
ния номинала и значения рабочего напряжения на корпус, но каждой серии соот- 
ветствует свой цвет оболочки корпуса (табл. 2.15). 


Таблица 2.15. Маркировка электролитических конденсаторов фирмы ТКЕС 














Диапазон 
рабочих 
темпера- 
тур, °С 






Диапазон 
рабочих 
напряже- 
ний, В 


Диапазон 
значения 
емкости, 
мкФ 







Какие отечествен- 
ные конденсаторы 
заменяют 




















К50-6, К50-16, 
К50-35, К50-38, 
К50-40, К50-46, 
К50-53 


К50-12, К50О-20, 
—40...105 К5О-24, КБО-27 














в | Бороры [Темооньый | КН | во [46.6 [| 


Конденсаторы фирмы НТАМО 





Фирма ШТАМО выпускает электролитические конденсаторы нескольких се- 
рий. На их корпус наносится маркировка с указанием наименования фирмы про- 
изводителя и номиналы емкости и напряжения. Определить их принадлежность к 
той или иной группе можно только по особенностям конструкции, на основании 


2. Конденсаторы 37 





справочных данных. В табл. 2.16 приведены особенности серий электролитиче- 
ских конденсаторов фирмы ШТАМО. 


Таблица 2.16. Особенности электролитических конденсаторов фирмы ШТАМО 


Серия Применяемость 


Общего применения 


Промышленное коммуникационное оборудование, ключевые схемы 
Серия ЕСН — с увеличенным сроком работы при макс. температуре 
Сверхминиатюрная серия для видеокамер, автомагнитол, диктофонов и пр. 


Серия ЕМВЕ - с малым током утечки 


ЕММ Сверхминиатюрная серия для устройств с изменяющейся полярностью 
ЕВВ Для работы на больших токах при повышенной частоте (блоки строчной развертки и др.) 


Для устройств с изменяющейся полярностью 


Для монтажа на яечатную плату без дополнительного крепежа. Взрывобезопасные 


Серия с малым током утечки для предварительных усилителей 


Серия с малым импедансом для импульсных блоков питания 





Многослойные керамические конденсаторы ШТАМО выпускаются двух типо- 
размеров — В15 и В20. В них используется диэлектрик: 


» МРО — в температурно-независимых конденсаторах, применяемых в радио- 
частотных генераторах, точных таймерах, ультрастабильных устройствах; 

» Х7В — в конденсаторах, где температура незначительно влияет на измене- 
ние емкости, применяемых в телевизорах, компьютерах, аудио- и видеотех- 
нике; 

® 250, У5У в конденсаторах, применяемых в фильтрующих цепях различных 
устройств. 


Другими словами, МРО/СО@ — ультрастабильная керамика с низкой ди- 
электрической проницаемостью; Х7В — керамика со средним значением потерь и 
высокой диэлектрической проницаемостью; 250, У5У — керамика с большим 
разбросом параметров и очень высокой диэлектрической проницаемостью. 


Советы по практическому применению 


Если задано постоянное рабочее напряжение конденсатора, то это относится 
к максимальной температуре. Поэтому конденсаторы всегда работают с опреде- 
ленным запасом надежности. Тем не менее, нужно обеспечивать их реальное ра- 
бочее напряжение на уровне 0,5...0,6 от разрешенного значения. 
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Если для конденсатора оговорено предельное значение переменного напря- 
жения, то это относится к частоте 50...60 Гц. Для более высоких частот или же в 
случае импульсных сигналов следует донолнительно снижать рабочие напряже- 
ния во избежание перегрева конденсаторов из-за потерь в диэлектрике. 

Конденсаторы большой емкости с малыми токами утечки способны довольно 
долго сохранять накопленный заряд после выключения аппаратуры. Для обеспе- 
чения большей безопасности следует подключить параллельно конденсатору цепь 
разряда на корпус через резистор сопротивлением 1 МОм (0,5 Вт). 

В высоковольтных цепях часто используется последовательное включение 
конденсаторов. Для выравнивания напряжений нужно параллельно каждому из 
них подключить резистор сопротивлением от 220 кОм до 1 МОм. 

При использовании оксидного конденсатора в качестве разделительного не- 
обходимо правильно определить полярность его включения. Ток утечки этого кон- 
денсатора может существенно влиять на режим усилительного каскада. 


2.4. Подстроечные конденсаторы 
зарубежных фирм 


Основными поставщиками подстроечных конденсаторов ({гиттег сарасНог$) 
являются фирмы РНШР$ и МОКАТА. 

На рис. 2.2 изображены подстроечные конденсаторы, производимые фирмой 
РНПИР5$. 

Такие конденсаторы предназначены для работы в диапазоне температур от 
—40 до +70 °С при напряжении постоянного тока до 100 В. 

В табл. 2.17 дана цветовая маркировка и основные параметры миниатюрных 
и с диаметром корпуса 5 мм подстроечных конденсатров фирмы РНПР$. 


Таблица 2.17. Маркировка корпуса подстроечных клнденсаторов РНШР$ 



















Рис. 2.2. Подстроечные конденсаторы фирмы РНШР$: а — миниатюрный подстроечный 
конденсатор; 6 — подстроечный конденсатор диаметром 5 мм 
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Подстроечные конденсаторы фирмы МОВАТА также маркируются окраской 
корпуса. Ниже приводятся их рисунки и габаритные размеры. 

Миниатюрные керамические подстроечные конденсаторы фирмы МОВАТА 
(табл. 2.18) работают в диапазоне температур —55...+85 °С и рассчитаны на рабо- 
чие напряжения 50 В или 100 В. Сопротивление изоляции не менее 10 ГОм. 


Таблица 2.18. Маркировка корпусов миниатюрных подстроечных конденсаторов МИКАТА 


Цветовую маркировку керамических подстроечных конденсаторов для по- 
верхностного монтажа с шириной корпуса 4 мм, 3 мм и 2 мм поясняют соответст- 
венно табл. 2.19—9.21. 








Таблица 2.19. Маркировка корпусов подстроечных конденсаторов МИКАТА 
(ширина корпуса 4 мм) 


Рабочее __ Рабочее напряжение, В _ В |_ Добротность на = 1 МГц | на ф = 1 МГц 


Коричневый 





Метка 
максимальной 


емкости ( 


Цветной корпус 





Рис. 2.3. Миниатюрные керамические подстроеч- Рис. 2.4. Подстроечный МО кон- 
ные конденсаторы фирмы МОВАТА денсатор с шириной корпуса 4 мм 
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Рис. 2.5. Подстроечный ЗМРО конденсатор с шириной корпуса 3 мм 


Таблица 2.20. Маркировка корпусов подстроечных конденсаторов МИРАТА 


(ширина корпуса 3 мм) 
Добротность на Ё = 1 МГц 
300 








О ТЕ ПО ПИ ОЕ 










Рис. 2.6. Подстроечный ЗМРО конденсатор с шириной корпуса 2 мм 


Таблица 2.21. Маркировка корпусов подстроечных конденсаторов МИУКАТА 
(ширина корпуса 2 мм) 











2.5. Другие типы конденсаторов 


С целью миниатюризации радиоаппаратуры и снижения времени на ее произ- 
водство некоторые фирмы предлагают гибридные устройства на основе использо- 
вания конденсаторов. Среди них можно выделить: 


» Т-образные фильтры; 

® конденсаторы-варисторы; 

» помехоподавляющие конденсаторы и конденсаторные сборки для коллек- 
торных электродвигателей переменного тока. 
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Т-образный фильтр представляет собой трехвыводный элемент, состоящий 
из конденсатора и двух ферритовых ячеек, включенных последовательно. Та- 
кие фильтры предназначены для подавления ВЧ помех в цепях постоянного 
тока, цифровых схемах с высоким входным сопротивлением, трактах УПЧИ те- 
левизоров. 

На рис. 2.7 изображен такой фильтр и приведена его схема. 

Конденсаторы-варисторы предназначены для защиты схем от воздействия 
кратковременных выбросов напряжения частотой выше 50...60 Гц, а также для за- 
щиты цифровых КМОП и ТТЛ микросхем от статического электричества. 

Помехоподавляющие конденсаторные сборки (рис. 2.9) служат для подавле- 
ния помех, возникающих при работе коллекторных электродвигателей перемен- 
ного тока (электроинструмент, бытовая техника). 





Рис. 2.7. Трехвыводной фильтр Рис. 2.8. Варистор 
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Рис. 2.9. Помехоподавляющая конденсаторная сборка 
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3. Катушки индуктивности 


3.1. Общие сведения 


Катушки индуктивности позволяют запасать электрическую энергию в магнит- 
ном поле. Типичное их применение— сглаживающие фильтры и различные селек- 
тивные цепи. Их электрические характеристики определяются конструкцией, свой- 
ствами материала магнитопровода, его конфигурацией и числом витков катушки. 

При выборе катушки индуктивности следует учитывать следующие характе- 
ристики: 


® требуемое значение индуктивности (Гн, мГн, мкГн, нГн); 

® максимальный ток катушки; 

® допуск индуктивности; 

° температурный коэффициент индуктивности (ТКИ); 

® активное сопротивление обмотки катушки; 

® добротность катушки, которая определяется на рабочей частоте как отно- 
шение индуктивного и активного сопротивлений; 

» частотный диапазон катушки. 


Катушки индуктивности подразделяются на имеющие постоянное значение 
индуктивности, и с изменяемой индуктивностью, подстраиваемой ферромагнит- 
ным сердечником. 

Первый тип применяется, как правило, во входных цепях телефонных аппара- 
тов, в сглаживающих фильтрах, дросселях в цепях ВЧ. Второй тип катушек исполь- 
зуется в резонансных цепях — ВЧ трактах приемных и передающих устройств. 


3.2. Маркировка катушек индуктивности 


Маркировка катушек индуктивности осуществляется путем нанесения на их 
корпус основных параметров — значения индуктивности и допустимого отклоне- 
ния индуктивности от номинального значения. 

При кодовой маркировке на корпус катушки индуктивности наносится циф- 
ровая или буквенно-цифровая маркировка. Номинальное значение индуктивности 
кодируется цифрами, после которых следует (или отсутствует вообще) буква, 
обозначающая величину допуска. 

При определении величины индуктивности следует знать следующее: 


» цифры обозначают значение индуктивности в микрогенри; 
» если индуктивность обозначается в наногенри, то после цифр наносится бу- 
ква М (2№2 = 2,2 нГн); 
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» если величина индуктивности менее | мкГн или выражается дробным чис- 
лом, измеряемым в микрогенри, то применяется разделительная буква В 
(В47 = 0,47 мкГн; 185 = 1,5 мкГн): 

® при маркировке значений индуктивности от 109 мкГн после двузначной циф- 
ры проставляется множитель, указывающий на количество нулей после 
указанного двузначного числа (150 = 15 мкГн; 151 = 150 мкГн; 122 = 
= 1200 мкГн = 1,2 мгГн); 

» указанный выше способ маркировки применяется и для ЗМР катушек ин- 
дуктивности (дросселей); 

» в отдельных случаях применяется отличающееся от указанного выше обо- 
значение индуктивности — индуктивность в микрогенри просто обознача- 
ется одно-, двух- или трехзначным числом без множителя, или дробным 
числом (560 = 560 мкГн; 3,3 = 3,3 мкГн). 


Допуск катушек индуктивности обозначается одной из четырех букв: О — 
для допуска +0,3 нГн; 4 — +=5%; К — =10%; М — =20% (или не наносится ни- 
какой бкувы, что соответствует допуску =20%). 

В табл. 3.1 приведены основные данные 5МО катушек индуктивности, произ- 
водимых фирмами ЗАМЗОМО и МС. 


Таблица 3.1. Основные данные катушек индуктивности фирм ЗАМ$ЗИМС и МС 


Диапазон значений Тестовая частота при | Сопротивление по- 
Добротность, 
индуктивности, измерении О, стоянному току, 
мкГН МГц 


Максимальный 
ток, МА 


Катушки с низкими значениями индуктивности 


А, 
>> 


0,30 


— 
> 


50 


0,047...0,82 
1,0...4,7 


Катушки с высокими значениями индуктивности 


0805 1,58...180 18 
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Цветовая маркировка наносится на корпус катушки индуктивности в виде 
трех или четырех цветных колец или точек, которые обозначают следующее: 


» первые два кольца — номинал индуктивности; 
® третье кольцо — множитель; 
° четвертое кольцо — допуск (или не наносится при величине допуска 
=20%). 
Пример цветовой маркировки катушек индуктивности изображен на цветной 
вкладке 9. 


Маркировка катушек индуктивности для поверхностного 
монтажа 


Мощные индуктивности для поверхностного монтажа выпускаются в цилинд- 
рических корпусах типоразмеров 0604 и 0805 (рис. 3.1). На их корпусе наносится 
маркировка, обозначающая значение индуктивности в микрогенри и допуск. На- 
пример, ЗВЗМ — индуктивность 3,3 мкГн с допуском +20%; 820К — индуктив- 
ность 82 мкГн с допуском =10%. Буква В играет роль десятичной запятой. Если 
число, обозначающее номинал, трехзначное, то первые две цифры обозначают 
собственно номинал, а последняя — показатель степени числа 10, на которое не- 
обходимо этот номинал умножить. Допуск обозначается буквами: М — =20%; 
У — =15%; К — =10%. 

Начало обмотки обозначается на корпусе индуктивности точкой (рис. 3.1). 

ЧИП-индуктивности отличаются очень высокой надежностью. Они выпуска- 
ются в прямоугольных корпусах типоразмеров 1812, 1210, 1008, 0805 (рис. 3.2). 

Их маркировка аналогична маркировке мощных индуктивностей. Однако ряд 
их номиналов начинается с индуктивностей величиной от 0,0039 мкГн. При обо- 
значении малых значений индуктивности применяют букву М, которая играет, с 
одной стороны, роль десятичной точки, а с другой — обозначает коэффициент 
103. Например, ЗМ9ЭМ обозначает индуктивность 3,9.10-3 мкГн или 0, 0039`мкГн 
с допуском =20%; 10МК обозначает индуктивность 10.103 мкГн или 0,01 мкГн с 
допуском =10%. 


Начало Конец 





Рис. 3.1. Мощная катушка индуктивности 
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Рис. 3.2. ЧИП-индуктивность 


3.3. Дроссели серий Д, ДМ, ДП, ДПМ 


Дроссели серий Д, ДМ, ДП, ДПМ используются в каскадах ВЧ. Чаще всего 
их включают в цепи питания микросхем, коллекторные цепи транзисторов для 
фильтрации токов ВЧ. 

На корпус дросселей наносится буквенно-цифровая маркировка. Например, 
ДМ-0,1 500. Это означает, что данный дроссель относится к серии ДМ, имеет рас- 
сеиваемую мощность 0,1 Вт и индуктивность 500 мкГн. Дополнительно может на- 
носиться допуск в процентах. 
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4.. Маркировка кварцевых резонаторов 
и пьезофильтров 


4..1. Маркировка резонаторов и фильтров 
отечественного производства 


Кварцевые резонаторы широко применяются в различных электронных уст- 
ройствах для обеспечения высокой стабильности электрических колебаний. Их 
маркировка состоит из буквенно-цифрового кода: 


РК169 МА - 6 В С - 38,4625М 


1 2 3465 6 





|. Тип резонатора: 
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2. Тип корпуса (рис. 4.1). 
3. Класс точности настройки: 


ААА —— 


Е О ОЕ О ОИ ПЕ 
О ООС ПО ОО 
р 
О ОИ ПО ЗОО ООС ОНИ ПОООИЕ-—ОО 
ОО ОО ПО 
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4. Интервал рабочих температур: 








Каан ака = 


5. Стабильность в интервале температур: 


Стабильность в ин- Стабильность в ин- Стабильность в ин- 
Обозначение | тервале темпера- | Обозначение | тервале темпера- | Обозначение | тервале темпера- 
тур, 10-6 тур, .10-6 тур, .10-6 





Корпус НС-490 


[ 8 
к 74 
10,3 тах. ‚ 3,8 тах. 
Е 
Е 
о 
ИИ 
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Рис. 4.1. Типы корпусов кварцевых резонаторов 
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Корпус МД(НС-49/0) 


Корпус МА 


13,5 макс. 20 макс. 


- _| 48102 
Ри макс. 


13,5 6 5,3 макс. 
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Рис. 4.1. Типы корпусов кварцевых резонаторов (продолжение) 
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Корпус НС-49-$МО Корпус НС-52-$МО 


Рис. 4.1. Типы корпусов кварцевых резонаторов (продолжение) 
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Отечественной промышленностью освоен также выпуск монолитных кварце- 
вых генераторов, предназначенных для работы в аппаратуре сотовой, спутнико- 
вой и дальней связи, в спутниковых навигационных системах. Их маркировка: 


ГК 89 - ТС 


— ————_—ы—_-—+ 


12 3 


1. Тип прибора — генератор кварцевый. 
2. Номер разработки. 


3. Особенности конструкции: 
ТС — термостабильный (прецизионный); 
ТК — термокомпенсированный (высокоточный); 
П — экономичный по потреблению (микротоковый); 
УН — управляемый напряжением; 
УНТС — управляемый напряжением, термостатированный. 


Пьезоэлектрические фильтры относятся к приборам селекции частоты. Бла- 
годаря их применению удалось снизить габариты некоторых типов радиоэлек- 
тронных устройств. 

Отечественные пьезоэлектрические фильтры маркируются буквенно-цифро- 
вым или цветовым кодом. 


При буквенно-цифровой маркировке на корпус фильтра наносятся (рис. 4.2): 
1. Буквы ФП — фильтр пьезоэлектрический. 


2. Цифра, обозначающая материал фильтра: | — керамика; 2 — кварц; 3 — 
пьъезокристаллы другого вида. 


3. Буква, обозначающая функциональное назначение: [| — полосовой; Р — 
режекторный; Д — дискриминаторный; Г — гребенчатый; О — однополосный. 


4. Цифра, обозначающая конструктивные особенности фильтра: | — дис- 
кретный; 2 — гибридный однослойный; 3 — гибридный пьезомеханический; 4 — 
гибридный монолитный; 5 — гибридный прочий; 6 — интегральный однослойный; 
7 — интегральный пьезомеханический; 8 — интегральный монолитный; 9 — ин- 
тегральный на ПАВ (поверхностно-акустических волнах); 10 — интегральный 
прочий. 

5. Двузначное число — номер разработки. 


6. Цифра, обозначающая номинальную частоту: | — до 60 кГц; 2 — 
60...400 кГц; 3 — 400...1200 кГц; 4 — 1,2...3 МГц; 5 — 3...5 МГц; 6 — 5...25 МГц; 
7 — 25...35 МГц; 8 — 35...90 МГц; 9 — более 90 МГик. К цифре может добавлять- 


СЯ буква, указывающая на единицу измерения частоты. 


7. Цифра, обозначающая ширину полосы частот (соотношение ДЁ/Й: 1 — уз- 
кополосный (до 0,05%); 2 — узкополосный (0,05...0,2%); 3 — широкополосный 
(0,2...0,4%); 4 — широкополосный (0,4...0,8%); 5 — широкополосный (более 


0,8%). 


5. Буква, обозначающая допустимые условия эксплуатации: В — всеклимати- 
ческие; Т — тропические; М — морские. 
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9. Буква, обозначающая допустимый диапазон рабочих температур: А — 
+1...+55 °С; Б — -10...+60 °С; В — -40...+70 °С; Д — -40...+85 °С; Е — 
50.105 — 60 100 





Рис. 4.2. Пример маркировки пьезоэлектрического фильтра 


При недостатке места на корпусе применяют сокращенную маркировку, со- 
стоящую из первых пяти элементов. 

Для маркировки керамических фильтров применяется и цветовая маркировка 
(табл. 4.5). 





Таблица 4.5 

Цвет корпуса или цифра на корпусе {Цветные метки | Тип фильтра Применяемость 
70 | Красная УПЧ радиоприемников УКВ/ФМ 

70 Желтая ФП1П6-1.2 То же | 


ы 


ФП1П6-1.3 


















Желтая ФП1Пб-1.4 и 
Белая ФП1П6б-1.5 
Голубой Желтая ФП1П8-62.01 УПЧЗ телевизоров 


Г я [А [ов | 


Голубой Красная+белая | ФП1Р8-63.04 


И 
Г] В 
- 





Цветовая маркировка пьезокерамических фильтров представлена на цветной 
вкладке 10. 


4.2. Особенности маркировки резонаторов и 
фильтров зарубежного производства 


На корпусе зарубежных пьезоэлектрических фильтров наносится значение 
средней частоты полосы пропускания и буквы, определяющие функциональное 
назначение (табл. 4.6). 
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Таблица 4.6 


Двухвыводные дискриминаторные 


СВР, СВА, СЗА Трехвыводные дискриминаторные 
















Рис. 4.3. Маркировка пьезоэлектрических фильтров зарубежного производства 


В других случаях наносится номер серии прибора и частота. Например, СТТ 
4,00М; ГТЕ 5.5 МВ. 


4.3. Особенности маркировки фильтров 
производства фирмы МОВАТА 


В радиоаппаратуре различного назначения широко применяются фильтры 
фирмы МОВАТА на различные номинальные частоты, с разными характеристика- 
ми. На их корпусе наносится маркировка, обозначающая центральную частоту та- 
кого фильтра. Она маркируется буквенно-цифровым кодом. Буква в нем уточняет 
размерность частоты: К — килогерцы, М — мегагерцы, @ — гигагерцы, а также 
играет роль десятичной запятой. Например, 433М92 соответствует частоте 
433,92 МГц. Кроме этой маркировки могут быть нанесены и другие буквы, уточ- 
няющие тип фильтра: 
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° [. — фильтр нижних частот; 

» Н — фильтр верхних частот; 

» В — полосовой фильтр; 

» Т — фильтр-пробка. 

Буквой К обозначаются резонаторы. В любом случае полные данные о приме- 
няемом фильтре можно получить только из спецификации элементов схемы по их 
полной маркировке, либо на основании паспорта на прибор (Ра{азНее{ Мо{е). 
Только одних резонаторов, к примеру, может быть несколько типов — кварцевые, 
керамические, диэлектрические, на ПАВ и др. 

В качестве примера в табл. 4.7 приведены характеристики фильтров проме- 


жуточной частоты тракта АМ бытовой радиоприемной аппаратуры на частоту 
455 кГц. 


Таблица 4.7 


СЕ ООО ОЕ ООО ОЕ О 
орон те м мо 
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5. Маркировка полупроводниковых 
приборов 


5.1. Отечественная и зарубежные 
системы маркировки полупроводниковых 
приборов 


Маркировка полупроводниковых приборов — это информация на их корпусе, 
которая позволяет определить тип элемента. 

Вид маркировки зависит от типа корпуса полупроводникового прибора. Она 
может представлять собой либо полное, либо сокращенное обозначение: буквен- 
но-цифровое, символьную цветовую маркировку, маркировку условным кодом 
(применяется в основном для маркировки ЗМО компонентов), состоящим из од- 
ного или более знаков. Каждый тип полупроводникового прибора имеет свое ус- 
ловное обозначение. Существует несколько систем обозначений полупроводнико- 
вых приборов. 

Отечественная система обозначений полупроводниковых приборов состоит 
из семи элементов: 


1-й — буква или цифра, обозначающая применяемый полупроводниковый 
материал; 

2-й — буква, обозначающая подкласс полупроводникового прибора; 

3-й — цифра, определяющая основные функциональные возможности 
прибора; 


4-й, э-й, 6-й — цифры, обозначающие порядковый номер разработки, а для 
стабилитронов и стабисторов — напряжение стабилизации; 

7-й — буква, определяющая классификацию полупроводникового прибора по 
параметрам. 


Например, КТ201Д, 2Т904А, КВ109Б. 
В отсутствие справочника назначение и основные параметры полупроводни- 


кового прибора можно определить по его маркировке, пользуясь приводимыми 
ниже табл. 5.1 и 5.9. 


Таблица 5.1 









ПЕРВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 


Буква или . Буква или . 
Применяемый материал Применяемый материал 
цифра цифра 


ия 
СООО ИСТ ОИ 
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ВТОРОЙ ЭЛЕМЕНТ 


Транзисторы биполярные 


ООО О ООО 
Стабилизаторы тока Туннельные диоды 


Выпрямительные столбы и блоки Генераторы шума 


[Г [гнеаорыши 
Стабилитроны, стабисторы Б Диоды Ганна 
и ограничители 
ООО ОО 


Таблица 5.2 


— 

о 
ри 
— 
о 
ри) 
|“) 

> 
ги 


ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ 
Диоды 


Назначение прибора Назначение прибора 


- 
= 

= 

= 
| 


- 
= 
> © го > = 
>. 
|) 


Туннельные обращенные 


4 


———_—_ 


Выпрямительные с [пр < 0,3 А 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Чст < 108 (<0,3 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
С Ист 10...100 В (<0,3 Вт} 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Ист. >100 В (<0,3 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Ох < 108 (0,3...5 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
сет 10...100 В (0,3...5 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Чът >100В (0,3...5 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Ист. < 108 (5...10 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Чет. 10...100В (5...10 Вт) 


Стабилитроны, стабисторы и огр. 
с Уст. >100В (5..,10 Вт) 


1 Варикапы подстроечные 


Выпрямительные с р 0,3...10 А 


Диоды прочие (термодиоды, магнитодиоды} 


1 Выпрямительные столбы с пр < 0,3 А 


Выпрямительные столбы с {пр 3...10 А 


Выпрямительные блоки с [пр. < 0,ЗА 


|9) 


Выпрямительные блоки С 11р 0,3...10 А 


Импульсные С {восст > 500 нс 


Импульсные с фвосст 150...500 нс 


Импульсные с {фьосст 30...150 нс 


7 Импульсные С 1 восст 5...30 нс 


Импульсные с фьосст. 1...5 НС Варикапы умножительные (варакторы} 


Импульсные с Фвосст. <1 нс Излучающие ИК диоды 


г 


Диоды СВЧ смесительные Излучающие ИК модули 


-- 


2 | Диоды СВЧ детекторные Светодиоды 


й - 


3 —|Диоды СВЧ усилительные Знаковые индикаторы 
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ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ 
Диоды 


Назначение прибора Назначение прибора 


Диоды СВЧ параметрические 5 Знаковые табло 
15 Диоды СВЧ переключательные и ограничительные 6 Шкалы 
Диоды СВЧ умножительные и настроечные Экраны 


7 
Диоды СВЧ прочие до Оптопары диодные 

















Оптопары транзисторные 


Транзисторы 


т 
Полевые малой мощности НЧ 

|6 |Биполярные средней мощности Чи сч | 66° Полевые средней мощности ВЧ и СВЧ 

Полевые большой мощности НЧ 

|8 |Биполярные большой мощности 9 |8. Полевые большой мощности СЧ 

|9 |Биполярные большой мощности ВЧис8ч |9 Полевые большой мощности ВЧ и СВЧ 


Кроме дискретных элементов, в типовых корпусах для микросхем выпускают- 
ся транзисторные сборки, которые в составе обозначения имеют буквы НТ (набор 
транзисторов), например: 198НТ1Б, 125НТ1. 

Зарубежные фирмы-производители полупроводниковых приборов применяют 
одну из трех распространенных систем маркировки — европейскую 
РВО-ЕГЕСТВОМ, ЛЕШЕС (ой{ Ее<гоп Оеусе Епетеегие Соипсй) или япон- 
скую Л$ (Ларапезе ш4и${На! З4апдага). 

Европейская маркировка полупроводниковых приборов РВО-ЕГЕСТВОМ со- 
стоит из трех элементов — двух букв и трех- или четырехзначного числа. Первая 
буква обозначает тип используемого при производстве полупроводниковых при- 
боров материала, вторая — тип полупроводникового прибора (некоторые фирмы 
используют еще одну букву, так, фирма РНПЛРЗ при обозначении некоторых ти- 
пов полупроводниковых приборов, например, транзисторов ВЕТ5О, ВТ.Т80 приме- 
няет три буквы), а цифры от 100 до 9999 обозначают серийный номер (обозначе- 
ния 010...А99 относятся к приборам промышленного и специального назначе- 
ния). Иногда наносится и четвертый элемент — буква, указывающая группу по 
коэффициенту усиления: А — низкий коэффициент усиления; В — средний коэф- 
фициент усиления; С — высокий коэффициент усиления. 











5. Маркировка полупроводниковых приборов 57 





Таблица 5.3. Маркировка полупроводниковых приборов по системе РКО-ЕГЕСТРОМ 






ПЕРВАЯ БУКВА — ТИП МАТЕРИАЛА 


С Сульфид кадмия (материал для элементов 
|8. Кремний (51 в. Холла и фотоэлементов) 
Арсенид галлия (СаА$) О 


ВТОРАЯ БУКВА — ТИП ПРИБОРА 


Буква Тип прибора 
А Детекторные, переключательные 
или смесительные диоды 
Варикапы Р | Фотодиоды оптического и ИК диапазона 


Излучающие диоды оптического 
С |Маломощные биполярные НЧ транзисторы учающие диод 
или ИК диапазона 
о. Мощные биполярные НЧ транзисторы 
Туннельные диоды 


Маломощные биполярные ВЧ транзисторы Т 
Сборки из ПП приборов различного назначения | Ц 
Магнито-чувствительные диоды 


Элементы Холла открытого типа для 
















Тип прибора 


< 


Ол 
г = 
[. 
|< 


Оптопары 





Маломощные переключательные 
ПП приборы 


Маломощные биполярные ключевые 
транзисторы 


Динисторы, тиристоры, симисторы 
Мощные биполярные ключевые транзисторы 


Умножительные диоды (варакторы и др.) 


Выпрямительные диоды, столбы, мосты 





к 


регистрации магнитных полеи 


Мощные биполярные ВЧ транзисторы 
м. Элементы Холла закрытого типа 


Пример: ВС108 — кремниевый маломощный биполярный НЧ транзистор с 
серийным номером 108. 

По американской системе ЛЕЛЕС транзисторы обозначаются буквенно-циф- 
ровым кодом (табл. 5.4). 


Стабилитроны и стабисторы 






Таблица 5.4. Маркировка полупроводниковых приборов по системе ЛЕРЕС 


1-й элемент — цифра 2-й элемент — буква 3-й элемент — цифра 4-й элемент — буква 


Число р-п переходов: 


ии ыы 
Диод Серийный номер 


100...9999 


2 — транзистор 
3 — тиристор 
4 — оптопара 


Модификация прибора 





Пример: 2№2158 — обозначение транзистора. 

Японская система маркировки транзисторов ЛЗ состоит из элементов: 

1-й элемент — цифра, обозначающая тип прибора; 

2-й — две буквы, указывающие на функциональную принадлежность полу- 
проводникового прибора согласно табл. 5.5. 
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Таблица 5.5. Маркировка полупроводниковых приборов по системе Л$ 





рт 


1-й 
элемент — 
цифра 










2-Й 
элемент -—- 
буква 


4-й 
элемент — 
цифра 


5-Й 
элемент — буква 
(буквы) 



























3-й элемент — буква 








Тип прибора: 
А — ВЧ РМР транзистор 

В — НЧ РМР транзистор 

С — ВЧ МРМ транзистор 

О — НЧ МРМ транзистор 

Е — диод Есаки (4х слойный МРМР) 
Е — тиристор 

С — диод Ганна 









| 













0 — фотодиод, 






















фототранзистор . Серийный Одна или две 
Н — однопереходный транзистор 
1 — диод . номер буквы — модифи- 
] — полевой транзистор с М-каналом 
2 — транзистор . 10...9999 кация прибора 
К — полевой транзистор с Р-каналом 
3 — тиристор 


М — симметричный тиристор (симистор) 
О — светоизлучающий диод 

В — выпрямительный диод 

$ — малосигнальный диод 
Т — лавинный диод 
\ — варикап 

2 — стабилитрон 














Так как маркировочный код транзисторов всегда начинается с 25$, то эти два 
символа при обозначениях на корпусах опускаются. Например, если на корпусе 
стоит маркировка С1970, то полностью тип транзистора определяется как 
2$С1970. 

Помимо систем маркировки ЛЕПЕС, Л$, РВО-ЕТЕСТВОМ фирмы-производи- 
тели часто вводят собственную маркировку. Это делается либо по коммерческим 
соображениям, либо при маркировке специальных типов приборов. Наиболее рас- 
пространены следующие обозначения: 


М. — мощный транзистор фирмы Мофого]а в металлическом корпусе; 

М.Е — мощный транзистор фирмы Мотого]а в пластмассовом корпусе; 

ВСА — приборы фирмы ВСА; 

ВС$ — приборы фирмы ВС5; 

ИР — мощный транзистор фирмы Техаз ш${гитеп{ в пластмассовом корпусе; 

ТТРГ — мощный планарный транзистор фирмы Техаз ш${гитеп+$; 

ТТ$ — малосигнальный транзистор фирмы Техаз шзгитеп{$ в пластмассо- 
вом корпусе; 

АТ — приборы фирмы Ееггап{; 

ЁТХ — приборы фирмы Ееггапи. 


Например: 1ТХЗ02, ИРЗТА, МЛЕ3055, Т1$43. 


Свою систему маркировку имеют и полупроводниковые приборы японской 
фирмы МЕС (МРРОМ ЕТЕСТЕ!С СОМРАМУ). Маркировка состоит из двух эле- 
ментов: одной-двух букв, обозначающих тип полупроводникового прибора и 
цифр, обозначающих его регистрационный номер. Список буквенных сокращений 
приведен в табл. 5.6. 
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Таблица 5.6. Маркировка полупроводниковых приборов по системе МЕС 


Сокращение Тип полупроводникового прибора фирмы МЕС 
0 
О 


> 


Лавинно-пролетные диоды 


|<. 


Диоды Ганна 
а Смесительные Се диоды 


Фототранзисторы 


9 
© 


Оптопары 


Стабилитроны 


$0 
ЗЕ 
5@ 
$Н 


Малосигнальные диоды 
Инфракрасные диоды 


Светодиоды зеленого свечения 


Точечные $1 диоды 


Маркировка полупроводниковых приборов наносится на их корпус одним из 
следующих способов 


в виде полного (ВТТ50) или сокрашенного (С1970) наименования; 
цветовым выделением (окраска корпуса или его части; 

нанесение условных графических знаков и букв, цветных точек или полос; 

® в виде условного буквенного, цифрового или смешанного буквенно-цифро- 
вого кода (применяется для маркировки ЗМО компонентов). 


Маркировка В-МОЛП транзисторов Нагт$ (ш\тег$й) 


12345 6 


1. Тип прибора: 
ВЕ — стандартный МОП; В. — МОП транзистор с ограничением тока. 


2. Тип корпуса: 
Р — ТО-220АВ; У; ТО-247-5; 
а — ТО-247; Н;: ТО-218АС: 
К — ТО-204АЕ; ТО-205АР; 
М — ТО-204АА; 
В — Т5-001; 
р — ТО-251; ТО-252. 


60 


по 


ме 
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Максимальный ток коллектора, А. 
Тип канала, Р или М. 
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер, деленное на 10. 


Особенности: 

[. — управление логическим уровнем 5 В; 
Е — с защитой от статического заряда; 

р — встроенный диод, включенный в обратном направлении параллельно 
переходу К-Э; 

В — с повышенной крутизной; 

М — для поверхностного монтажа; 

В — со встроенным драйвером отключения; 
С — с ограничением напряжения; 

С$ — чувствительный по току; 

У — защелка по напряжению. 


Маркировка 1СВТ транзисторов Наит$ (ш\ег$!) 


НСТ @ 12 М 600015 
12345678 


Нагиз @ВТ. 

Тип корпуса: 

Р — ТО-220; Н — ТО-218АС; 
< — ТО-247; р — ТО-251. 


Максимальный ток коллектора при {1° = 90 °С. 


Тип канала, Р или М. 


‚ Максимальное напряжение коллектор-эмиттер, деленное на 10. 


Максимальное время переключения при 1° = 125 °С: 


А — 100 нс: 
В — 200 нс: 
С — 500 нс; 
О — 750 нс; 
Е — | мкс; 
Е — 2 мкс; 
@ — 5 мкс. 


Поколение, |1, 2, 3. 


Особенности: 

[. — управление логическим уровнем 5 В; 

р — встроенный диод, включенный в обратном направлении параллельно 
переходу К-Э; 

$ — для поверхностного монтажа; 

С — чувствительный по току; 

\У — защелка по напряжению. 
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Маркировка транзисторов фирмы ПтегпаНопа! Весийег 


Транзисторы фирмы Г{егпаНопа! Вес Нег (В) с успехом применяются во 
многих отечественных и зарубежных электронных устройствах, благодаря своим 
отличным характеристикам. Они маркируются буквенно-цифровым кодом: 


—— —— — — — 


1. Обозначение фирмы-производителя — [{егпаНопа| ВесИНег. 


2. Тип прибора: 
С — токовый сенсор; 
Е — стандартный транзистор; 
а — @ВТ-транзистор; 
[. — транзистор, управляемый логическим уровнем. 


3. Тип канала: 
9 — р-канал; 
нет обозначения — п-канал. 


4. Рабочее напряжение: 


|...4 — 50—60 В; С — 600 В: 
5 — 100 В; Е — 800 В; 
6 — 200 В; Е — 900 В; 
7 — 400 В; а — 1000 В. 
8 — 500 В; 


5. Размер кристалла — внутрифирменная кодировка. 
6. Модификация. 


Необходимо отметить, что маркировка широко применяемых в силовой элек- 
тронике 1СбВТ-транзисторов (биполярные транзисторы с изолированным затво- 
ром), несколько отличается от приведенной выше: 


Вавс40дО 


— —— м — = —— 


1. Обозначение фирмы-производителя — П\{егпаЧопа| Вес+Шег. 
2. Тип прибора — [@ВТ-транзистор. 
3. Тип корпуса: 


А — ТО-3; 
В — ТО-220; 
Р — ТО-247. 

4. Рабочее напряжение: 
С — 600 В; а — 1000 В; 
Е — 800 В; Н — 1200 В. 
Е — 900 В; 


Размер кристалла — внутрифирменная кодировка. 
Модификация. 
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7. Быстродействие: 
$ — стандартное; 
Е — высокое; 
Ц — сверхвысокое. 


8. Буква О говорит о наличии защитного диода, включенного параллельно 
переходу коллектор — эмиттер в обратном направлении. 


Маркировка полупроводниковых приборов 
фирмы Мотого!а 


Маркировка диодов 
Диоды Мофого|а маркируются буквенно-цифровым кодом: 


М ВВ В 25 35 СТЬ 


— ——_—_— —— ——_————_Ф————— 


12345 67? 
1. Обозначение производителя: М — Моого[а. 


2. Тип диода: 
ОКВ — сверхбыстрый; 
ВВ — с барьером Шоттки; 
В — стандартный с малым временем восстановления. 


3. Тип корпуса: 
Е — полностью изолированный; 
$ — для поверхностного монтажа; 
р — ОРАК;: 
В —О*РАК; 
Н — мегагерцовый. 
4. Значение прямого тока в амперах (от одной до трех цифр). Если первая 
цифра 0, то вторая обозначает десятые доли ампера. 


5. Значение обратного напряжения в вольтах (две или три цифры, умножен- 
ные на 10). 
Суффикс для обозначения конструктивных особенностей (СТ, РТ, МР). 


Особенности диода: 

К — обратный; 

Г. — с низким прямым напряжением; 
Е — силовой. 


Маркировка силовых полевых транзисторов 


Силовые МОЗЕЕТ (МОП) транзисторы Мотого[а в корпусах $0-8, М!сго-8 и 
ЗОТ-223 обозначаются двумя способами. Первый: 


МТР 75 М 06 Ю 


1. Обозначение производителя: М — Мофого]а. 
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2. Тип: 
Х — МОП для промышленного применения; 
Т — ТМОР; 
1, — быстродействующие приборы; 
а — ВТ: 
Р — несколько приборов в одном корпусе. 


3. Тип корпуса: 


Р — пластмассовый ТО-220; В — Р?РАК; 
р — ПРАК:; У — ТО-264: 
А — изолированный ТО-220; Е — ТО-227В; 
\М/ — ТО-247: У — Р?РАК. 


Значение тока через транзистор. 
Полярность канала, Р или М. 


Номинальное напряжение, деленное на 10. 


мяг 


Особенности: 

Г. — запуск логическим уровнем; 

Е — мощный прибор; 

Т4 — для ленточной упаковки (ОРАК/ Р?РАК); 
ВТ, — для ленточной упаковки (ОРАК / Р*РАК): 
НО — для приборов с высокой плотностью; 

У — для ТМОР У. 


Второй способ маркировки: 


12 345 6 


1. Обозначение производителя: М — Мофого[а. 


2. Тип корпуса: 
МОЕ — $0-8 для двойного прибора; 
МЕ — 50-8 для одинарного прибора; 
МЕТ — $ОТ-223 для одинарного прибора; 
ТРЕ — Мсго8 для двойного прибора; 
ТЗЕ — М!сго8 для одинарного прибора. 


Значение тока. 
Полярность канала, Р или М. 


Номинальное напряжение, деленное на 10. 


хоп 


Особенности прибора: 

Г. — запуск логическим уровнем; 

Е — мощный прибор; 

НО — для приборов с высокой плотностью; 

2 — для приборов с защитой управляющего электрода. 
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5.2. Диоды общего назначения 


Типы корпусов и расположение выводов диодов 


Диоды выпускаются в различных корпусах. Причем разновидностей корпусов 
настолько много, что нет никакой возможности полностью привести их в данной 
книге. Только стандартизованных отечественных корпусов диодов для навесного 
монтажа насчитывается более ста типов, но кроме них выпускаются еще диоды 
для поверхностного монтажа, а также специальные силовые диоды. То же можно 
сказать и о диодах зарубежных производителей. Поэтому здесь показаны лишь 
некоторые типы корпусов диодов для навесного (рис. 5.1) и для поверхностного 
($МРО) монтажа (рис. 5.2). 





Т0252 ТО-263 ТО247АС 
00-15 


1 9501 


н 
`ВНЕС30120 
МАУ | 





ТО220АС 
кА КА 
10251 
00220 ТО218 
Рис. 5.1. Диоды различных типов 
$00 123 
$00110 





$00 323 





Рис. 5.2. Диоды различных типов для поверхностного монтажа. 
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Цветовая маркировка отечественных диодов 


На диоды наносится буквенно-цифровая маркировка в соответствии с табли- 
цами, приведенными в разделе 5.1. 

Полярность выводов обозначается либо символом диода на его корпусе, либо 
отдельной маркировкой на корпусе, либо его конструктивными особенностями 
(например, выемкой). Затруднения при определении типа диода вызывает цвето- 
вая маркировка. 

В табл. 5.7 приведены варианты цветовой кодовой маркировки для наиболее 
широко распространенных точечных и выпрямительных диодов. 







Таблица 5.7. Цветовая кодовая маркировка диодов отечественного производства 
Основные 


Тип диода _ параметры 



















Внешниий вид 
корпуса 


Цвет корпуса 
или метка 





Красное кольцо 
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и 
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И = 
=) 
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> > 
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— 
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Ша — 
>> 
<> 
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©2 
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Основные Маркировка , 
<> За ^^ 
Тип диода| Параметры Цвет корпуса № Внешниий вид 


или метка корпуса 


——_Аыы о ——‚———„‚„о„о„Пх 


КД105Б 0,3 
КД105Г 800 Белая или 
желтая точка 
КД208А 100 Черная или 
зеленая точка 
КД209А 0,7 
КД209А 0,7 
КД209Б 0,7 600 Белая точка 
КД209Б 0,7 
КД209В 0,5 800 
КД209В 0,5 800 
Кд209г | 0,2 | 1000 | Зеленая точка | ®РНая (зеленая, желтая] 
точка 
кКда09г 0,2 1000 — Зеленая точка 
КД221А 0,7 100 Голубая точка 
КД221Б 0,5 00 
КД221В 0,3 400 









Зеленый торец Желтая точка 


Белое (желтое) кольцо 
400 Зеленая точка | Белое (желтое) кольцо 


Красная точка | Белое (желтое) кольцо 


Белое (желтое) кольцо 


> > 
> © 
> <> 


Белое (желтое) кольцо 


Черная (зеленая, желтая) 
точка 


Красное кольцо 


Черная (зеленая, желтая) 
точка 
Белая точка Красное кольцо 
Черная (зеленая, желтая) 
Черная точка 
точка 


Черная точка Красное кольцо 


Красное кольцо 


го 


В 
о) 
[ь® 
— 
д 

© 

|=. 


Белая точка Голубая точка 


Черная точка Голубая точка 


Зеленая точка Голубая точка 


Оранжевое кольцо 


Красное кольцо 


Зеленое кольцо 


Е 
№ 
©? 
со 
|[>. 
+ 
<> 
<> 
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Основные м | 
Тип диода | Параметры Цвет корпуса аркировка —1 Внешниий вид 


или метка корпуса 






катод 


Два фиолетовых 
Два оранжевых 
КД247В 200 Два красных 
кольца 
Д247Г | 400 Два зеленых 
кольца 


Кольцо 
кольцо 
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вет корпуса Маркировка Внешниий вид 
рпу 
корпуса 


или метка 
катод 


КД521А 15 
АСЕ 
КД521В 30 


ее 
Белая точка И Черная точка 
ПИ 


Цветовая маркировка зарубежных диодов 


50 


120 


Черная точка 





Цветовая маркировка диодов по системе РВО-ЕГЕСТВРОМ 


По системе РВО-ЕГЕСТВОМ диоды маркируются четырьмя цветными полоса- 
ми (табл. 5.8), причем вывод катода расположен у широкой полосы. 


Таблица 5.8. Маркировка диодов по системе РРО-ЕЕГЕСТКОМ 





Тип диода 











С ООС ОО ОО О ЕО 
ООО ООО ООО ООО ОЕ ОО 
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Тип диода 







ОИ ЛИ 







О ООО ОЗ 


Цветовая маркировка диодов по системе УЕРЕС 


. в цветовой маркировке по системе ЛЕПЕС (табл. 5.9) первая цифра 1 и вто- 
рая буква М не маркируются; 

» номера из двух цифр обозначаются одной черной полосой и двумя цветны- 
ми, дополнительная четвертая полоса обозначает букву; 

е номера из трех цифр обозначаются тремя иветными полосами, дополни- 
тельная четвертая полоса обозначает букву; 

» номера из четырех цифр обозначаются четырьмя цветными полосами и пя- 
той черной или цветной полосой, обозначающей букву; 

» цветные полосы находятся ближе к катоду или первая полоса от катода — 
широкая; 

® тип диода читается от катода. 





Таблица 5.9. Цветовая маркировка диодов по системе ЛЕБЕС 





Цветовая маркировка отечественных стабилитронов 
и стабисторов 


Стабилитроны и стабисторы предназначены для стабилизации напряжения. 
Отличие этих полупроводниковых приборов друг от друга состоит в том, что ста- 
билизация напряжения происходит при его подаче на стабилитрон в обратном на- 
правлении, а на стабистор — в прямом. В табл. 5.10 приведены данные по цвето- 
вой маркировке на корпусах этих приборов. 


Таблица 5.10. Цветовая маркировка стабилитронов и стабисторов 


отечественного производства 
Тип ста- 
Эскиз корпуса 


Основные параметры Цветовая метка у выводов 
билитрона 


о —д ыы 








я 


0 
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Тит ста- | Основные параметры _ 


билитрона 


7—5 
со 
> 
[9 
—4ь 

+ 





Д818В 


> 7— — — 7 7—> 
со со со со со со 
—^ —^> — —^ —^ —4ь 
[© ®] со со [9 пы ч ^^ 
— сп > 7 — — 
_^ — — 

+ + 


Д818Д 


Д818Е 


КС107А 


КС126А 


КС126Б 


КС126В 


КС126Г 


КС126Д 


Основные параметры Цветовая метка у выводов 
Эскиз корпуса 


Ост, В катода анода 


11 


5 


<> 


0,7 


2,7 


- 


3,3 


3,9 


4,7 


36 Черное широкое + 
черное узкое кольцо 


го 


г 


© 
© 


ы 


С 
© 


г © 
> <о 3%) 


©> 
© 


© 
с 


33 Серое кольцо + 
черная метка 


33 

100 
135 
1 
1 


25 
15 
95 


со 
с 


>) © 
м) 


Желтое кольцо + 
черная метка 
Голубое кольцо + 
черная метка 


Красное кольцо + 
серая метка 





Черное широкое кольцо 


Синее кольцо 


Зеленое кольцо 


Черное узкое кольцо 


Желтое кольцо 


Три черных узких кольца 


Серое кольцо 


ВОО 


Белое кольцо + 
черная метка 


Зеленое кольцо + 
черная метка 


Оранжевое кольцо + 
черная метка 





Красное широкое + 
фиолетовое + белое кольца 






Оранжевое широкое + 
черное -+ белое кольца 


Оранжевое широкое + 
оранжевое + белое кольца 
Оранжевое широкое + 
два белых кольца 


Желтое широкое + 
фиолетовое + белое кольца 


УОООАИОО 
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Тип ста- | Основные параметры Цветовая метка у выводов 
билитрона Эскиз корпуса 


ЕЕ ЕЕОТЕРЕЕЕ 


голубое + белое кольца 
красное + белое кольца 
серое -+ белое кольца 
Фиолетовое широкое + тт 
красное + белое кольца 
Белое широкое + ви 
КС1ЗЗА 12,97...3,63 Голубое кольцо 
2С1ЗЗА |2,97Т...3,63 а Голубое кольцо 
2С133В 3,1...3, 37,5 
КС1ЗЗГ | 3,0...3,6 | 37,5 Оранжевое кольцо + 
серая точка 
2С133Г | 3,0...3,6 | 375 Оранжевое кольцо + 
серая точка 
КС1З9А 3 
2С139А 
2С139Б 
КС147А 
2С147А 
4 


2С147В 4,1 


— о ы 


Белое кольцо 





Черное кольцо 





Два белых кольца 





Оранжевое кольцо + 
желтая точка 


Желтая точка 


В 


Желтая точка 


Желтая точка 


Зеленое кольцо Белое кольцо 


— 
` 


7 Зеленое кольцо Черное кольцо 


— 


Два черных кольца 





3, 
3, 
4, Серое (голубое) кольцо Белое кольцо 
4, Серое (голубое) кольцо Черное кольцо 


3,5 
3 
3 
9 
7 
7 
7 


Два желтых кольца 





Зеленое кольцо + 
желтая точка 


го 
с 


ВВ 
>>) 


Желтая точка 


> 
`Ф 
— 
пы 
— 
сл 
> 


Зеленое кольцо + 


Желтая точка 
серая точка 


Оранжевое кольцо Белое кольцо 





с 
сл 








201568 


2С156Г 


и 
КС175Ж во 
20175Ж о 
КС182Ж о 

[е_ 
| 
[и 
[и 


2С182Ж 


2С191Ж 


20210Ж 10 
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Красное кольцо + 
23 р Ц Желтое кольцо 
желтая точка 


Красное кольцо + 
23 р р Желтое кольцо 
серая точка 


5 Красное кольцо Белое кольцо 
5 Красное кольцо Черное кольцо 


Белое кольцо 
на сером корпусе 


Желтое кольцо 
на сером корпусе 
Голубая точка + 
желтое кольцо 
Белая точка + 
Желтое кольцо 
желтое кольцо 
Голубое кольцо 
на сером корпусе 


4 
4 
Белая точка + 
Желтая точка 
белое кольцо 
15 
Голубая точка + 
голубое кольцо 
Белая точка + 


Желтая точка 
голубое кольцо 


Зеленое кольцо 
на сером корпусе 


Голубая точка + 
зеленое кольцо 
Белая точка + 
13 Желтое кольцо 
зеленое кольцо 
12 Синее кольцо 
на сером корпусе 





© 
ъ 
= < 
Ф 
Ф 
5 = 
о 
5 - 
Е С 
5 > 

+ 
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Тип ста- | Основные параметры Цветовая метка у выводов 
билит она ув Эскиз корпуса 
р ТИ [ст макс, МА катода анода 


зеленое кольцо 
на сером корпусе 
оранжевое кольцо 
оранжевое кольцо 
Черное кольцо мент 
черное кольцо 
на черном корпусе 
елое кольцо 
на черном корпусе 
ее м ЕЕ ЕЕ и 
желтое кольцо 
на черном корпусе 
голубое кольцо 
на черном корпусе 
зеленое кольцо 
на черном корпусе 
синее кольцо 
на черном корпусе 
оранжевое кольцо 





























74 5. Маркировка полупроводниковых приборов 

















[| 





КС407В* 


42 Красное кольцо 
12 Оранжевое кольцо 
15 Желтое кольцо 
16 Красное кольцо 
КС508Г* Голубое кольцо 
Зеленое кольцо 
Оранжевое кольцо 


* — на корпусе имеется либо черное кольцо, либо его торцевая часть окраше- 
на в черный цвет. 


1 










со 


9 


с 
< 


сл 


4> 


сл © — — 


1 


2 
2 


4 
10 
12 
15 
18 

2 
27 


Цветовая маркировка отечественных 
варикапов 


Варикапы представляют собой вид полупроводниковых приборов, в которых 
под воздействием напряжения изменяется емкость РМ перехода. Варикапы всегда 
включаются в обратном направлении, и чем больше приложенное обратное на- 
пряжения, тем меньше емкость варикапа. 


© 
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Таблица 5.11. Цветовая маркировка варикапов отечественного производства 


Тип варикапа . 
УИ 
| КВ104 100...150 45 Оранжевая 


90 

28104 90...192 100...150 
8 
8 


ды жи +. 


Белая 


Белая 


го 
сл 


г > 
сл сл 


г 
Фа. 


Красная 


КВ109В 160 >еленая 


©> 
=> 


29,7...36,3 


© 
>> 


КВС111Б 29,7...36,3 
28113ЗА 54,4...81,6 


Оранжевая 
150 Белая 
50 

5 


115 Зеленая 


Желтая 


| 


—> 


2В113Б Оранжевая 
КВ121Б 150 

КВ 122А 4 

КВ1225 4 

КВ122В 300 
28124А 300 
281245 300 
ИЕ 
| 280.20 | 


. 

. 
. 
. 

7 


Синяя 


©> 
=> 


Желтая 


©> | м 
<> | <> 


00 
300 
200 
150 
300 
300 
300 
300 
200 

50 Оранжевая 

50 


© 
<> 


Фиолетовая 


С 
<> 


Коричневая 
Зеленая (у анода) 


Зеленая (у катода) 


<> 
<> 


Белая (у анода) 


КВ127А 230...280 Белая 


КВ127Б 230...260 
КВ127В 260...320 
260...320 1 


Буквенно-цифровая кодовая маркировка 5$МО диодов 
зарубежного производства 


© 
> 


Красная 


С> 
<> 


© 
>) 


Желтая 


| 
> 


00 
140 
140 
140 

40 


Зеленая 


7 го 
[#5 |) 
— — 
го о 
— < 
— |9) 
© © 


Из-за недостатка места на корпусе 5МШ компоненты очень часто маркируют- 
ся буквенным, цифровым или смешанным — буквенно-цифровым кодом. Это 
справедливо и для маркировки 5МО диодов. Ниже приведены таблицы для опре- 
деления типа диода по маркировке на его корпусе. В этом разделе даны таблицы 
только для диодов, имеющих двухвыводные корпуса: РО-214, РО-215, $ОП-23, 
ЗОР-91. Для удобства пользования маркировка диодов и диодных сборок, имею- 
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щих одинаковые с транзисторами корпуса $ОТ-23, $ОТ-323, $ОТ-346 и другие, 
приведены в одной таблице с транзисторами. Вывод катода З$МО диодов мар- 
кируется полосой, точкой или выемкой на корпусе. 

В табл. 5.12, 5.13, 5.14 дана расшифровка кодовой маркировки диодов в кор- 
пусах РО-214А. Внешне эти корпуса похожи, но отличаются размерами, в связи с 
чем обозначаются соответственно 2О-214АА, РО-214АВ, РО-214АС. На 
рис. 5.3 — 5.5 показан внешний вид и размеры корпусов ЗМО диодов типа 
20-214. 





Рис. 5.3. Внешний вид Рис. 5.4. Внешний вид Рис. 5.5. Внешний вид 
и размеры корпуса и размеры корпуса и размеры корпуса 
20О-214АА рО-214АВ 2О-214АС 


Таблица 5.12. Кодовая маркировка диодов в корпусах ОО-214АА 


т —о—о—до—д—-—цдцдцдцдцд 


1=62,5 А 







1=62,5 А 
вк=6 В 1=58,3 А 
вк =6,5 В [1=48,7 А 


ев в |в5688А 
эивое |  ыВ о бЫИА 






Овкл=7 В 1=50,0 А 


|= 42,0 А 
ЕСИ 
ЕЕ 









Е 


Ивкл=10 В |=35,3 А 





Я 
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о | а |. |. киа мА 
к и [о ые А 
$МВу13С Увк=13 В 1=25,2 А 
ЗМВУ1З6А Ивк=13 В |1=27,9 А 
$МВ14С Ивк=14 В |1=23,3А 
$МВ/14СА Овк=14 В |1=25,83 А 
$МВ15С Увкл=15 В 11=22,3 А 
$МВ.15СА Ивк=15 В 1=24,0 А 
$МВ16С Озк=16 В |1=20,8 А 
$МВ.16СА Озвк=16 В 4=23,1 А 
$МВ17С Овкх=17 В |1=19,7 А 
$МВ.17СА Ивк=17 В 1=21,7 А 
МВ. 8С Овк=18 В |1=18,6 А 
$МВУ1 8 СА Овк=18 В |1=20,5 А 
$МВу20С Ивкл=20 В 1=16,7 А 
$МВу20СА Овк=20 В |1=18,5 А 
$МВ22С Ивкх=22 В 1=15,2 А 
$МВу22СА вкл=22 В =16,9 А 
$МВ/24С Озк=24 В ||=14,0А 
$МВ/24СА Увк=24 В [1=15,4 А 
$МВ/26С Ивк=26 В 1=12,4 А 
$МВ/26СА Овкл=26 В [1=14,2 А 
$МВу28С Ивк=28 В 1=12,0А 
$МВу28СА Овкх=28 В 1=13,2 А 
$МВ.30С Овкл=30 В 1=11,2 А 
$МВуЗОСА Озкл=30 В |1=12,4 А 
$МВ/33С Озк=33 В [1=10,2 А 
$МВуЗЗСА Цвкх=33 В |м=11,ЗА 
$МВ.36С Ивкх=36 В |-=9,ЗА 
МВ. 36 СА Озвк=36 В  |11=10,ЗА 
$МВ.40С Увкл=40 В |1=8,4 А 
$МВ40СА Окл=40 В |=9,ЗА 
$МВ.43С Ивк=43 В 1=7,8 А 
ЗМВУАЗСА Увкх=43 В |-=8,6 А 
$МВ45С Увк=45 В |11=7,5 А 





|| 
мхом 


9) 
| 
' 


с 
9 


= 


>< 


© 
ом м |1 = 


| 2 -5 = 


|) 


— 


р” 


с 
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СУ 
СМ! ЭМВ.А8С 
ЭМВ.А8СА 
$МВ/51С 
$МВ/51СА 
$МВ.54С 
$МВ/54СА 
$МВу58С 
$МВ]58СА 
$МВ460С 
$МВ.60СА 
$МВ.64С 
$МВ.64СА 
$МВ.70С 
$МВУТОСА 
$МВ75С 
ЗМВУТ5СА 
$МВу78С 
ЭМВУ78СА 
$МВ.35С 
$МВ/85СА 
$МВ/90С 
$МВ.90СА 
5МВ.100С 
$МВ.100СА 
ЕЗ2А 
Е52В 
Е$2С 
Е520 
$МВ.110С 
$МВ.1 10СА 
5МВ/120С 
$МВ.120СА 
$МВ.130С 
$МВ.130СА 
5МВ/150С 


вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 


>< 


ооо ое © | © | © 
р Ве 0 Е Фр п 


|< 


мя 


с 
= | г 


вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
вкл 


{92 


че) 
— 


< 


>< 


ооо 
= с 


|) 
г | < 


ФепЗет! Быстродействующий 


гп 
|, 


То же 


г 
ФР) 


То же 


г | п 


вкл 
вкл 
вкл 
вкл 
| вкл 
вкл 
И вкл 


Мзпау Подавитель выбросов 


То же То же 


шо 
= 


ги 
г 


=48 В 
=48 В 
=51 В 
=51 В 
=54 В 
=54 В 
=58 В 
=58 В 
=60 В 
=60 В 
=64 В 


Увк= 64 В 


=70 В 
=70 В 
=75 В 
=75 В 
=78 В 
=78 В 
=85 В 
=85 В 
=90 В 
=90 В 
=100 В 
=100 В 


Цобр=50 В 

Быстродействующий |Цобр=100 В 
Цобр=150 В 
Цобр=200 В 


=110В 
=110В 
=120 В 
=120 В 
=130 В 
=130 В 
=150 В 


|=7,0 А 
=7,7А 
|-=6,6 А 
=7,ЗА 
=6,2 А 
| =6,9 А 
|=5,8 А 
|=6,4 А 
|1=5,6 А 
|=6,2 А 
|=5,3 А 
|=5,8 А 
|=4,8 А 
|=5,3 А 
|=4,5 А 
|1=4,9 А 
|1=4,3 А 
|1=4,7А 
|=3,9 А 
|1=4,4 А 
|=3,8 А 
54,1 А 
|=3,4 А 
|=3,7А 
|р=2 А 

|1р=2 А 

|р=2 А 

|1р=2 А 

|=3,0 А 
|=3,4 А 
|1=2,8 А 
|=3, 1 А 
|=2,6 А 
|=2,9 А 
|=2,2 А 


ке) 
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=2А 
=2,2 А 
=62,5 А 
=55,6 А 
=65,2 А 
=57,1 А 


п 
п 
п 
п 
п 
п 
п=52,6 А 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 


ЕС $МВ.170С 


И ОЕ ОО 
О ОЕ ОО 
КОР ТРЗМВб.8 бепбет! -". 

$МВ.5.0А М бнау 
ТРУМВб.ЗА 
$МВ.6.0 
ТРЗМВ7.5 
$МВ/6.0А 
ТРЗМВТ.5А 


5МВ.6.5 Овкл=6,5 В 
ТРЗМВ8.2 Ивк»=6,63 В 
$МВу/6.5А Ивк»=6,5 В 
ТРЗМВ8.2А Овкл=7,02 В 


МВТ. 
ТРЗМВ9. 1 
$МВуТ.0А 
ТРЗМВА.1А 

$МВуТ.5 

ТРЗМВ10 
ЗМВУ7.5А 
ТРМВ1ОА 


| 
п 


Сепбет! 


2 
гп 
о 


| 
25 


М5пау 
=51,ЗА 
=58,3 А 
=53,1 А 
=48,Г А 
=48 А 

=53,6 А 
=49,6 А 


Сеп5ет!; 


д 
п 
5 


Мзвау | 


д 
| 


д 
С) 
5 


Сепбет! 


Мзпау | 


| 
= 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


Сепбет: 


д 
ма 
=5 


\М!пау 


д 
> 
5 


бепбет! 


=45,1 А 
=43,5 А 
=50 А 

=44,8 А 


\Мзпау |1 
| 
| 
| 
|=42 А 
| 
| 
п 
[1 


р 
= 
Щ") 


бепзет! 


Мзпау 


= 


бепбет!: 


р 


Мзпау 
=40 А 

=46,5 А 
=41,4 А 


бепзети 


д 
= 
=5 


9 <= г- Ч 
9 


М5пау 


д 
5 
9 


бепбет! | 


КО $МВ,8.0 Мснау Цвк=8 В 
КОР ТР5МВ1 1 Сепбет! Цви=8,92 В 


| 
$МВ.8.0А | 
ТРЗМВ11А 
$МВ.8.5 
ТРЗМВ12 
5МВ.8.5А 
ТРЗМВ12А 
$МВ.9.0 
ТРЗМВ1З3 
$МВ.9.0А 


=44,1 А 
=38,5 А 


п 
\$рвау п 
п 
п=37,Г А 
п 
п 
п 
п 


| 
№. 


д 
о 
=5 


Сепбет! 


Мзнау 


вк=9 В 


=34,7 А 
=41,7ТА 
=35,9 А 
=35,5 А 
[1=31,6 А 
|=39 А 


бепЗет! 


— 


Мзнау 


бепбет! 


| 
| 
Мзпау | 


© 
9 


с 


Р Сепбет! 


\5Пау 


80 


5. Маркировка полупроводниковых приборов 


КХ 


25 


ПЫВЫВЫ 


о 
-5 


г 
| 


г 


ЕР 


г 
| 


г 
— 
> 


— 
| 


г 
с> 
Щ*. 


ре в 
м >. 


ООО ОО, ооо ОО ооо АВА по АВА ооо ПОВ пож А ом 


Р 


г 


ЕР 


= 


МР 


г 
| 


г 


МР 


г- 
| 


г 


РР 


| 


г 


ОР 


Р®. 


Р 


(С 
5 


гг г 


— 


оМВ.1ОА 
ТРЗМВ15А 
ЗМВу11 
ТРЗМВ16 
ЗМВ.Л1А 
ТРЗМВ16А 
$МВ/12 
ТРЗМВ18 
ЗМВ.12А 
ТРЗМВ18А 
$МВ.13 
ТРЗМВ20 
ЗМВЛЗА 
ТРЗМВ20А 
$МВ14 
ТРЗМВ22 
$МВ.14А 
ТРЗМВ22А 
$МВ/15 
ТРЗМВ24 
МВА 
ТРЗМВ24А 
$МВ/16 
ТРЗМВ27 
ЗМВ.Л6А 
ТРЗМВ27А 
$МВ.17 
ТРЗМВЗ0 
ЭМВТА 
ТРЗМВЗОА 
$МВ.18 
ТРЗМВЗ3 
ЗМВ.18А 


М$пау 
депбет! 
М$пау 
Сепзет! 
Мзпау 
Сепзет! 
Мзрау 
Сепбет! 
Мпау 
Сеп5епи 
Мау 
Сепзет! 
М5$пау 
Сепзет! 
М5пау 
Сеп5ет! 
\$пау 
депбет! 
М$вау 
Сеп5ет! 

М$пау | 
Сепзет! 
Мзпау 
Сеп5ет! 
Мзпау 
бепбет! 
Мпау 
бепзет! 
Мзвпау 
Сеп5ет! 
М5Пау 


бепбет! 


М5вау 


Изк=10 В 
Цзю =12,8 В 
Цвк=11 В 
Ивк=12,9 В 
Цвк=11 В 
Цви =13,6 В 
Ив =12 В 
Ик =14,5 В 
Ивк=12 В 
Цвк=15,3 В 
Ик =13 В 
Цвк=16,2 В 
вк =13 В 
Цзи=17,1 В 
Ивк=14 В 
Цвю=17,8 В 
Цвк=14 В 
И ю=18,8 В 
Цвк=15 В 
Цзк=19,4 В 
Цвк=15 В 
Цвк=20,5 В 
Ивк=16 В 
Цвк=21,8 В 
Ик =16 В 
Цвк=23,1 В 
Ивк=17 В 
Цвк=24,3 В 
Ивк=17 В 
Цвк=25,6 В 
Цвк=18 В 
вм=26,8 В 
Ик =18 В 


|=35,3 А 
|=28,3 А 
|=29,9 А 
|1=25,5 А 
||=33 А 

|=26,7 А 
|1=27,3 А 
|=22,6 А 
|=30,3 А 
|=23,8 А 
|=25,2 А 
н=20,6 А 
|1=27,9 А 
|и=21,7 А 
|=23,2 А 
|=18,8 А 
|=25,8 А 
|=19,6А 
|=22,3 А 
|=17,ЗА 
|=24 А 

|=18,1 А 
|=20,8 А 
|=15,З А 
|=23,1 А 
|=16 А 

|=19,7А 
|=13,8 А 
|=21,7А 
|1=14,5 А 
|=18,6А 
|=12,6 А 
|=20,5 А 
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Производитель 


| 
| 


Назначение 


г | г 
с | с 
= 


[УР 


= 
= 


< | < 


(УР 


= Н 


= |= 
> 


92) г хх Е г о 


= 


= 


— 


< 


о |= > | = [= 


—< 


Й 
= 


ТРЬМВЗЗА 
$МВ/20 
ТРЗМВЗ6 
$МВ/20А 
ТРЗМВЗ6А 
$МВ/22 
ТР$МВЗ9 
$МВу22А 
ТРЗМВЗУА 
$МВ24 
ТРЗМВАЗ 
$МВУ24А 
ТРЗМВАЗА 
$МВ/26 
$МВУ26А 
$МВ/28 
$МВу28 А 
$МВ.30 
$МВ.30 А 
$МВ.33 
5МВ.33 А 
$МВ.36 
$МВ/36 А 
$МВ.40 
$МВ.40 А 
$МВ.43 
$МВ.43 А 
$МВ/45 
$МВ.45 А 
$МВ.48 
$МВ.48 А 
$МВ./51 
$МВ51 А 
$МВ.54 
$МВ/54 А 
$МВ/58 


беп5ет! 
М5Пау 
Сепзет! 
М5Пау 
Сепфет! 
М5Пау 
беп5ет! 
М5пау 
Сепзети 
Мау 
Сепфет! 
Мзрпау 
Сеп5ет! 
Мзпау 


То же 


Основные параметры 
Швкх=28,2 В |11=13,1 А 
Цвк=20 В |=16,7 А 
Овкх=29,1 В |11=11,5 А 
/зк=20 В |=18,5 А 
Овкх=30,8 В |1=12А 
Ивк=22 В 1=15,2 А 
Ивк=31,6 В |11=10,6А 
Цвкх=22 В |=16,9 А 
Увк=33,3 В |11=11,1А 
Овкл=24 В |=14 А 
Ивк=34,8 В |11=9,7 А 
Ивкл=24 В |=15,4 А 
Овкл=36,8 В |1.=10,1 А 
Цвкх=26 В |=12,4 А 
Цвкл=26 В |=14,2 А 
Озкл=28 В |=12 А 
Озкл=28 В |=13,2А 
0вк=30 В |=11,2 А 
Чвк»=30 В |=12,4 А 
Цвк»=33 В |1=10,2 А 
Ивк„=33 В |1=11,ЗА 
0вк=36 В |=9,3 А 
Озк=36 В |=10,ЗА 
0зк=40 В |=8,4 А 
0вкл=40 В |=9,ЗА 
Овк»=43 В |1=7,8 А 
Ивкхл=43 В |=8,6 А 
Овкл=45 В |1=7,5 А 
/зк=45 В |1=8,3 А 
Изкл=48 В |1=7,0 А 
вк =48 В |=7,ГТА 
Овк=51 В |11=6,0 А 
Ивк=51 В |11=7,ЗА 
Овкл=54 В |1=6,2 А 
Ивк=54В  |11=6,9 А 
0вк=58 В |1=5,8 А 


®е) 
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С С О О ТЕТЕ 
но | вы | то Мавра 
$МВ/60 А и=6,2 А 

$мВ.64 |=5,3 А 
$МВ/64 А | =5,8 А 
$МВ470 || =4.8 А 
$МВу70 А |и=5,3 А 
$МВ475 |1=4,5 А 
$МВУТБ А || =4,9А 
$МВ.78 |1=4,З А 
МВ. 78 А |=4.7 А 
$МВ.85 |=3,9 А 
$МВ485 А || =4,4 А 
$мВ90 ||=3,8 А 
$МВ.90А ||=4.1 А 
$МВу100 |1=3,4 А 

МВ 100А | =3,7 А 
МВ. 10 | =ЗА 
$МВу110А |=3,4 А 
$МВ120 | =2,8 А 
$МВ120А Ци=120В |1=3,1А 
$МВ.130 |1=2,6 А 
$МВА130А |1=2,9 А 
$МВ/150 |1=2,2 А 
$МВА150А 1=2,5 А 
$МВ160 и=2,1 А 
$МВ.160А. =2,3 А 
$МВу170 1=2 А 
МВ. 170А |1=2,2 А 
МЕ) 378 9А Стабилитрон [<т=37,5 МА 
$М7.13789В То же |1=37,5 мА 
$М7.13790А |1=34,1 мА 

$М7.13790В |1=34,1 мА 
$М7.13791А |п=31,2 МА 

$М7.3791В |1=31,2 мА 
|1=28,8 мА 


$М2/3792А 


г 


=|< 


ИИ ВА И * ра Па- 4  П-24О - 4 Р-Я Р-Я П-ОВ 4 — | =. 


|< жх 


= 


г 


СепЗет! 


То же 


о |= 
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УЛ 


$М7./379ЗА -“- Уст=15 В |ст=25 МА 


$М7.13793В Ца=15 В 15=25 мА 

$М7.13794А |=23,4 мА 

$М7.3794В | =23,4 МА 
| =18,7 мА 


$М2/3796А: 
с=18 В <т=20,8 МА 


$М7/3795В 


$М2./3795А 
$М2./3796В Цст=20 В [<т=18,7 мА 
[<т=17 мА 


$М2/3797А 
Ца=22 В [<1=17 МА 


$М7.13797В 
$М7.3798А |:=15,6 МА 
$М7.3798В |=15,6 мА 
$М7.13799А |=13,9 мА 
$М7.3799В Ие=27В — |1«=13,9 мА 
$М7.13800А |п=12,5 мА 
$М7.13800В |п=12,5 мА 
$М73801А | =11,4 МА 
$М7.13801В | =11,4 мА 
$М7.13802А | =10,4 мА 

|т=10,4 мА 


$М2/3802В 

$М2.)380ЗА Цст=39 В |‹т=9,6 мА 

$М2./3803В Цст=39 В |ст=9,6 мА 

$М2)3804А 0ст=43 В |ст=8,7 МА 

$М2./3804В Ист=43 В |т=8,7 МА 
Ост=47 В |<т=8 мА 


$М7.3805А 
$М7.3805В М4 Во ||=8 мА 
$М7.13806А -". Цс=51В — 1н=7,3 МА 

= В Пы=Т,3 мА 


$М2)3806В 
И=56 В [<1=6,7 МА 


$М7./3807А 
2 $М7.3807В Цт=62 В — |\=6 мА 


В 

хо | ии | в ыы 
ро | ев | о в ыы 
Е | в | ев бы 
РОО ОО ОИ ПО ГЕИ ЕР 





к 


с | 


>< 
гп 


|1 2>=<|жх 
| |7 =, 
' ' 
з ‚1 ‚1 


| 


О 
. 


>< 
г х 


С 
| 
' 


| 


п 


© 


ри и 


> | < 


ры 
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Таблица 5.13. Кодовая маркировка диодов в корпусах ОВО-214АВ 


—————оыы—ы„ды А 


в | ве оо | [ывв ыивА 
ве | еб | | 2. быв 6вА. 
вн Г ею [| о бы А 
О ОЕ ОО ОИ ЕР 
| ия || быв ВА 
О ОЕ ОО ОО ОО СЕТ 
в | ия [о бб вел. 
6 | вм о | ымав раИваА 
ОО ООО ОО ОИ ЕЕ 
р | ев || 2 быв ыНоЗА. 
5 | мы | 2 |. еб аа 
Г экв — 


[1=88,7 А 
|=97,4 А 


=) 
= 
{9 
= 
| 
< 
ри 
<> 
© 


= 

< 
с 
с 
5 

| 

< 
со 


$МС.9.0СА Ивк=9 В 


ВОУ $мс/116 | -"- -"- Цъи=1ТВ |1=74.6А 


||| 
о| 35 
>< |= 


вы [мою [о ив [ел 
$МС.16С |=52,1 А 
$МС.6СА Оьи=16В |1=57,ТА 
ВЕС $МС.17С |1=49,2 А 
ВЕВ $МС.17СА |=53,3 А 
$МС.118С | =46,6 А 
$МСу18СА |=51,4 А 
$МС.120С || =41,9 А 
$МС.20СА | =46,3 А 





со 
г 
` ‘ 
' 


ЖД 
|9) 


[ЖА 
с 


со | |0 
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о ев рев 


со 
— 
© 


со 


пм 
Ра п 


= 
г 


| 
о 


= 
с 


= 


оо мо 


= 
м 


С 
СЕ 
СЕ 
са 
СН 
а 
С 
С 
См 
СР 
са 
СВ 


с г 0 | 9 | 99 
^ |9 


с | ||| 
= 


г 


с |0 | 9 
2 
© 


$МС.24С 
$МС/24СА 
$МС.26С 
$МС./26СА 
$МС./28С 
$МС.28СА 
$МС.30С 
$МС.30СА 
$МС.33С 
$МС.33СА 
$МС.36С 
$МС.36СА 
$МС.40С 
$МС.40СА 
$МС.43С 
$МС.43ЗСА 
$МС.45С 
$МС.45СА 
$МС.48С 
$МС.48СА 
$МС./51С 
$МС./51СА 
$МС.54С 
$МС.54СА 
$МС.58С 
$МС./58СА 
$МС.60С 
$МС.60СА 
$МС.64С 
$МС.64СА 
$МС.70С 
$МС.70СА 
$МС.75С 
$МС.75СА 
$МС.78С 


8 


$) 


|=34,9 А 
|=38,6 А 
|=32,2 А 
[1=35,6 А 
|=30 А 

|=33 А 

[1=28 А 

|=31 А 

|1=25,2 А 
|= 28,1 А 
|=23,3 А 
[1=25,8 А 
1=21 А 

[1=23,2 А 
|=19,6 А 
|1=21,6А 
|=18,7А 
|=20,6 А 
|1=17,5 А 
|=19,4 А 
|1=16,5 А 
|=18,2 А 
|1=15,6 А 
[1=17,2 А 
| =14,6 А 
| =16А 

|=14А 

|1=15,5 А 
| =13,2 А 
|=14,6бА 
4=12А 

| =13,З3А 
[1=11,2 А 
|=12,4 А 
|=10,8 А 
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ВСУ $МС85СА Ивкх=85 В 111=10,4 А 


Увкл= 170 В 1=5,5 А 
Увк=5,5 В [1=139 А 
Изк=5,8 В 1=143 А 


НА $МС.170СА 
ТРМ$С6.8 


ТРМ$С6.8А 


Сепфет! 


ЕР То же 


ОИ ПЕСЕН ГетомА 
т ОЕ О ОИ С: СЕТ 
ве | ие | ева = 
вю | мел [о [о быив ва = 
вн | мые | т в ва — 
ОО ТЕ ОО ОИ ТЕТЕ 
[эмо | о 55 
| тРмз68 | ебет | 
[тра | тж 
ЕР тРм3с75 | -"- | | =128 А 
СР ТРМ3С75А | -"- | |" =133 А 
НР 7Рм5с82 |  -"- | |=120 А 
КР ТРМ5С82А | -"- | | =124 А 
ЕР ТРМ$с91 | -"- |(=109 А 


вх 
А 
А 
ЕР 
О ООО ОИ ПО ЕТКС 
О ОО ОЕ ОО ЕКЕСЕИЙ 
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Основные параметры 
Подавитель выбросов |Мьи=14,5 В |=56,6 А 
НР п 
= п 
п 
л 


ЕКР ТРМ$С22А =49 А 
ТРМЗС24 =43,2 А 
ТРМ$С27 -"- -"- | Чзм=21,8 В |1+=38,4 А 
БР 

р 
ИР 


ЕР | ТРМ$С22 Иви=17,8 В |1=47 А 


Ивкл=28,2 В |в=32,8 А 
| 1 быта В [5288 А 
Ув 30,8 В | .=30,1 А 
ЕР тм быти, В [126.6 А 


Ив»=33,3 В |=27,8 
/кл=34,8 В |11=24,2 А 
Цк=36,8 В |11=25,3 А 
Иви=5 В ||=156,2 А 
Иви=5 В — ||=163 А 
Иви=6 В |1=131,6 А 
Ц=6 В — ||.=145,6 А 
Ивк=6,5 В |1.=122 А 
Ивкл=6,5 В ||,=133,9 А 
Ики=7 В — |1=112,8 А 
вю=7В — |=125 А 
Цвю=7,5 В |1=104,9 А 
Цк=7,5 В |м=116,3 А 
Ивк=8 В ||1=100 А 





ТРМ$СЗ9А -"- 
ТРМ$С34 


УР 
ЕР 
600 Менау 
06 
он 
ОК 
О 
Ом 









* 
> 
= 
` 
' 


6 | эм | 
| 9085 
вк | эм | 
| эмо — 





88 5. Маркировка полупроводниковых приборов 


О ОЕ ОО ОИ ПРЕЕИЕТЕТВ 
бы Го вюм оо ыев [яА 
бои шо миа ва. 
ох $МС410А 
$МС.1 1 =74,6 А 
МСА вм=11 В |1=82,4 А 
$МС2 =68,2 А 
МС. 12А =75,3 А 
$МС.3 =63 А 
МС. ЗА =69,7 А 
$МС.14 =58,1 А 
$МС.14А =64,7 А 


п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 
$МС.15 Ивк=15 В |11=55,8 А 

п 

п 

п 

п 

п 

п 

п 


2) | 6 
|= 
< 


с 
с 
| 


т 
о 


гп 
п 


г} 
ша 


|“. 
п 
© 


с 
гп 
ре 


. 


с 
гл 
д 


с) 
п 
г 


$МС.15А =61,5 А 
$МС.16 52,1 А 
МС. 6А =57,7 А 
$МС.17 =49,2 А 


$МС.17А Овк=17 В =53,3 А 
$МС/18 Овкл=18 В =46,6 А 
ЗМСЛЗА Швк=18 В =51,4 А 


$МС.)20 
$МС.20А 
$МС/22 
$МС22А 
$МС./24 |\=34,9 А 
$МС.24А |=38,6 А 
$МС26 |1=32,2 А 
$МС.]26А || =35,6 А 
$МС\28 „=30 А 

$МС28А =33 А 
$МС.30 ‚=28 А 


гп 
=> 


гп 
=. 


с 
Г. 
2 


пт 
2 


|. 
п 
|4) 


© 
г 
{#1 


[2 
г 


|. 
м 
с 


|1=41,9 А 
|=46,3 А 
|=38,1 А 
| 
п 


а 


5 


=42,2 А 


м 


ма 
|®>) 


92 |192 | 62 [62 | 99 | 62 | 92 | <> 
Е: обоз 


= 
= 


С 
ша 
с> 


с) 
— 
ра 


м ®) 
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ОИ ЕО ОЕ ЕЕ ПЕС СЕТ 
О ОЕ ОЕ ОИ СИТЕС 
бЕО $МС.40 |=21 А 
$МС./40А | =23,2 А 
$МС.43 | =19,6 А 
$МСАЗА |=21,6 А 
$МС.45 |\=18,7 А 
$МС.45А |=20,6 А 
$МС.48 |=17,5 А 
$МС48А |=19,4 А 
$МС.51 || =16,5 А 
$МСу51А |1 =18,2 А 


$мС.54 (ьи=54 В |11=15,6 А 
$МС.54А Цк=54 В |и=17,2 А 
$МС/58 Цви=58 В |11=14,6 А 
$МС.58А Цви=58 В |=16А 
$МС.60 Ивл=60 В |1=14 А 
$МС.60А Ивк=60В |1=155А | 
$мС.64 (и=64 В |1п=13,2 А 
$МС./64А Ови=64 В |=14,6 А 
$МС.70 Иви=70В |1=12 А 
$МС7ОА Иви=70В |11=13,3 А 
$МС.75 Ци=75 В |11=11,2А 
$МС75А Цьи=75В |=12.4 А 
$МС.78 Овы=78 В |11=10,8 А 
$МС.78А Цвы=78 В |1=114 А 
$МС85 Цви=85В |1 =9,9 А 
$МС.185А ‚=10,4 А 
$мС.90 Ци=90 В |11=9,4 А 
$МС.190А ,=10,3 А 
$МС.100 =8,4 А 
р 
, 
, 


СЕВ 
5 


< | <> | С> 
а 


= 


>| > ооо Ф › 
| > |9 |5 < 


с 
|<. 


© | © |< | 92| Е | 9 | © [р] 
62 | <> | | |160 ®| > |) 
юр; Ех |=. 


| 
с 
9 


[р 
[> 
— 


[ер. 
|}. 
с 


[р] 
= 


> 62 
>< < 


< 
—< 


|) 
`6> 
Г 


$МС/100А Озк=100 В ||,=9,3 А 
$МСЛ 10 Увкл=1 10В =7,/ А 


<> 
с 
© 
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Тип диода Производитель Назначение Основные параметры 





Таблица 5.14. Кодовая маркировка диодов в корпусах ОО-214АС 


13 


Цст=62 В |ст=4 МА 

/с'=68 В |ст=3,7 МА 
Ис =6,2 В 
Цст=6,8 В 
Ист=75 В |[ст=3,3 МА 
Чст=7,5 В |ст=34 мА 
/ст=82 В |‹т=3 МА 


го 
с 
= 
р. 
— 
сл 
<> 


[<=41 мА 
[<т=37 МА 


А ОЕ О ОИ ИТР 
С ОО ОО ОИ ТИТ 
в | в [| вв ыы. 
СО О ОИ О ПО ТИС ЕТ 
о м [| ов еб. 
РО О О О ОИ ИЕР 
ГО НН НЕНИЯ ТИ СЕ 
я мы | 
Е ООО ОО ОИ ИЕ 
Е О ОО ОО О СС 
в | мы || ив тылы. 
мы || ев бы 
в 


75 
ТР $МЕ4737 


2 $МЕ4762 


со 


— 
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9Р1 
АОР 


> 
=. 


ТРЗМА 
ТРЗМА 
ТРЗМА 
ТРЗМА 
ТРЗМА 
ТРМА 
ТРЗМА 
ТРЗМА 
ТРЗМА 
ТРМА 
ВМР ТРЗМА 


|=17 А 


=17,8 А 


| 
-5 


=15,1 А 


ш 


Р 


=15,9 А 


м 
> 


=13,7 А 


ОО ЕСИ 
ОИ ПЕСО 
ОИ ПЕС 
ОЕ ЕСО 
ОИ ПЕСО 
ее 


=14,4 А 


п 
п 
п 
п 
п 
п 
п=12,5 А 
п 
п 
п 
п 
п 
п 


ри 
5 


<Я: В ИВ 
[р] 
5 9 


2 
5 


=13,1 А 
=11,5 А 
=12А 

=10,2 А 


г 
7—9 
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Производитель Назначение Основные параметры 


Тип диода 


75 
© 
пы 


ша 


вкл=23,8 В [4=15,5А 
Ивю=21,5 В |1=172А | 
Ивкл=25,8 В 


МА. 13 
ЗМА/1ЗА 
$МА!14 


О ООО ООС ОИ СЕ 
В | о ев ый | 
О ОО ОО ООО ОЕ ГЕТЕ 
С ОО ОИ ООО ОИ ГРИТ 
в [о | ав ыы 
| в [т [ожоищ [ьыов [ьтА 
| вв [т | о в ил 
Г ООС ООО ООС ОИ "ЕТИ- 
РО ООС ОИ ОО ПО ГРИТ 
СО ООО ООО ОИ ТСС 
| мм [о | ав вт 
| вме | [г вав ыыА | 
м о ав ышА 
С ООО О ПО СИС ТИ 
С ООО ОО ОЕ ЕЕ 57 
ГО МООИ О ОИ СИЕ 
| мо [оо | ев А 
СО ОЕ ОИ ПО ЕЕ 
ОО ОЕ ООО ПОНИ СЕРЕГА 
| им | | ав ывА = 
Г ПО МООИ ПО ЕСИ СЕТЕ 
[м ив [ИА 
Г ПО ОО МОИ СИЕ И 
СО ПО ОО ПО ИСКИ 
С И И ЕЕ 
Г ОЕ ОО 

Е МОИ 

ОИ ПО 

Е ОЕ 





|=14,8 А 





© 
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[ х | мым [южниьь [ нонею  бооометытиы 
к мм | | ев нал 
С МОИ ИИ ПЕНИИ САИ 
Цши=53,5 В |=6,8 А 


< 


а 
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Е ПЕ ЕЕ ОЕ АИСТ 
Аб МА/5ВА Ци =93,6 В |11=4,1 А 
МА, 60 | =3,5 А 
МА, бОА | =3,9 А 
МА, 64 |=3,2 А 
МА! 64А |1=3,5 А 
МАО |=3 А 
МА/ТОА |=3,3 А 
$МА,Т5 |1=2,0 А 
МА.Т5А |=2,2 А 
$МА78 Цви=139 В |1=2,6 А 
МАТ ВА | =2,9 А 
$МА!85 =2,5 А 
МА! 5А. Иви=137В |1=2.7А 
МА 90 =". 1=22А | 
МА/90А 1=2,5 А 
$МА/100 |1=2 А 
$МА/100А |1=2,3 А 
$0 МА 10 |=1.9А 
О Е О ПО ГЕИ 
| ам [| ме А 
ОЕ ООО О УВ ЕЕ 
[вю о же в 
О ЕО О И СУ ЕТ 
[вю [о же м 
ом $МА/150А ||=1,5 А 
$МА!160 |=1,ЗА 
‚ ЗМА160А |=1,4А 
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| я [о | ва ыы 


ОИ ПИ 
ИИ 
Г ею ыы 
ОЕ ПОС 
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$МА7150 Ца=150 В 
$МА7200 Ц =200 В 


Фирма СЕМЕВАГ ЗЕМ!СОМРОСТОВ$ выпускает в корпусах ОО-215АА 
(рис. 5.6) серию стабилитронов. Расшифровка кодовой маркировки этой серии 
приведена в табл. 5.15. 








Рис. 5.6. Внешний вид и размеры корпуса РО-215АА 


Таблица 5.15. Кодовая маркировка стабилитронов Сбеп5ет/ в корпусах О2О-215АА 


$М2@3792В Ис-=13 В [ст=28,8 МА 





$М7С3796А Ц =20 В |1 =18,7 мА | 
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Цветовая маркировка 5МО диодов в корпусах 
500-80, ОО-213ЗАА, ВО-21ЗАВ 


Диоды в корпусах $ОО-80, РО-213АА, РО-21ЗАВ маркируются цветными 
кольцами, причем ближнее к краю кольцо указывает на вывод катода диода 
(табл. 5.16). 


Таблица 5.16. Цветовая маркировка ЗМО диодов в корпусах $ОП-80, РО-213ЗАА, ОО-213АВ 


4* 
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Фотодиоды 


Фотодиоды служат для преобразования световой энергии в электрический 
ток и применяются в системах автоматики, дистанционного управления бытовой 
радиоаппаратурой. 

Светодиоды выпускаются в различном исполнении: металлических или пла- 
стмассовых корпусах, для навесного и поверхностного монтажа, со встроенным 
усилителем, гибридные и другие. 

Светодиоды в металлических корпусах имеют выступ у вывода 
анода. 

На рис. 5.7 изображены некоторые типы фотодиодов с указанием назначения 
их выводов. 

На рис. 5.8 изображен гибридный фотодиод, включающий как приемный фо- 
тодиод, так и излучающий светодиод. 





-Ц _ 
оо 
о о 
+0 . 
выход 
Катод 
Рис. 5.7. Фотодиоды 
10530САЁЕ 10530НАЁ. 10530КАЁЕ 
«Атол -Ц пит. ОВ, корпус -Ц пит. анод -Ц пит. 
оо оо о о 
корпус о о о о ° о корпус с о о 


+0 пит. +0 пит. 


выход +0 пит, выход выход 





Рис. 5.8. Гибридный фотодиод 
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Транзисторы 


Транзисторы для навесного монтажа выпускаются в корпусах различного, 
типа. На рис. 5.9 показана наиболее распространенная их часть. 
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`Рис. 5.9. Корпуса транзисторов для навесного монтажа 


102 5. Маркировка полупроводниковых приборов 





Среди новых типов транзисторов следует отметить появление так называе- 
мых «Цифровых» транзисторов. Они отличаются от обычных транзисторов нали- 
чием встроенных резистора или резисторов смещения, которые включаются или в 
цепь базы, или в цепь базы и цепь база-эмиттер (рис. 5.10). 


С(3) С(3) С(3) 


Е(2) Е(2) Е(2) 
тип 22 тип 23 тип 24 


Рис. 5.10. Виды цифровых транзисторов 


Особенности кодовой и цветовой маркировки 
отечественных транзисторов 


Кодовая или цветовая маркировка наносится, как правило, на транзисторы в 
корпусе КТ-26 (ТО-92) или КТ-27 (ТО-126). В свою очередь кодовая и цветовая 
маркировки подразделяются на стандартные и нестандартные. 


Стандартная кодовая маркировка транзисторов 
в корпусе КТ-26 (ТО-92) 


Первый вариант маркировки 


При стандартной кодовой маркировке на корпус транзистора наносится ин- 
формация о его типе, группе, дате выпуска. Тип транзистора обозначается осо- 
бым символом, группа — соответствующей буквой русского алфавита, год выпус- 
ка — буквой латинского алфавита, месяц выпуска — цифрой от 1 до 9 или буквой 
латинского алфавита (рис. 5.11). 













Год выпуска Месяц выпуска 
АБВГДЕЖИКЛМ ЫЭЪуда Ы}—_ 
1986 — Ц Январь — 1 
4 Кт203 1987 — М ‘Февраль —2 
Фили ОВ 1988 — М/ Март — 3 
. КтЗ13 1989 —х Апрель — 4 
у КТЗ26 1990 —А Май — 5 
^ КТЗ39 
‚ КГЗ42 м Месяц выпуска 1991 — Июнь — 6 
. то Год выпуска 1992 — С Июль — 7 
У КТЗ102 1993 — Август — 8 
У ТОТ Г 1994— Е ‘Сентябрь — 9 
т КГЗ166 й: 1995 —Е Октябрь — О 
ц 27 ны 1996 —Н Ноябрь — М 
‚ Кт681 1997 —1 Декабрь — О 
т ив к 
1999 — 1. 
2000 — М 


Рис. 5.11. Кодовая маркировка отечественных транзисторов 
в корпусе КТ-26 (1-й вариант) 
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Второй вариант маркировки 


При втором варианте маркировки надписи на корпусе обозначают: верх- 
няя — тип транзистора, нижняя — его группу. 





КТ208А1 
КТЗОбАМ 
КТ325БМ 
КТЗЗ7А 
КТ342Б 
КТ350А 
КТЗ7ЗБ 
КТ3З75А 
КТ645А 


Рис. 5.12. Кодовая маркировка отечественных транзисторов 
в корпусе КТ-26 (2-й вариант) 


Стандартная цветовая маркировка транзисторов 


в корпусе КТ-26 (ТО-92) 


Первый вариант маркировки 





КТЗ75В 

КТЗ9ЭГМ 
КТ3102Г 
КТ3102Е 
КТ3107Б 


При стандартной цветовой маркировке на корпус транзистора наносится ин- 


формация о его типе, группе, дате выпуска (цветная вкладка 14). 
Второй вариант маркировки 


Второй вариант цветовой маркировки можно назвать упрощенным: маркиров- 
ка состоит из двух точек, нанесенных на корпус транзистора. Одна из точек обо- 


значает тип транзистора, вторая — его, группу (цветная вкладка 15). 
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6. Маркировка полупроводниковых $МО 
радиокомпонентов 


Маркировка некоторых типов ЗМО диодов, имеющих два вывода, была при- 
ведена выше (см. стр. 76). В данной главе описана маркировка ЗМО радиокомпо- 
нентов в корпусах с числом выводов более двух. 


6.1. Идентификация 5МО компонентов по 
маркировке 


МО компоненты слишком малы, чтобы на них можно было нанести полную 
информацию о типе прибора. Вместо этого производители компонентов использу- 
ют произвольную систему кодирования с простыми двух- или трехсимвольными 
идентификационными кодами. 

Идентификация типа $МО приборов различных производителей по их коду 
достаточно трудоемкая задача, связанная с необходимостью просмотра большого 
объема технической документации. Приведенная ниже информация позволяет 
значительно облегчить эту работу. 


6.2. Типы корпусов ЭМО транзисторов 


УМО транзисторы выпускаются в корпусах, показанных на рис. 6.1. 


$01223 $01143 





$С.63 $01323 


$0189 1 3 
2 
3 
2 


Рис. 6.1. Типы корпусов ЗМО транзисторов 


№ 
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6.3. Как пользоваться системой 


Первое, что необходимо помнить при определении типа $МО полупроводни- 
кового прибора по его кодировке — это то, что часто различные по типам и пара- 
метрам полупроводниковые приборы имеют на корпусе одинаковую маркировку. 
Поэтому при определении типа прибора следует учитывать следующее: 


® к какой группе может принадлежать. прибор (диод, транзистор, ИМС); 

° всегда обращать внимание на то, с какими фирмами-производителями ра- 
диоэлектронных компонентов работает фирма-производитель ремонтируе- 
мой вами аппаратуры. Их может быть несколько и косвенно информацию 
можно получить, проанализировав несколько образцов техники. Например, 
могут быть использованы цифровые ИМС от фирмы ТОЗШВА, транзисто- 
ры от фирмы МОТОВОГА, аналоговые микросхемы от фирмы АМАГОС 
РЕУ\У!СЕ$. Соответственно, при определении маркировки для этой аппара- 
туры следует выбирать полупроводниковые приборы именно этих фирм; 
обращать внимание на то, что некоторые фирмы-производители радиоэлек- 
тронной аппаратуры имеют свои производства по всему миру. Поэтому круг 
поставщиков радиокомпонентов для этих фирм может незначительно отли- 
чаться. 


Чтобы идентифицировать тип $МР компонента, сначала определяют код„на- 
несенный на прибор. Затем находят первый символ кода в алфавитно-цифровом 
списке в левой части таблицы. 

Цоколевку прибора можно определить по рисунку с соответствующим кодом 
цоколевки, указанным в таблице. К сожалению, код каждого прибора не обяза- 
тельно уникален. Например, код 1А имеют транзисторы ВС846А и ЕММТЗ904. 
Даже один производитель может использовать один и тот же код для маркировки 
различных приборов. В этом случае следует использовать дополнительную ин- 
формацию для его правильной идентификации. Так, некоторые производители ис- 
пользуют дополнительные буквы, указывающие на собственный код идентифика- 
ции. Гак, фирма РНПАР5 обычно добавляет к коду строчную букву р, а фирма 
ЗЕМЕМ$ — строчную букву $. 

Например, если код прибора в корпусе $ОТ23 — 1Ар, то необходимо искать 
код 1А. Согласно табл. 6.1 имеется шесть вариантов с таким кодом. 


Таблица 6.1. Варианты маркировки одинаковым кодом 
















Го ММВТ3904 $0Т23 51-№ 2№3904 
|ВМЕ2402 ов с $0123 №-кан. полевой 20 В: О.9А 


” 
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Однако наличие суффикса «р» говорит о производителе — фирме РНШР$, и 
прибор в данном корпусе однозначно определяется как транзистор ВС846А. 

Многие приборы фирмы ВОНМ, код которых начинаются с буквы В или О, 
имеют прямым эквивалентом код, найденный в оставшейся части. Например, код 
ВАТ, так же каки А], обозначает диод ВА\М\56, а код абвВ, так же как и 6В, обо- 
значает транзистор ВС817-25. Код некоторых транзисторов этой фирмы имеет в 
конце дополнительную букву, указывающую на коэффициет усиления 8219. 

Некоторые из новых устройств фирмы МОТОВОГА имеют маленькую над: 
пись после кода устройства типа ЗАС, которая обозначает просто месяц изготов- 
ления. 

Дальнейшее уточнение может быть получено по типу корпуса прибора. На- 
пример, код 1К на корпусе ЗОТ23 относится к транзистору ВС848В 
(Р=250 мВт), а код 1К на корпусе $0Т323 идентифицирует прибор как 
ВС848ВУ/ (аналогичный, но с Р = 200 мВт). 

Суффикс Г. обычно указывает на корпус с низким профилем, типа $ОТ323 
‚или $С7О. Устройства с обратным расположением выводов часто имеют суффикс 
В (геуегзе) в обозначении типа. Например: 67 — код для ВЕРб7 в корпусе 
$0Т143, а 67В — код для варианта с обратным расположением выводов ВЕР67В 
в корпусе $ОТ143ЗВ. 


Эквиваленты и дополнительная информация 


В таблице, где это возможно, дается соответствующий данному 5МРО компо- 
ненту тип обычных приборов с эквивалентными характеристиками. Если такое 
устройство достаточно известно, то подробная информация не дается, в против- 
ном случае иногда приводится некоторая дополнительная информация. Для при- 
боров, не имеющих обычного эквивалента, часто дается краткое описание, кото- 
рое может быть полезно для их поиска и замены. 

_ При описании характеристик устройства некоторые приводимые данные обо- 
значают, исходя из основных параметров прибора. Например, напряжение, ука- 
занное для диода, обычно обозначает максимальное обратное напряжение, а для 
стабилитрона — напряжение стабилизации. Обычно в описании, где определены 
напряжение, ток или мощность, задаются максимальные их значения. 

Например, устройство, указанное как М-Р-М 208 0,1А 1Вт — это МРМ тран- 
зистор с максимальным Ч,,=20 В, максимальным током коллектора 100 мА и мак- 
симальной мощностью 1 Вт. 

Некоторые из транзисторов (цифровые транзисторы) имеют встроенные в их 
корпус резисторы. В таблице резистор базы означает резистор, соединенный по- 
следовательно с базой. Когда даны два значения резисторов, то первый соединен 
последовательно с базой, а второй включен в цепь между базой и эмиттером. 

Цоколевку $МО полупроводниковых приборов (транзисторов, диодов, микро- 
схем) можно определить по рис. 6.2—6.4 соответственно. 

В табл. 6.2 приведена кодовая маркировка $МО транзисторов (биполярных и 
полевых), диодов, диодных сборок, микросхем. 
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Т Код Номер вывода 
ип корпуса 













- 





$0123 
$01323/$С70/9МТЗ 
$659, $690 








реет еее ВН 
фто Фоо ооо обо штм - 
еее неее И 








ооо мт 


ОЭОфофоюффоо 
рееь 
ото ох фм 


50Т363/5С88/УМТб 
: 


1 


2 3 


Примечание. Обозначения выводов даны в их сокращениях на английском 
языке. Соответственно, В — база; С — коллектор; Е — эмиттер; @ — затвор; 
$ — исток; О) — сток. 


Рис. 6.2. Цоколевка $МО транзисторов 
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т Код омер вывода 
П 


50123 
$0Т323/5С70 
$С-59 











К1, К2 
К1, К2, АЗ 
К1, А2 
К1 
К1, К2 
А1 
К1 


5$00123/500323/$00523 
$00106/5$00110 


= 


ЗМА/ЗМВ/МС 


1300 


Примечание. Обозначения выводов: А — анод; К — катод; ВеЁ — опорный 
вывод; пс — вывод не подключен. 


Рис. 6.3. Цоколевка МО диодов. 
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Ко 
т о ОЕ ПОС ПО ОСЗ ООС 















$0Т23-З/ТО2З6АВ 





3 Па 
— ИЬ 
Г]! 
= = Ид 


1 2 





50122310261 


4 


-1 3 


2 





$0Т23-5 
$0Т353/$С70-5 
$659-5, $С75-5 


С. 
2 3 


1 


Примечание. Обозначения выводов: [пр — вход; Оц{ — выход; У — вывод 
питания; [/О — ввод/ вывод; @МО — общий (земля); Ад} — вывод регулировки; 
Везе{ — вывод сброса; Зеес{ — вывод выбора; Оп/ОЁ — вывод включения / вы- 
ключения; О, @ — выводы триггера; пс — вывод не подключен. 


Рис. 6.4. Цоколевка ЭМО микросхем 
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Таблица 6.2 


Го {ВТА — вы | 59| БН от миремилиня 
119 М-кан. полевой МОП 80 В 175 мА 
| $01143 | 14а |5 МРМ ВЧ МАЕ 571 


02 
ТСС 147 <0Т23 $1 МРМ 50В 100мА ключевой 


(резистор в цепи базы 10кОм) 
$5ТРАО20 $0Т23 


МВЕ4427 $0Т143 


Т1а 


011 |РАО-20 20пА — ток утечки диода 


$ цифровой МРМ 50В 100мА 
200мВт {>250МГи (резистор в цепи базы 4,7кОм) 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 
200мВт {>250МГц (резистор в цепи базы 4,7кОм) 


$ цифровой МРМ 508 100мА 
150мВт {>250МГц (резистор в цепи базы 4,7кОм) 


51 цифровой МРМ 508 100мА 200мВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 10кОм) 


$1 цифровой МРМ 50В 100мА 200мВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 10кОм) 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 10кОм) 


Т1а 
Т1а 


Т1а 


ы 


Т4а 51 МРМ 40В 400мА 220мВт {=1600МГц 


04 |МВЕБЗЧЕ $01143 а |31РМР СВЧ МВЕ 521 208 70мА 300мВт 4200МГц 
047 |ЕСХ1047А 3089 | ТЗа |5 МРМ ключевой 108 4А 


т4 
3 

"СТК сота46 | та | цифровой МРМ 508 100мА 200мВт {>250МГи 
о 
3 


(резистор в цепи базы 22кОм) 
 ТС124Т0А Поп $01323 та $1 цифровой МРМ 50В 100мА 200мВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 22кОм) 
05 |ОТС14ЗТЕ Поп 07416 та $1 цифровой МРМ 508 100мА 150мвВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 22кОм) 
Т4а $1 МРМ 158 2мА 50мВт 3800МГц 


| 
| 
| 
05 |МВЕ 9ЗЗ1ЕТ1 | моюгов | 507143 
| 
| 
| 


05 
05 
5 


РАБ-50 50пА — ток утечки диода 


050 |$$ТРАБО $0Т23 | 1! 
051 |ЕСХ1ОБ1А 50789 | ТЗа |5 МРМ ключевой 40В ЗА 


САТКА Сота | Та | Э ЧИФровой МРМ 508 100мА 200мВт {>250МГц 


(резистор в цепи базы 47кОм) 


ТС 44ТИА Вот | $01323 та $1 цифровой МРМ 50В 100мА 200мВт #>250МГц 
(резистор в цепи базы 47кОм) 
ОТС144ТЕ опт $07416 т $1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
- (резистор в цепи базы 47кОм) 
"СА 0т323 $1 цифровой МРМ 50В 100мА 200мВт +>250МГц 
ОТС115ТКА $01346 


а 


Т1а (резистор в цепи базы 100кОм) 


1 цифровой МРМ 50В'100мА 200мВт {>250МГц 


ТТа . (резистор в цепи базы 100кОм) 


90 
ВВ 
, 
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| ов |Му№51120МИ $01363 2х6 РМР (резисторы ‘смещения 22кОм+22кОм) 


0С |МУМ№51130М1 | Мотогоа С 2х1 РМР (резисторы смещения 47кОм-+47кОм) 
МИ№51140\ 1 | Моюгоа 
МИУ№51150М1 | Моюго 
МИУ№51 160 | Моюгоа 
МУМ№51300М 1 | Моюгоа 
МИ№51310М1 | Моогоа т 
МИ№51320ММ | Мотогов 
МИ№513301 | Моюгов 
МИ№51340М1 | Моогоа 
МИУ№51350М1 | Моюго 


10 |МАЕ 94111 Мотого!а | 501323 


С 2х51 РМР (резисторы смещения 10кОм+47кОм) 


<> 


Е 
ОЕ 
0 
Н 


т 
т 
_ Тбс 2х1 РМР (резистор в цепи базы 10кОм) 


С 2х91 РМР (резистор в цепи базы 4,7кОм) 


т 
Т6с 2х$1 РМР (резистор смещения 1кОм+1кОм) 


С 2х91 РМР (резисторы смещения 2,2кОм+2,2кОм) 


<= 


С 2х$1 РМР (резисторы смещения 4,7кОм+4,7кОм) 


ок 
0 


С 2х1 РМР (резисторы смещения 4,7кОм+47кОм) 
с |2х$1 Р№Р (резибторы смещения 22кОм+47кОм) 


т 
т 
т 
С 2х51 РМР (резисторы смещения 2,2кОм+47кОм) 
т 


10 (МНЕ 9411. Мотого!а | 501143 
100 |$55ТРАБ1О0 ЭШсопх | 507123 


10 |В7\49-С10 РНИрз 
1 |МАЕ9БААЕ | Моюгоа 
1 |МУ№53110М1 | Моюгоа 
11 |ММВО1501 | Раисвио 
11 | В7\49-С11 НИЗ 


12 |МУМ53120\М1 | Мофогоа | $07363 


Вонт $01416 Т 


7еех | $0123 011 
РыШрз$ | $0789 


Моогоа | $01363 С $1 МРМ/РМР (резисторы смещения 47кОм+47кОм) 


РансвИ9 | 50Т23 011 


Войт $01416 


7е1ех 
|пблеоп 
РН 
Мофого!а 


Вопт 50Т23 Т 


а $1 МРМ СВЧ 8ГГц МВЕ 941 208 50мА 250мВт 


т 

т 
РАО-100 100пА — ток утечки диода 

О Стабилитрон 1Вт 108 

т 

т 

0 


— 


1 МРМ ВЧ 8ГГц МЕРЕ 951 | 
С 91 МРМ/РМР (резисторы смещения 10кОм+10кОм} 


а 


== 


О1а $! диод 2008 100мА 


Ш: 
Ь 
1 
Ь 
1 
ЗЬ 


стабилитрон 1Вт 11В 


С 51 МРМ/РМР (резисторы смещения 22кОм-+22кОм) 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 2,2кОм) + (резистор в цепи 
Б-9 2,2кОм) 


Сдвоен. диод Шоттки 





12 |ОТА1Т2ЗЕЕ а 


12Е 
12у 
13 
13 


002812Е 
В2\49-С12 
МУМ5313 0/1 
ММВО1503 


6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

4а |5 МРМ СВЧ 8ГГц МВЕ 941 208 50мА 250мВт 

4 

О 

3 

4 

6 

3 

16 

Стабилитрон 1Вт 128 
6 


О 
Т 


Сдвоен. диод 1808 200мА 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц + 


13 |ОТА14ЗЕЕ 


(резистор в цепи базы 4,7кОм) + (резистор в цепи 
Б-9Э 4,7кОм) 


] Сдвоен. диод Шоттки 


а 





13Е 
13$ 
ЗУ 
14 


ВАЗ125\! 
В7\49-С13 
МИ№53140\/1 


а Диод Шоттки 25В 100мА 
6 Стабилитрон 1Вт 13В 
С $7 МРМ/РМР (резисторы в цепи базы 10кОм) 


== 


ры 
С2 
г 
со 
А 
© 
п 


Т1 
01 
01 
03 
16 

| 1 РМР ключевой (резисторы смещения 10кОм + 


14 10кОм) 


0ТА114Е а 
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$1 цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт +>250МГц 
(резистор в цепи базы 10кОм) + (резистор в цепи 


14 |0ТА114ЕЕ Войт | $01416 Т1а 
Б-Э 10кОм) 


ММВО1504 Рансина | $0723 Сдвоен. диод с общ. катодом 1808 200мА 
ЕСХ1147А $0т89 $1 РМР ключевой 10В 4А 
ВАб125-04\ $01323 Сдвоен. диод Шоттки 258 100мА 


| $1 РМР ключевой ЗОВ 50мА + (резистор в цепи базы | 
АЕ ОТ? Па 22кОм) + (резистор в цепи Б-9Э 22кОм) 
ОТА124ЕЕ 









$1 цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт {>250МГц 
15 Войт $01416 Т1а (резистор в цепи базы 22кОм) + (резистор в цепи 
Б-9 22кОм) 
МИУ№53150ММ | Моюгоа | $01363 $ МРМ/РМР (резистор в цепи базы 10кОм) 
ММВТ3960 Мо!огоа | $0123 23960 
ММВО1505 Раис! | 50Т23 Сдвоен. диод с общ. анодом 1808 200мА 
151 |ЕСХ1151А 7еех | 50189 $ РМР ключевой 40В ЗА 


15$ |ВАЗ125-05\/ 
15У |В2\49-С15 


|пИпеоп 


$07323 ОВ Сдвоен. диод Шоттки 258 100мА 
$0189 О Стабилитрон 1Вт 15В 


91 РМР ключевой ЗОВ 50мА (резистор в цепи базы 
47кОм) (резистор в цепи Б-Э 47кОм) 


С 

1а 

1] 

а 

РИ! р$ 36 

16 |0ТА144Е Та 


Войт $0Т23 Т 


91 цифревой МРМ 50В 100мА 150мВт {>250МГц 


16 |0ТА144ЕЕ Войт $01416 Т1а (резистор в цепи базы 47кОм) + (резистор 


в цепи Б-Э 47кОм) 
$1 МРМ/РМР (резистор в цепи базы 4,7кОм) 


Сдвоен. диод Шоттки 25В 100мА 





501363 
$01323 О 
$0189 О 
$0Т143 О 


Т6с 

у 

ЗЬ 

44 

50123 Т1а 
4а 

4а 

Т4а 


16 |МуМ5316 М1 
16$ |ВА$125-06\/ 
‘16у |В2\/49-С16 
17 |ВА$125-07 
179 !ЕММТ5179 
18 |МВР 9ЗЗ1ЕТ1 
8 |МВЕ.9411ВЕТ1 | Моюгоа 
18 |МВЕ 9411873 | Мотого!а 
18 |ВЕРТЗ1Т 
’18А | ММВ25221В 
18В |ММВ252228В 
18С |ММВ25223В 
180 |ММВ25224В 
13Е |ММВ25225В 
18\ |В2\49-С18 


Моого[а 
|п/пеоп 
РЫЙр$ 


Четеп$ 


{ МРМ СВЧ 1 = 8ГГц 208 50мА 
1а 
Та 
ОЗЬ 


Гаех 


501143 Т. 
501143 Т 
$01143 


Моюго!а 


Тее{ипкеп 
Мотого!а 


Моого!а 


Мотого!а 


50123 О1а | Стабилитрон 0,225Вт 
$0723 0 Стабилитрон 0,225Вт 


50123 О Стабилитрон 0,225Вт 


$0189 Стабилитрон 1Вт 18В 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 100кОм) + 
(резистор в-цепи Б-Э 100кОм) 


Мотого!а 


Моюого!а 
РЫШр$ 





19 |0ТА115ЕЕ Вопт | $01416 Т1а 








© 
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ЧА Моогоа Т1а |9 МРМ ВС546А 
1А е{ех Па | МРМ 243904 
|пйпеоп Та | МРМ 40В 200мА 23904 
АНед Т1а |9 МРМ 60В 300МГц 
Т1с №-кан. полевой МОП 208 0,9А` 
Моогоа Ма |9 МРМ 2№3904 
РЫПТ | $01723 | Та |9 МРМ ВС546В 
Мотюго!а Ма |5 МРМВС546В 


А 
А 


` 


ТАМ | ММВТЗ904 


== 


== == 
|9) 
24 
с 
< 
>> 
к < 


— 
со 
02 
С 
сэ 
вы 
с> 
со 


=_= 
со 
со 
$) 
со 
> 
© 
су 
= 


=—==А 

|) 
о | [#9 — — 
о | 2 $ 2 = 
со | © со = шо 
>> | > РА — 
—| > = г © 

© 
со | © > © <*>) 
ры = <=>) 
“<. + 


ЕММТ2222 7е!ех Ма |5 МРМ 2№2222 
ММВТ2222 | Моюгов Па |5 МРМ 2№2222 
18ЫМЕ2803 Т1с  |Р-кан. полевой МОП ЗОВ 0,9А 


РАПТ | 507123 Т1а |5 МРМ ВС546В 
РАТ | $0723 Т1а |5 МРМ ВС546В 
гаех 50Т23 а |5 МРМ 2№2222 


7еех | $0723 | Ма |МРЗАЗО. 
“Моогоа | $0123 Т1а МР$3904 


$0123 Т1с Р-кан. полевой МОП 208 0,6А 
батзипа | $0123 Т1а $1 МРМ 3008 500мА 
|пНпеоп | 501363 Тбс 2х$1 МРМ ВС847 


| Мокогов 
| 2еюк | 
| мокогов 
ИСИ 
| РИ ИТ 
| РМ Ит _ 
[РМ ИТ _ 
[29 | 
| 29ек _ 
| Мокогов _ 
в 
| Залито | 
| лилеоп _ 
ВС846 Та  |ВС456 
| мотого 
[м _ 
Ав 
| вони _ 
| мокогов | 
| обпеоп 
[о РМТ 
| мокого | 
| 2еех 
| Мотогоа 
| Войт _ 
[РА ИТ 
| мостов _ 


В$ 
182 |ЕММТ2222 
1 
1С 


В 
С9 
$ 
со 
и Ч 
© 
[9% 


`Ф 


== 


55 
г 
= 
г 
сл 
—^ 
> 
сэ 


С 


— | = 
в 


Мотогоа Т1а |9 МРМ МР5А42 3008 
Т1с  |Р-кан, полевой МОП 308 0,6А 
_ АНед Т1а |9 МРМ 3008 50МГц 
Вон Ма |5 МРМ 118 3,2ГГц для ТВ тюнеров 
Мотюго Т1а |5 МРМ 258 500мА 
|ппеоп Т6с |2! МРМ ВС456 
› РННТТ Ма |9 МРМ ВСБ4ТА 
Моогоа Ма  |$ МРМ ВСБ4ТА 
петех Па |МРЗА4З — 
Мотого!а Ма |5 МРМ МРЗАЧЗ 2008 
Вон а | МРМ 208 2,ОГГц для ТВ тюнеров 
РНЕ а |9 МРМ ВС547В 
> Мотого!а Па |9 МРМ ВС547В 
Мотого!а_ а  |5МРМ 2№5550 1408 
РНЕ ПТ а |9 МРМ ВС547С 


10 
10 
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105 


== 


1 
1Е 
1Е 
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1 
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. 1Е 
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Гкол [ашековин [ Фнрна [корт дышло] — Фолио 
СООО 
о 
о 








50723 | ‘Ма |МРЗАОБ 
50т143 | Ти |9 МРМ токовое зеркало Ночэ = 180 
50723 | а |9 МРМ ВС548В 


| 
1К |ВС848В\ 507323 | а |9 МРМ ВС548В 
| 


2№2369 

МР52369 

51 МРМ МР$2369А 

51 МРМ З0В 100мА ` 


ММВТ6428 $0123 Т1а МР$А18 508 


ЕММТ4400 $0723 | Ча 1|2№4400 
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5: МРМ токовое зеркало П21з = 290 
51 МРМ ВС548С 

$1 МРМ ВС548С 

$1 МРМ МРЗА1 8 45В 


== 


` 


Кз | ВС\б1В 50Т143 | т4 
11 |ВС848С 50723 | Ма 
ВС848С 507323 | Та 
ММВТ6429 50723 | Та 


ММТ-А13 тех 023 Та $1 МРМ МРЗА1З схема Дарлингтона 
(составной транзистор) 
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ЕММТ2222А $0Т23 ИЕ ЕМРМ 242222 
т. ММВТ2222А $0Т23 | та |9 МРМ 2№2222А 
ММВТ2222А\\ $01323 51 МРМ 2№2222А 
ВС847РМ $07363 | Т6се  |РМР /5! МРМ сборка НЧ 
ММВТ5088 $0Т23 МРЗА18 Цкэ = 308 
ММВТ5089 — 60123’ $1 МРМ.МРЗА18 кз = 258 
ММВТ2369А $0723 $ МРМ 2№2369А 500МГц ключевой 
м3С3130 659 Е МРМ ВЧ { = 1,4ГГц 108 
ММВТ3960А | Моюгоа | $0723 2№3960А 
ММВТ2484 $0Т23. Ры- $1 МРМ МРбА1 8 

\\ |ММВТ6427 Моюгов | $0123 37 МРМ 2№6426/7 схема Дарлингтона 

(составной транзистор} 

ВЕВ20 $0Т23 | та [9 МРМ 3008 30мА 

1Вт |ЕММТ3903 7еех |: 50123 На 23903 
ВЕВ21 -$0Т23 сЕРМР 3008 30мА 


1х | ММВТ930Е Моюгиа | $0Т23 та мен 


Я О Е М СТО 
а вАбтов | ик [5078 бЫ [щедииюштя о 
[20% |82\49-с20_ | РАйрз | 80789 | 0% | Стабилитрон 1Вт 208 


$ цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
22 |ОТС123ЕЕ Войт $0Т416` Т1а 


(резистор в цепи базы 2,2кОм) + 
(резистор в цепи Б-9 2,2кОм) 
ММВТ4209 $023 | Т1а |5 МРМ ключевой 850МГц 24209 
8749-22 Гы 30т89 | ОЗ  |Стабилитрон 1Вт 228 
ММВТ3646 50Т23 =" $1 МРМ ключевой 350МГц 23646 - 
23 |ОТС143Е Вон сОТ23 $1 МРМ ключевой 508 100мА 
(резистор смещения 4, 7кОм) 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
23 |ОТС14ЗЕЕ Войт $01416 Т1а (резистор в цепи базы 4,7кОм) + (резистор в цепи 
Б-Э 4, гкОм) 


ММВО2101 | Мабете | $0Т23 $1 диод 1008 200мА 
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24 |0ТС114Е Вот | $0723 | Т\а |“ МРМ ключевой 50В 100мА 

(резистор смещения1 0кОм) 

$1 цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт {>250МГц 
24 |0ТС114ЕЕ Войт $01416 Т1а (резистор в цепи базы 10кОм)} + 

(резистор в цепи Б-9 10кОм) 


| 24% |В7\49-С24 Рийрз | 30189 | ОЗЬ | Стабилитрон 1Вт 248 
25 |ММВО2102 30Т23 | очь |5г диод 1008 200мА 


$1 МРМ ключевой 50В 100мА (резистор 
0ТС124Е 5ОТ23 в цепи базы 22кОм) + (резистор в цепи Б-Э 22кОм) 
5! цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт Е>250МГц 
25 |0ТС123ЕЕ Войт | 501416 (резистор в цепи базы 22кОм) + 
(резистор в цепи Б-Э 22кОм) 


ММВО2103 $0Т23 Сдвоен. диод ММВО1201 
26 |РТС144Е Вонт | 50723 | та |“ МРМ ключевой 508 З0мА 
(резистор смещения 47кОм) 
27 |ММВО2104 50723 | 01в  |Сдвоен. диод ММВО1201 
27" |В2\49-С27 РВИр$ $0189 О36 — |Стабилитрон 1Вт 27В 


28 |ВЕР280Т Тее!ипкеп | $07143 | 144 |5 МРМ СВЧ + = 7ГГц 8В 10мА 
28 |ММВО2105 $0723 | 01}  |Сдвоен. диод ММВО1201 


$! цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
0ТС115ЕЕ Войт | $01416 Т1а 


ММВО1401 41а |5! диод 1758 200мА 
ММВТ3906 Т1а |5 РМР 2№3906 

5Хт3906 ТЗа — |5 РМР ключевой 40В 200мА 2№3906 
ММВт3906\/ а |9 РМР 23906 

ЕММТ3906 Та  |51РМР 2№3906 

ВС849В Ма  |$1МРМ ВС549В 

ЕММТ2907 Ма |2№2907 

ВС849С Т1а |9 МРМ ВС549С 

ММВТА7О Та | МРЗАТО 

ММВТА92 а  |91РМР МРЗА92 ка = 3008 
ММВТА9З а | РМР МР$А9З ка = 2008 
ЕММТАОЗ а  |МРЗАОЗ 

= |ВС850В Ма |$ МРМ ВС5БОВ 

= |ЕММТ2907А а |5 РМР 2№2907А 

Е |5Х12907А Т3За — |5 РМР ключевой 60В 600мА 
Е |ММВТ2907А Т1а |5 РМР МР$2907А 

26 |ВС850С Т1а  |$МРМ ВС550С 








(резистор в цепи базы 100кОм) + 
(резистор в цепи Б-9100кОм) 





29 
2А 
2А 
2А 
2А 


2В 


го 


> 


С 
2 


|. 


го 
гп 


— 
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2Н 


ЕММТ-А55 2еех $0723 а МРЗА55 


2Н |ММВТАБ5 Моого!а | $0123 
ОНТ 1$04А55 $45 $0123 


Т1а |5 РМР МР$АБ5 

а |МР5АБ5 

а |5 РМ№Р МР$3640 ключевой 
а 2№4402 

а |3! РМР 24125 60В 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1а |5 РМР 2№5401 1508 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


2} |ММВТЗ640 Мотогоа | 50123 


К |ЕММТ4402 7е!ех 
ММВТ8598 Мо{ого!а 
ММВТ5401 Мофого|а 
ЕММТ4403 7е!ех 
ЕММТ5О87 7е!ех 
м |МмВт404 Могюго!а 


2 |ММВТ404А | Моогоа а |$РМР ключевой 358 150мА 
ор |ММВТ5086 — | Моюгоа Ма  |2№5086 

Р |$Х12222А |пбпеоп ТЗа |5 МРМ ключевой 408 600мА 
О |ММВТ5087 Моюго!а Т1 


В |Н5М5$-8202 5ОТ23 О 
2Т 1504403 5@5 50Т23 


2Т |ММВТ4403 Мотогоа | $0123 


2Т |НТ2 78ех $0Т23 


Моогоа | 50Т23 
Моого!а | $50123 


1 

аех 11 
Мотого!а 11 
1 

1 


т 


[> 


г 
^ 


го 
г 


а |2№4403 
а |2№5087 
а |5 РМР ключевой 248 150мА = 


21 
М 


т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 


го 


> 


а |5 РМР 2№5087 


Диод Шоттки смесит. пара 10-14ГГц 


г 


9 


1а |5 РМР 2№4403 
1а |5 РМР 2№4403 
1а |351 РМР 80В 100мА 


МР$ЗАбЗ схема Дарлингтона 
(составной транзистор) 


$ РМР МР$Аб4 схема Дарлингтона 
(составной транзистор) 


а |2№3905 
а |5 РМР 2№4125 Цкэ = 808 


2) |ММВТАбЗ т 


т 
т 
т 
т 


2/ |ММВТАб4 


2 
ом 
2х 
2х 
24 
27 
27 
27 


ЕММТЗ905 
ММВТ8599 
504401 
ММВТ4401 
В2\49-С2\/4 
В2/49-С2\7 
ВА$70-04 
ММВТб520 
275 |ВАЗ70-05 
30 |МУМ53309М1 
301 |1Е0М301М 
302 |Е0\302Р 


Ь 
а 
56$ а |5 МРМ 24401 
Моюго!а а |9 МРМ 2№4401 
ОЗЬ 
НИ 03Ь 
2аех 019 
Мотюго!а Т1а 
/аех О1В 
Мотого!а Тбс 
Еансвиа т10 
Еаисвиа т10 


т 
т 


Стабилитрон 1Вт 2,48 
Стабилитрон 1ВТт 2,7В 
Пара диодов Шоттки 

$7 РМР 2№6520 Цкэ = 3508 


Пара диодов Шоттки 


$1 МРМ/РМР (резисторы смещения 1кОм+1 кОм) 
№-кан. цифровой полевой 25В 0,22А 


Р-кан. цифровой полевой 25В 0,12А 
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‹ 


Эквивалент/краткое описание 

$1 МРМ/РМР (резисторы смещения 4,7кОм+4,7кОм) 
Сдвоен. 51 диод 175В 200мА 

ВЕСЕ |5! МРМ 11В 32мА 

Т6с — |5 МРМ/РМР (резисторы смещения 4, 7кОм+47кОм) 
011  |Сдвоен. ЗЕ диод 175В 200мА 


$1 цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт {>250МГц 
33 |ОТА1АЗХЕ Вопт | 501416 Т1а 


(резистор в цепи базы 4,7кОм) + 

(резистор в цепи Б-Э 10кОм) 
114 | М-кан. полевой МОП 1 ‚ЗА 208 
332 119 Р-кан. полевой МОП ТА 208 













у 





М№-кан. полевой МОП 1,7А 208 
М№-кан. полевой МОП 1,2А 208 
|мм801405 — 


Стабилитрон 1Вт ЗЗВ 

$1 МРМ/РМР (резисторы смещения 22кОм-+47кОм)} 
Сдвоен. $1 диод 175В 200мА 

57 МРМ/РМР (резисторы смещения 2,2кОм-+47кОм) 


51 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 22кОм) + 
(резистор в цепи Б-Э 47кОм) 


№-кан. полевой МОП 1,1А 308 
№-кан. полевой МОЛ 1,2А З0В 

Р-кан. полевой МОП 0,85А 208 
Р-кан. полевой МОП 0,9А 30В 

М№-кан. полевой МОП 1\6А 30В 
М-кан. полевой МОП 1,7А З0В 

Р-кан. полевой МОП 1,1А 208 

Р-кан. полевой МОП 1,1А 30В 

Стабилитрон 1Вт 36В 


ММВО1405 РансвИа | $07123 01} 
МИМ533 551 $0Т363 | Т6с 


ОТА124ХЕ $01416 Т1а 


ЗА 
34 
35 

5 





3 





36 |В7\49-С36 ОЗЬ 
39\ |В7\49-С39 035 


ЗА. | ВС856А\М Мотогоа | $01323 Т1а 


Стабилитрон 1Вт З9В 
УГ РМР ВС556А 
Г РМР ВС556А 


. 
1 


ВВ 
ь 


\®) 
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Гав евави моя [ответь вре | 
ЗВ |ЕММТ918 7е{ех Ма |2№18, 

ЗВ |ММВТ918 Ма  |2№918 

3Сз |ВС8575 76с  |2ж51 РМР сборка НЧ 

Зо |ВС856 а  |ВС556 плз = 75 п 


30 `|ММВТН81 „ Па |9 РМР СВЧ! = 600МГц 
30$ |ВС856$ 7Т6с |251 РМР сборка НЧ 
ВС857А а |5 РМР ВСББТА 
ВСВ57АМ Т1а ‘$ РМР ВС557А 
ММВТН1О Ла  |МРЗН1О + = 650МГц 
Е |ЕММТ-А42 Ма  |МрЗА42 
ЗЕМ |ММВТН10 Та  |ВЧусилит. {= 650МГц 

ЕЙ |ЕММТН10 Т1а |5 МРМЕ= 650МГи 
ВС857В а |ЯРМР ВС557В | 
Е |ВС8578М Т1а |9 РМР ВС5БТВ 
ВС857С Ма |5 РМР ВС557С 
Мб5Е3454Х 169  |М№-кан. полевой МОП 1,75А 
ММВТН69 Ма |5/РМР СВЧ! = 2ГГц . 
ВС858А Ма |5 РМР ВС558А 
3) | ВСВ58АИ а |$/РМР ВСББВА 
Зур |ВС\б2А 74+  |З/РМР 30В 100мА 
34$ |ВС\Уб2А Т4 $1 РМР токовое зеркало П21з = 180 
ВС858В Т1а |9 РМР ВС5Б8В 


Со | © | <> | © 
шм м 


со | <> 
и №. 


|<) 


С 


©» 
= 


<— 


© 


3 
Кр 
К 


ВСЗ58ВМ! Па | РМР ВС558В 

ВС\62В 744 |9 РМР 308 100мА 

ВСУ62В 14 — |5 МРМ токовое зеркало Взз = 290 
8С858С ‚Та  |ЗЕРМР ВС558С 

ВС858 СИ! а | РМР ВС558С 

9 |ВС\62С 74 |9 РМР 30В 100мА 

ВСУб2С 74+ — | $1 РМР токовое зеркало зн = 520 
ВС858 Ма |5 РМР ВС558 

ВС\62 | ры |507143| т4 |3 РМР ЗОВ 100мА 

ММВТ4402 а |9 РМР 24402 | 

ММВТ5571 Т1а |5 РМР ключевой 850МГц ` 
ММВТ5551' Т1а |9 МРМ 1608 200мА 


©5 


<> <> 


© 
г 


со 
=|6 


М 
_3 


ЗВ 
5 


р” 


©5 


©2 | с 
= 
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В 





ЕАО Е Е В ТИ 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
43 |0ТС143ХЕ Войт $01416 Т1а (резистор в цепи базы 4,7кОм) + 
(резистор в цепи Б-Э 10кОм) 








| $! цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт >250МГц 
45 |0ТС124ХЕ - Войт $01416 Т1а (резистор в цепи базы 22кОм) + 
(резистор в цепи Б-9 47кОм) 


ЗЕ ИЕ ИТ 

769  |2№3904/2М3906 пара 

ы 
[237 

4 

4 


О 

О 
4 Сдвоен. диоды Шоттки 40В 120мА 

Стабилитрон 1Вт 47В 

а |271Х 450/451 


а 


В 
О 
т 


491 |ЕММТА91 
А О1а М\У209 варикап 
А 0}а 75В 100мА переключат. диод 
4А а |9 РМР ВСББ9А 
4Аз |пйпеоп | 507323 | 11а |$/РМР ВСББ9А 

Сдвоен. варикап 1,5-45пФ 
301323 | Ма | РМР ВС55ОВ 

О1а 


1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 


+ 


‚4$ |ВС859С\ 507323 31 РМР В(559С 
ММВ\3401 $0123 ВЧ РИМ диод 
НОЗА $0723 | а | Переключат. диод 75В 100мА 


> 
о 


уч 
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0194 | Сдвоен. МВО101 
4Е Т1а  |51РМР ВС560В 
ДЕЗ |ппеоп а |5! РМР ВС5бОВ 
0 
| 








(3 


а М\2101 варикап 


| пойпеот _ 
|4 |ЕММТЗВА _ 2е!ех 
к 
|4м_ 
|4м_ 
[48 _ 
[48 
|4 


а |5 РМР ВС560С 

а |351 РМР ВС560С 

а М\2103 варикап 

а ВСХЗВА 

а М\2109 варикап 

$! диод 30В 0,2А 

а МВО101 диод Шоттки 
МВО101 диод Шоттки 
Та РИМ диод ВЧ 2008 

1а |МВО201 

1 МВОЗ01 СВЧ диод Шоттки 
МВОЗ01 СВЧ диод Шоттки 
СВЧ диод Шоттки 


т 
т 


> 
=—. 


ММ$01000 
ММВО101 
ММ$0101 
ММВ\З700 
ММВО201 
ММВ0301 о 
4Т |ММ$0301 
4Т |МмВОЗ30 рта 
40 |ММВУ2105 МУ2105 варикап 
4\ |ММВУ2106 МУ2106 варикап 
дм |ММВ\У2107 М\2107 варикап 


О 
О 
О 


О 
О 


а 


> 
© 


4Х |ММВ\2108 МУ2108 варикап 

4У |ММВУ2102 МУ2102 варикап 

43 |В7\49-С4У3 Стабилитрон 1Вт 4,3В 

4У7 | В7\49-САМ | РИрз | $0789 | ОЗ  |Стабилитрон 1Вт 4,7В 

47 |ММВУ2104 МУ2104 варикал 

500 |$5ТРАОБ00 | ЗИотх | 50723 | 01 |РАБ-500 500лА — ток утечки диода 


ОЗЬ 
ОЗЬ 
01+ 
51\ |В2/49-С51 РВ р$ $0189 ОЗЬ Стабилитрон 1Вт 51В 
а 
О1а 
Та 








$! цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Е>250МГц 
52 |ОТАТ2ЗУЕ | ИАопш | $01416 (резистор в цепи базы 2,2кОм) + 

(резистор в цепи Б-9 10кОм) 
53 | ВАТТ |пйпеоп | 50723 | 01а |Диод Шоттки 48 130мА 


ВАТТ 507323 Диод Шоттки 4В 130мА 
ВАТ17-04 $0723 Сдвоен. ВАТ17 


51 цифровой МРМ 508 100мА 150мВТт {>250МГц 
54 |0ТА114УЕ Вопт | $01416 ТЛа 








(резистор в цепи базы 10кОм) + 
(резистор в цепи Б-Э 47кОм) 





122 6. Маркировка полупроводниковых $МО радиокомпонентов 





ВАТ17-04\\ $07323 Сдвоен. ВАТ17 | 
ВАТ17-05 50723 Сдвоен. ВАТ17 
ВАТ17-05 501323 Сдвоен. ВАТ!7 


56 | ВАТ17-06 50123 | 01} |Сдвоен. ВАТ! 


565 |ВАТ17-06№\ | шНпеоп 01} |Сдвоен. ВАТ17 
56у |В7\49-С56 РН: 036 — |Стабилитрон 1Вт 56В 
57 |ВАТ17Т-07 <Нетепз Сдвоен. диоды Шоттки 40В 130мА 
59 |ОТАТ1ДУЕ Моогоа Т\а 
591 |ЕММТ591 7е'ех | $0723 | Та 
593 | ЕММТ59З Сецех а |71Х 553 
БА |ВС807-16 РН! 56$ Т1а |9 РМР ВС327-16 
О 
т 


$ РМР (резисторы смещения 10кОм+47кОм) 
71Х550/551 


БА |ММВО6050 | Мо! е а  |Переключат. диод 70В 0,2А 
5В |ММВТ4123 | Моюгоа Та |24123 

БВ |ВС807-25 Ри! 365 та 
58 |ММВО6100 | Моюго ОВ 
БВ |ЕММО6100 7еех | $0723 | БВ 


У: РМР ВС327-25 
С общ. катодом сдвоен. диод 70В 0,2А 
С общ. катодом сдвоен. диод 70В 0,2А 


5ВМ | ММВОб100 Мотого!а ОТА С общ. катодом сдвоен. диод 70В 0,2А 
БС |ВС807-40 $1 Р№Р ВС327-40 

5С |ММВО7000 2 посл. диода 1008 0,2А 

БС |ЕМВО7000 2 посл. диода 1008 0,2А 

Бр |ММВО914 Диод 1№914 

Бр |ЕМВО914 р1а | Диод 1914 


Мотого!а |1$00123 


7е!ех 1в | Сдвоен. НО? 758 100мА 
РВ $6$ Па | РМР ВС328-16 
РН! $65 Па |5 РМР ВС328-25 
Мотогоа О1а МВО501 — диод 
р! 56$ а |9 РМР ВСЗ28-40 
Мотого!а 011 Сдвоен. МВО101 | 
Моого!а 21а |МВО701 СВЧ диод Шоттки 
Мотого!а МВО701 СВЧ диод Шоттки 
Моогоа | $00323 О1а СВЧ диод Шоттки 


Гаисвиа р4а |1№4148 
Те!ех Та | ВСХЗ8В 
Мофого!а Варикап 
Мотого!а ОН 
Мотогоа 011 


О 
О 
Е 
ЗЕ 
Е 
@ 
С 


ММ$0914 
НО2А 

ВС808-16 
ВС808-25 
ММВО501 
ВС808-40 
ММВО353 
ММВО701 
ММ$0701 
Н |ММВО770 
Н |ММВО4148 
‚5/ |ЕММТЗВВ 
5К |ММВ\809 
5. |ММВУб09 
БА | ММВО4521 


— 


иод 1№914 


сл 


сл | с 


сл сл | с сл | д 
р в 


сл 


Н 


сл 


а 


Сдвоен. с общ. катодом варикап 


СВЧ диод Шоттки 
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87\49-С5\6 Рнрз | $0789 | О3Ь  |Стабилитрон 1Вт5‚6В 

| 60 |ВАВбо 301143 | 046 ЗРМ диода 1008 140мА 
605 |№050605 Бансвиа | $0723 | Т14 
61 |ВАВб1 501143 | 04е |ЗРММ диода 1008 140мА 
610 |№050610 Банспиа | $0723 | Т14 

д 









Р-кан. ключевой полевой МОП 608`0,18А 


Р-кан. ключевой полевой МОП 608 0,18А 
$1 МРМ ключевой 15В ЗА 

а $7 МРМ ключевой 208 2,5А 

а |5 МРМ ключевой 508 2А 


С Полевой с №-кан. 


617 |ЕММТ617 т 
618 |ЕММТ618 т 
619 |ЕММТ617 т 
61А |ММВЕД117 т 
61А | ММВЕД119 т 
< 
7 
7 


а 


4 
1 
1 
1 


С Полевой с №-кан. 


=“ 
` 
‘ 
` 


С Полевой с М-кан. 


С Полевой с №-кан. ключевой /коммутир. 


61С | ММВЕД118 
61. |ММВЕДО91 
61К | ММВЕД092 
ТЕ | ММВЕД093 т 
1М | ММВЕ4859 т 
1№ | ММВЕББ1 4 

1Р |ММВЕБ1 15 
10 | ММВЕБ516 
1$ | ММВЕБА58 
1Т |ММВЕБ459 
61и |ММВЕ5461 
61\ |ММВЕБ462 
62 |ВАТб2 р 


62 |ОТС123ЗУЕ $01416 Т 


62Р |ММВЕ/201 $0Т23 
20 |ММВЕ/202 $0т23 | 1 


С Полевой с №-кан. ключевой /коммутир, 


4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


С Полевой с №-кан. ключевой /коммутир. 


с |Полевой с М-кан. ключевой /коммутир. 


С Р-кан. полевой ключевой /коммутир. 


т 
Т1с Р-кан. полевой ключевой /коммутир. 


С Р-кан. полевой ключевой /коммутир. 
С Полевой с №-кан. 2№5458 

С Полевой с №-кан. 2№5459 

с . Р-кан. полевой 245461 

Р-кан. полевой 2№5462 

Диод Шоттки 408 20мА 


$ цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
а (резистор в цепи базы 2,2кОм) + 
(резистор в цепи Б-Э 10кОм) 


с 


>>) © | <> | © | ® 
9 


т 
т 
т 
т 
Т1с 

ь - 


. 





1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 









С Полевой с М-кан. /201 


С Полевой с М-кан, /202 


с 


С Полевой с М-кан. 4203 


го 


7 
628 |ММВЕ/203 т 

2$ | ММВЕ/270 
62Т | ММВЕ/271 $0723 с 
62у |В7\49-С62 03Ь 
630 |ММВЕ.304 Т1с 
635 О1а 
63$ |ВАТбАМ О 


Р-кан. полевой 4270 . 


с 
го 


С 


1 
1 
1 
Т1 
Т1 Р-кан. полевой /271 


Стабилитрон 1Вт 62В 
Сдвоен. диод Шоттки ЗВ 100мА 
Полевой с №-кан. ВЧ 3304 


Диод Шоттки 408 250мА — 


|. с |< 
2> 2> 
> © 








а Диод Шоттки 408 250мА 
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65$ |ВАТб4-05 |пНлеоп | 50123 ОВ 
65$ |ВАТб4-05\\ |пНпеоп | $01323 ОТВ 


ВАТ64-06 |пбпеоп 014 
| 66$ | ВАТ64-06\ | пИпеоп 014 
Те!египКеп | $07143 |  Т4а 
| 67 |ВАТ64-07 |’ Зетепе 044 


ОТС115ТЕ Вопт | $01416 ТТа 


Моого!а Т1с 
Мотого!а ТЛа 
Мофого!а ТТа 
РНЕ ТТ Т1а 
Еаисвиа т! 
РНЕ ТТ ТТа 


ММВЕ4416 
МУМ2111 
МИМЗ111 
ВС817-16 
ММВЕ5484 
ВС817-25 
МИуМ2112 


| вв |мум5112 | Мотого!а ТЛа 
Мотого!а Т1с 

6С |МУМ?2113 Моого!а Т1Та 
МИ№5113 МоогоГа Т1а 
ММВЕ5457 | Моюгоа Т1с 
МУ№2114 Мотогоа Т1а 
МУ№5114 Моогоа Т1а 
ММВЕБ460 | Моюгоа Т1с 
ВС818-16 РНЕ ИТ Та 
МИ№2115 Моогоа Та 
МИ№5115 Могюго!а Та 
ММВЕ4860 | Моюгоа Т1с 
ВС818-25 РВЕ ПТ Т1а 
МУ№2116 Мотогоа Т1а 
МУ№5116 Молого | $01323 |< Та 


бА 
бА 
6бА 
6А 


< 
ый 


6С 


бЕ 
бЕ 
бЕ 


Е 

Е 
бЕ 
бЕ 


ЕТ 


вых $МО радиокомпонентов 


$ цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
(резистор в цепи базы 10кОм ) + 
(резистор в цепи Б-9 47кОм) 






Сдвоен. диод Шоттки 408 250мА 





Сдвоен. диод Шоттки 408 250мА 
51 МРМ 60В 1А 

Сдвоен. диод Шоттки 408 250мА 
Сдвоен. диод Шоттки 408 250мА 


Сдвоен. диод Шоттки 408 250мА 
Сдвоен. диод Шоттки 408 250мА 
5{ МРМ СВЧ { = 7,5ГГц 108 50мА 
Сдвоен. диод Шоттки 408 250мА 


Стабилитрон 1Вт 68 В 


$ цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт 1>250МГц | 
(резистор в цепи базы 100кОм) 


2№4416 М-кан. ВЧ полевой 
$7 РМР (резисторы смещения 10кОм+10кОм) 


Е РМР (резисторы смещения 10кОм+10кОм) 
51 МРМ ВС337-16 

Полевой с №-кан. 2№5484 

$1 МРМ ВСЗ37-25 


Моюгоа | $5059 Т1а $ РМР (резисторы смещения 22кОм+22к0Ом) 


$ РМР (резисторы смещения 22кОм-+22кОм) 
5: МРМ ВСЗ37-40 

Полевой с №-кан. 1310 

31 РМР (резисторы смещения 47кОм+47кОм) 
УГ РМР (резисторы смещения 47кОм-+47кОм) 
Полевой с №-кан. 2№5457 | 

Я РМР (резисторы смещения 10кОм-+47кОм) ' 
ЭГРМР (резисторы смещения 10кОм+47кОм) 
Р-кан. полевой 2№5460 

5{ МРМ ВС338-16 — 

$ РМР (резистор в цепи базы 10кОм) 

$ РМР (резистор в цепи базы 10кОм) 
Полевой с №-кан. 2№4860 

51 МРМ ВС338-25 ^ 

$ РМР (резистор в цепи базы 4,7кОм) 


$ РМР (резистор в цепи базы 4,7кОм) 


питжеттищит чел ит. —= 


$) 
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| 66 |ВС818-40 РАМТ | $0123 | та. |9 МРМ ВС338-40 
| 66 |ММВЕ4З93 $0Т23 | Т1с | Полевой с М-кан. 244393 
| 66 |мум2130 $659 | та |5 РМР (резисторы смещения 1кОм+1кОм) 
| 66 |мум5130 507323 | Т1а |5! РМР (резисторы смещени 1кОм-+-1кОмя) 
| вн |ММВЕБ486 $0Т23 | Т1с | Полевой с М-кан. 25486 
ен |мим2131 5659 | Та  |5/РМР (резисторы смещения 2,2кОм+2,2кОм) 
ен |мим5131 $01323 а |9 РМР (резисторы смещения 2,2кОм+2,2кОм) 
|6 |ММВЕ4З91 50723 с | Полевой с М-кан./2№4391 
|6 |МИм2132 $659 
МИ№5132 $07323 
| вк |ммвЕ4392 $0Т23 
6к |МИ№2133 $659 
бк |МИ№5133 $07323 
в |ММВЕ459 $0Т23 
6 [Му№2134 $659 
ве |Му№5134 — | Моюгов | $07323 
ММВЕБ485 Ранспиа | $0123 
ММВЕД861 $0Т23 
ММВЕ/1 1 1 Раиспиа | $0123 
ММВЕ/З05 $0723 
ММВЕ/1 12 Рансвиа | $0123 
ММВЕ!1 13 Рансвиа | $0123 
ММ$О71ВК $00123 
ММВЕ. 310 50723 | Т 
ММВЕ! 309 $0Т23 
ММВЕ/ 174 $0Т23 
ММВЕ/175 $0Т23 
6х |ММВЕ176 Банспиа | $0123 
бу |ММВЕЛ77 $0Т23 
6у2 |В7\49-С6\2 РАйрз | $0189 
6у8 |В7\49-С6\8 Рнрз | $0189 
67 |ММВЕ!7О $0Т23 
02 |2№7002 | Моюгов | $0Т23 
17 |ЕММТ/17 $0Т23 | Т $1 РМР ключевой 0,625 2.5А 12В 
718 | ЕММТ718 $0723 | Т!а  |$1РМР ключевой 0,625\\ 1,5А 20В 
72 |2№7002 $0123 | Т14 |№-кан. полевой МОП 60В 170мА 
ЕММТ720 50723 | Т1а |9 РМР ключевой 0,625\ 1,5А 


720 


а 1 РМР (резисторы смещения 4, 7кОм-+4,7кОм) 
а | 91 РМР (резисторы смещения 4,7кОм+4,7кОм)' 
С Полевой с №-кан. 244932 


а 51 РМР (резисторы смещения 4, 7кОм+47кОм) 


1 

1 

1 

1 

1 

1 
Та О РМР (резисторы смещения 4,7кОм+47кОм) 
1с Полевой с №-кан. 2№5459 

Та 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 


Т ОГРМР (резисторы смещения 22кОм-+47кОм) 


т 


а Г РМР (резисторы смещения 22кОм-+47кОм) 
+ Полевой с №-кан. ВЧ 245485 - 

С Полевой с №-кан. ключевой /коммутир. 
Полевой с №-кан. 4111 358 50мА 

Полевой с №-кан. ВЧ 305 

Полевой с №-кан. 4112 35В 50мА 

Полевой с №-кан. 4113 35В 50мА 

$1 ДИОД | 

С Полевой с №-кан. СВЧ 4310 


т 


| 
Т1с 


60 


` 
‹ 


т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 
т 


| 
| 


© 


с | в> 


т 
бу 
6\ 
6\/ 


С Полевой с №-кан. СВЧ 3309 


1 
1с 4174 Р-кан. полевой ключевой /коммутир. 
1с Р-кан. полевой ключевой 175 

|: 
1 
3 
1 


}176 Р-кан. полевой ключевой /коммутир. 


Стабилитрон 1Вт 6,2В 
Стабилитрон 1Вт 6,8В 


т 
т 
т 
т 
Т1с Р-кан. полевой ключевой 177 
0 
03 
1 №-кан. полевой 608 
1 


Ь 
Ь 
( 
0 


т 
т 


=] 


го 


М-кан. полевой 608 0,5А 


а 
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| Код | Наименование Фирма | Корпус |Цоколевка Эквивалент/краткое описание 


74$ |ВАЗ7Т0-04 пбпеоп | 507123 01; Сдвоен. ВАЗ 70 


75$ |ВАТ0-05 |пйпеоп | $0123 | 01} |Сдвоен. ВА$70 
т 
т 
т 
т 












$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Е>250МГц 
(резистор в цепи базы 10кОм) + 
(резистор в цепи Б-9 4,7кОм) 












75У |В7\49-СТБ Райз | $0189 | ОЗЬ  |Стабилитрон 1Вт 758 

$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
Войт | 501416 (резистор в цепи базы 47кОм) + 

(резистор в цепи Б-Э 22кОм) 
мипеоп | $0123 Сдвоен. ВАЗ7О 





76 |ОТА!Т4АМЕ 





76$ |ВА$70-06 
77 |ВА70-07 
77р |ВА$70-07 
775 |ВА$70-07 
78 |ММВТ4258 
ТА |ММВВ901 
7А |МИМ52110М1 
7В |ММВВ920 


|пЯпеоп | 501143 Сдвоен. ВА$70 


тв 
[тв 


Моюгоа | $0Т23 51 МРМ ВЧ МЕР 920 


7В |МИМ52120М1 | Моюгов | $07363 16 2х5 МРМ (резисторы смещения 22кОм+22кОм) 
7С |ММВВ930 Моюгоа | $0723 $: МРМ ВЧ МВЕ 930 
7С |1МУМ52130\1 $0Т363 | 16 | 2х$1 МРМ (резисторы смещения 47кОм+47кОм) 
72 |ММВВ931 $0Т23 | та |5 МРМ ВЧ МВЕ 931 
70 |НО4А’ $0Т23 |0] Собщ. анодом сдвоен. НОЗА 
76 |МИМ52140М $0Т363 2х1 МРМ (резисторы смещения 10кОм-+47кОм) 
7Е |ММВВ2060 $0Т23 ‚ Та ЯМА ВЧ = 1ГГц Це 308 50мА 

т 

т 

т 


01} 
035 
ТЛа 
044 
0449 
049 
Та 
Та 
Тс 
1а 
Тбс 
Та 
Т6с 


Па 
Тбс 
Т1а 
МИ№521 15/1 Т6с 
ММВВ503 Та 
Т6с 

Та 

Тбс 

1а 

Т6с 


г 
иная | 

Гео 507863 Те [8 нян кор собщения бантом | 
Г ЗО | Та [вить вы | 


$0Т363 2х1 МРМ (резисторы смещения 22кОм-+47кОм) 
МИМ52355М/1 $07363 2х51 МРМ (резисторы смещения 2,2кОм+47кОм) - 


— 


‘ 


Н 
ТН 


ММВВ5179 $0Т23 


[те _ 

[та 

[те _ 

| | те 
МИ№52300М1 | Моюгоа | $01363 | Тб | 
[па _ 

[те 

[та __ 


7 
ТК 
ТК 
1. 
ТМ 


= === 
ас 
ро 0 В = ВИ 4 
лм мм 
| № | 5 | 
|| |< 
> ||| 
оо 
= |= = 
== | сш => 
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Я 





а |9 МРМ СВЧ Е = 6ГГц МВЕ 911 = 

Т1а |9 МРА ВЧ МНЕ 536 

Ча 2-х входовая ячейка И-НЕ 

На 2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 

2-х входовая ячейка И 

Инвертирующий триггер Шмитта 

2-х входовая ячейка ИЛИ 

| 7586 |№С7986М5 | Раисниа | 50723 | Ма — 2-х входовая ячейка ИСКЛ. ИЛИ 
О 


- 


й 


7х |ММВАБТ1 $/ МРМ СВЧ { = 8ГГц МВЕ 571 
7У |ММВВ9411 
75 |В7\49-С7\5 
72 |ММВВО51. | Моюгов | $0723 | Т1а |5 МРМ СВЧ =7,5ГГц МАЕ 951 
1А |ММВ25250В 
18 | ММВ75251В 
1С |ММВ752528 
12 |ММВ75253В Стабилитрон 0,225Вт 258 
1Е | ММВ25254В Стабилитрон 0,225Вт 27В 
81Е |ММВ252558 Стабилитрон 0,2258т 28В 
16.|ММВ75256В | Моюгов | $0723 | 01а  |Стабилитрон 0,225Вт ЗОВ 
1Н |ММВ752578 | Моютгов | $0723 | 01а  |Стабилитрон 0,225Вт 3ЗВ 
ММВ25258 В | Моюгов | $0723 | ра Стабилитрон 0,225Вт 36В 
ММВ75259В | Моогов | $0723 | Ола |Стабилитрон 0,2258т 398 | 
и | ММВ75260В Стабилитрон 0,225Вт 438 
1М |ММВ75261В | Моюгоа | $0723 | Бла  |Стабилитрон 0,225Вт 47В 
81№ | ММВ25262В Стабилитрон 0,225Вт 51В 
81Р | ММВ25263В 50Т23 Стабилитрон 0,225Вт 568 
810 |ММВ25264В Стабилитрон 0,225Вт 608 
818 | ММВ25265В Стабилитрон 0,225Вт 628 
1$ | ММВ75266В Стабилитрон 0,2258т 68В 
1Т |ММВ752678В Стабилитрон 0,2258т 758 
О1а 


$1 МРМ СВЧ Е = 8ГГц МВЕ 941 
Стабилитрон 1Вт 7,5В 


Стабилитрон 0,225Вт 20В 


та 
та 
|035 _ 
[рта __ 
| ра Стабилитрон 0,225Вт 22В 
[24а 
[ра 
[а 


с 


Стабилитрон 0,225Вт 24В 


7314 |№С7$004М5 | Рансииа | $0723 | МБ | Инвертор 


с 


со | СО | © 


14 
1К 


На 

На 

Т1а 

Та 

ОЗЬ 

Т1а 

О]1а 

О1а 
Ола. 

О1а 

О1а 

О1а 

Та 

О1а 

О1а 

1. 

О1а 
Та 


с 


10 |ММВ75268В $0Т23 Стабилитрон 0,225Вт 828 
81\ | ММВ75269В $0Т23 Стабилитрон 0,2258т 87В 
81Вт | ММВ25270В 50Т23 Стабилитрон 0,225Вт 91В 


. 


со 


со 
— 
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Диод Шоттки 8В 130мА 
ЗЗР | ВЕР183Т $1 МРМ СВЧ { = 7,4ГГц 108 65мА 
835 | ВАТЕВМ Диод Шоттки 8В 130мА 
8372 | МВЕ 8372 ${ МРМ 36В 200мА 

ВАТБ8-04  |Сдвоен. диод Шоттки ЗВ 130мА 


$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц 
0ТС114\МЕ Войт | 501416 Т 


(резистор в цепи базы 10кОм) + 
(резистор в цепи Б-9 4,7кОм) 
4$ |ВАТб8-04\ 011 
85 |ВАТ68-05 ов 
85 |ММВО1701 01а  |Быстродейств. $ диод 30В 50мА 
т 








а 
а 
а 


О 
Т 
О 
Т 





1 
4 
1 
4а 

01 
1 





а 





Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 


со 


Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА | 


Та 


852 |5852Т Тее!ипкеп | $0Т23 $1 МРМ СВЧ 1 = 5 2ГГц 6В 8мА 
85$ |ВАТб8-05\М $01323 | р1н |Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 


] Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 


ВАТб8-06 $0723 | р 


ММВО1702 | Мабети | 50123 216 


0ТС144\МЕ $01416 Т1 


| 
| 
ВАТб8-06М/ 507323 | 1} 
| 
| 


Быстродейств. $1 диод З0В 50мА 
$1 цифровой МРМ 50В 100мА 150мВт Р>250МГц 


(резистор в цепи базы 47кОм) + 
(резистор в цепи Б-Э 22кОм) 


а 





Сдвоен. диод Шоттки 8В 130мА 





87 
7 
88 
8 


с 


ММВО1703 01:  |Сдвоен. ММВО1701 
ММВО1704 18  |Сдвоен. ММВО1701 
588 8Т №-кан. цифровой СВЧ полевой МОП 
ММВО1705 

ММВ752268 
МИ№2211 
МИ№5211 
ММВ75227В 
МУ№2212 ‘Ла 
МИ№5212 — | Моюгов | $07323 | ТЧа 
ММВ25228 В Моюогоа | $0Т23 О1а 
МИ№2213 
МИ№5213 


ВАТб 8-07 $0Т143 044 Сдвоен. диод Шоттки ЗВ 130мА 
4 


а 
] Сдвоен. ММВО1701 
1а Стабилитрон 0,225Вт 3,3ЗВ 


а $1 МРМ (резисторы смещения 10кОм-+10кОм) | 


{®®) 
со 


т 
О 


ВА 
ВА 
ВА 
ВВ 
ВВ 
ВВ 
8С 
8С 
- 8С 


еж 


1а |Стабилитрон 0,225Вт 3,68 
$1 МРМ (резисторы смещения 22кОм+22кОм) -й 


О 
Т1 
Та $ МРМ (резисторы смещения 10кОм+10кОм} 
О 
Т1 
1 МРМ (резисторы смещения 22кОм-+22кОм) 


Стабилитрон 0,225Вт 3,9В 
а 51 МРМ (резисторы смещения 47кОм+47кОм) 


а $1 МРМ (резисторы смещения 47кОм+47кОм) 


т 
т 
т 


1 
1 
Та 1 МРМ (резисторы смещения 10кОм+47кОм) 
1 


= | = 
сс 
| г 
сл | № 
го | № 
— | 
> | > 


а |951 МРМ (резисторы смещения 10кОм+47кОм) ] 


м®) 
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Наименование | Фирма | Корпус |Цоколевка 
Г вр |ММВ75229в | Моюгое | $0723 | 01а  |Стабилитрон 0,225Вт 4,ЗВ 

$0123 О1а Стабилитрон 0,225Вт 4,7В 

$059 Т1а $1 МРМ (резистор в цепи базы 10кОм) 
$01323 Т1а $1 МРМ (резистор в цепи базы 10кОм) 
50Т23 01а  |Стабилитрон 0,225Вт 5,1В 

$659 Т1а 
$01323 Т1а 
50123 О1а 

$659 Т1а 
$01323 Т1а |5 МРМ (резисторы смещения 1кОм+1кОм) 
50Т23 01а | Стабилитрон 0,225Вт 6,0В 

$059 Т1а 
$07323 Та |УМРМ (резисторы смещения 2,2кОм+2,2к0м) — 
$0123 О1а Стабилитрон 0,225Вт 6,2В 

$059 Т1а $ МРМ (резисторы смещения 4, 7кОм+4,7кОм) 
$01323 Па $1 МРМ (резисторы смещения 4,7кОм-+4,7кОм) 
$0123 О1а Стабилитрон 0,225Вт 6,8В 

$059 Т1а 
$07323 Т1а $1 МРМ (резисторы смещения 4,7кОм+47кОм) 
$0123 01а Стабилитрон 0,225Вт 7,5В 

$659 а $: МРМ (резисторы смещения 22к0м+47кОм) 
$07323 Т1а 51 МРМ (резисторы смещения, 22кОм+47кОм) 
$0723 О1а Стабилитрон 0,225Вт 8,2В 

$0123 ОТа Стабилитрон 0,225Вт 8,7В 

$0Т23 О1а  |Стабилитрон 0,225Вт 9,1В , 

$0123 01а Стабилитрон 0,225Вт 108 

5ОТ23 01а | Стабилитрон 0,225Вт 11В 

$0123 О1а Стабилитрон 0,225Вт 12В 

50Т23 На 2-х входовая ячейка И-НЕ 

$0123 [Па 
50123] ИНЬ 
50Т23 [Ла 
50123 1Ь 
50Т23 На. 
50Т23 |. Па 
$0Т23 01а | Стабилитрон 0,225Вт 13В 
$0123 01а — |Стабилитрон 0,225Вт 14В 


Эквивалент/краткое описание 


5 
= 


Моогоа 
МИМ№2215 
| ЗЕ |МИ№5215 
8Е |ММВ25231В 
8Е |МУ№2216 
8Е |МУ№5216 
@ |ММВ752328 
МУ№2230 
МИ№5230, 
ММВ25233В 
МУ№2231 
МУ№М5231 
ММВ25234В 
МИ№2232 
МУ№5232 
ММВ25235В 
МИ№2233 
МИ№5233 
ММВ75236В 
МИ№2234 
МИ№5234 
ММВ75237В 
ММВ25238 В 
ММВ25239В 
ММВ25240В 
ММВ75241В 
ММВ25242В 
№МС7$ТО0М5 
МС7$Т02М5 
№С75Т04М5 
№С7$Т08М5 
№С7$114М5 
№С7$132М5 
№С75Т86М5 
ММВ75243В 
ММВ25244В 


Моюго!а 


>) 
=> 
= 
[== 
[м 
сл 
1%) 
со 
=> 
| 


Мотого!а 


Мотого!а 
Мотого!а $: МРМ (резистор в цепи базы 4,7кОм} 
Моого!а 31 МРМ (резистор в цепи базы 4,7кОм) 
Стабилитрон 0,225Вт 5,6В 


1 МРМ (резисторы смещения 1кОм+1кОм) 


со 


Мо{ого!а 


со 
> 


Мотого!а 
С 
Н 
8Н 


Моюого!а 


с 


Моого!а 
Мотого!а $7 МРМ (резисторы смещения 2,2кОм-+2,2кОм) 
Моого!а 


84 Мотого!а 


со 
< 


со | © со со 
г 


Мотого!а 


© 


Мо1ого!а 


со 


К Моого!а 


со 
д 


Мотого!а $1 МРМ (резисторы смещения 4,7кОм+47кОм) 


Моого!а 


г 


Мотого|а 
Мотогоа 
81 Мотого!а 
Мотого!а 


Моого!а 


* 


Моого!а 


Моогоа 


Мотого!а 
85 
8$00 
8502 
8504 
8508 
8514 
8532 
8586 
т 
80. 


Мотого!а 
Гаиспиа 
Рансиид 
РаиспИа 
Ранспиа 
РанспИО 
Раиса 
РайспИа ` 


Моюго!а 


2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 
Инвертор 
2-х входовая ячейка И 


Инвертирующий триггер Шмитта 


2-х входовая ячейка ИЛИ 


2-х входовая ячейка ИСКЛ. ИЛИ 


Моогоа 


5 Зак. 4 
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8х |ММВ752478В | Мотогов Стабилитрон 0,225Вт 17В 


144 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Е>250МГц 
33 | ОТАТАЗТЕ опт 301416 (резистор в цепи базы 4,7кОм) , 
04 |ОТАЛ1АТ Вонт | $0723 | Т1а |“ РМР ключевой 50В 100мА 
(резистор в цепи базы) 
51 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт {>250МГц- 
ОТА11АТЕ Рог 50Т416 (резистор в цепи базы 10кОм) 
95 |ОТА!24Т Вов" | 50123 | Т1а |“РМР ключевой 50В 100мА 
(резистор в цепи базы 22кОм) | 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт 1>250МГц 
ОТАТ2АТЕ 50Т416 (резистор в цепи базы 22кОм) 
$1 цифровой МРМ 508 100мА 150мВт Е>250МГц 
| ОТА1ЧАТЕ 50Т416 (резистор в цепи базы 47кОм) 
1$$355 $00323 0 | Переключат. диод 808 100мА 


МАЕ 947 50Т23 37 МРМ СВЧ 8 ГГц 301323 
А0 |Н5М5-2800 50Т23 НР2800 диод Шоттки 


АО |Н$М$-2808В 501323 НР2800 диод Шоттки - 


АЛ |ВАМБб | Рийфз ПТ | 30723 | 01}  |Сдвоен, с общ, анодом ВАМВ2 (14148) 
АТ |ВАМБЕМ | моюгов | $07323 | 01}  |Сдвоен, с общ, анодом ВАМВ2 (14148) 
И 
О 


АТ | 51230105 Р-кан. полевой МОП 
11 | ММВО1501А 

А1З | ММВО150ЗА 

А14 | ММВО1504А 

А1Б |ММВО1505А | Раисвиа’” | $0723 | 011 | 
1з | ВАМБ6 | пйпеоп | $0723 | 01}  |Сдвоен. с общ, анодом ВАМИ (144148) 

15 | ВАМБЕМ | пбпеоп | $07323 | 01)  |Сдвоен. с общ. анодом ВА\И62 (144148) 

Х | МВАМ/56 То же самое 

А2 |Н$МЗ-2802 НР Сдвоен. НР2800 

А? |Н$МЗ-280С НР Сдвоен. НР2800 

А2 | 51230205 №-кан, полевой МОП 

А? | ВАТИ8 Переключат. диод 358 100мА ВА482 


А2 |ММВО2836 $0123 01; |Сдвоен. переключат. диод с общ. анодом 75В 


А? |ЕМВО2836 . 50Т23 Сдвоен. переключат. диод с общ. анодом 75В 


> 
—> 


Диод 1808 200мА 
Сдвоен. диод 1808 200мА 
Сдвоен. диод с общ. катодом 1808 200мА 


Та 
Та 
01] 
01] 
19 
Та 
011 
01} Сдвоен. диод с общ. анодом 1808 200мА 
1] 
01] 


> 
= 


>> 
ф | х 


© 
о 
— 
го 
со 


— 
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Наименование Корпус |Цоколевка Эквивалент/краткое описание 





Г 


| мовиов _ $023 |_01 _ 
ов 
|ммВ02836 | мошиов | 50723 | 01}  |Сдвовн, переключ, 368 106А 16 
#1 30723 | ов _ 
[ве 1507323 | р | 


А 
А 
А 
А 
А 
А 


Н$М$-2804 
Н$М$-280Е 








А45 


3 
3 
3 
3 
3 
4 
А4 
А4 
А4 
А4 
АЗ 
А5 
А5 
А5 
АЗ 
Аб 
Аб 


со 
5 
> 
= 
5 . 
=> 
ВВ 
© 
о 
5 
|9) 
о 
— 
со 
го 
со 
| 
— 
= 
К) 
> 
> 
= 
[2 
о 
= 
ром 
> 
— 
> 
= 


р 
р 
Р 
р 
А4з | ВАМТО 50723 | оли |2хВАМ62 (14148) 
НР 
НР 


Намзань | № 
Два быстродейств. имп. диода 75В 250мА 

е 

ы 

с 


- 
с 


ВВ 


Аб$ 





5* 


и 


А7 |Н$М$-2807 НР2800 кольцевое включ. 
А7$ | ВАМЧОМ 011 
А8 | Н$М$-2808 О 


1 
4 
А8 |ВАЗ19 РВ 7её | $0723 01 
1 
1 


Ф) 
= 
с 
|=. 
|) 
рт вы 
= 
= 
[= 
‚= 
> 
= 
5 
го 


а 


|= 
= | к 
—> | со 
© | ©> 
<> 
ры 
< 
[<> 
ры 
=. 
= 
< 
> 
о 
|“ 
ыы 


АВ |ВАЗ20 О 
ММУ\2211 
8В | ММИ№2212 
8С | ММИ№2213 
АО | ММУ№2214 а |$МРМ (резисторы смещения 10кОм-+10кОм) 
АВЕ | ММИ№2215 Та 

АВЕ | ММИ№2216 ${ МРМ (резистор в цепи базы 4,7кОм) 

АВС | ММИМ2230 $1 МРМ (резисторы смещения 1кОм-+1кОм)} 


`АВН | ММУ№2231 $0123 Т1а |9 МРМ (резисторы смещения 2,2кОм-+2,2кОм) 
8 |ММИ№2232 $0723 | Т1а |5 МРМ (резисторы смещения 4,7кОм+4,7кОм) 
т! 


8К | ММУ№2233 
8: |ММУМ2234 Т1а $1 МРМ (резисторы смещения 22кОм+47кОм) | 
АЗ |ЕММО2835 01] Сдвоен. быстродейств. переключат. диод 

А9Т |ВА$17 Ра 
АА |74АНС1600 2-х входовая ячейка И-НЕ 

АА | ВСУ6ОА ${ МРМ ВС548А 

АА | ВСХБ1 $1 РМР 458 1А 

ААА | ММВЕД856 Полевой с №-кан. коммутир. 24856 
ААС | ММВВУБТАЕ $ МРМ СВЧ ЗГГц 

АВ |74АНС1602 2-х входовая ячейка ИЛИ-НЕ 

АВ | ВС\МбОВ $ МРМ ВС548В 

АС |74АНС1604 Инвертор 

АС |ВС\60С 11а |5 МРМ ВС548С 


а 
а 
а 


> 
= 
а 


> 
со 
> 


а $1 МРМ (резисторы смещения 10кОм+10кОм) 


> 


ВВ Е 
со 
“> 


О 
Т1 
Т1а $1 МРМ (резисторы смещения 22кОм+22кОм) 
Та $1 МРМ (резисторы смещения 47кОм+47кОм) 
Т1 


< 
>) 
> 


р 
= 
9 
г 
= 
< 
©> 
= 
© 
= 
о 
и>) 
[==] 
- 
[4 
р 
5 
>.) 
5 
с 
5 
—ь 
<> 
2 
о 
= 


= 


а |5 МРМ (резисторы смещения 4,7кОм+47кОм) 


С3 
> 
со 
— 
+ 


АС |ВСХБ1-10 $1 РМР 458 1А 

АО |74АНС16104 Инвертор 

АО $ МРМ ВС5480 

АО |ВСХБ1-16 50Т89 $1 РМР 45В 1А 

АОМ _ | Вот _| 30123 | Ма |$МРМ 11В 3,2ГГц для ТВ тюнеров 
АЕ 2-х входовая ячейка И 


со 
с 
= 
=) 
> 
| 


8 
> 

= |5 
< | © 
52 
ея 
со 
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О-В ВЕЛ ЕО 
Глас —[ вип [ ото | по Влная отнттние | 
ЕТС ВЕСЕ СООО 
Т3За |9 РМР 60В А 


2-х входовая ячейка ИЛИ 
$7 МРМ ВС547А 


[Та 2-х входбвая ячейка ИСКЛ. ИЛИ 
Т1а 91 МРМ ВС547В 
ТЗа У РМР 808 1А 


74АНС1686 | РАШрз | $07353 
ВСХОН РАМТ | $0Т23 
ВСХ53 пйпеоп | $0Т89 


АН |ВСР5б Моогоа | $0189 ТЗа $1 РМР усилит. 80В 150мА 
АНр |ВСХ7ОН РАИрз$ | $07123 Т1а |9 МРМ 45В 100мА 

АН$ | ВСХ7ОН Зетепз | 50123 Т1а |5 МРМ 45В 100мА 

А) |ВСХ7ТО] РЫПТ | $50123 Т1а |951 МРМ ВС547С 

А/р |ВСХ70) РЫШрз$ | $0123 Т1а |5 МРМ45В 200мА 

А/$ |ВСХ7О Зетепз | 50123 Т1а |5 МРМ 45В 200мА 

АК |ВСХТОК РЫПТ | $50723 Т1а |5 МРМ ВС5470 


пбцеоп | $0789 | 13а |9 РМР 80В 1А 

| АКр |ВСХок — | РАШрз | $0723 | Т\а |$МРМ 458 200мА 
50723 | а |9 МРМ 45В 100мА 
$01353 19 Двунаправленный ключ 
50723 | Т1а |9 РМР 258 (МРЗАББ) 
А |ВС%53-16 — | Ипеоп | $0789 | Т3а |9 РМР 80В 1А 


АЕ 
АМ |74АНС16125 | РВИюз | $07353 | Ме | Драйвер шины буфера линии; 3-х уровнев. 
АМ |ММВТ3904\ | Моогоа | $01323 Т1а |9 МРМ 2М№3904 
АМ |ВСХ52-16 $0189 ТЗа $1 РМР 60В 1А 
АМ 1|В$$64 $0123 Т1а $1 МРМ 808 0,8А | = 60МГц 
АМр 185564 $0123 ТЛа $1 МРМ 808 0,8 Ат = 60МГц 
АМ$ |В$564 50т23 Т1а $1 МРМ 808 0,8А {= 60МГц 
АМ |74АНС16126 $01353 Пе Драйвер шины буфера линии; 3-х уровнев. 
АМ$ | ВСМбОЕМ $0123 Т1Та $1 МРМ З2В 100мА 
АР 174АНС1С79 $01353 [1с О-триггер 
АВ | М$В709А $659 Т1а $1 РМР 25В 
М$В709$ Моюгоа | $659 | Ма |5 РМР25В 


ВАТ18-05 плеоп | $0723 | О1н 
КТА1504 КЕС | $0723 | 11а 
КТА1504 КЕС | $0723 | Ча 


|пНпеоп 
Моюго!а 
РЬИ!р$ 
[пнпеоп 
РИИр$ 
|пйпеоп 
Р№Ир$ 


Моогоа 


Сдвоен. переключат. диод 35В 100мА ВА482 
1 РМР 508 150мА 
$1 РМР 50В 150мА 
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А$3 |В5РБ2 Мотогоа | $01223 Т2а $1 МРМ схема Дарлингтона (составной транзистор) 
О,5А 21» = 2000 


АТ |ВАТ18-06 шйпеоп | $0123 01) Сдвоен. переключат. диод 35В 100мА ВА482 


АЦ мбпеоп | 50723 | 011 
Вонт | 50723 | Бла 
еех $0123 Т1а 
АХ 7еех | 50723 | Та 
А7О ЕС | 50123 | Ча 
А? ЕС | 50723 | ТЧа 
Моюгоа | $0123 | Та 
НР | 50723 | ла 
НР | $01323 | Ола 

р 

р 

р 


Сдвоен. переключат. диод 35В 100мА ВА482 
Переключ. 80В 100мА 

$1 МРМ 45В 200мА 

$! МРМ 45В 200мА 

${ РМР 35В 500мА 

{Г РМР 35В 500мА 

51 МРМ СВЧ { = 9ГГц 

НР2810 диод Шоттки 

НР2810 диод Шоттки 

Р-кан. полевой 2№5460 


Р-кан. полевой 245461 


м 
АМ 


К 
К 


5515460 оШсотх | 50123 Т1с 
5515461 5Шсогих | $50123 Т1с 


ВА$40 Моого!а | $0123 01а — |Диод Шоттки переключат. диод 


Зисопх | $0723 | 11с  |Р-кан. полевой 2№5462 

РНИ Мо! | $0723 | Т1а |5 МРМ В$Х20 128 + = 400МГц переключ. 
$0123 01: Сдвоен. НР2810 диод Шоттки 

$07323 | 04:  |Сдвоен. НР2810 диод Шоттки 

$07323 01} 
Н $0723 | 01] 
В Мотогоа | $01323 Сдвоен. с общ. анодбм диод Шоттки 


Н 
Н 
НР Сдвоен. с общ. анодом НР2810 диод Шоттки 


А 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 


Сдвоен. с общ. анодом НР2810 диод Шоттки 


у 
1 

1 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 


84 |Н$М$-2814 НР | $80723 Сдвоен. НР2810 диод Шоттки 
Н$М$-281Е Р | $01323 Сдвоен. НР2810 диод Шоттки 


— 


н 
ВВ404В и $0123 ОА Сдвоен. варикап 
Н$М$-2815 НР 
- Н 


О 
О 
ВАТЬ4А Моюогоа | $0723 О Сдвоен. с общ. анодом З0В диод Шоттки 
0 
О 


В7 |Н$М$-2817 Р | 501143 НР2810 кольцевое включ. 


В4 
В4 
В5 $01143 


4 


1 
Сдвоен. НР2810 диод Шоттки 
1 


В8 |Н$М5$-2818 НР $01143 НР2810 диодный мост 


Моого!а | $07123 | та 9 МРМ корпус $С-90 
РАЙ пйп | $0723 | Т1а |З/РМР ВС5БВА 
8х4 | шйпеоп | 30189 | ТЗа |ЗЕМРМ НЧ 458 А 

В Вонт | 50723 | 011 |Сдвоен. диод 80В 100мА 
В Ри пп | $0723 | Т1а  |9РМР ВСБ58В 

ВС РНИ Ёп | 50723 | Ма |5 РМР ВС558С 


ВС |ВСХ54-10 пНпеоп | $0189 ТЗа 51 МРМ НЧ 45В 1А 


В 
В 


0 
(Ф 
>< 
сл 
> 


А 
А 
А 
В 


®) 
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[во [всиёо | Рива | $0723 | Ма [918650 
[во |вСх54-16 _ | шИпеоп | $0789 | 13а |5 МРМ НЧ 458 ЧА 

Диод Шоттки переключат. 

3. МРМ НЧ 608 1А 

| вез | ВСИВТЕЕ | РАЙ шИт | $0123 | Ча [51 РМР 328 100 
вб [ВСХ716 
ВС |ВСХ55-10 $089 | 13а |5 МРМ НЧ 608 1А 

ВН |ВСХ71Н Г РМР ВС557В 

ВН |ВСХ56 | мбпеоп | $0789 | ТЗа |5 МРМ НЧ усилит. 80В 1А 

ВН |ВСР56 — Моогоа | $07223 | 12а |5! МРМ усилит. 80В 150мА 

ВСХ71 50123 | а |9 РМР ВС557С 


© 


ВСР5б-10 50Т89 $1 МРМ усилит. 808 1А 


ВСХ71К РЕЙ шНп | 50123 51 РМР ВС5570 


МВ0540\ $07363 


ВК 


с 
г ^^ 


=— 


Сдвоен. детекторн. диоды Шоттки 


[та _ 
[13а _ 
[а 
[05а | 
ВСР56-16 — | шИпеоп | $0789 | ТЗа |5! МРМ НЧ усилит. 80В 1А 
ВСХ55-16 — | шИпеоп | 50789 | ТЗа |5! МРМ НЧ 60В 1А 
85963 | мблеоп | 50723 | Т1а |5! РМР НЧ переключ. 1008 0,8А 
[а _ 
[а _ 
[та __ 
[та 
[та 


ВЕ 


1 РМР 32В 100мА 


ВСИ6ТЕМ РАЙ бп | $0723 
25С2412К $0Т23 $1 МРМ 50В 150мА ти Ноль = 180 
2564081 $0723 


Как 25С2412К, но в корпусе ИМТ 
Как 25С2412К, но в корпусе ЕМЗ 


254617 50723 
М5В1218А-В $07323 $1 РМР 45В 


1а 
За 
2а 
1а 
За 
1а 
за 
За 
За 
Ла 
1а 
Га 
1а 
Та 
1а 
В$Рб2 А, схема парлинтона (составной транзистор) 
2а 
За 
1а 
Па 
Та 
1с 
1с 
1с 
На 
1а 
01: 
1с 
Па 
01} 


853 


83 |В<рб? Моюгоа | $01223 ао А, Схема Арлингтона (составной транзистор) 
ВТ2 |В$Р16 | Моюгов | $0189 | ТЗа |5! РМР — 3008 1А 
с |К/1832Е $00123 | 06 — |СВЧ варикап 4-171Ф 
Н$М5$-2820 | 50723 | ла __ НР2835 диод Шоттки 


о [МР 
Н$М$-2828 | НР |507323 | 04а |НР2835 диод Шоттки 
| тозма 


НР 

0 НР 
ТС4511Е Тозвфа $659 2-х входовая ячейка И-НЕ 

Р 

Р 


© 


о ооо [о 
© | |— 


1 
Си 


ВС178А 


Ч 


4111 М-кан. полевой 
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7. Особенности тестирования 
электронных компонентов 


При ремонте любого электронного изделия приходится сталкиваться с про- 
веркой радиоэлементов. При кажущейся простоте этот процесс имеет свои осо- 
бенности. Возникают вопросы, касающиеся тестирования и тогда, когда, радиолю- 
битель решает заменить старенький тестер на новый, с цифровой индикацией, ко- 
гда появляются новые типы полупроводниковых приборов, таких как цифровые 
транзисторы, ит. д. В этой главе приведены ответы на многие вопросы, связанные 
с проверкой работоспособности радиоэлементов, изложены основные принципы 
тестирования как с применением стрелочных (или аналоговых) мультиметров 
(АММ), так и современных цифровых мультиметров (ЦММ). 


7.1. Тестирование конденсаторов 


Тестирование кондесаторов при использовании мультиметров, имеющих ре- 
жим проверки конденсаторов, проблем не вызывает. Если же мультиметр такого 
режима не имеет, то для проверки используется омметр (только АММ). Он позво- 
ляет определить пробой или утечку конденсатора. К омметру, включенному на 
верхнем пределе измерения, подключают конденсатор. О пробое свидетельствует 
низкое (несколько Ом) сопротивление конденсатора. Если конденсатор исправен, 
то стрелка АММ сначала отклонится (при емкости конденсатора от 0,47 мкФ и 
более), а затем вернется на нулевую отметку. Величина и время отклонения 
стрелки зависит от емкости конденсатора по принципу: чем больше, тем больше. 
При проверке электролитических конденсаторов следует соблюдать полярность 
подключения мультиметра. Если же стрелка отклонилась на какую-то величину и 
АММ показывает какое-то сопротивления, то это говорит об утечке конденсато- 
ра. ЦММ такие измерения производить не позволяет. Этот способ проверки не 
обеспечивает 100%-й гарантии того, что если отклонений при проверке не выяв- 
лено, то конденсатор исправен, и требует обязательного выпаивания его из схе- 
мы. Главным критерием работы конденсатора является выполнение им своих 
функций в работающей схеме. Полученные в результате такой проверки резуль- 
таты могут говорить об исправности конденсатора, однако он может быть неис- 
правен и работать в схеме не будет. 

Оптимальным способом быстрой проверки емкостей, без выпаивания их из 
схемы, на работоспособность является следующий. Необходимо произвести 
внешний осмотр схемы. Конденсаторы с раздутым корпусом, с потеками электро- 
лита, коррозией у выводов, с греющимся во время работы корпусом необходимо 
проверить заменой. Особенно критична такая проверка для импульсных блоков 
питания. Дополнительной информацией о неисправностях конденсаторов фильт- 
ров питания является пониженное напряжение питания, специфические помехи 
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на изображении телевизора, повышенный уровень фона аудио тракта. Хороший 
результат дает подключение параллельно проверяемому исправного конденсатора 
(подключать следует при отключенном питании устройства). При неисправностях 
конденсаторов в импульсных схемах, например в задающем генераторе кадровой 
развертки телевизора, проверку конденсатора на работоспособность можно про- 
извести путем подключения заведомо исправного и по характеру изменений на 
экране принимают решение о необходимости его замены. 

Наиболее часто выходят из строя электролитические конденсаторы, иногда 
полиэтилентерефталатные в высоковольтных цепях строчной развертки. Редко — 
керамические и слюдяные конденсаторы. 

Наилучшие результаты при тестировании конденсаторов дает использование 
простого генератора импульсов, построенного на интегральном таймере типа 
КР1006ВИ1 (зарубежные аналоги — таймеры серии 555). При проверке конден- 
сатор включают во времязадающую цепочку и по периоду следования импульсов 


при известном значении В вычисляют значение емкости по формуле: 
Г 


0,693. В. 

Следует быть очень осторожными при проверке конденсаторов в высоко- 
вольтных схемах (схемы строчной развертки, импульсных блоков питания). По- 
сле выключения устройства с помощью разрядной цепи конденсаторы необходи- 
мо разрядить. Для этого используют разрядную цепь из резистора сопротивлени- 
ем 2 кОм...1 МОм, соединенного одним выводом с корпусом или общим проводом 
схемы. Рекомедуемые значения сопротивления резистора: 


® для низковольтных цепей с емкостями до 1000 мкФ и рабочими напряже- 
ниями до 400 В (блоки питания телевизоров и мониторов, электронные лам- 
пы-вспышки) — 2 кОм (25 Вт). Время разряда составляет примерно | с на 
100 мкФ емкости; 

® для цепей с емкостями до 2 мкФ и со средними рабочими напряжениями до 
5000 В (высоковольтные конденсаторы микроволновых печей) — 100 кОм 
(25 Вт). Время разряда составляет примерно 0,5 с на 1 мкФ емкости; 

® для высоковольтных цепей с емкостями до 2 нФ и рабочими напряжениями 
до 50 кВ (цепи питания второго анода ЭЛТ) — 1 МОм (10 Вт). Время разря- 
да составляет примерно 0,01 с на 1 нФ емкости. 


На рис. 7.1 приведена схема разрядника со светодиодной индикацией. 


К пробнику 


\01 
\02 
\03 
\04 
Корпус 
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В качестве включенных встречно-параллельно диодов применяются кремние- 
вые диоды общего назначения. Падение напряжения на диоде в прямом направле- 
нии составляет около 0,75 В, поэтому на сборке из четырех диодов оно составит 
около 2,8...3 В. В пробнике применяется два светодиода для того, чтобы обеспе- 
чить индикацию независимо от полярности его включения. 

Говоря о проверке электролитических конденсаторов, следует упомянуть об 
их так называемом эквивалентном последовательном сопротивлении (ЭПОС). На 
его величину влияет, а с течением времени не в лучшую сторону, состояние об- 
кладок конденсатора, внутренних контактов, состояние электролита. При соот- 
ветствии емкости номиналу иногда оказывается, что ЭПС возросло, а это приво- 
дит к тому, что схема либо не работает, либо работает неправильно. За рубежом 
выпускаются специальные приборы для проверки ЭПС, но на практике оценить 
ЭПС электролитического кондесатора можно довольно просто с помощью осцил- 
лографа. Для этого следует подать на осциллограф с генератора импульсов или 
звукового генератора сигнал частотой около 100 кГц (некритично) и включить в 
разрыв сигнального провода испытуемый конденсатор, если он используется в 
схеме как разделительный, или замкнуть сигнальный провод через испытуемый 
конденсатор на общий провод, если он используется как конденсатор фильтра. В 
первом случае уровень сигнала не должен ни измениться, ни исказиться. Во вто- 
ром случае вместо меандра или синусоиды наблюдается прямая линия. Если это- 
го не происходит — конденсатор необходимо заменить. 


7.2. Тестирование полупроводниковых диодов 


При тестировании диодов с помощью АММ следует использовать нижние 
пределы измерений. При проверке исправного диода сопротивление в прямом на- 
правлении составит несколько сотен Ом, в обратном направлении — бесконечно 
большое сопротивление. При неисправности диода АММ покажет в обоих на- 
правлениях сопротивление близкое к 0 (при пробое диода) или разрыв цепи. Со- 
противление переходов в прямом и обратном направлениях для германиевых и 
кремниевых диодов различно. 

Проверка диодов с помощью ЦММ производится в режиме их тестирования. 
При этом, если диод исправен, на дисплее отображается напряжение на р-п переходе 
при измерении в прямом нанравлении или разрыв при измерении в обратном направ- 
лении. Величина прямого напряжения на переходе для кремниевых диодов составля- 
ет 0,5...0,8 В, для германиевых — 0,2...0,4 В. При проверке диода с помошью ЦММ в 
режиме измерения сопротивления при проверке исправного диода обычно наблюда- 
ется разрыв как в прямом, так и в обратном направлении из-за того, что напряжение 
на клеммах мультиметра недостаточно для того, чтобы переход открылся. 
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7.3. Тестирование транзисторов 


Для наиболее распространенных биполярных транзисторов их проверка ана- 
логична тестированию диодов, так как саму структуру транзистора р-п-р или п-р-п 
можно представить как два диода (рис. 7.2), с соединенными вместе выводами ка- 
тода, либо анода, представляющими собой вывод базы транзистора. При тестиро- 
вании ЦММ прямое напряжение на переходе исправного транзистора составит 
0,45...0,9 В. Дополнительно следует проверять сопротивление (падение напряже- 
ния) между коллектором и эмиттером, которое для исправного транзистора долж- 
но быть определено как очень большое, за исключением описанных ниже случа- 
ев. Однако есть свои особенности и при проверке транзисторов. На них мы и ос- 
тановимся подробнее. 


К К 
К К 
Б = Б Б = Б 
Э Э 
Э Э 


п-р-п транзистор р-п-р транзистор 
Рис. 7.2 


Одной из особенностей является наличие у некоторых типов мощных транзи- 
сторов встроенного демпферного диода, который включен между коллектором и 
эмиттером, а также резистора номиналом около 50 Ом между базой и эмиттером. 
Это характерно в первую очередь для транзисторов выходных каскадов строчной 
развертки. Из-за этих дополнительных элементов нарушается обычная картина 
тестирования. При проверке таких транзисторов следует сравнивать проверяе- 
мые параметры с такими же параметрами заведомо исправного однотипного тран- 
зистора. При проверке ЦММ транзисторов с резистором в цепи база-эмиттер на- 
пряжение на переходе Б-Э будет близким или равным 0 В. 

Другими «особенными» транзисторами являются составные, включенные 
по схеме Дарлингтона. Внешне они выглядят как обычные, но в одном корпусе 
имеется два транзистора, соединенные по схеме, изображенной на рис. 7.3. От 
обычных их отличает высокий коэффициент усиления — более 1000. 

Тестирование таких транзисторов особенностями не отличается, за исключе- 
нием того, что прямое напряжение перехода Б-Э составляет 1,2...1,4 В. Следует 
отметить, что некоторые типы ЦММ в режиме тестирования имеют на клеммах 
напряжение меньшее 1,2 В, что недостаточно для открывания р-п перехода, и в 
этом случае прибор показывает разрыв. 

Другими необычными транзисторами являются цифровые (транзисторы с внут- 
ренними цепями смещения). На рис. 7.4 изображена схема такого цифрового транзи- 
стора. Номиналы резисторов К] и В2 одинаковы и могут составлять либо 10 кОм, 
либо 22 кОм, либо 47 кОм, или же иметь смешанные номиналы. 


7. Особенности тестирования электронных компонентов 143 





К 
Б Вл 
К2 
Э 
Рис. 7.3 Рис. 7.4 


Тестирование цифровых транзисторов затруднено. И если с помошью АММ 
можно наблюдать отличия в прямом и обратном сопротивлениях переходов, то про- 
верка с помощью ЦМИ результатов не дает. В этом случае лучший вариант при со- 
мнениях в работоспособности — замена на заведомо исправный транзистор. 


7.4. Тестирование однопереходных 
и программируемых однопереходных 
транзисторов 


Однопереходный транзистор (ОПТ) отличается наличием на его вольт-ампер- 
ной характеристике участка с отрицательным сопротивлением. Наличие такого 
участка говорит о том, что такой полупроводниковый прибор может использо- 
ваться для генерирования колебаний (ОПТ, туннельные диоды и др.). 

ОПТ используется в генераторных и переключательных схемах. В отечест- 
венной литературе автор не встречал понятия «программируемый ОПТ», толь- 
ко — ОПТ. Однако ввиду большой насыщенности рынка зарубежной электрон- 
ной техникой и элементной базой следует научиться их отличать. Это несложно: 


® общим для них является трехслойная структура (как у любого транзистора) 
с двумя р-п переходами; 

® ОПТ имеет выводы, называемые база | (Б1), база 2 (Б2), эмиттер. Он пере- 
ходит в состояние проводимости, когда напряжение на эмиттере превышает 
значение критического напряжения переключения, и находится в этом со- 
стоянии до тех пор, пока ток эмиттера не снизится до некоторого значения, 
называемого током запирания. Все это очень напоминает работу тиристора; 

® программируемый ОПТ имеет выводы, называемые анод (А), катод (К) и 
управляющий электрод (УЭ). По принципу работы он ближе к тиристору. 
Переключение его происходит тогда, когда напряжение на управляющем 
электроде превышает напряжение на аноде (на величину примерно 0,6 В — 
прямое напряжение р-п перехода). Таким образом, изменяя с помощью де- 
лителя напряжение на аноде, можно изменять напряжение переключения 
такого прибора («программировать» его). 


Чтобы проверить исправность ОПТ и программируемого ОПТ следует изме- 
рить омметром сопротивление между выводами Б] и Б2 или А и К для проверки 
на пробой. Но наиболее точные результаты можно получить, собрав схему для 
проверки ОПТ (для ОПТ — рис. 7.5, для программируемого ОПТ — рис. 7.6). 


144 7. Особенности тестирования электронных компонентов 





+5 В 
+5 В 









|| АЗ К осциллографу 
1 


к или УНЧ, 6А кГц Ва К осциллографу 


1к или УНЧ, ВЛ кГц 


Рис. 7.5 Рис. 7.6 


7.5. Тестирование динисторов, тиристоров, 
симисторов 


Динисторы, тиристоры, симисторы представляют собой полупроводниковые 
приборы четырехслойной структуры р-п-р-п. Часто при пояснении принципа ра- 
боты их изображают в виде соединенных между собой, как показано на рис. 7.7, 
транзисторов разной проводимости. Как видно из рисунка, тиристор имеет три 
вывода: анод (А), катод (К) и управляющий электрод (УЭ). Напряжение, прило- 
женное к р-п переходу одного из транзисторов, обеспечивает отпирание тири- 
стора. 

С помощью мультиметра динистор можно проверить только на пробой между 
выводами А и К (при исправном тиристоре участок А-К не прозваниваются), а ти- 
ристор и симистор, кроме того, и на исправность р-п перехода между УЭ и К. 

Наилучшие результаты проверки тиристоров и симисторов обеспечивает ис- 
пытательная схема, изображенная на рис. 7.8. Для питания схемы используется 
источник постоянного тока напряжением 12 В с допустимым током нагрузки не 
менее 200 мА. Резистор В| ограничивает ток через испытуемый прибор, а рези- 
стор В2 — через его управляющий электрод. Схема обеспечивает тестирование 
тиристоров и симисторов малой и средней мощности. Для проверки прибора не- 
обходимо: 

1. Включить его в схему, как показано на рис. 7.8. 

2. Кратковременно соединить его УЭ с резистором В2. Прибор должен от- 
крыться, напряжение +0... станет близким к нулю. Прибор остается открытым и 
при отключенном от В2 управляющем электроде. 

3. Разорвать цепь питания анода (УЭ при этом соединен с К} и замкнуть ее 
вновь. Прибор должен находиться в закрытом состоянии. +. при этом. равно 
12 В. 

При тестировании симисторов следует повторить п.п. 2, 3, и В2 при этом дол- 
жен быть запитан от отрицательного полюса источника питания. 

Результат такого тестирования позволяет убедиться в исправности прибора. 
Тем не менее окончательным результатом тестирования следует считать исправ- 
ную работу нолупроводникового прибора в том устройстве, где он установлен. 

Динисторы (по другому их называют еще диаки и сидаки) не имеют вывода 
УЭ, и они открываются при превышении напряжения на аноде некоторого значе- 
ния, указываемого в параметрах на данный тип прибора. Как было сказано выше, 


Г. Особенности тестирования электронных компонентов 145 





проверка с использованием мультиметра достоверного результата не дает. Для 
того чтобы точно знать исправен динистор или нет, его следует проверить, вклю- 
чив в испытательную схему (рис. 7.9), которая питается от регулируемого источ- 
ника напряжения переменного тока. 





ВЛ 100 
+ > + тест 
12 В К2 1к 
_ —( тест 
Рис. 7.8 
\51 В1 47к 
+0 тест 
-0 тест 





Рис. 7.9 


Диод Р1 представляет собой однополупериодный выпрямитель, конденсатор 
С1 — сглаживающий, резистор В] ограничивает ток через динистор. При провер- 
ке следует плавно увеличивать напряжение на динисторе. При достижении неко- 
торого порогового значения он откроется, при уменьшении напряжения по дости- 
жении протекающего тока значения заданного тока удержания — закроется. []о- 
сле такой проверки необходимо ее повторить, изменив полярность приложенного 
к динистору напряжения. При проверке в качестве источника напряжения пере- 
менного тока во избежание опасности поражения следует использовать транс- 


форматор. 


7.6. Определение структуры и расположения 
выводов транзисторов, тип которых 
неизвестен 


При определении структуры транзистора, тип которого неизвестен, следует 
путем перебора (шесть вариантов) определить вывод базы, а затем измерить пря- 
мое напряжение на переходах. Прямое напряжение на переходе Б-Э всегда 
на несколько милливольт выше прямого напряжения на переходе Б-К 
(при пользовании АММ сопротивление перехода Б-Э в прямом направлении не- 
сколько выше сопротивления перехода Б-К). Это связано с технологией производ- 
ства транзисторов, и правило применимо к обыкновенным биполярным транзи- 
сторам, за исключением некоторых типов мощных транзисторов, имеющих встро- 
енный демпферный диод. Полярность щупа мультиметра, подключенного при 
измерениях на переходах в прямом направлении к базе транзистора укажет на 
тип транзистора: если это «+» — транзистор структуры п-р-п, если «-» — струк- 


туры р-п-р. 
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7.7. Тестирование полевых 
МОП-транзисторов 


Существует несколько разных способов тестирования полевых МОП]-транзи- 
сторов. Например такой: 

1. Проверить сопротивление между затвором — истоком (3-И) и затвором — 
стоком (3-С). Оно должно быть бесконечно большим. 

2. Соединить затвор с истоком. В этом случае переход исток — сток (И-С) 
должен прозваниваться как диод (исключение для МОП-транзисторов, имеющих 
встроенную защиту от пробоя — стабилитрон с определенным напряжением от- 
крывания). 

Характерной неисправностью полевых МОП-транзисторов является короткое 
замыкание 3-И и 3З-С. 

Другим способом является использование двух омметров. Первый включает- 
ся для измерения между И-С, второй — между И-3. Второй омметр должен 
иметь высокое входное сопротивление — около 20 МОм и напряжение на выво- 
дах не менее 5 В. При подключении второго омметра в прямой полярности тран- 
зистор откроется (первый омметр покажет сопротивление близкое к нулю), при из- 
менении полярности на противоположную транзистор закроется. Недостаток этого 
способа — требования к напряжению на выводах второго омметра. Естественно, 
ЦММ для этих целей не подходит. Это ограничивает применение такого способа 
тестирования. 

Еще один способ похож на второй. Сначала кратковременно соединяют меж- 
ду собой выводы З-И для того, чтобы снять имеющийся на затворе заряд. Далее к 
выводам И-С подключают омметр. Берут батарейку напряжением 9 В и кратко- 
временно подключают ее плюсом к затвору, а минусом — к истоку. Транзистор 
откроется и будет открыт некоторое время после отключения батарейки за счет 
сохранения заряда. Большинство полевых МОП-транзисторов открывается при 
напряжении З-И около 2 В. 

При тестировании полевых МОП-транзисторов следует соблюдать особую ос- 
торожность, чтобы не вывести его из строя статическим электричеством. 


7.8. Тестирование светодиодов 


Электрическая проверка исправности светодиодов видимого и инфракрасного 
(ИК) излучения аналогична проверке обычных диодов. Отличие заключается в их 
более высоком прямом напряжении при тестировании с использованием ЦММ. 
Типовыми значениями прямого напряжения на переходе являются: 


» для ИК диодов 1,2 В; 

» для светодиодов красного свечения 1,85 В; 
» для светодиодов желтого свечения 2 В; 

» для светодиодов зеленого свечения 2,15 В; 
» для светодиодов синего свечения около 3 В. 
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Это средние. значения, которые могут отличаться на 0,5...0,6 В, и способ 
нельзя назвать надежным при определении цвета свечения светодиода по прямо- 
му напряжению на его переходе. 


7.9. Тестирование оптопар 


Любая оптопара состоит из двух частей — источника излучения (обычно ИК 
светодиод} и фотоприемника, который открывается при работе источника излуче- 
ния, — фотодиода, фототранзистора, фототиристора. Для проверки исправности 
оптопары можно использовать схему, изображенную на рис. 7.10. 






+5 В Отест 
Оптопара 


Рис. 7.10 


При подаче напряжения на вывод светодиода фотодиод открывается, и выход- 
ное напряжение становится близким к 0 В. В закрытом состоянии фотодиода оно 
равно напряжению источника питания. 


7.10. Тестирование термисторов 


Термисторы (терморезисторы) являются одним из видов полупроводниковых 
приборов. Одной из главных характеристик термистора является температурный 
коэффициент сопротивления (ТКС). 

Существуют термисторы двух видов — с положительным ТКС (сопротивле- 
ние растет с увеличением температуры) и с отрицательным ТКС (сопротивление 
с ростом температуры уменьшается). Для проверки следует подключить к выво- 
дам термистора омметр и следить за изменением его сопротивления при нагреве. 
Для этого можно подержать его над паяльником или использовать другой способ 
нагрева. Если термистор неисправен, его сопротивление не будет изменяться, 
либо будет равно нулю, либо — бесконечности. 


7.11. Тестирование стабилитронов 


Стабилитроны при их проверке с использованием АММ ведут себя как обыч- 
ные диоды. Проверить их при помощи ЦММ можно только если напряжение ста- 
билизации стабилитрона составляет доли вольта. В противном случае ЦММ по- 
казывает разрыв цепи. Наиболее надежный способ — проверка напряжения ста- 
билизации стабилитрона в схеме (рис. 7.11). 
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К1 2к 
+ + 


Цист 24 В \0% Ут 


Рис. 7.1 


Значение резистора В2 справедливо для стабилитронов с напряжением ста- 
билизации до 20 В. В любом случае рассчитать его несложно, имея под рукой 
справочник. /.. — справочное значение тока стабилизации: 


в — (О ет -О.) / Г у 


Наиболее часто встречающейся неисправностью является пробой стабили- 
трона. 


7.12. Расположение выводов транзисторов 


При тестировании транзисторов необходимо знать их расположение выводов. 
Наиболее точную информацию дает справочник. Однако, если сузить вопрос наи- 
более часто встречающимися неисправностями транзисторов, то можно сказать, 
что чаще выходят из строя транзисторы выходных каскадов строчной развертки, 
выходных каскадов усилителей мощности радиопередающих устройств и транзи- 
сторы блоков питания. 

Транзисторы для выходных каскадов строчной развертки выпускаются в ос- 
новном в корпусах двух типов: металлическом ТО-3 и пластмассовом — ТО-ЗР. 

На рис. 7.12 изображено расположение выводов для корпуса ТО-3 (вид сни- 
зу) и корпуса ТО-ЗР (вид со стороны маркировки). Следует помнить, что у таких 
транзисторов, имеющих встроенный демпферный диод и сопротивление между 
Б-Э в обратном направлении будет около 50 Ом, — транзистор считается исправ- 
ным, если измеренное значение сопротивления составляет не менее 10 Ом. 

В оконечных каскадах усилителей мощности чаще всего применяются тран- 
зисторы в металлокерамических корпусах с крестообразным расположением вы- 
водов (рис. 7.13). 

В некоторых радиоэлектронных приборах в оконечных каскадах усилителей 
мощности передающих устройств и устройствах электропитания используются 
транзисторы в корпусах для поверхностного монтажа (ЗОТ23, $0Т323 и т.д.). 
Чаще всего они имеют расположение выводов, изображенное на рис. 7.14. Оно 
может быть либо нормальным (изображение слева), либо обратным (изображе- 
ние справа). 
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Рис. 7.12 Рис. 7.13 Рис. 7.14 
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Приложение 1. 
Краткие справочные данные 
по зарубежным диодам 


СЕ — германиевый; 
УТ — кремниевый; 
САА$ — арсенид-галлиевый; 






1К60 СЕ-О 458 35мА/О,2А(пик. 
1№1021 СЕ-О 3808 0,25А 
11022 СЕ-О 3808.0,ЗА 






51-0 1008 0,5А 

51-0 2008 0,5А 
51-0 3008 0,5А 
81-0 1008 1А 

91-0 2008 1А 

51-0 3008 1А 
5 
5 














|-0 4008 1А 
|-0 50В 1А 
51-0 2008 1А 

















91-0 508 1А 

51-0 1008 1А 
51-0 1508 1А 
[1м1049 = |51-0 2008 1А 
[1м1050 = |91-0 3008 1А 
[1м1051 = |91-0 4008 1А 


51-0 1508 1,5А 

91-0 4008 1,5А 

|1№1058 = | 91-0 508 5А 
5 
5 












141059 1-0 1008 5А 
1№1060 1-0 1508 5А 
51-09 2008 5А 


р — диод: 
2-$ — диод Шоттки. 






51-0 1008 5А 
51-0 5008 0,75А 
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Тип прибора 


№1105 
№1108 
№1109 
№1110 


1111 


№1112 51-0 2400В 0,35А 
№1113 51-0 28008 0,ЗЗА 


№1115 51-0 1008 1,5А 
№1116 $1-0 2008 1,5А 


№1117 $1-0 3008 1,5А 

№1118 51-0 4008 1,5А 

№1119 $1-0 5008 1,5А 

№1120 
№1124(А) 
№1125(А) $1-0 3008 3...3,ЗА 






№1126(А 


№1127(А) 
№1128(А) 51-0 6008 3...3,ЗА 

№1130 
№1131 
№1133 
№1134 
№1135 
№1136 
№1137 51-0 2,4кВ 0,05А 

№1138 
№1139 
№1140 $1-0 3,6бкВ 0,065А 

№1141 
№1142 
№1143 
№1143А 


1№1144 51-0 7,2кВ 0,05А 


№1145 51-0 7,2кВ 0,06А 


№1146 
№1147 51-0 12кВ 0,045А 

№148 81-0 14кВ 0,05А 

№1149 91-0 16кВ 0,045А 


№1150(А) 
№1157 
№1158 51-0 1008 20А 

№1159 
№1160 





№1161 51-0 50В 35А 
№1162 51-0 1008 35А 
№1163 51-0 2008 35А 


№1164 
№1 169(А) 
№1170 
№1171 
№1172 
№1173 
141174 


51-0 3008 35А 
51-9 4008 0,79А 


СЕ-0 508 
$1-0 аналог 1№1157 
$1-0 аналог 1№1158 


$1-0 аналог 1№1159 
1-0 аналог 1№1160 


=—> 









51-0 4008 3...3,ЗА , 
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Описание 
51-0 аналог 141162 

51-0 1008 35А/480А(пик.) 
51-0 1508-35А/480А(пик. 
51-0 4008 35А/480А(пик.) 
51-0 5008 35А/480А(пик.) 
$!-0 6008 35А/480А(пик.) 
51-0 аналог 1№1183...1190 

51-0 1508 20А 

51-0 2008 20А 

$1-0 3008 20А 

51-0 6008 20А 

51-0 аналог 1№1191...1198 
51-0 50В 12А 

1-0 2008 12А 

































5 
91-0 3008 12А 
51-0 4008 12А 
51-0 508 1,6А 
51-0 2008 1,6А 
51-0 3008 1,6А 
51-0 400В 1,6А 
51-0 1008 1,6А 
51-0 1508 1 ,6А 
51-0 2008 1,6А 
51-0 6008 1,6А 
5 
5 








=—> 











— 





=—> 


—^ | => | =—5 | — 







№1235 1-0 7008 1,6А ] 
№1236 1-0 8008 1,6А 
141237 2х51-0 16008 0,75А 
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Тип прибора 


№1238 
№1239 
№1240...1250 
№1251 
№1252 
№1253 
№1254 
№1255 
№1256 
№1257 
№1258 
№1259 
№1260 
№1261 
№1262 
№1301 
№1302 
№1304 
№1306 
№1329 
№1341 (А,В,С) 
№1342(А,В,С) 
№1343(А,В,С) 
1№1344(А,В,С) 
№1345(А,В,С 
1№1346(А,В,С) 
1№1347(А,В,С 


1-0 4,5кВ 0,25А 

1-0 508 37А 

1-0 1008 З7А 
$1-0 3008 6А 





© 


соль | съешь | совы 


= 


[1№1344(А,В,С)_ 

м1 345(А, В.С) _ 

И З46(А, В.С) | 

НМЗ (А, В.С) _ 

51-2 6008 6А 

51-В 508 70А 

51-2 1008 70А 

51-0 3008 70А 

51-0 4008 70А 

51-0 5008 70А 

51-0 6008 70А | 

51-0 6008 0,125А 
№1407 51-0 8008 0,125А 


№1408 


51-0 10008 0,125А 
№1409 51-0 12008 0,125А 


№1410 51-0 15008 0,125А 
№1411 51-0 18008 0,125А 
№1412 51-0 20008 0,125А 


№1413 51-0 24008 0,125А 






№1414 
№1415 81-0 4008 1А 

141434 1-0 508 30А 
№1435 51-0 1008 30А 


51-0 6008 З0А 


№1436 
№1437 
№1438 
№1439 
№1440 


5 









т 
АН 


№1453 51-0 4008 1,5А 

№1454 1-0 1008 25А 

№1455 
№1456 
№1457 
№1458 
№1459 
№1460 


№1461 
№1462 
№1463 
№1464 
№1465 
№1466 
№1467 


51-0 4008 З5А 









51-2 508 1,6А 
51-0 1008 1,6А 
$1-Б 3008 1,6А 
91-0 4008 1,6А 
51-0 5008 1,6А 
51-0 2008 1А 
51-0 3008 1А 
51-0 4008 1А 
81-0 1008 0,75А 
51-0 2008 0,75А 


152 


51-3008 1,5А 

51-0 6008 1,5А 
51-2 1008 1А 
51-0 2008 1А 
5 
5 
5 










|-0 3008 1А 
|-0 4008 1А 
|-О 5008 1А 
51-0 2008 3,5А 
51-0 3008 3,5А 


141578 51-0 4008 3,5А 
141579 51-0 5008 3,5А 






$1-Р 6008 3,5А 

51-0 1008 10А 

51-0 2008 10А 

51-0 3008 10А 

51-0 2008 10А 

51-0 4008 10А 

51-0 50В 0,75А 

51-0 1508 0,75А 

51-0 2008 0,75А 

51-0 2508 0,75А 

51-0 3008 0,75А 

51-0 5008 0,75А 
51-0 6008 0,75А 
51-0 1508 50А 
51-0 2508 50А 





= 





сы | совы 





= 





= 





= 





= 





соыь | соныЬ 





= 





сокы | сошыфь | сошыь, | сншыь 





—№ь 





рый. | сошшйь | сошыйь | сы, 






— 
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Тип прибора 
51-0 9008 50А 

51-0 10008 50А 

51-0 1008 0,75А 

51-0 2008 0,75А 
5 
5 
5 






|-0 3008 0,75А 

|-0 4008 0,75А 

1-0 5008 0,75А 

51-0 6,бкВ 0,062А 

51-0 50В 0,3А 

51-0 1008 0,3А 

51-0 2008 0,3А 
$ 
5 
5 






|- 3008 0,3А 
|-0 4008 0,3А 
|-О 5008 0,3А 
51-0 2008 0,3А 
51-0 5008 0,ЗА 
51-0 1кВ 0,2А 
51-0 1кВ 0,35А 

5 

5 

5 





= 






= 


1-2 1,5кВ 0,2А 
|-О 1,5кВ 0,35А 
1-0 2кВ 0,2А 


=—^ 


= 


= 








51-0 ЗкВ 0,35А 

51- 1,5кВ 0,38А 

51-0 1,5кВ 0,44А 

51-0 1,8кВ 0,36А 

ПА [904880 | 
1-0 6кВ 0,29А 


= 






5 
№1756 51-0 6кВ 0,364 | 
№1757 51-0 7,2кВ 0,29А 
1№1758 |-0 7,2кВ 0,ЗЗА 







= 
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Описание Описание 

























Тип прибора Тип прибора 


№1759 142077 
№1760 51-0 12жВ 0,25А №2078 
№1761 51-0 14кВ 0,ЗА №2079 
№1762 51-0 16кВ 0,25А №2080 
№1763 51-0 4008 0,5..1А №2081 
№1764 51-0 5008 0,5..1А №2082 
1№1907 51-0 508 1,5А №2083 


№2084 
№2085 
№2086 
№2088 
№2089 


№1908 
№1909 
№1910 51-0 3008 1,5А 

№1911 
№1912 


№1913 51-0 6008 1,5А №2090 
№1914 51-0 7008 1,5А №2091 
№1915 51-0 8008 1,5А №2092 
№1916 51-0 9008 1,5А №2093 
№1917 51-0 508 4А №2094 
№1918 №2095 


№2096 
№2103 
№2104 
№2105 
№2106 


№1920 51-0 3008 4А 
№1921 51-0 4008 4А 
№1922 51-0 5008 4А 


№1919 51-0 2008 4А 
№1923 51-0 6008 4А__. 





№1924 51-0 7008 4А №2107 51-0 4008 0,75А 
№1925 51-0 8008 4А №2108 51-0 5008 0,75А 
№1926 51-0 9008 4А №2109 51-0 508 2А 






№2110 51-6 1008 2А 
№2111 51-0 2008 2А 


№2013 51-0 50В 0,2А 
№2112 51-0 3008 2А 


№2014 51-0 1008 0,2А 


№2015 51-0 1508 0,2А 

















51-0 3008 0,2А 
$1-0 1508 10А 
$1-0 2508 10А 
31-0 3008 10А 
$1- 3508 10А 
31-0 4008 10А 
[1№2026 __ [51-0 50В ТА 
[12028 __  |51-0 3008 1А | 
[142029 ___ [91-0 4008 1А 
51-0 2008 0,75А 1№2139 
$1-0 4008 0,75А 
51-0 6008 0,75А 
51-0 508 0,75А 
142151 (А) 





—^\, 





—& 


= 


1 


— 


1 


54 


Тип прибора 


№2153(А) 
№2154 
№2155 
№2156 
№2157 
№2158 
№2159 
№2160 
№2172 
№2173 
№2174 
№2176 
№2177 
№2178 
№2179 
№2180 
№2181 
№2182 
№2183 
№2184 
№2185 
№2186 
№2187 
№2188 
№2189 
№2190 
№2191 
№2192 
№2193 
№2194 
№2195 
№2196 
№2197 
№2198 
№2199 
№2200 
№2201 
№2202 
№2203 
№2204 
№2205 
№2206 
№2207 
№2208 
№2209 
№2210 
№2211 
№2212 
№2213 
№2216(А 
№2217(А 
№2218(А) 
№2219(А) 


Краткие справочные данные по зарубежным диодам 


Описание 


1-0 6008 6А 
[-0 508 25А 
1-0 1008 25А 
1-0 2008 25А 
1-0 3008 25А 
1-0 4008 25А 
1-0 5008 25А 
1-0 6008 25А 
1-0 50В 50А 
[-0 1008 50А 
1-0 2008 50А 
1-0 508 ЗА 
1-0 1008 ЗА 
1-0 2008 ЗА 
1-0 3008 ЗА 
1-0 4008 ЗА 
1-0 5008 ЗА 
1-0 6008 ЗА 
|-0 1008 ЗА 
1-0 50В ЗА 
1-0 1008 ЗА 
1-0 1508 ЗА 
51-0 2008 ЗА 
51-0 3008 ЗА 
51-0 4008 ЗА 
51-0 5008 ЗА 
51-0 6008 ЗА 
51-0 8008 ЗА 
51-0 10008 ЗА 
51-0 50В 6А 
|-0 1008 6А 
1-0 1508 6А 
1-0 2008 6А 
1-0 3008 6А 
1-0 4008 6бА 
51-0 5008 6А 
51-0 6008 6А 
51-0 8008 6А 
51-0 10008 6А 
51-0 508 12А 
51-6 1008 12А 
51-0 1508 12А 
51-0 2008 12А 
1-0 3008 12А 
1-0 4008 12А 
1-0 5008 12А 
51-0 6008 12А 
1-0 8008 12А 
|-0 10008 12А 
1-0 50В 1,5А 
1-0 50В 1,5А 
1-0 5008 1,5А 
|-0 5008 1,5А 


Со | 





12220) 
№2221 (А) 
№2222(А) 
№2223(А) 
№2224(А) 
№2225(А) 
№2226(А) 
12227 (А) 
12228 (А) 
№2229(А) 
№2230(А) 
№2231(А) 
№2232(А) 
№2233(А) 
№2234(А) 
№2235(А 
№2236 (А) 
М2237(А) 
№2238(А) 
№2239(А) 
№2240(А) 
№2241 (А) 
№2242(А 
№2243(А) 
№2244(А) 
№2245(А) 
№2246(А) 
12247 (А) 
№2249(А) 
№2250(А) 
№2251 (А 
№2252(А) 
№2253(А) 
№2254) 
12255(А) 
№2256(А) 





— 


чыыь, | сшыйь | сосыьь | мшшыйь 


тый, | сок | выдь 


ее | смый | нь — |= 


№2257(А) 
№2258 (А) 
12259 (А) 
№2260(А) 
№2261 (А) 
№2262(А 
№2263(А) 
№2264 (А) 
№2265(А 
№2266 
№2267 
№2268 
№2269 
№2270 
№2271 


= 


=—=№ 


сокыь | шишшйь | овал 





1 


№2272 51-0 50В 6А 
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Тип прибора Тип прибора 
142273 №2325 
№2274 №2327 
№2275 №2328 
№2276 №2348 51-0 508 ЗА 

№2277 №2349 
№2278 №2350 






























= 


№2279 №2357 51-0 14008 0,4А 
№2280 №2358 51-0 15008 0,4А 
№2281 1№2359 51-0 16008 0,4А 
№2282 №2360 51-0 18008 0,4А 
№2283 №2361 51-0 20008 0,44 
№2284 №2362 51-0 14008 1А 


2285 
2286 
№2287 
№2288 
1№2289...2293 


№2363 
№2364 
№2365 1-0 15008 1А 

№2366 
№2367 


№2289А №2368 51-0 18008 1А 

№2290 №2369 51-0 18008 1А 

№2291А №2370 81-0 20008 1А 

№2292А №2371 51-0 20008 1А 

№2293А 1№2362А...71А | 91-0 аналог 1№2362...71 5А 

№2294 1№23628...71 
№2295 №2372 
№2296 №2373 
№2297 №2374 51-0 10008 0,25А 

№2298 №2375 51-0 15008 0,2А 

№2299 №2376 
№2300 №2377 51-0 24008 0,15А 

№2301 №2378 51-0 30008 0,15А 

№2302 №2379 51-0 40008 0,15А 

№2303 №2380 51-0 60008 0,1А 

№2304 №2381 51-0 100008 0,075А 

№2305 №2382 51-0 4кВ 0,15А 

№2306 №2382А 


№2307 
№2308 
№2309 
№2310 


№2383 
№238 ЗА 51-0 бкВ 0,35А 

№2384 
№2384А 








№2311 №2385 51-0 10кВ 0,07А 

№2312 №2385А 51-0 10кВ 0,2А 

№2313 №2389 
№2314 М2390(А) 
№2315 №2391 (А) 51-0 1008 1,5А 

№2316 1№2392(А) 51-0 2008 1,5А 

№2317 1№2393(А) 51-0 3008 1,5А 


1№2318 51-0 508 З5А 
1№2319 1-0 1008 35А 


№2320 [-0 1508 35А 
№2321 1-2 2008 35А 
№2322 
№2323 
1№2324 


© 













1№2398(А) 51-0 8008 1,5А 
1№2399(А] 51-0 508 1,5А 
1№2400{А) 51-0 1008 1,5А 


ср [© | © 
' ‘ 
э|@ 
© 1м 
о | 
© 1 
с9 |635 
С | © 
сл | сл 
> |> 





51-0 3508 35А 
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1-0 2008 1,5А №2486 
51-0 3008 1,5А №2487 51-0 4008 0,75А 
91-0 4008 1,5А №2488 
$1-0 5008 1,5А №2489 
51-Р 6008 1,5А №2490 2х51-0 16008 0,5А 
51-0 7008 1,5А №2491 51-0 508 6А 
51-0 8008 1,5А №2492 51-0 1008 6А 

5 


1№2408(А) 51-0 50В 1,5А №2493 1-0 2008 6А 












— 






= 



















|-0 1008 1,5А №2494 
1№2410(А) 1-0 2008 1,5А №2495 $1-0 4008 6А 

|-О 3008 1,5А №2496 

|-0 4008 1,5А №2497 51-0 6008 6А 






№2501 
№2502 
№2503 51-0 12008 0,15А 

№2504 
№2505 


№2506 51-0 10008 0,ЗА 


1№2413(А) |-О 5008 1,5А 
1№2414(А) |-0 6008 1,5А 
51-6 7008 1,5А 
51-0 8008 1,5А 
51-0 508 1,5А 

51-0 1008 1,5А 
























1№2419(А) 51-0 200В 1,5А №2507 51-0 1200В 0,ЗА 
1№2420(А) 51-6 3008 1,5А №2508 51-0 15008 0,ЗА 






1№2421{А 51-0 4008 1,5А 


№2512 51-0 1008 4А 
1№2422(А) 51-0 5008 1,5А - 


№2513 1-0 2008 4А 





|9 








142423 (А) $1-0 6008 1,5А №2514 |-0 3008 4А 
1№2424(А) 51-0 7008 1,5А №2515 |-0 4008 4А 
1№2425(А) 51-0 8008 1,5А №2516 |-0 5008 4А 






|9 


1№2446' 51-0 50В 45А 
12447 51-0 1008 45А 






|9 


№2517 1-0 6008 4А 
№2518 1-0 1008 4А 














51-0 1508 45А №2519 [31-0 200844 | 
1-0 2008 45А №2520 [31-0 3008 44 | 
$1-0 2508 45А №2521 [31-0 4008 4А | 
1-0 3008 45А №2522 
51-2 3508 45А №2523 51-0 6008 4А | 
51-0 4008 45А №2524 51-0 508 2,5А 







© 





№2525 1-0 1008 2,5А 


1№2454 51-0 5008 45А 
№2526 51-0 200В 2,5А 


1№2455 51-0 6008 45А 








1№2456 51-0 7008 45А №2527 51-0 3008 2,5А 
12457 51-0 8008 45А №2528 51-0 400В 2,5А 
1№2458 51-0 50В 60А №2529 51-6 5008 2,5А 






51-0 1008 60А 
51-0 1508 60А 
51-0 2008 60А 
|-О 2508 60А 
51-0 3008 60А 






№2530 
№2531 
№2532 51-0 8008 2,5А 

№2533 
№2534 


































51-0 3508 60А №2535 51-0 508 2,5А 

51-0 4008 60А №2536 51-0 1008 2,5А 

51-0 5008 60А №2537 51-0 2008 2,5А 

91-0 6008 60А 
31-0 7008 60А 
$1-0 5008 2,5А 

$1-0 6008 2,5А 

$1-0 8008 2,5А 
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Описание 


1-0 508 12А 

1-0 1008 12А 

1-0 2008 12А 

1-0 3008 12А 

1-0 4008 12А 

1-0 5008 12А 

[-0 6008 12А 

1-0 7008 12А 

1-0 8008 12А 

1-0 9008 12А 

1-0 10008 12А 
51-0 508 0,75А 
51-0 1008 0,75А 

1-0 2008 0,75А 

1-0 3008 0,75А 

1-0 4008 0,75А 

|-0 5008 0,75А 

|-О 6008 0,75А 

1-0 8008 0,75А 

1-0 10008 0,75А 

|-0 12008 0,75А 

1-0 15008 0,75А 
№627 СЕ-О настроечный СВЧ 5В 
№2628 СЕ-О настроечный СВЧ 5В 
1№2629 @Е-О настроечный СВЧ 5В 
№2630 х51-0 15008 0,085А 
№2631 х5!-0 16008 0,6А 
№2632 х51-0 28008 0,2А 
№2633 х5!-0 16008 0,6А 
№2634 х51-0 16008 0,6А 
№2635 х5|-0 15008 0,085А 
№2636 х51-0 15008 0,085А 


Тип прибора 


№2598 
№2599 
№2600 
№2601 
№2602 
№2603 
№2604 
№2605 
№2606 
№2607 
№2608 
№2609 
№2610 
№2611 
№2612 
№2613 
№2614 
№2615 
№2616 
№2617 
№2618 
№2619 


Описание 


1-0 10008 2,5А 
1-0 508 2,5А 
|-0 1008 2,5А 
|-0 2008 2,5А 
51-0 3008 2,5А 
51-0 4008 2,5А 
51-0 5008 2,5А 
51-0 6008 2,5А 
51-0 7008 2,5А 
51-0 8008 2,5А 
51-0 9008 2,5А 
1-0 10008 2,5А 
1-0 7008 6А 
|-0 8008 6А 
|-0 9008 6А 
1-0 10008 6А 
1-0 7008 6А 
1-0 8008 6А 
[-0 9008 6А 
1-0 10008 6А 
1-0 508 6А 
1-0 1008 6бА 
1-0 2008 6А 
1-0 3008 6А 
1-5 4008 6А 
1-0 5008 6А 
1-0 6008 6А 
1-0 7008 6бА 
1-0 8008 6бА 
1-0 9008 6А 
51-0 10008 6А 
51-0 508 12А 


Тип прибора 


№2545 
№2546 
№2547 
№2548 
№2549 
№2550 
№2551 
№2552 
№2553 
№2554 
№2555 
№2556 
№2557 
№2558 
№2559 
№2560 
№2561 
№2562 
№2563 
№2564 
№2565 
№2566 
№2567 
№2568 
№2569 
№2570 
№2571 
№2572 
№2573 
№2574 
№2575 
№2576 


соыь | соныЬ 


= 


=—^ 





сей, | синь 


— 





— 









12630 

12631 
1-0 1008 12А 
|-0 2008 12А 
|-0 3008 12А 
|-0.4008 12А 
|-0 5008 12А 
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|-0 12008 3,6А 
|-0 16008 3,6А 
|-0 1008 7,2А 51-0 508 8,5А 
|-0 2008 7,2А 
1-0 3008 7,2А 51-0 1508 8,5А 
1№2698 51-0 4008 7,2А 51-0 2008 8,5А 
1-0 6008 7,2А 51-0 2508 8,5А 
|-0 8008 7,2А 51-0 3008 8,5А 
|-0 1008 ЗА 51-2 3508 8,5А 
|-0 2008 ЗА 51-0 4008 8,5А 
|-О 3008 ЗА СЕ-О 2008 <500нс 
12711 |-0 4008 ЗА 
|-0 6008 ЗА 
|-0 8008 ЗА $1-0 3008 1,5А 
|-0 12008 ЗА 
$1-0 16008 ЗА 
1№2723 51-0 20008 ЗА 


—№ь 


№2724 
№2725 
№2728 
№2731 
№2734 
№2737 
№2738 
№2739 
№2740 
№2742 
№2744 
№2746 
№2748 
№2749 
№2750 
№2753 
№2756 
№2759 
№2762 
№2763 
№2764 
№2772 
№2773 
№2774 
№2775 
№2776 
№2777 
№2778 


51-0 24008 ЗА 1№2858(А) 51-0 50В 0,75...1А 





1-0 1008 ЗА 
$1-0 2008 ЗА 
1-0 3008 ЗА 
$1-0 4008 ЗА 
|-0 6008 ЗА 
|-0 8008 ЗА 
|-0 12008 ЗА 
|-0 1008 3,6А 
|-0 2008 3,6А 
|-0 3008 3,6А 51-0 15008 0,7А 
|-0 4008 3,6А 51-0 7008 0,25А 
51-0 6008 3,6А 
1-0 8008 3,6А 
1-0 1008 ЗА 
31-0 2008 ЗА 
$1-0 3008 ЗА 
|-0 4008 ЗА 
|-0 6008 ЗА 
|-0 8008 ЗА 51-2 15008 0,25А 
|-0 12008 ЗА 
1-0 7008 0,75А 51-0 17008 0,25А 


№2889 51-0 17008 0,25А 


№2890 51-0 20008 0,25А 
№2891 51-6 20008 0,25А 


№2892 $1-0 21008 0,25А 


№2893 51-0 2100В 0,25А 


№2894 51-0 24008 0,25А 


1-0 8008 0,75А 
1-0 9008 0,75А 
1-0 10008 0,75А 
1-0 11008 0,75А 
1-0 12008 0,75А 
|-0 13008 0,75А 





№2895 
№2896 1-0 25008 0,25А 
№2897 
№2898 
№2899 $1- 28008 0,25А 
№2900 
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Тип прибора Тип прибора 
142903 №3070 
№2904 №3071 51-0 2008 0,225А <50нс 

№2905 №3072 
№2906 №3073 





























сы | совы, 


№2907 51-0 35008 0,25А №3074 51-0 1508 0,2А 
№2908 1-0 38008 0,25А №3075 31-0 2008 0,2А 
№2909 |-0 38008 0,25А №3076 51-0 2508 0,2А 


5 
5 
№2910 51-0 40008 0,25А 
5 
5 


№3077 51-0 3008 0,2А 
№2911 |-0 40008 0,25А №3078 51-0 3508 0,2А 
№2912 |-0 42008 0,25А №3079 51-0 4008 0,2А 
№2913 №3080 
№2914 №3081 51-0 6008 0,2А 
№2915 51-0 45008 0,25А №3082 51-0 2008 0,5А 
№2916 51-0 45008 0,25А №3083 51-2 4008 0,5А 
№2917 51-0 45008 0,25А №3084 51-0 6008 0,5А 


№3097 
№3106 
№3107 51-0 12008 0,5А 

№3108 
№3109 
№3110 
№3113 
№3114 
№3115 
№3116 
№3117 


№2918 
№2919 
№2920 
№2921 
№2922 
№2923 
№2924 
№2925 
№2927 (А) 
№2928(А 
№2929(А) $1-В туннельный диод 
М№2930(А) 51-0 туннельный диод 
№2931 (А $1-0 туннельный диод 

5 

5 

5 


= 


№3118 
№3119 
№3120 
№3121 
№3122 
№3123 51-0 40В 0,05А <4нс 

№3124 
№3125 
№3128 
№3129 


соы | скл | оны 


№2932(А) 1-0 туннельный диод 
М№2933(А) 1-0 туннельный диод 


= 


№2934 (А) 
М29З9(А) 
М294О(А) 
№2941 (А) 
М2969(А) 
№3052 
№3053 
№3054 
№3055 


со | соыйь | сышыфь | сошыь, | соыьь 


№3130 @Е-О туннельный диод 
№3138 @аА$-0 туннельный диод 
№3139 51-0 508 70А 


№3056 51-0 20кВ 0,1А №3140 51-0 1008 70А 
№3057 51-0 22кВ 0,1А №3141 51-0 1508 70А 


№3058 51-0 24кВ 0,1А 
№3059 51-0 26кВ 0,1А 


№3142 51-0 2008 70А 
№3144 СЕ-О 208 500нс 


№3146 СЕ-0 25В <2нс 


№3060 $1-0.28кВ 0,1А №3145 СЕ-О 658 
№3061 51-0 30кВ 0,1А 
№3062 51-0 508 0,075А <4нс №3149(А 


= 


№3063 51-0 508 0,075А <4нс 
№3064 51-0 50В 0,075А <4нс 


№3065 51-6 50В 0,115А <4нс 
№3066 51-0 508 0,115А <ёнс 
5 
5 


№3150 СЕ-О туннельный диод 





№3151 51-0 7,2кВ 0,1А 





№3152 
№3153 
3159 
№3160 


№3179 51-0 2408 


№3067 |-О0 ЗОВ 0,115А <4нс 


№3068 |-0 З0В 0,075А <50нс 
1№3069 51-0 65В 0,225А <50нс 


й 
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1 
|1№3204 __  |СЕ-0 608 0,06А 3006 | 
13206 











№3251 
№3252 
143253 
№3254 
143255 


$ 

№3256 $1-0 аналог 1№3196 
$ 
$ 


Тип прибора 


№3257 1-0 808 <Знс 
№3258 1-0 808 <4нс 


№3277 51-0 200В 0,75А 
1№3278 51-0 400В 0,75А 


№3279 51-0 6008 0,75А 
№3280 51-0 8008 0,75А 
5 


№3281 

№3282 

№3283 

1-0 20008 0,1А 

№3286 51-0 30008 0,1А 

№3298 51-0 60В 0,ЗА 

№3298А 51-0 708 0,ЗА 
5 


№3354 
№3355 
№3356 
№3357 
№3358 


№3359 51-0 1008 ЗА 
№3360 51-0 1508 ЗА 
№3361 |-0 2008 ЗА 
№3362 |-0 3008 ЗА 


№3363 1-0 4008 ЗА 
№3364 51-0 5008 ЗА 


№3365 51-0 600В ЗА 
№3366 51-0 7008 ЗА 
№3367 51-0 8008 ЗА 


№3368 51-0 9008 ЗА 
№3369 51-0 10008 ЗА 


№3370 51-0 12008 ЗА 

№3371 $1-0 15008 ЗА 

№3372 51-0 108 20А 

№3373 51-0 25В 20А 

№3374 51-0 50В 20А 
5 


№3375 [-0 1008 20А 


№3284 
№3285 





|9] 












№3376 
№3377 
№3378 
$|- 
$|- 


№3379 
ГО 12кв 0,064 
Г6Е-0 608 75мА___ 
Г6Е-0 408 75мА__________ | 


№3380 
№3464 
№3465 
№3466 
№3467 
№3468 
№3469 


СЕ-О 18В <2нс 
СЕ-0 18В <2нс 
СЕ-О 35В 85мА 


рр ррррррррррррррреЯ 
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Описание 


Е-О 35В 85мА 

1-0 408 0,04А <2нс 

1-0 1758 <50нс 

1-0 10008 0,4А 

1-0 12008 0,4А 

1-0 настроечный УКВ 

1-0 508 25А 

1-2 1008 25А 

1-В 2008 25А 

1-0 3008 25А 

1-0 4008 25А 

1-0 1008 0,6А 

1-0 2008 0,6бА 

1-0 3008 0,6А 

1-0 4008 0,6А 

1-0 5008 0,6А 

1-0 6008 0,6А 

1-0 1808 0,08А <1,5мкс 

1-0 настроечный УКВ 

1-0 настроечный УКВ 

1-0 настроечный УКВ 

1-0 настроечный УКВ 

1-0 настроечный УКВ 

1-0 настроечный УКВ 
СЕ-О туннельный диод 
СЕ-О туннельный диод 
СЕ-О туннельный диод 
51-0 10008 0,4А 

1-0 8008 1А 

1-0 758 0,06А <2нс 

1-0 808 <4нс 

1-0 1008 3,5А 

1-0 2008 3,5А 

|-О0 3008 3,5А 

|-0 4008 3,5А 

1-0 5008 3,5А 

1-0 6008 3,5А 

1-0 60В 0,15А 

1-0 1258 0,15А 

1-0 175В 0,15А 

1-0 225В 0,15А 

1-0 275В 0,15А 

Е-О ЗОВ 0,05А <70нс 

1-0 408 0,05А 10нс 

1-0 608 бнс 

1-0 1508 0,1А <Змкс 

1-2 208 0,075А <4нс 

1-0 2008 0,275А <300нс 

1-0 508 0,075А <4нс 

1-0 1508 <50нс 

1-0 508 0,2А <4нс 

1-0 758 <5нс 

1-0 758 0,115А <5нс 


Тип прибора 


№3470 
№3471 
№3485 
№3486 
№3487 
№3488 
№3491 
№3492 
№3493 
№3494 
№3495 
№3544 
№3545. 
№3546 
№3547 
№3548 
№3549 
№3550 
№3551 
№3552(А 
№3554 
№3555 
№3556 
№3557 
№3560 
№3561 
№3562 
№3563 
№3566 
№3567 
№3568 
№3569 
№3570 
№3571 
№3572 
№3573 
№3574 
№3575 
№3576 
№3577 
№3578 
№3579 
№3592 
№3593 
№3594 
№3595 
№3596 
№3597 
№3598 
№3599 
№600 
№3601 
№3602 


—^ 









= | вы | = 


==, 


—^ 


— 


6 Зак. 4 


















Тип прибора 


№3603 
№3604 
№3605 
№3606 
№3607 
№3608 


51-0 аналог 1№4153 


—^ 


№3609 51-0 аналог 1№4153 
1№3611(СР) 51-0 2008 1А 
1№3612(СР 51-0 4008 1А 
1№3613(СР) 51-0 6008 1А 
1№3614(СР) $1-0 8008 1А 

№3615 $1-0 50В 16А 


№3616 
№3617 
№3618 
№3619 
№3620 
№3621 


51-0 2008 16А 








1м363 

[1№3611(6Р) 

[1№3612(6Р) 

[1№3613(@Р) 

[1№3614(6Р)___ 

51-0 6008 16А 
51-0 8008 16А 
1-0 10008 16А 
91-0 2008 0,15А_ 
СЕ-О 50В 

51-0 настроечный УКВ 
51-0 настроечный УКВ 
91-0 1008 0,75А 
91-0 2008 0,75А 
51-0 5008 0,75А 
51-0 9008 0,75А 
51-0 4008 0,75А 
51-0 6008 0,75А 
51-0 8008 0,75А 
51-0 10008 0,25А 
91-0 15008 0,25А 
51-0 20008 0,25А 
51-0 10кВ 0,35А 
51-0 1008 <4нс 
51-0 1008 <4нс 
51-0 2008 0,75А 
51-0 4008 0,75А 
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Описание 

51-0 2008 30А 

51-0 5008 30А 

51-0 6008 З0А 

СЕ-О 808 0,07А <300нс 
51-0 708 0,4А <200нс 

51-0 9008 12А 

51-0 10008 12А 












Тип прибора Описание 


№3769 
№3770 $1-0 настроечный СВЧ 

№3773 
№3775 
№3777 51-0 8008 35А 

№3847 
№3848 
№3849 
№3850 
№3851 












№3852 
№3853 
№3854 
№3855 
№3856 










№3857 
№3858 
№3859 
№3860 
№3861 
№3862 
№3863 
№3864 
№3865 
№3866 


1№3718 СЕ-0 туннельный диод 
1№3719 СЕ-О туннельный диод 
13720 СЕ-0 туннельный диод 


143717 СЕ-О туннельный диод 
1№3721 СЕ-О туннельный диод 








№3867 81-0 4008 1А 

51-0 12008 0,75А №3868 51-0 6008 1А 

№3869 1-0 10008 0,5А 

143870 


—> 


1№3727 51-0 18008 0,75А 







№3871 51-0 20008 0,25А 




















1-0 5508 0,2А 143872 
1-0 6008 <500нс 13873 
1-0 808 <15нс 
51-0 4008 0,5А $1-О аналог 1№3882 

51-0 10008 0,5А 51-0 1008 6А <200нс 

51-0 1008 0,125А 51-0 2008 6А <200нс 

51-0 2008 0,125А 51-0 3008 6А <200нс 


1№3756 51-0 4008 0,125А 1№3883(А) 51-0 4008 6А <200нс 


























51-0 2008 1А 51-0 аналог 1 №3889 
51-0 4008 1А 81-0 аналог 1№3890 
91- аналог 1№3891 
51-0 аналог 13892 
51-0 ЗкВ 0,4А 51-0 1008 12А <200нс 





— 


—> 


Тип прибора 


№3895 
№3899 
№3900 
№3901 
№3902 
№3903 
№3904 
№3905 
№3906 
№3907 
№3908 
№3909 
№3910 
№3911 
№3912 
№3913 
№3914 
№3915 
№3916 
№3917 
№3918 
№3919 
№3920 
№3921 
№3922 
№3923 
№3924 
№3925 
№3926 
№3927 
№3928 
№3929 
№3930 
№3931 
№3932 
№3933 
№3934 
№3938 


143939 


— 


№3940 
№3941 
№3942 
№3944 
№3945 
№3946 
№3947 
№3948 
№3952 
№3953 
№3954 
№3955 
№3956 


1№3957(СР) 
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Описание 


1-0 3508 0,4А 
1-0 508 20А <200нс 
1-0 1008 20А <200нс 
1- В 2008 20А <200нс 
1-0 3008 20А <200нс 
1-0 4008 20А <200нс 
1-0 508 20А <200нс 
1-0 1008 20А <200нс 
1-0 2008 20А <200нс 
1-0 3008 20А <200нс 
1-0 4008 20А <200нс 
1-0 508 З0А <200нс 
1-0 1008 30А <200нс 
1-0 2008 З0А <200нс 
1-0 3008 З0А <200нс 
1-0 4008 З0А <200нс 
1-0 508 З0А <200нс 
1-0 1008 З0А <200нс 
1-0 2008 З0А <200нс 
1-0 3008 30А <200нс 
[-0 4008 З0А <200нс 
1-0 10008 5А 
1-0 15008 5А 
1-0 20008 5А 
1-0 25008 5А 
1-0 30008 5А 
1-0 10008 10А 
1-0 15008 10А 
1-0 20008 10А 
|-0 25008 10А 
1-0 30008 10А 
1-0 10008 1А 
1-0 15008 1А 
1-0 20008 1А 
1-0 25008 1А 
1-0 30008 1А 
1-0 12008 10А 
51-0 2008 2А 
51-0 4008 2А 
1-0 6008 2А 
1-0 8008 2А 
1-0 1008 2А/З0А(пик.) 
СЕ-0 158 <12нс 
51-0 настроечный УКВ 
1-0 настроечный УКВ 
1-0 настроечный УКВ 
1-0 туннельный диод 
|-0 1308 0,2А 
Е-0 408 <300нс 
1-0 508 <4нс 
1-0 1008 70А 
1-0 308 2нс 
1-0 10008 1А 
















1№3958(С) 
№3959(С) 
№3960(С) 
№3961 (С) 
1№3962(С) 
№3963(С) 
№3964 
№3965 
№3966 
№3967 
№3968 
№3969 
№3970 
№3971 
№3981 
№3982 
№3983 
№3987 
№3988 
№3989 
№3990 
№4001 
№4002 
№4003 
№4004 
№4005 
№4006 


№4007 51-0 10008 1А/50А(пик.) 
№4008 СЕ-О 128 0,1А <70нс 


№4009 
№4011 
№4012 
№4013 
№4014 
№4015 
№4043 
№4086 
№4087 
№4088 
№4089 
№4090 
№4091 
№4092 
№4093 
№4139 
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144385(6Р) (91-0 600В1А 
№4390 [31-0 208 <0,56 
№4391 [31-0 208 <0,56 
№4392 [31-0 158 <0,5н6 | 
№4393 [31-0 туннельный ид | 
№4394(А, В) [91-0 туннельный ид | | 
1№4395(А, В 1-0 туннельный диод 
1№4396(А, В 1-0 туннельный диод 

1№4397(А, В 1-0 туннельный диод 

1№4398(А, В) 1-0 туннельный диод 

№4399(А, В} 1-0 туннельный диод 

№4436 1-0 2008 10А 


№4437 
№4438 
№4439 1-0 8008 10А 

4440 
№4441 
№4442 $1-0 З0В 1нс 

№4443 
№4444 


1-0 1258 <4нс 

1-0 1008 0,2А <4нс 
1-0 1008 0,2А. <4нс 
1-0 1008 0,2А <4нс 
1-0 1008 0,2А <4нс 
1-0 З0В 0,2А <4нс 













Тип прибора Описание 


|-0 1008 0,2А <4нс 
51-0 508 0,2А <4нс | 
51-0 758 0,2А <4нс 
81-0 408 0,2А <4нс 
51-0 758 0,2А <4нс 

|-0 358 0,2А <4нс 
51-0 4008 0,2А <10мкс 
51-0 108 0,05А <0,75нс 
51-0 2008 1А 

51-0 4008 1А 

51-0 6008 1А 

51-0 8008 1А 

51-0 10008 1А 

51-2 8008 0,5А 

51-0 10008 0,5А 

51-0 12008 0,5А 

51-0 15008 0,5А 

91-0 15008 0,25А 


1-0 20008 0,25А 
144256 51-0 25008 0,25А 


51-0 30008 0,25А 
51-0 758 0,1А <4нс 
81-0 1008 <2нс 
51-0 508 <2нс 
51-0 758 <2нс 
51-0 1008 <2нс 


— 
п 


© | 


С 


“А 


№4445 
№4446 
№4447 
№4448 
№4449 
№4450 


|< 


— 
© | 


144312 $1-0 1508 <2нс №4451 $1-р ЗОВ 0,2А <10нс 
1№4313 51-0 1008 <2нс №4454 $1-0 508 0,2А <10нс 
144314 51-0 1008 <2нс №4456 51-0 35В <1,5нс 


144315 51-0 508 <2нс №4457 51-0 508 <1,5нс 


51-0 758 <2нс №4458 
$1-0 1008 <2нс №4459 
81-0 1508 <2нс №4497 [31-0 1,6кВ 0,75А 
31-0 1008 <2нс №4498 [31-0 ЗкВ: 0,75 
51-0 758 <бнс №4500 91-0 808 <4нс 
51-0 9008 0,5А №4502 СЕ-О 208 

51-0 1208 0,1А <40нс №4505 1-0 6кВ 0,1А 


№4506 [51-0 2008 12А 
№4507 
№4508 
№4509 


© 


| 


|-О 1008 0,75А 
51-0 2008 0,754 
51-0 3008 0,75А 
51-0 4008 0,75А 


1 








| 

| 
144368 19-0 5008 ВА 10 СООО 
5-0 6008 0,75А №4511 [51-0 12008 12А 
51-0 80В 4нс №4513 51-0 20008 0,25А 
51-0 15008 0,75А №4514 
$1-0 60В <бнс №4517 ев 
1-0 108 0,05А <бнс №4523 
1-0 2,5кВ 0,75А №4524 
$1-0 508 0,05А <1,8нс 
СЕ-0 258 <100нс 
91-0 558 <5,5нс 
51-0 2008 1А 
|-0 4008 1А 
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Описание 


51-0 12008 35А 


51-0 75В 0,15А <4нс 


51-0 758 0,15А <2нс 
51-0 408 0,075А <2нс 


Тип прибора 


№4530 
№4531 
№4532 
№4533 


че | сить 






















[144531 

153 

1144534 = |51-0 758 0,075А <2нс 
пе 31-0 258 0,075А <Энс 

51-0 18008 ЗА 
11№538 [51-0 24008 ЗА 
144539 — [9.030008 ЗА 
1144540 ___  191-0 36008 ЗА 
ВИ СУТИ 
11№4543 = | 51-0 6008 0,4А 

81-0 25кВ 1А 
пб 9-0 258 <60нс 
[144548 __ [51-0258 <2нс 
|1№4585(СР)  |$1-0 8008 1А 
[1№4586(6Р} — |5 10008 1А 
[14607 51-0 858 0,354 <15нс 
[144608 __ [51-0 858 0,35А <15н6 | 
51-0 808 <4нс 
ЕВ 51-0 508 <180нс 

$1-0 508 ЗА 

51-0 1008 ЗА 

51-0 2008 ЗА 

51-0 400В ЗА 


№4723 
№4724 
№4725 
№4726 
№4727 


$1-0 10008 ЗА 

№4785 СЕ-О 3208 7А демпферный для ТВ 
№4786(А...0) 15$1-0 настроечный УКВ 
№4787(А...0 $1-0 настроечный УКВ 
№4788 (А...0) 1$1-0 настроечный УКВ 
№478 9(А...0) 1$1-0 настроечный УКВ 
№4790(А...0 $1-0 настроечный УКВ 
М№4791ЦА...О 


51-0 настроечный УКВ 
№4792(А...0) 15$1-0 настроечный УКВ 


$ 
№793(А...О $-0 настроечный УКВ 
5 


№4794(А...0 1-0 настроечный УКВ 


№4795(А... 

№479б(А...0 

М№479Т(А...0) 15$1-0 настроечный УКВ 

№4798(А...0) |$1-0 настроечный УКВ 
[1№4799(А...0) [91-0 настроечный В | 


1№4800(А...0) |$1-0 настроечный УКВ | 





Описание 
51-0 настроечный УКВ 
51-9 настроечный УКВ 
51-0 настроечный УКВ 
51-0 настроечный УКВ 
$1-В настроечный УКВ 
91-0 настроечный УКВ 
81-0 настроечный УКВ 
51-0 настроечный УКВ 
51-0 настроечный УКВ 
51-9 настроечный УКВ 
81-0 508 1,5А 

51-0 1008 1,5А 

91-2 2008 1,5А 

51-0 3008 1,5А 

91-0 4008 1,5А 

51-0 5008 1,5А 

51-0 2008 1А <100нс 
СЕ-О 308 200нс 

51-0 40В <1мкс 

51-0 708 <1мкс 

51-0 708 0,2А <7нс 
51-0 1258 0,2А <4нс 
51-0 1,5кВ 1,25А 

91-0 5кВ 1,25А 

51-0 12жВ 1,25А 

51-0 15кВ 1,254. 

91-0 20кВ 1,25А 

51-0 25кВ 1,25А 

81-0 30кВ 1,25А 

51-0 40кВ 1,25А 

51-0 50кВ 1,25А 

51-0 128 <0,5нс 

51-0 1008 1А <200нс 
51-0 2008 1А <200нс 
51-0 4008 1А <200нс 
51-0 6008 1А <200нс 
5 


144938 1-0 аналог 1№3070 
144941 СААЗ-О настроечный СВЧ 
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1№4942{СР) — |51-0 2008 1А <150нс 
114943 (СР) 1-0 3008 ТА <150нс 


5 
1№4944(6Р) — |51-0 4008 1А <150нс 
1№4945(СР) — |$1-0 5008 1А <150нс 


№4946 (СР) 
1№4947(6Р) 
1№4948 (СР) 51-0 10008 ТА <500нс 

№4949 
№4950 
№4997(В} 
№4998(В) 
№4999(В) 
1№5000(В 
№5001 (В) 












Описание 


1-0 6008 2А 

1-0 8008 2А 

1-0 10008 2А 

1-0 1208 4А 

1-0 4кВ 0,1А 

1-0 5кВ 0,1А 

1-0 7,5кВ 0,1А 

1-0 10кВ 0,1А 

1-0 508 3...4А <250...400нс 
|-0 1008 3...4А <250...400нс 
[-0 2008 3...4А <250...400нс 
1-0 4008 3...4А <250...400нс 
|-0 5008 3...4А <250...400нс 
1-0 6008 3...4А <250...400нс 


Тип прибора 


№5176 
№5177 
№5178 
№5180 
№5181 
№5182 
№5183 
№5184 
№5185(А 
№5186(А) 
№5187(А) 
№5188 (А) 
№5189(А) 
№5190(А) 


— 


—ь 


— 


—ь 
—> 






— 


— 
— 


№5002(В) 51-0 8008 ЗА №5194 1-0 308 0,2А 
№5003 (В) 51-0 10008 ЗА №5195 1-0 2008 0,2А 
№5004 51-0 1008 1А №5196 1-0 2508 0,2А 


№197 [-0 508 ЗА 


№5005 51-0 2008 ТА 


№5006 №5198 |-0 1008 ЗА 
№5007 51-0 6008 1А №5199 |-О 2008 ЗА 
1№5052(А) 51-0 7008 1,5А №5200 |-О 400В ЗА 
№5053(А) 51-0 8008 1,5А №5201 |-О 600В ЗА 
№5054(А) №5206 |-0 4408 2А 
№5055 51-0 1008 1А №5207 |-0 4408 4А 
№5056 51-0 2008 1А №5208 |-О 708 0,075А 


№5209 


№5057 51-0 3008 0,8А 
№5058 51-0 4008 0,8А 


1№5059{(@Р) 51-В 2008 2А/50А( пик.) бмкс 
№5060(СР) 51-0 4008 2А/50А(пик.) бмкс 
№061 (СР) 51-0 6008 2А/50А( пик.) бмкс 
№062(аР) 51-0 8008 2А/50А(пик.) бмкс 
№5136(А) 51-0 настроечный УКВ 
5 

5 

5 

$ 


1-0 1508 0,055А 
№5210 1-6 2008 0,04А 
№5211 1-0 2008 1А 


№5217 
№5218 
№5219 


№5220 91-0 308 <0,7нс 
№5282(А)  |9-080802А <4нс 

№5315 
№5316 
№5317 1-0 808 0,125А <4нс 

№5318 
№5319 
№5320 
№5321 











— 


№137(А) 1-0 настроечный УКВ 
№5138(А) [-0 настроечный УКВ 
№139(А) 1-0 настроечный УКВ 
№5140(А) 
№141(А) 51-0 настроечный УКВ 
№142(А) 51-0 настроечный УКВ 
5 


№143(А) |-О настроечный УКВ 
№144(А) [-2 настроечный УКВ 


5 
№145(А) $1-В настроечный УКВ 
№5146(А) 51-0 настроечный УКВ 
№147(А) 51-9 настроечный УКВ 
5 
5 


—> 


— 


—ь 


— 


№148 (А) 1-0 настроечный УКВ 


№165(А) 


— 





№166(А) $1-0 30\ №5322 _ | 51-0-$ З0В 
1№5167(А) $1-9 208 №5323 $1-0-$ 208 
№5170 $1-0 15В 2А №5324 51-0 15кВ 0,01А 
№5171 №5326 


№172 51-0 1008 2А 


№5173 51-0 3008 2А 


№5174 51-0 4008 2А 
1№5175 51-0 5008 2А 


№5329 |-О бкВ 0,135А 


5 
№5330 51-0 15008 0,54А 
5 


№5331 1-0 12008 12А 
145332 51-0 12008 35А 


| 
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Описание 


Тип прибора 


1№5389 
№5390 
№5391 
№5392 
№5393 
№394 51-0 3008 1,5А 
№5395 51-0 4008 1,5А 

145396 51-0 5008 1,5А 


№5397 
№5398 
№5399 
№5400 
№5401 


51-0 6008 1,5А 
51-0 8008 1,5А 


|-0 10008 1,5А/1ОА(пик.) 


5 
51-0 508 ЗА/200А(пик.) 


51-0 1008 ЗА/200А(пик.) 

№5402 

№5403 51-0 3008 ЗА/200А(пик.) 

№5404 51-0 4008 ЗА/200А(пик.) 
5 


№5405 1-0 5008 ЗА/200А(пик.) 
№5406 51-0 6008 ЗА/200А(пик.) 


№5407 51-0 8008 ЗА/200А(пик.) 
№5408 51-2 10008 ЗА/200А(пик. 
№5409 ©1-0 3008 40А 


№5410 


51-0 3008 12А 
№5412 51-0 408 0,2А <2нс 


№413 1-0 808 0,2А <2нс 
№5414 $1-0 1008 0,2А <2нс 

№5415 81-0 50В ЗА <150нс 

№5416 
№5417 1-0 2008 ЗА <150нс 

№418 1-0 4008 ЗА <150нс 


$|-0 5008 ЗА <250нс 
$1-0 6008 ЗА <400нс 


№419 
№5420 


№5421 $1-0 настроечный УКВ 2008 
№5422 51-0 настроечный УКВ 2008 
№423 $1-0 настроечный УКВ 2008 
№5424 


51-0 настроечный УКВ 1008 


№5425 


№5433 $1-0 7208 2мА <400нс 
№5434 $1-0 7208 2мА <400нс 
№5435 $!-0 7208 12А 


145441 (А...0) 
№5442(А...0) 


51-0 настроечный ЕМ/УКВ 
$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 


1№5443(А...0) |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№444(А...0 $1-) настроечный ЕМ/УКВ 
1№5445(А...0) |5$1-О настроечный ЕМ/УКВ 
о 

5 


— 


— 


1№5446(А...О) 1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5447 (А...) 
1№5448(А...0) |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№5449(А...0) 1$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5450(А...0) 1$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 

5 

$ 


— 





№5451(4А...О 1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№452(А...О) 1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
1№5453(А...0)} 151-09 настроечный ЕМ/УКВ 


1№54544А...0) |5$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 


—^ 
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51-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№5465(А...0) 
№466(А...0} |51-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№5467 (А...0} |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№5468(А...0) 
№5469(А...0) |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№5470(А ..0) |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№5471(А...0) |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 


№5472(А...0) |$1-О`настроечный ЕМ/УКВ 
№5473(А...0) |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 


№5474(А...0} |$51-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№5475(А...0) |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№476(А...0) |$1-0 настроечный ЕМ/УКВ 
№5477 51-0 бкВ 0,6А 
5 
5 


Тип прибора 


1№5455(А...0) 
№5456(А...0) 
№5461(А...0) 
№5462(А...О) 
№5463(А...0) 
1№5464(А...О) 


— | > |-> | —ь 


—> |-> |— —ь 


—> 


№5478 |-0 7,2кВ 0,6А 

№5479 |-0 8,4кВ 0,бА 

№5480 
№5481 51-0 12кВ 0,6А 

№5482 51-0 2,48 1А 

№5483 
№5484 51-0 4,8кВ 1А 

№5485 
№5550 
№5551 51-0 4008 ЗА 

№5552 
№5553 51-0 8008 ЗА 

№5554 51-0 10008 ЗА 

№595 51-0 5кВ 1,15А 

№5596 51-0 7,5кВ 0,87А 

№5597 
№5598 


№5599 51-0 2,5кВ 2,1А 
№5600 51-0 5кВ 1,4А 
№5601 51-0 7,5кВ 0,92А 


№5602 
№603 
№5604 51-0 7,5кВ 2,ЗА 

№5606 
№5607 


№5608 51-0 1208 0,15А <300нс 
№5609 51-0 1208 0,15А <300нс 
№5614 51-0 2008 1А 


№5615 51-0 2008 1А <150нс 
№5616 51-0 4008 1А 


№5617 51-0 4008 1А <150нс 
№5618 51-0 6008 1А 


№5619 51-0 6008 1А <150нс 
№5620 51-0 8008 1А 


[1 №5455(А...0) _ 
[1№5456(А...0) _ 
И №546 1(А...0) _ 
1№5462(А...0) _ 
1 №5463(А...0) | 
[1№5464А...0) _ 
1 №5465А...0) _ 
И М5466(А...0} _ 
АМ546 (А...) _ 
[1 №5468(А...0) _ 
ИМ547О(А ..0) 
[1 №5472(А...0) _ 
1 №5473 (А...2)__ 
[1№5474(А...2) _ 
И №5476(А...2) _ 
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$1-0 8008 1А <150нс 
$1-0 10008 1А 
$1-0 10008 ТА <150нс 


Тип прибора 
№621 
№622 
№623 


—^ 


№5624(СР 
1№5625(Р 

№5626(СР) _ | 31-0 6008 5А 

№5627(СР) _ [31-0 8008 5А 

№5628 


№5679 51-0 50В 1А 

№680 $1-0 1008 1А 

1 №568 1(А, В $1-0 настроечный УКВ 
5 
5 


— 


№682(А, В 1-0 настроечный УКВ 
№683(А, В) 
№5684(А, В 
1№5685(А, В) 


5 
51-0 настроечный УКВ 
31-0 настроечный УКВ 
51-0 настроечный УКВ 
1№5691(А, В} |5$1-0 настроечный УКВ 
№5692(А, В $1-0 настроечный УКВ 
1№5693(А, В) |5$1-0 настроечный УКВ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


1№5686(А, В) 
1№5687(А, В 
№5688(А, В 
1№5689(А, В 
1 №5690(А, В 


— 


= 


— 


№5694(А, В) 1-0 настроечный УКВ 
М№5695(А, В 1-0 настроечный УКВ 
1№5696(А, В) 1-0 настроечный УКВ 
№697(А, В 1-0 настроечный УКВ 
№5698 (А, В 1-0 настроечный УКВ 


1 №5699(А, В) 
№5700(А, В 

№5701(А, В) 

№5702(А, В 

№5703(А, В 51-0 настроечный УКВ 

1№5704(А, В) 
№5705(А, В) 


1№5706(А, В $1-0 настроечный УКВ 
№5707(А, В $1-0 настроечный УКВ 
1№5708(А, В) $1-0 настроечный УКВ 
№5709(А, В 
1№5710(А, В 
№5711 $1-0-$ 70В 15мА 0,1нс 
№5712 
№5713 
№5714 1-0 настроечный УКВ 2008 
№715 1-0 настроечный УКВ 2008 
№5716 1-0 настроечный УКВ 2008 
№5717 — 1-0 настроечный УКВ 1008 


№5718 

№5719 

№5720 
1№5721 51-0 15В <10нс 


—> 


сей | сей 


— 





—^ 


| 


© 
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Описание 
81-0 508 1А 

51-0 2008 1А 
91-0 4008 1А 
51-0 6008 1А 
5 
5 











|-0 8008 1А 
51-0 758 2,5А <25нс 
51-0 1008 2,5А <25нс 
51-0 1258 2,5А <25нс 
51-0 1508 2,5А <25нс 
51-0 50В 6А <З0нс 
51-0 758 6А <30нс 
51-0 1508 6А <З0нс 
51-0 508 50А <25нс 
51-0 758 504 <25нс 
51-0 1508 50А <25нс 
$1-0-$ 208 1А/25А(пик.) 
51-0-5 ЗОВ ТА/25А(пик. 
51-0-$ 408 1А/25А(пик.) 
5 
5 
5 







|-0-$ 208 ЗА/ЗОА(пик. 
|-0-$ 308 ЗА/80А(пик. 
1-0-$ 30В 5А 

$1-0-$ 408 5А 
5 
5 








|-0-$ 208 15А 

51-0-$ 208 25А 

51-0-$ З0В 25А 

51-0-$ 408 25А 

$1-0-$ 408 40А 

51-0 508 ЗА 
91-0 1008 ЗА 
91-0 2008 ЗА 
51-0 8008 ЗА 
51-0 10008 ЗА 
51-0 12008 ЗА 















—> 










Краткае справочные данные по зарубежным диодам 


Описание: 


1-0 1008 ЗА 30нс 

|-0 1508 ЗА З0нс 

1-0 508 6А ЗОнс 

1-0 1008 6А З0нс 

1-0 1508 6А ЗОнс 

1-0 508 12А ЗОнс 

1-0 1008 12А 3З0нс 

1-0 1508 12А 30нс 

|-0-$ ЗОВ 25А 

|-0-$ 408 25А 

|-0-$ ЗОВ 50А 

|-0-$ 408 50А 

1-0 аналог 1№3595 

1-0 2008 85А 

1-0-5 608 15мА 0,1нс 

1-0 225В 0,4А 

1-0 4008 0,4А/15А(пик.) 
1-0 508 1А 

1-0 1008 1А 

1-0 2008 1А 

1-0 4008 ТА 

[-0 6008 1А 

1-0 8008 1А 

1-0 10008 1А 

1-0 1008 75мА 0,5Вт 4нс 
1-0 358 0,15А <3,5нс 

1-0 908 0,13А <4нс 

1-0 12008 25А/300А(пик. 
1-0 1008 40А/480А(пик.) 
1-0 2008 40А/480А(пик.) 
|-0 4008 40А/480А(пик.) 
[-О0 1008 404/48 0А(пик. 
1-0 2008 40А/480А(пик. 
1-0 4008 40А/480А(пик: 
1-0 12008 6бА/1З4А(пик. 
1-0 12008 6А/134А(пик. 
1-0 8008 70А/1000А(пик. 
СЕ-В 208 30мА 

СЕ-О 30В 40мА 

СЕ-О 308 30мА 

СЕ-0 1158 50мА/О,5А(пик.) 
СЕ-0 1158 50мА/О,5А(пик.) 
СЕ-О0 45В 35мА 

СЕ-О 1108 50мА <1,3В 
СЕ-О 1308 50мА <1,3В 
СЕ-О 70В 50мА <1,3В 
СЕ-0 408 20мА 

СЕ-0 25В 20мА 

СЕ-О 308 60мА/О,2А(пик.) 80мВт 
СЕ-О 1008 45мА/О, 15А(пик.) 80мВт 
СЕ-О 75В 0,14А/0,25А(пик.) <35нс 
СЕ-О 208 0,13А/0,ЗА(пик.) <70нс 
51-0 608 90мА 


Тип прибора 


1№6074 
№6075 
№076 
№077 
№078 
№079 
№080 
146081 


—^ 


© 


№096 
№097 
№098 
№099 
№262 
№263 
№645 
№647 
№478 
№479 
№480 
№6481 
№6482 
№483 
№484 
№914 
55119 
55131 
5Е120 
ОНЕ10 
ОНЕ20 
0НЕ40 
ОНЕВ10 
ОНЕВ20 
ОНЕВ40 
Е120 
ЕВ120 
ОНЕЗО 








АА132 


АА134 
АА1ЗТ 
АА139 
АА143 


> ЕЕЕЕЕЕЕСЯ 
= чей | стызйь | стыгйь | снеыйь {| сшейь | сзыздь 
| 633 |< |5 |= |5 |= 


17 
18 
ВА! 00 
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ВА! 270 $!-0 608 0,2А 

ВА128 $-0 75В 0,11А 
5 
5 





1-0 3508 0,ЗА 
51-0 3508 0,3А 

51-0 6008 0,4А 300нс 

51-0 608 0,2А <10нс 

51-0 108 0,2А/0,4А(пик.) 4нс 
51-0 208 1-ЗпФ 0,1А 

51-0 358 0,9-2пФ 0,1А 

51-6 108 0,1А/0,2А(пик.) 4нс 
51-0 308 0,1А/0,2А(пик.) Анс 
51-0 508 0,1А/0,2А(пик.) 4нс 
51-0 30В 50мА 100МГц 
5 
5 
5 
5 



































|-0-5 48. 30мА 1,1пФ 
|-0 358 0,1А 1,21Ф 

|-0 358 0,9-2пф 0,1А 
91-0 3008 0,ЗА/4А(пик.) 1мкс 
51-0 2508.0,2А <50нс 
51-0 758 0,2А <4нс 

51-0 308 0,2А 
5 
5 

















|-0-5 48 30мА 1пф 
$1-0-$ 308 0,2А 10пФ 
5 


ВАТ86 |-0-$ 508 0,2А 8пФ 
ВА\ТО 51-0 60В 0,3ЗА/О,бА(пик.) бнс 






ВА\У100 $1-0 608 0,25А <50нс 
ВА\У1 01 51-0 1208 0,25А <50нс 
5 
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88811 |-С настроечный для СТВ 2ГГц 
8У126 |-2 6508 1А 

ВУ127 |-0 12508 1А 

ВУ133 81-0 13008 1А/БОА(пик.) 

2х51-0 70В 0,2А бнс ВУ134 51-0 600В 1А/50А(пик.) 

2х51!-0 70В 0,2А 6нс ВУ135 |-О 2008 1А/50А(пик.) 
ВУ157/...А |-О 200...10008 0,3А <300нс 
`ВАМ25 = | ВУ157/...В |-0 200...10008 0,4А <300нс 


ВА\М26 $1-0 75В 0,6А <бнс 
ВА\М27 51-0 75В 0,6А <бнс 


ВА\М5б6 2х51-В 708 0,2А бнс 

ВАМ/62 51-0 75В 0,2А/0,45А(пик.) 4нс 

ВА\МУТЬ 51-0 35В 0,15А/2А(пик.) 2нс 
5 
5 


[-0 200...10008 0,6А <300нс 
1-0 15кВ 2,5мА 

1-2 1500/18008 5мА 

|-О 10кВ 2,5мА 250нс 

1-2 508 1,2А 

1-0 508 1,2А 

1-0 1008 1,2А <500нс 

1-0 2008 1,2А <500нс 

1-0 4008 1,2А <500нс 

|-0 8008 1,2А <500нс 

1-0 12008 1,2А <500нс 

[-0 250...6508В 1А/З0А( пик.) 200 нс 
|-0 1,2...2,5КВ 0,25А 300нс 
1-0 100...10008 ЗА <850нс 
1-0 3508 0,4А <300нс 

1-0 6008 0,4А <300нс 

|-0 600...10008 0,75А <350нс 
1-0 12,5кВ 2,5мА 

1-0 400...8008 ТА 

1-0 50...10008 6А/400А(пик. 
|-0 100...8008 2А <200нс 

1-0 демпферный для ТВ 15008 5А 
1-0 6508 1,5А 

51-0 12508 1,5А 

$1-0 1000...15008. ЗА/5ОА(пик.) 
20 мкс 

см. В\У229/800-МВВ 


ВАМ/25 51-0 508 0,6А <6нс 


















ВАМ/Т6 |-0 758 0,15А/2А(пик.) 2нс 
ВАХ12 1-0 908 0,4А/0,ЗА(пик.) 50нс 


ВАХ13 51-0 50В 0,15А 0,5Вт 4нс 
ВАХ14 51-0 408 0,5А <30нс 


ВАХ16 51-0 1508 0,2А <120нс 
ВАХ17 51-0 2008 0,2А <120нс 
ВАХ18 51-0 758 0,4А/2А(пик.) 

ВАУдб 


ВВ103 51-0 30В 11,3-301Ф 

В8В104 2х51-0 настроечный ЕМ 

881058 
88106 
88139 51-0 З0В 4,3-291пФ 

ВВ142 


Ву201/2.../6 
ВУ203/12.../25 





Е Е 
ен —< 
> >. 
сл —& 
|) 


кри 





2х51-0 30В 14-391Ф |-О 200...10008 7А/6ОА(пик.) 150 нс 
51-0 30В 11пФ |-О аналог ВУ229 1$0 

51-0 30В 1,8-17пф СВЧ Ву239/200 |-0 200...1250В 10А 

|-0 300...6008 6,5А/6ОА(пик.) 


1-2 2008 ЗА/100А(пик.) 

1-0 4008 ЗА/100А(пик.) 

1-0 6008 ЗА/100А(пик.) 

|-0 8008 ЗА/100А(пик.) 

|-0 13008 3А/100А(пик.) 

1-2 14008 0,3А <500нс 

1-0 16008 0,8А <500нс 

|-0 150...10008 0,32А 300нс 
|-0 150...10008 0,52А 300нс 
1-0 150...6008 150нс 

1-0 75...3008 1,1А 150нс 
1-0 75...3008 1,ЗА 150нс 
1-0 75...3008 ЗА 150нс 

1-0 75...6008 2,5А 150нс 


2х$1-0 настроечный АМ 
1-0 28 1,7-46пФ 
1-0 настроечный УКВ 


|-0 ЗОВ 1,8-18пФ 


со | 2 | < | <> Со | с | с со | с | 2 | © | <® | © |< | 52 | 2 |< |< |5 09 | со | 59 | 5% | 93 | ©9 | 29 | 59 |5 | < |2 
—!—<|=< < —< |< |< —<|—<|-—<!-=< = |= == <<< < — |< |< |-<|-<!-<|-<1-=<-=<=<-< 
г |! г м | >, [о о а р р р Я р ой 
лм мл ГГ гм |-=|-ЩЦ о<ао о р <] ю| хх] << | |< м 
©2121 — | © <> || со | — || хю оо ы са <> |< |< | = | © 1 о | © | > |< | 
п |9) 09 | > `— 

|4 


х м 


5 
5 
5 
51-О`настроечный УКВ 

51-0 28В 5-32пф настроечный УКВ 
5 

5 

5 

2 





|-О настроечный УКВ 
1-0 настроечный УКВ 
1-0 288 2,5-12пФ @ = 300 


х51-0 18В 42-46,5пФ 
1-0 28В 4-46пФ настроечный УКВ 


7 


95 | 93 | 59 | 505 | ©? | © | 59 | © | Со | © | © | 3 |5 | © | 95 |< | © 03 | Со | С9 | 55 | 2 
09103 |169 Го | 63 |193 163 Го | 69 |969 |6 1 бо |199 | 93 | бо | © | < со 1901 < | 60163 
сл | сл | сл | > | | © | © | © | |? |2 |1 | | | | — || — | > 
о = оо юю <> о | | | | <> 
< ||| ||| || = юм |©® ам ам 1 го | | | № | © 

6 | (2 С) | 5 р) © | 92 |С> | 55 > [р 


со | с> | со [52 | © | © | © | © | © | © | 55 
—< |< |< |< |< |<|=<|=<|=<|=<|-=< 
м м1 мм мм | ммм 
Фу |1 | | о |< | © |< | сл | сл 
11—11 


Со | 55 
Со | 92 
со | со 
<> | 
<> | > 
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ВУ521 91:0-$ 45...90 1А 

51-0 1008 ЗА <500нс 51-0-5 45...90 ЗА 

91-0-5 458 5А/120А(пик.) 

51-0 4008 ЗА/200А(пик.) 500нс 2х51-0-$ 45...90В 2,15А 

91-0 600...10008 1А/З5А(пик.) 100нс 
<200 нс 

ВУТЬ 

Ву520-10...-20 


51-0 100...8008 6А <300нс 
[8/5 | 


со 


51-0 50...10008 ЗА 

$1-0 50...8008 5А 

51-0 18008 85мА 200нс 

$1-0 25В 1,5А 

$1-0 12508 2А 

51-0 10кВ 4мА 200нс 

$1-0 12кВ 4мА 200нс 

$1-0 14кВ 4мА 200нс 

51-0 17кВ ЗмА 200нс 

|-О0 19кВ ЗмА 200нс 

1-0 22кВ ЗмА 200нс 

1-0 24кВ ЗмА 200нс 

1-0 З0кВ ЗмА 200нс 

1-0 24кВ ЗмА 200нс 

1-0 200...10008 0,58А 

1-0 200...10008 1,4А 

1-0 200...10008 2А 2,5мкс 
1-0 200...10008 2А 2,5мкс 
1-0 200...10008 0,4А <300нс 
|-0 200...10008 1,ЗА <300нс 
1-0 200...10008 1,8А <300нс 
1-0 200...10008 1,ЗА <300нс 
1-0 200...10008 ТА 

1-0 50...4008 0,5А <50нс 

|-0 50...4008 1,75А <50нс 
[-0 50...4008 2А <50нс 


ЗА...6 
4А...М 
91-0 50...10008 ЗА <100нс 
-...М 
10-...(А) 


В\У707 
В\У708 


сэ |< | © со | © | <> [с [с | с 
< |< |-< -< |< |< |=< |-< | =< 
1-1: со гсм | лс сл 
— | — | > | со |< | см | © |№ 
—— >=! — 199145 |>|©>1ы 


© 


В\\16 |-0 10008 1,5А 300нс 
В\\18 |-0-$ 30...45В 8,8А 
В\\19 |-0-5 30...45В 9ЭА 


| 


ВУ712 
В\713 
ВУ714 


2 
6 
В\\15 
5 
5 


© 


51-0-5 30... 
1-0-$ 30... 
51-0-$ 30... 


|9] 


5 
2 


© 


ВУ0170...М 
ВУ0310...М 
ВУОЗ30...М 
ВУ0340...М 
ВУ0370...М 
В\У0570...М 
ВУБ71А...@ 
ВУО7ЗА...@ 
ВУО74А...@ 


|9 







© 


51-0 300...5008 7,4А <50нс 


ВУ\УЗЕА...Е $1-0 200...10008 1,6А ЗОА(пик.) 
150нс 


© 


01019219 
—< |< |< |< 
19 |о | © 
— |— | — |5 
-Р> | © | — 
= 
=== 
[92] 






© 
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ВУ\/42 2х51-0 50...2008 З0А <25нс 

$1-Б 50...2008 30А/160А(пик.) 28нс 
51-0 50...2008 12А/420А(пик.) <35нс 
ВУ\9БА...С 51- 200...600В 1,5А/З5А(пик.) 250 нс 
ВУ\9бО...Е $1-Б 800...10008 1,5А/З5А(пик.) 


ВУ\100 
ВУ 14 
ВУМ15 
ВУ\М16 
ВУ\М1 78 
ВУ\М19 
ВУ\М27 
В\\М29 


300 нс 


5 
51-0 100...8008 ЗА <200нс 

1-0 8008 ЗА <б0нс 

51-0 50...10008 1А 


1-0 4008 _2А <200нс 


ВУМ29Е 
ВУ\МЗ2 
ВУМЗ3 
ВУМ34 


== 
г 
< |< 
=> | == 
сл | <> 
> |< 


ВУМЗ5 51-0 5008 2А <200нс 

ВУМЗ6 51-0 6008 2А <200нс 

БД 
838 
839 
840 
ВУ 
В\\!42 
843 
8152 


1-0 4008 _2А <4мкс 

1-0 6008 2А <4мкс 

|-0 8008 2А <4мкс 

|-2 10008 2А <4мкс 

1-0 50...6008 1А <200нс 
1-0 50...6008 ЗА <200нс 


В\У\М5З 5 
5 
5 
5 
5 
5 

2 51-0 2008 ЗА/6ОА(пик.) 200нс 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


ВУ 54 
ВУ\М55 


1-0 3008 ЗА/бОА(пик.) 200нс 
1-0 4008 ЗА/6ОА(пик.) 200нс 
1-0 5008 ЗА/6ОА(пик.) 200нс 
1-0 6008 ЗА/6бОА(пик.) 200нс 
... 1-0 50...2008В 10А <35нс 
51-0 8008 360мА/15А(пик. 


- 


со | бо |3 
НЕЕ 
>< > 
ми 


8В\\№М8/100 
В\\М98/150 


ВУХ10 
ВУХ13 
В\УХЗ8 
ВУХ42 


сэ СО | 99 | 93 
НЕАЕЕ 
на 655 < 
о 1> 
|< 


















ВУХ48 1-0 300...12008 6А 


5 
В\Х49 51-0 300...12008В 6А 
В\УХ55 51-0 350...6008 1,2А 750нс 


ВУХ55/350 
ВУХб1 
ВУХ71 51-0 350...6008 7А <450нс 

ВУХ72 
ВУХ9б 


ВУХ97 51-0 300...1600В 40А 
ВУХ98 51-0 300...12008 10А 
5 


ВУХ99 |-0 300...12008 15А 
В\УУЗ1 51-0 1508 ТА 


ВУУ32 51-0 3008 1А 
ВуУЗ3 31-6 4508 1А 
ВУУ34 
ВУУЗ5 


В\\У36 51-0 9008 ТА 


ВУУЗ7 
ВУ710 $1-0 12008 6А 

ВУ711 $1-0 9008 6А 

ВУ712 $1-0 6008 6А 

ВУ213 51-0 3008 6А 

ЕМ502 $1-0 аналог 1№4003 

ЕМ504 $1-0 аналог 1№4004 

ЕМ506 51-0 аналог 1№4005 


ЕМ508 
ЕМЗ10 
ЕМЗ13 


$1-9 аналог 1№4006 
$1-0 аналог 1№4007 
51-0 13008 1А/50А( пик. 


ЕМ516 51-2 18008 1А/50А(пик. 
ЕВО29/06 51-0 6008 2,5А/7ОА(пик.) 0,4мкс 
ЕВО29/08 51-0 8008 2,5А/ТОА(пик.) 0,4мкс 


51-0 15008 0,5А/20А(пик.) 1,5мкс 
Е$М765/200 51-0 2008 10А 300нс 
Е1бА.../ 2х51-0 50...6008 16А <35нс 
ЕЗОА.../ 2х$1-0 50...6008 З0А <35...50нс 


ЕВА... $1-0 50...6008 ЗА <35нс 
8157 $1-9 10008 1,5А/б0А(пик.) 500нс 
8207 51-0 10008 2А/7ОА(пик.) 500нс 
51-9 10008 ЗА/200А(пик.) 500нс 
ЕА604 51-0 4008 6А/З00А(пик.) 150нс 
ЕВ605 51-0 6008 6А/З00А(пик.) 250нс 
ЕВ607 51-0 10008 6А/З00А(пик.) 500нс 
45005 31-0 60008 0,2А 
СРОЗА... 51-0 50...6008В 0,8А 
@РТОА...М $1-0 50...10008 1А 
@Р1ОМ...У 51-0 1100...16008 1А 
СРТБА...М $1-0 50...10008В 1,5А 


СР20А...М 


бРЗОА...М 
СР80А.М _ [51-0 50...10008 8А 


С | <> 1-17 1-91-71 |=“ т 
-о |5 29 |9] 
о | © — 
— | — >> ма] 
сл | <> — 

2> | > 

== 


<> 
5 
5 
го 
> 
> 
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$1-0 50...10008В ЗА 1-9 508 ЗА — 
$1-0 50...10008 6А $1-0 1008 ЗА 
















Тип прибора Тип прибора 


$2 | @2 
2 |179 
17 
С | © 
<> | > 
> > 
= |= 














— 51-0 4008 ЗА 
СЗАЗБВ...Е 
.. 51-0 100...8008 ЗА 
[14148 $1-0 75В 0,15А 0,5Вт 4нс $1-0 10008 ЗА 
МА178 $1-0 408 0,2А <20нс 51-0 508 6А/400А(пик. 
МАТ 85 $1-0 2508 0,2А | 
МВЕО30 $1-0-$ 308 0,5А 
МВЕО40 


МВВ1020 
МВВ1035 
МВВ1 045 
МВВ1060 
МВВ1070 
МВВ1080 


МВВ1090 $1-0-$ 908 10А/150А(пик.) 

МВВ150 $1-0-$ 508 1А 

МВВ1520 $1-0-$ 208 15А/150А(пик. 

МВВ1530 
МВВ1535 
МВВ1 535СТ 2х$1-0-$ 35В 15А/150А(пик. 

МВВ1540 
МВВ1545СТ 


(пик. 
51-0 4008 6А/400А(пик.) 


51-0 2008 ЗА <200нс 





=== === ааа == ааа === === === = 
23129 129 | 29 | 29 159 159 159 159 |529 1533 |159 159 159 159 159 [59 159 159 159 159 1759 1759 159 159 159 159 |159 |159 129 |199 159 159 
со | со | со | со |1 со | со | © | Со | |< | © | © |< | © |< | © | © |< || ыыы ыы о ыТАЕ сл Гол тол | ол Гол |< 
со 1 со | оо |< | сл | см | стол 1-4 1 | © | © | © | м1 гм | м1 | хм мм мы ооо © 
— | > | <> | 2 1-6 [№ | — | © | © 192 1 м2 | | © |< | <> |-> |1 — | © | © | © | © |+ |1 — 1 | о |< | 51-1 | — 
+ 
(Фр) 


МВВ160 $1-0-$ 608 1А ... $1-0 аналог МА830...36 <1мкс 
МВВ1 635 $1-0-$ 358 16А/150А(пик.) 61-0 508 ЗА <200нс 
МВВ1 645 $1-Б 1008 ЗА <200нс 
МВВ2035 51-0-$ 358 20А 51-0 2008 ЗА <200нс 

2х51-0-$ 358 20А ©1-0 4008 ЗА <200нс 
МВВ2045 $1-0-$ 458 20А 51-О 600В-ЗА <200нс 

2 


$1-0 1008 12А <1мкс 


51-0 6008 12А <1мкс 

$1-0 1008 ЗА <750нс 

31-0 2008 ЗА <750нс 

51-0 4008 ЗА <750нс 

51-0 6008 ЗА <750нс 

51-0 50...10008 1А/З5А(пик.) 75нс 
МУВ1505...1560 | $1-0 50...6008 15А <б60нс 
МУВ405...4100 |$1-0 50...10008 4А/З5А(пик.) 75нс 


МУВ605СТ 2х51-0 50В ЗА <35нс 


х5|-0-$ 70В 10А 


51-0-5 208 25А 
МВВ2530 


х5|-0-5 ЗОВ 25А 
$1-0-$ 358 25А 
х5|-0-$ 35В 25А 
2х51-0-$ 208 З0А 
2 
2 







и 


МВА2535 


МУВ105...110 


х51-0-$ 208 30А/100А(пик. 


х51-0-$ 35В З0А 


х$1-0-$ 35В З0А/100А(пик. 


2 
2 
2 








Е Е Е = ===“: < 2 22 
со |005 | 50 | 55 | со | со |©5 | © |5 |2 [= со | со 153 | 99 | Со [60 | 99 [=] с [9 
59 | 59 |509 |509 [59 [59 [29 |509 |509 |509 |205 [29 59 |509 [59 [59 |235 159159 |529 123 25 > 
|-> 11 < | < |< |< |< м 5%) ммм м г > = 
+8883 [$] ло ооо >> 55 
хо | к ЧР | < | © | о 1 Го | © |4) К» | № |< | © | 1 | © |-> со |9 

аа 88888 78 

Е ЗА О К О ыыы В ВЫ ОИ ВЫ = п] 
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<< |<] | |< | © | < 

= | ыыы ры | ыы | — ГОО | СО | Со 

© | 4> | | > | © | > | | 
<> |< < |< 


МУВ610СТ 
2х$1-0-$ 458 З0А/100А(пик. МИВ620СТ 
51-0-$ 458 40А МИВ805...810 

МуВО305...32 
$1-0-$ 458 7,5А/150А(пик.) МИВо605СТ — |2х$1-0 508 ЗА <35нс 

МУВО610СТ 


= |= 
Со 19 
2129 
1 | 
© | сл 
> <> 


МУВО620СТ 2х51-0 2008 ЗА <35нс 


$1-0-$ 608 7,5А/150А(пик.) 


— 


74 


Тип прибора 


М\У102 
М\У103 
М\У104 
0А200 
0А202 
0А210 
0А211 
0А47 

0А90 

0А91 

0А95 

РЗ00А...М 
Р600А...М 
РВУВ1040 


РВУВЗ040 


В2км 
В2ку 
ВВ100А 


ВСРО1-10...2 


МТ 


ВСР1ОА...М 
АСРУЗА...М 


ВСРЗОМ 


В120 


58130 


$8150 


58180 


В190 


58220 


В240 


$8260 


{9 
© 
© 
х 
<> 


0 


р) 
со 
— 
— 
<> 
<> 


© | © |< С | © | © СР | [9 [92 [92 
Со 192 ГС со с со Сс сэ 

© | ]м о. ке. 5%) — — 

—^ | © | © сл [4%) — [®) ^^ 

© | >| © =>) {чи [ч) {(®) (=>) 

>> > 


настроечный УКВ 
настроечный УКВ 
настроечный УКВ 


СЕ-0 1158 50мА/О, 15А(пик.)} <ЗВ 
СЕ-О 1158 50мА/О, 15А(пик.) <2В 
51-0 50...10008 5А 5мкс 

51-0 50...10008 6А/400А(пик.) 
$1-0-$ 408 10А/125А(пик.) 


5 


51-0 1408 1А 


© 


5 


| 


| 


СО | © |< | < 
20 
со 
-Р> 
|<) 
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Описание 


|-0-$ ЗОВ ЗА/100А(пик.) 
1-0-$ 408 ЗА/100А(пик.) 
|-0-$ 508 ЗА/100А(пик ) 
|-0-$ 608 ЗА/100А(пик. 
|-0-$ 808 ЗА/100А(пик.) 
|-0-$ 908 ЗА/100А(пик.) 
|-0-5 1008 5А/85А(пик.) 
|-0-$ 208 5А 
|-0-$ 30В 5А 
|-0-$ 408 5А 
|-0-$ 508 5А/85А(пик. } 
1-0-$ 608 5А/85А(пик.) 
51-0-$ 808 5А/85А(пик. 
51-0-$ 908 5А/85А(пик. 
КЗ/16 51-0 16008 1,ЗА/180А(пик. 
51-0 4008 3,8А/175А(пик.) 300нс 
КЕДЕ1 /01...10 | 51-0 100...10008 1,2А <400нс 
ЗКЕДЕ2/01...10 |$1-0 100...10008 2А <400нс 
...16  |51-0 120...16008 1,4А 
51-0 матрица 1208 0,4А/2А(пик.) 
51-0-$ 408 50А/400А(пик.) 
$1-0-$ 40В ЗА/9ОА(пик. 


Тип прибора 
8330 


Описание 


В360 
8380 
В390 


|-0 50В 0,16А 3,5мкс 

1-0 1508 0,16А 3,5мкс 

1-0 4008 0,5А 

1-0 3008 0,5А 

Е-О 25В 110мА <70нс 

Е-0 208 8мА/45тА(пик.) <3,2В 
В540 
8550 


|-0-$ 408 ЗОА/ЗО0А(пик.) 


|-0 1608 1А 

|-0-5 40В 1А 

1-0 1000...20008 0,1А 300нс 
1-0 50...10008 1А <150...500нс 
1-0 50...10008 1,5А <150...500нс 85040 
|-0 10008 ЗА/125А(пик.)} 500нс 
|-0-$ 1008 ТА/2БА(пик.) ВР1О0А...К 51-0 50...8008 1А <100...200нс 
[-0-$ 208 1А/25А(пик.) ВРЗО0А...К 51-0 50...8008 ЗА <100...200нс 
[-0-$ 308 ТА/25А(пик. $АРбО0А...К —1$1-0 50...8008 6А <100...200нс 


рае) С 1 [< 1 о ор РР | бр | тк |1 

12 р с 16919 с 1921 с 16 
[92 С сл лс сло | сл С^2 | > 

—> | [<> <о | со |< © | — сл |4 

<> —. г >| > © >| |®ю <> |< 

— о >> <> 

г | — > 


с 


|-0-$ 1008 3А/100АР |-О 10008 ЗА/150А(пик.) 75нс 


|-0-5 408 1А/25А(пик.) 


|-0-5 208 ЗА/100А(пик.) 
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Приложение 2. 
Краткие справочные данные 
по зарубежным транзисторам 


СЕ — германий; 

УТ — кремний; 

Р — Р-М-Р 

М — М-Р-М; 

ПАВГ. — составной транзистор (схема Дарлингтона); 

|9. — цифровой; 

ЕЕТ — полевой; 

СВТ — — биполярный с изолированным затвором; 

В — номинал встроенного сопротивления цифрового транзистора: 
одно значение — сопротивление резистора, включенного в цепь 
базы; два значения через дробь: первое — включенное в цепь 


базы, второе — включенное в цепь база-эмиттер. 


24109 СЕ-Р 35В 0,15А 0,165Вт 









$1-Р 60В 0,6А 0,4Вт 45/100 
91-№ 458 0,03А >60МГц 





2№3055 51-М 1008 15А 115Вт 8009кГц 
2№3055 51-М 1008 15А 115Вт 800кГц 
2№3055Н 51-М 1008 15А 115Вт 800кГц 



















$1-№ 3008 1А 10Вт 15МГц 

|-№ 658 0,35А 7Вт 500МГц 

|-№ 308 0,054 0,2Вт 1,4ГГц 
|-№ 250/1758В 2А 35Вт >10МГц 
|-№ 408 0,25А 23Вт 400 МГц 
|-№ 408 0,24 0,2Вт 

|-№ 1408 ТА 0,5Вт 200МГц 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
$1-№ 308 0,0ЗА 0,36Вт 100МГц 
5 
5 
5 
$ 
5 






|- № 30В 0,0ЗА 0,36Вт 8ОМГц 
|-№ 1008 10А 150Вт'4МГц 
|- № 80В 0,5А 1Вт 35/60нс 
|-Р.60В 4А 25Вт >4МГц 
51-№ 1008 4А 20Вт >10МГц 
51-№ 1608 16А 150Вт 

$1-Р 80В 10А 150Вт 4МГц 


>. 





2№3821 М-ГЕТ 50В 2,5мА 0,3ЗВт 
243824 М-ГЕТ 50В 10мА 0,3ЗВт 
2№3866 51-М 55В 0,4А 1Вт 175 МГц 
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244347 


2№4236 51-Р 808 ЗА 1Вт >3ЗМГц 


$1-№ 558 0,4А 4Вт 5мА 
$1-М№ 408 0,5А 2,5Вт 1,5ГГц 
51-М 20В 50мА 0,2Вт >1ГГц 
$1-№ 808 4А З6Вт >0,8МГц 
М-ОАВЕ 408 0,ЗА 0,48Вт В>7000 
245322 






































С | 






|4 


























М-РЕТ 25В 5мА 0,31Вт 


Тип ‘прибора 
№5484 


№5485 
№551 $1-№ 1808 0,6А 0,31 Вт 

№5589 $1-№ 368 0,6А ЗВт 175МГц 

№5639 М-ЕЕТ 308 10мА 310мВт 


$1-М 1508 З0А 140Вт 0,5мкс 


№5672 


№5680 
№5682 $1-№ 1208 1А 1Вт >30МГц 

№684 $1-Р 80В 50А 2008т 

№5686 $1-№ 80В 50А 300Вт >2МГц 


$1-М ЗОВ 0,05А 0,7Вт >900МГц 
1-Р._15В 50мА 625мВт >850МГц 


5 
№5876 51-Р ВОВ 10А 150Вт >4МГц 
№5878 51-М№ 80В 10А 150Вт >4МГц 
№5879 51-М 60В 10А 150Вт >4МГц 

5 

5 

5 


№5770 
№5771 


№5884 |-Р. ЗОВ 25А 200Вт 
№5886 |-№ 808 25А 200Вт >4МГц 
№031 [-Р. 1408 16А 200Вт 1МГц 


№050 Р-БАВЕ-+О 60В 12А 100Вт 
№6059 51-М 1008 12А 150Вт 


№6083 $1-М 368 5А З0Вт 175МГц 

№098 $1-М 70В 10А 75Вт ключевой 

№6099 $1-М 708 10А 75Вт ключевой 

№6109 

246124 

246211 
№6213 
№6248 
№6284 
№6287 
№6292 
№6356 
№6422 


№6427 М-ОАВЕ 408 0,5А 0,625Вт 
№6476 51-Р 1308 4А 16Вт 5МГц 
№6488 51-М 90В 15А 75Вт 


№6491 51-Р 90В 15А З0Вт 
№517 $1-М 3508 0,5А 0,625Вт В>40 


№520 $|-Р 3508 0,5А 0,625Вт В>40 

№547 51-М 850/400В 15А 175Вт 

№6556 $1-Р 1008 ЛА 10Вт >75МГц 

№6609 $1-Р 1608 16А 150Вт 2МГц 

№660 М-РЕТ 608 2А 6,25Вт 

№6661 М-РЕТ 908 2А 6,2Вт 

№6675 
№6678 
№716 $!-М 6б0В 2А 2Вт 50МГц 

№718 $1-М 1008 2А 2Вт 50МГц 

№725 М-ОАВЕ 608 2А 1Вт В>15000 

№6728 
№697 
№7002 
№914 
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Тип прибора Описание 


5А1227А $1-Р 1408 12А 120Вт 60МГц 


Описание 
|-№ ЗОВ 50мА 0,2Вт 600МГц 


Тип прибора 
№18 


| 
$А1006В |-Р 2508 1,5А 25Вт 80МГц $41232 $1-Р 1308 10А 100Вт 60МГц 
341009 |-Р 3508 2А 15Вт $А1241 $1-Р 508 2А 10Вт 100МГц 
[23А1011 |-Р 1608 1,5А 25Вт 120МГц $41242 $1-Р 358 5А 1Вт 170МГц 
|2$А1013 |-Р 1608 1А.0,9Вт 50МГц $А1244 ©1-Р 60В 5А 20Вт 60МГц 
$А1015 |-Р 508 0,15А 0,4Вт 8ОМГц $А1249 


5А1261 |-Р 1008 10А б0Вт 


5А1262 |-Р 60В 4А З0Вт 15МГц 


$А1016 5 
5 

5А1264М $1-Р_120В 8А 80Вт ЗОМГц, 
5 
5 


5А1017 
5А1018 
$А1020 
5А1027 
5А1029 
3А1034 
5А1037 
5А1048 
5А1049 
$А1061 
5А1062 
5А1065 
5А1084 
5А1103 
5А1106 
5А1110 
5А1111 
5А1 112 
5А1115 
5А1120 
5А1 123 
$А1124 
5А1127 
5А1141 
5А1 142 
5А1 145 


|-Р 1008 0,05А 0,4Вт 110МГц 
|-Р 1208 50мА 0,5Вт 110МГц 
|-Р 2508`70мА 0,75Вт >50МГц 
1-Р 50В 2А 0,9Вт 100МГц 

1-Р 50В 0,2А 0,25Вт 100МГц 
|-Р 30В 0,1А 0,2Вт 280МГц 
1-Р 35В 50мА 0,2Вт 200МГц 
1-Р 50В 0,4А 140МГц 

1-Р 50В 0,15А 0,2Вт 80МГц 
|-Р 1208 О, 1А 0,2Вт 100МГц 
1-Р 1008 6А 7О0Вт 15МГц 

|-№ 1208 7А 80Вт 15МГц 

1-Р 1508 10А 120Вт 50МГц 
|-Р 90В 0,1А 0,4Вт 90МГц 
|-Р 1008 7А 70Вт 20МГц 

|-Р 1408 10А 100Вт 20МГц 
1-Р 1208 0,5А 5Вт 250МГц 
1-Р 1508 ТА 20Вт 200МГц 
|-Р 1808 ТА 20Вт 200МГц 
1-Р 50В 0,2А 200МГц 

[-Р 35В 5А 170МГц 

-Р 1508 50мА 0,75Вт 200МГи 
1-Р. 1508 50мА 1Вт 200МГц 
1-Р 60В 0,1А 0,4Вт 200МГц 
|-Р 115В 10А 1009Вт 90МГи 
|-Р 1808 0,1А 8Вт 180МГц 
|-Р 1508 50мА 0,8Вт 200МГц 
|-Р 35В 0,8А 0,3Вт 120МГц 
|-Р 4008 0,5А 10Вт 

1-Р 20В 2А 0,9Вт 150МГц 

|-Р 1208 0, 1А 100МГц 

1-Р 2008 17А 200Вт 20МГц 
1-Р 50В 7А б0Вт 100МГц 

|-Р 1508 10А 100Вт 

|-Р 1508 50мА 0,5Вт 120МГц 
|-Р 1208 0, ЗА 0,5Вт 120МГи 
|-Р 15В 0,05А 0,6Вт 

|-Р 1808 70мА 0,6Вт 150МГц 
1-Р 1808 0,07А 0,9Вт 

|-Р 1808 0,14А 10Вт 

|-Р 2008 0,14А 10Вт 


5А1265№ |-Р 1408 10А 100Вт З0МГц 


5А1266 |-Р 50В 0,15А 0,4Вт 
5А1268 |-№ 1208 0, 1А 0,3ЗВт 100МГц 


5 
$А1270 $1-Р 358 0,5А 0,5Вт 200МГц 
$А1271 $1-Р 308 0,8А О,6Вт 120МГи 
$А1275 $1-Р 1608 1А 0,9Вт 20МГц 
3А1282 
5А1283 $1-Р 60В 1А 0,9Вт 85МГц 
$41286 З1-Р 308 1,5А 0,ЭВт 9ОМГц 
5 


5А1287 |-Р/ 50В ТА 0,ЭВт 9ОМГц 
5А1292 $|-Р 808 15А 70Вт 100МГц 


5А1293 51-Р 1008 5А З0Вт 0,2мкс 

5А1294 $1-Р 2308 15А 130Вт 

5А1295 $1-Р 2308 17А 200Вт З5МГц 
5 


5А1296 1-Р.20В 2А 0,75Вт 120МГц 
5А1298 $1-Р ЗОВ 0,8А 0,2Вт 120МГц 


5А1300 51-Р 10В 2А 0,75Вт 140 МГц 
5А1302 91-Р 2008 15А 150Вт 25МГц 
5А1303 51-Р 1508 14А 125Вт 50МГц 

5 


5А1306 [-Р. 1608 1,5А 20Вт 
5А1306А |-Р 1808 1,5А 20Вт 100МГц 


5А1307 |-Р. 6ОВ 5А 20Вт 0,1мкс 
5А1309 |-Р. ЗОВ 0,1А 0,3ЗВт 80МГц 
5А1310 |-Р 60В 0,1А 0,3ЗВт 200МГц 
5А1315 |-Р. 80В_2А 0,ЭВт 0,2мкс 
5А1316 |-Р. ЗОВ 0,1А 0,4Вт 50МГц 


5 

5 

5 

5 

5 

$А1 156 5 
5А1317 $1-Р 60В 0,2А 0,3ЗВт 200МГц 

5 

5 

5 

5 

5 


5А1160 
5А1163 
5А1170 
5А1185 
5А1186 
5А1200 
5А1201 
$А1206 
5А1207 
5А1208 _. 
5А1209 
5А1210 


$А1318 |-Р. 60В 0,2А О,5Вт 200МГц 

$41319 |-Р 1808 0,7А 0,7Вт 120МГц 
5А1321 |-Р. 2508 50мА 0,9Вт 100МГц 
$А1328 |-Р. 60В 12А 40Вт 0,Змкс 

$А1329 |-Р 80В 12А 40Вт 0, Змкс 

3А1345 
3А1346 


5А1348 $1-Р 508 0,1А 200МГц 
5А1349 51-Р 808 0,1А 0,4Вт 170 МГц 
5А1352 $1-Р 200В 0,1А 5Вт 70МГц 


5А1357 $1-Р 35В 5А 10Вт 170МГц 





Г Г [0 [О 0 О ыР 
тат 
— 
с 
>> 





$1213 |-Р 50В 2А 0,5Вт 120МГц 

$А1215 |-Р 1608 15А 150Вт 50МГц $1-Р 408 ЗА 10Вт 100МГц 

3А1216 |-Р 1808 17А 200Вт 40МГц 
|-Р 1208 1,2А 20Вт 160МГц 
|-Р 1608 0,5А 1Вт 45МГц 
|-Р 1608 1,5А 15Вт 100МГц 
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$1-Р 3008 0,1А 150МГц 
$1-Р 1208 2А 0,9Вт 0,2мкс $1-Р 2008 2А 25Вт 20МГц 
5 5 
5 5 

























г 


5А1383 |-Р._ 1808 0, 1А 10Вт 180МГц 25А1670 |-Р. ЗОВ 6А 60Вт 20МГц 
25А1386 |-Р 1608 15А 130Вт 40МГц 
5А1387 1-Р.бОВ 5А 25Вт З0МГц 


о 


25А1671 1-Р. 120/120В ЗА 75Вт 20МГц 
25А1672 51-Р 1408 10А 80Вт 20МГц 











2 5 
51-Р 60В 0,2А 0,4Вт 200МГц 51-Р 1808 15А 85Вт 20МГц 

$1-Р 1008 10А 30Вт 91-Р 60В 2А 0,9Вт 100/400нс 

$1-Р. 558 0,4А 0,9Вт 150МГц $1-Р 1208 1,5А 20Вт 150МГц 

ЗЕ-Р 1208 0,ЗА 8Вт 500МГц $1-Р 308 1,5А 1Вт 180МГц 

2 5 






$1-Р 358 5А 1Вт 170МГц 





$1-Р 80В бА 55Вт З0МГц 
$1-Р 2308 1А 20Вт 70МГц 


> 
г 









> 










> 
> 













> 






> 
> 























$1-Р 1808 2А 20Вт 200МГц 
91-Р 1008 0,5А 0,6Вт 120МГц $1-Р 2308 15А 130Вт 25МГц 
$1-Р 60В 12А З0Вт 70МГц СЕ.Р 158 10мА 0,0581 

51-Р 608 1А 1Вт <40нс $1-Р 408 0,4А 0,3Вт 

$1-Р 2008 0,2А 15Вт 400 МГц 51-Р 50В 0,05А 0,2Вт 80МГц 
$1-Р З5В 0,1А 0,2Вт 200МГц 
$1-Р ЗОВ 0,5А 0,5Вт 200МГц 






51-Р 808 1А 15Вт ЗОМГц 


г 
> 






$1-Р 1408 10А 1008Вт 20МГц 


г 
> 












г 
го 






> 
№ 







































51-Р 40В 1А 0,ЗВт 150МГц $1-Р 308 0,1А 100МГц 

51-Р 1808 12А 130Вт 25МГц 91-Р 1808 50мА 0,25Вт 

51-Р 508 0,5А 0,ЗВт 200МГц $1-Р 308 0,2А 0,25Вт 200МГц 
5 


Э|-Р 608 0,15А 0, 
З|-Р 258 1, 


го 
> 


91-Р 1208 0,ЗА ЗВт 400МГц 
5 
5 


> 
> 






г> 
г 






А) 
г 






г 
г 





> 
м 


|-№ 1208 0,1А 0,15Вт 130МГц 


А) 
г 


о) 
о) 


ое) 
А) 





г 
> 





> 
> 






|. 
> 






г 
г 






го 
А) 






> 
г 






г 
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>. 
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$81023 Р-БАВЕ-+О 60В.ЗА 20Вт В=5000 
$81035 $1-Р З0В ТА 0,9Вт 100МГц 


581039 51-Р 1008 4А 40Вт 20МГц 

$81050 $1-Р З0В 5А 1Вт 120МГц 

581055 51-Р 120В 6А 70Вт 20МГц 
5 


581065 [-Р.6ОВ ЗА 10Вт 
$81066 |-Р.5ОВ ЗА 1Вт 70МГц 


5 
$81068 $!-Р 208 2А 0,75Вт 180МГц, 
5 


581071 
581077 Р-РАВЕ 60В 4А 40Вт В>1000 
581086 
$81098 
581099 Р-ОАВЕ+О 1008 ЗА 25Вт В=6000 
581100 
$81109 


$81109$ 51-Р_ 1608 0,1А 1,25Вт 
$81117 51-Р ЗОВ ЗА 1Вт 280МГц 
$81120 З1-Р 208 2,5А 0,5Вт 250МГц 


5811211 31-Р ЗОВ 2А 150МГц 
581123 $1-Р 60В 2А 0,5Вт 150МГц 


581132. 51-Р 408 ТА 0,5Вт 150МГц 
581133 $1-Р 608 ЗА 25Вт 40МГц 
$81134 $1-Р 60В 5А 25Вт З0Вт 


$81135 51-Р 60В 7А ЗОВт 10МГц 
581136 |-Р. бОВ 12А ЗОВт 10МГц 


5 

581140 $1-Р_25В 5А 10Вт З20МГц 

581141 51-Р 208 1,2А 10Вт 150МГц 

581143 51-Р_60В 4А 10Вт 140 МГц 

581146 Р-ОАВЕ 1208 6А 25Вт 

581149 Р-ОБАВЕ 1008 ЗА 15Вт В=10000 

$81151 51-Р 60В 5А 20Вт 
5 
5 
5 
5 
5 






























Тип прибора Описание 


5А777 51-Р 808 0,5А 0,758т 120МГц 
ЗА77ВА |-Р_ 1808 0,05А 0,2Вт 60МГц 


5 
5А781 51-Р 20В 0,2А 0,2Вт 
5А794 51-Р 1008 0,5А 5Вт 120МГц 
5 
5 


> 


ЗА794А |-Р.120В 0,5А 5Вт 120МГц 


3А812 
3А814 
5А817 
5А817А 31-Р 808 0,4А 0,8Вт 100МГц 

5А8З6 
34838 
3839 


5 
5АВ41 $1-Р 60В 0,05А 0,2Вт 140МГц 
5А858 51-Р 1508 50мА 0,5Вт 100МГц 
5А872 $51-Р 90В 0,05А 0,2Вт 120МГц 
5А872А $1-Р_120В 50мА 0,3ЗВт 120МГц 
5А884 $1-Р 65В 0,2А 0,27Вт 140МГц 
5 


5АВ85 |-Р._45В ТА 5Вт 200МГц 
5А886 $1-Р 5ОВ 1,5А 1,2Вт 


$4893 $1-Р 908 50мА 0,3ЗВт 
$А900 $1-Р 18В ЛА 1,2Вт 
$4914 $1-Р 1508 0,05А 200МГц 


5А915 $1-Р 120В 0,05А 0,8Вт 80МГц 
5А916 $1-Р 1608 0,05А 1Вт 80МГц 


5А921 $1-Р 1208 20мА 0,25Вт 200МГц 

5А933 $1-Р 50В 0,1А 0,ЗВт 

5А934 $1-Р 408 0,7А 0,75Вт 

5А935 51-Р 808 0,7А 0,75Вт 150МГц 
5 


54937 
54940 
5А941 
$4949 


5 
5А965 $1-Р 1208 0,8А 0,9Вт 120МГц 
5А966 $1-Р ЗОВ 1,5А 0,9ЭВт 120МГц 
5А968 $1-Р 1608 1,5А 25Вт 100МГц 


54970 
54982 
5А984 51-Р_60В 0,5А 0,5Вт 120МГц 

54985 
54988 


5А991 $1-Р 60В 0,1А 0,5Вт 9ОМГц 

5А992 51-Р 1008 0,05А 0,2Вт 

5А995 $1-Р 1008 0,05А 0,4Вт 100МГц 

$81009 5|-Р 408 2А 10Вт 100МГц 
5 
Р 
5 
5 


$81154 [-Р_ 130В 10А 70Вт ЗОМГц 
581156 |-Р. 1308 20А 100Вт 


581162 
581166 |-Р 60В ВА 20Вт 130МГц 

581168 
581182 


581184 51-Р 60В ЗА 15Вт 70МГц 
581185 $1-Р 50В ЗА 25Вт 70МГц 
581186 $1-Р 1208 1,5А 20Вт 50МГц 
$81187 $51-Р 80В ЗА З5Вт 
$81188 $1-Р 408 2А 100МГц 
$81202 $1-Р_60В ЗА 15Вт 150МГц 
$81203 $1-Р 60В 5А 20Вт 130МГц 
$81010 1-Р_ 408 2А 0,75Вт 100МГц 5 
5$81012К -ОАВЕ 1208 1,5А 8Вт 5 
581013 |-Р_20В 2А 0,7Вт 5 
Р 
5 
5 
5 


$81015 
$81016 
$81017 
$81018 
$81020 


$81204 |-Р._6ОВ ЗА 20Вт 130МГц 
$81205 1-Р25В 5А 10Вт 320МГц 
581212 |-Р. 1608 1,5А 0,9Вт 50МГц 
581223 -БАНЕ+О 708 4А 20Вт 20МГц 
581236 |-Р 1208 1,5А 1Вт 50МГц 
$81237 |-Р._40В 1А 1Вт 150МГц 


581238 |-Р. ЗОВ 0,7А 1Вт 100МГц 
581240 $!-Р 408 2А 1Вт 100МГц 
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Тип прибора 
2581243 $1-Р 60В ЗА 1Вт 

2581254 Р-ОАВЕ 1608 7А 7ОВт 

2581255 Р-ОАВЕ 1608 ЗА 100Вт В>5000 
2581258 Р-ОАВЕ+О 1008 6А ЗОВт В>1000 













$1-Р 808 5А З0Вт 

51-Р 258 5А 320МГц 
Р-ОАВЕ-+-О 1008 ЗА 1Вт В>200 
51-Р 30В 5А 0,ЗВт 120МГц 
51-Р. 408 1А 1,2Вт 150МГц 
©1-Р 328 0,7А 1,2Вт 100МГц 
51-Р 1508 ЭА 100Вт 15МГц 

|-Р 60В ЗА 25Вт 9МГц 

-РАВЕ+Р 1208 16А 75Вт В>2000 
|-Р 30В ЗА 2Вт ЗОМГц 


5 
5 
Р 
5 
$1-Р 1208 16А 80Вт 50МГц 
5 
5 
5 







|-Р 208 2А 1Вт 90МГц 
|-Р 1808 15А 150Вт 10МГц 
$|- 





91-Р. 60В 1,5А 10Вт 70МГц 
51-Р 1108 0,8А 10Вт 70МГц 
$1-Р 1308 1,5А 20Вт 60МГц 
$1-Р 1108 ЗА 80Вт 9МГц 
$1-Р 258 1А 0,9Вт 180МГц 
5 
5 


> |г> | | > |1 о | № 






го 






г> 








го || 








г 








го | го 


$8546А |-Р_2008В 2А 25Вт 5МГц 
$8549 |-Р_120В 0,ЗА 10Вт 80МГц 
258557 |-Р. 1208 ЗА 80Вт 


го г 
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51-Р 258 1А 0,5Вт 180МГц 

$1-Р 608 0,7А 0,8Вт 120МГц 

51-№ 258 1,5А 0,6Вт 200МГц 

51-№ 508 1А 0,75Вт 200МГц 

$1-Р 1008 1А 8Вт 
5 
5 
5 


г 






г 






|. 






м 





|. 






г 






> 






| г 






|-Р.25В 2А 10Вт 100МГц 
|-Р 1008 6А 40Вт 15МГц 
$1-Р 1208 1А 0,9Вт 140МГц 


тг |1 | 










Р-ОАВЕ-+0 1008 7А 40Вт 0,8мкс 
Р-РАВЕ 1008 4А ЗОВт 0,15мкс 
51-№ 1508 12А 100Вт 13МГц 
51-Р 1208 ЗА 80Вт 10МГц 

$1-Р 1608 12А 1008Вт 

51-Р 1008 4А 40Вт 18 МГц 


51-Р 458 0,1А 0,2Вт 8ОМГц 


м | 





го 






го 











Р-ОАВЕ-+-О 1208 6А 50Вт В>1000 
$1-Р 60В 1А 10Вт 75МГц 

51-Р 208 2А 1Вт >50МГц 

51-Р 608 1А 1Вт 80МГц 

51-Р 20/168 2А 0,9Вт 80МГц 
$1-Р 70В 1А 0,9Вт 


$8750 
51-Р 1008 7А 40Вт 0,4мкс 


> | гг 






г 






Р-ОАВЕ+О 1208 ЗА ЗОВт В>1000 
$1-Р 30В 1А 200МГц 

51-Р 408 ЗА 10Вт 80МГц 

$1-Р 30В 0,1А 0,4Вт 150МГц 

$1-Р 1008 бА 60Вт 13МГц 

51-Р 1208 7А 70Вт 15МГц 


$1-Р 308 0,7А 0,35Вт 160МГц 
5 
5 


мо | 





о 








о 







го 


58815 |-Р_ 208 0,7А 0,25Вт 250МГц 
58816 |-Р_ 1508 ЗА 80Вт 15МГц 
58817 51-Р 1608 12А 100Вт 


> | гг 
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Тип прибора 


$8817Е 
58819 
58822 
58824 
58825 
58826 
58827 
58828 
58829 
58857 
58861 
$8863 
58865 
$8873 
$8882 
58883 
58884 
58885 
58891 
58892 
58895А 
$8897 
$8908 
$8909 
58922 
$8926 
5В938А 
58940 
58941 
58945 
58946 
5В950А 
В95ЗА 
58955 
58975 
$8976 
$8985 
$8986 
58988 
$61000 
$61008 
5С1012А 
$01014 
$01017 
$1030 
$С1046 
$01047 
$01050 
$01051 
$01061 
$01070 
$61080 
$6109 

























































Тип прибора 


$01096 
$01106 
$01114 
$01115 
$01116 
$01161 
$С1162 
$01172 
$01195 
$С1213С 
$01214 
$01215 
$01216 
$С1226 
$С1238 
5С1247А 
$1308 
$01312 
561318 
$01343 
$С1345 
$01359 
$С1360 
501362 
$01368 
$01382 
$01384 
$01393 
501398 
$С1413ЗА 
501419 
$01426 
$01431 
$01432 
$01439 
$01445 
$01446 
$01447 
$01448 
$01449 
$01450 
$01454 
$С1474-4 
$61501 
$01505 
$01507 
$01509 


> 
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$1-М 2008 0,1А 1Вт 80МГц 
$1-М 5008 ЗА 80Вт 7МГц 
$1-М 508 0,1А 0,4Вт 100МГц 


Тип прибора 


$01573 
$01577 
$01583 
$01619 
$01623 
5С1624 
$01627 
$01674 
$01675 
$01678 
$01685 
$01688 
$С1708А 
$01729 
$С1730 
$01740 
$01741 
$01756 
$01760 
$С1775А 
501781 
$01815 
$С1815ВЬ 
$С1815@8 
$С1815\ 
$С1827 
$01832 
$01841 
$01844 
$01845 
$01846 
$01847 
$01855 
$01871 
$01879 
$01890 
$01895 
51906 
$01907 
$01913 
$01914 
$1921 
$61922 
$01923 
$С1929 
$01941 
$01944 
$01945 
$С1946А 
$01947 
$01953 
$01957 
$01959 





51-№ 50В 0,5А 0,35Вт 


го 
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Описание 


1-№ 35В 2А 8Вт 470МГц 

|- № 35В 5А ЗВт 470МГц 

|-№ 608 6А 20Вт 

|-№ 408 0,6А 5Вт 

|- № 35В 2А 12,5Вт 

|-№ 35В 3,5А 25Вт 

|- № 1208 2А 3,8Вт 50МГц 
|-№ 1208 20мА 0,25Вт 200мМГц 
|- № 1008 ЗА 3З0Вт В=700 
|- № 808 6А 40Вт 10МГц 

|- № 3008 2А 40Вт 10МГц 
|- № ЗОВ 0,05А 0,25Вт 

1-№ 1500/8008 5А 50Вт 

|- № ЗОВ 1А 4Вт 

|- № 40В 0, ЗА 0,6Вт 500МГц 
|-№ 188 0,ЗА 0,5Вт 

|- № 40В 0,05А 0,25Вт 

|-№ 408 0,7А 0, 75Вт 150МГц 
|- № 80В 1А 0,75Вт 120МГц 
|- № 3008 0,05А 95МГц 

[-№ 1508 1,5А 25Вт 4МГц 
|- № 80В ЗА 10Вт 150МГц 
1- № 75В 1А 0,45Вт 27МГц 
|-№ 75В ЗА 5Вт 27МГц 

|-№ 408 3,5А 15Вт 175МГи 
1- № 508 15А 85Вт 

|- № ЗОВ 0,8А 0,6Вт 120МГц 
|-№ 8008 10А 50Вт 

|-№ 758 4А 12,5Вт ВЧ 


|-№ 2008 2А 30Вт 10МГц 

|-№ 5008 7А 40Вт 1мкс 

51-М№ 508 1,5А 10Вт 150МГц 
$1-№ 458 50мА 0,ЗВт З00МГц 
51-№ 1608 0,05А 0,75Вт В>50 
562229 $1-М№ 2008 50мА 0,8Вт 120МГц 
91-№ 2008 0,1А 0,8Вт 50МГц 
|-№ 2008 4А 40Вт ЗМГц 

|- № 1208 0,8А 0,9Вт 120МГц 
|- № 30В 1,5А 0,ЭВт 120МГц 
|-№ 358 2А 7,5Вт 175МГц 
|-№ 1608 1,5А 25Вт 100МГц 
|-№ 1208 50мА 0,ЗВт 100МГц 
|- № 1808 ЗА 80Вт 15МГц 
|-№400/3608 0,1А 0,4Вт 

|- № 50В 5А 10Вт 100МГц 

|- № 3008 0,1А 0,9Вт 50МГц 
|-№ 1208 1,5А 258Вт 200МГц 
|- № 38В 0,75А 2,8Вт 500МГц 
|- № З8В 1,5А 7, 1Вт 175МГц 
|- № 30В 0,ОЗА 0,2Вт 250МГц 
|- № 5008`12А 100Вт 18 МГц 
|-№ 558 0,1А 0,2Вт 230МГц 
|- №558 0,1А 0,2Вт 230МГц 


Тип прибора 


$62058 
























мм 


> 





мм || || м1 |1 


мм | | ||| № || 






мг! |1 







гм | | 
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$62312 $1-М 60В бА 18,5Вт 27МГц $62630 $!-М 35В 14А 100Вт 

$62314 $1-М 45В ЛТА 5Вт $62631 $1-М 1508 50мА 0,75Вт 160МГц 
$ 
5 












Тип прибора 


$С2320 $С2632 |-№ 1508 50мА 1Вт 160МГц 
$62329 $02634 
$2331 $2653 
$62333 $62654 
$С2334 $С2655 $1-№ 50В 2А 0, 9Вт 0,1мкс 

$2335 $С2656 $1-№ 4508 7А 80Вт <1,5/4.5 
$С2336В $С2660 $1-№ 2008 2А ЗОВт ЗОМГц 

$62344 562668 $1-№ 30В 20мА 0,1Вт 550МГц 
$62347 $ 
3 


$С2671 |-№ 15В 80мА 0,6Вт 5,5ГГц 





562362 $С2682 |-№ 1808 0,1А ЗВт 180МГц 
2362363 $2690 

$02365 $02694 

$С2369 5С2705 $1-№ 1508 50мА 0,8Вт 200МГц 

$С2383 $62706 $1-№ 1408 104 100Вт 90МГц 

$62389 $2712 $1-№ 508 0,15А 0,15Вт 80МГц 

$62407 $62714 $1-№ 308 20мА 0,1Вт 550МГц 

$62412 2562717 $1-№ 308 50мА 0,3Вт 300МГц 

$02433 $62724 $1-№ 308 30мА 200МГц 

$С2440 $С2749 $1-№ 5008 10А 100Вт 50МГц 

$С2458 $С2750 $1-№ 1508 15А 1008Вт 

$С2466 $62751 $1-№ 5008 15А 120Вт 50МГц 


$02752 $51-М 5008 0,5А 10Вт 
$02753 51-М 17В 0,07А 0,3ЗВт 5ГГц 


$62759 $1-М 3З0В 50мА 0,2Вт 2,3ГГц 

$62786 $1-М 208 20мА 600МГц 

$62787 $1-М 50В 30мА 0,3Вт 250МГц 
$62791 
$62792 
$62793 
$62802 
$62808 
$62810 $1-№ 5008 7А 50Вт 18МГц 

$62812 
$62814 


5602825 51-М№ 808 6А 70Вт В>500 
502837 $1-М№ 1508 10А 100Вт 70МГц 
5С2839 51-М№ 20В З0мА 0,15Вт З20МГц 
562851 51-М 36В 0, ЗА 1Вт 1,5ГГц 
502873 $1-М№ 50В 2А 0,5Вт 120МГц 

5 

5 

5 

5 


$62482 
$С2485 
$62486 
$62491 
$62497 
$С2498 
$62508 
$62510 
$62512 
$62516 
$62517 
$62538 
$62542 
$62547 
$С2551 
$62552 
$62553 
$62562 
$62563 
$С2570А 
$62579 
$62581 
$62590 
$62592 
$С2603 
$62610 
$С2611 
$С2621Е 
$С2625 

































$2878 |-№ 208 0,ЗА 0,4Вт ЗОМГц 
$2879 |- №458 25А 100Вт 28 МГц 
$2882 |-№ 908 0,4А 0,5Вт 100МГц 
$С288А |- №358 20мА 0,158т 
3С2898 
$2901 $1-№ 408 0,2А 0,6Вт 
$2908 $1-№ 2008 5А 50Вт 50МГи 
$С2910 $1-№ 1608 70мА 0,ЭВт 150МГц 
5 
5 
5 







$02911 [-№ 1808 140мА 10Вт 150МГц 
$62912 1-№ 2008 140мА 10Вт 150МГц 


$02922 |-№ 1808 17А 200Вт 50МГц 
$62923 |-№ 3008 0,1А 140МГц 


> 


0 16 10 1 18 яя 
Со 
> 
сл 
©> 
< 
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Описание 


$1-М 5008 10А 100Вт 2,5мкс 
$62958 
$62979 
$02987 $|-М 1408 12А 120Вт 60МГц 

$62988 
$62999 


$С3001 $1-М№ 20В ЗА 7Вт 175МГц 

$63019 $1-М№ 35В 0,4А 0,6Вт 520МГц 

$3020 $1-М№ 35В 1А 10Вт 
С) 
5 
М 


Тип прибора 


562928 
562939 


го 


$3022 |-№ 35В 7А 50Вт 
$63026 |-№ 17008 5А 50Вт 
$63030 -ОАНЕ 9008 7А 80Вт 


$63039 
$63042 
$63052Е $1-М 508 0,2А 0,15Вт 200МГц 

$63063 
$63067 


$63068 $1-№ З0В 0,ЗА Уэб=15В В>8 

$С3071 $1-№ 1208 0,2А Цэб=15В В>10 

$3073 $1-М№ ЗОВ ЗА 15Вт 100МГц 
5 
5 
5 


> 


503074 |-№ 608 5А 20Вт 120МГц 
$63075 |-№ 5008 0,8А 10Вт 1/1,5мкс 
53089 |-№ 8008 7А 80Вт 


$63101 
$63102 
$63112 


$1-№ 1808 1,5А 10Вт 120МГц 
51-М 60В бА 1,5Вт 27МГц 
$03148 51-М№ 9008 ЗА 40Вт 1мкс 
$63150 51-М 9008 ЗА 50Вт 15МГц 
$03153 51-М 9008 6А 100Вт 
5 
5 
5 
5 
5 


$63116 
$63117 
$03133 


г 


$63157 |-№ 1508 10А б0Вт 
$63158 |-№ 5008 7А 60Вт 
$63164 1-№ 5008 10А 100Вт 
$63169 |-№ 5008 2А 25Вт >8МГц 
$63175 |-№ 4008 7А 50Вт 40МГц 


$03178 51-М№ 1200В 2А 60Вт 
$03179 51-М№ 608 4А ЗОВт 15МГц 


$63180М 1-№ 808 6А бОВт 3З0МГи 

$63181М 1-№ 1208 8А 80Вт 30МГц 

$6С3182М |-№ 1408 10А 100Вт 3З0МГц 
$63195 |[-№ ЗОВ 20мА 0,1Вт 550МГц 
$63199 1-№ 608 0,15А 0,2Вт 130МГц 
$63200 1-№ 1208 0,1А 0,ЗВт 100МГц 
$63202 
$63203 


$63205 $1-М ЗОВ 2А 1Вт 120МГц 
$С3206 51-М№ 1508 0,5А 0,8Вт 120МГц 


563210 __  [51-№ 5008 1ОА 100Вт 1мкс 
53211 $1-№ 8008 5А 70Вт >ЗМГи 
53212 51-№ 8008 7А ЗВт 3,5МГц 


5 
5 
5 
5 
5 
5 


















Описание 


Тип прибора 


$3225 
$С3231 $1-№ 2008 4А 40Вт 8МГи 

$3240 $1-№ 50В 25А 110Вт З0МГц 

$3242 $1-№ 208 2А 0,9Вт 8ОМГи 

$С3244Е $1-№ 1008 0,5А 0,ЭВт 1З0МГц 


$С3245А 
$63246 $1-М З0В 1,5А 0,9Вт 130МГи 

$С3247 
$С3257 
$С3258 


$63260 М-РАВЕ 8008 ЗА 50Вт В>100 

$С3262 №-АЯЕ 8008 10А 100Вт 

$63263 $1-№ 2308 15А 130Вт 

$3264 $1-№ 2308 17А 2008т бОМГц 

$С3271 $1-№ 3008 1А 5Вт 80МГц 

$3277 $1-№ 5008 10А 90Вт 20МГц 

363279 

$3280 $1-№ 160В 12А 120Вт ЗОМГц 

$С3281 $1-№ 2008 15А 150Вт ЗОМГц 

$3284 $1-№ 1508 14А 125Вт бОМГц 

$63293 №-РАВГЕ+О 508 1,2А 208т В>180 

$63297 $1-№ 308 ЗА 15Вт 100МГц 
5 
5 
5 
5 
5 


> 


$С3299 |- № 60В 5А 20Вт 0,1мкс 
$03300 |- № 1008 15А 100Вт 
$С3303 |-№ 1008 5А 20Вт 0,2мкс 
$С3306 1-№ 5008 10А 100Вт 1 мкс 
$03307 [-№ 9008 10А 150Вт 1мкс 


$63309 
$63310 
$03311 51-№ 608 0,1А0,ЗВт 150МГц 

$63320 
$С3326 


$63327 |-№ 508 0,3А 0,2Вт ЗОМГц 
$63328 |-№ 808 2А 0,9Вт 100МГц 
$С3330 |-№ 608 0,2А 0,ЗВт 200МГц 
563331 |-№ 608 0,2А 0,5Вт 200МГц 
$3332 |-№ 1808 0,7А О,7Вт 120МГи 
$3334 |-№250В 50мА 0,ЭВт 100МГц 
$С3345 
$3346 $1-№ 80В 12А 40Вт 0,2мкс 
$03355 $1-№208 0,1А.0,бВт 6,5ГГц 
$3356 $1-№ 208 0,1А 0,2Вт 7ГГц 
$3377 $1-№ 408 ТА 0,бВт 150МГц 

5 

5 

2 






|9 


|9) 










$63378 |-№ 1208 0,1А 0,2Вт 100МГц 
$63379 1-№ 208 1,5А ЗВт 

$63381 х51-М 808 0,1А 0,4Вт 170МГц 
$С3383 
$63397 $1-М 508 0,1А 250МГц В=46кОм 
$03399 $1-М 508 0,1А 250МГц 

$63400 
$63401 
$63402 
$С3405 
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$1-№ 2008 0,1А 5Вт 70МГц 
$1-№ 1208 1А 1,5Вт 

$1-М№ 1508 50мА 5Вт 200МГц 
$1-№ 8008 5А 50Вт 18 МГц 
$1-№ 11008 6А 100Вт 

$1-№ 2008 0,1А 1Вт 150МГц 
$1-М№ 2008 0,1А 1,2Вт 

|-№ 5008 18А 130Вт 18МГц 
|-№ 1108 0,15А 7А ЗОВт 1мкс 
|-№ 5008 20А 125Вт 

|- № 9008 ЗА 40Вт 

|-№ 11008 12А 150Вт 15МГц 
|-№ 1508 10А 30Вт 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
51-№ 5008 7А З0Вт 
5 
5 
5 
5 
5 
5 






> 






>. 






го 






м 






ме. 






г 






ое. 






> 






> 






> 






> 





> |5 





г 





>| 





> 





> | 





> 





>. 






> 





мл 





> 





о || |1 


|-№ 8508 5А 8О0Вт 6МГц 

|-№ 558 0,4А 0,9Вт 150МГц 
|- № 4008 7А 50Вт 

|-№ 808 0,5А 10Вт 800МГц 
$1-№ 6008 1А 10Вт З0МГц 
$1-№ 900/5008В 7А 80Вт 


2503655 $1-М 508 0,1А 0,4Вт 
В=46кОм/23кОм 


г гм м1 |1 > | 





м | | 





го 






> 





го | > 





















Описание 

2936 У БОВ 0,1А 0,4Вт 
А=10кОм/10кОм 

$1-№ 508 2А 1Вт 100МГц 

$1-№ 808 2А 1Вт 0,2мкс 

$1-№ 9008 ЗА 80Вт 

$1-№ 900/8008 5А 100Вт 

$1-№ 15008 10А 150Вт 0,2мкс 

$1-№ 358 0,1А 0,2Вт В>200 

$1-№ 808 5А 20Вт 100МГц 

$1-№ 1100/8008 ЗА ЗОВт 

$1-№ 1208 0,4А 15Вт 500МГц 

51-№ 1808 0,14А 10Вт 150МГц 

51-№ 3008 0,1А 7Вт 150МГц 

$1-№ 30В 2А 15Вт 260МГц 

|-№ 408 0,1А 0,4Вт 450МГц 

|-№ 5008 104 1008Вт 

|-№500/400В 12А 100Вт 

|-№ 6008 104 70Вт 32МГц 


5 
5 
5 
5 
3 
$ 
$1-№ 80В ЗА 25Вт 15МГц 
5 
$ 
5 
5 
5 









[> 






[> 






> 






>. 






[> 






> 





м | 





> 






> 






> 






> 






> 






> 





го | 





г 





> 







| ^> 1 |5 | 


|-№ 2008 10А 100Вт 20МГц 
|-№ 2008 15А 150Вт 20МГц 
|-№ 2008 17А 200Вт 20МГц 


>> | | |5 | 






м |1 | 





>. 






>. 





ом 









5 
903907 __ 51-М 1808 12А 130Вт З0МГц 
503927 $1-№ 9008 10А 120Вт 


о | 
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$С394 
$С3940 
$63943 
$С3944 $1-№ 1508 1А 40Вт 300МГц $1-№ 5008, 15А 80Вт 10МГц 

$63948 
$63950 



























$63952 $1-№ 808 0,5А 10Вт 700МГц $1-№ 308 0,3А 0,6Вт 2,5ГГц 

$63953 $1-№ 1208 0,2А 8Вт 400МГц 51-№ 9008 10А 100Вт 0,5мкс 
$63954 $1-М№ 1208 0,ЗА 8Вт 400МГц $1-№ 1508 2А 25Вт 15МГц 

$63955 $1-№ 2008 0,1А 7Вт 300МГц 51-№ 2008 2А 25Вт 15МГц 

$63956 $1-№ 2008 0,2А 7Вт 70МГц 51-№ 160/1208 8А 75Вт 20МГц 
$С3964 $1-№ 2008 10А 80Вт 20МГц 

363972 


54408 51-М В0В 2А 0,9Вт 100/600нс 
$04429 51-№ 1100/8008 ЗА б0Вт 
$04430 5|-М 11008 12А 65Вт 15МГц 


$С3973А 
$С3979А 
$С3987 
$С3996 


мм 














$63998 $1-№ 1808 0,ЗА 8Вт 400МГц 

$63999 $1-№ 160/1208 ЗА 80Вт 20МГц 
$64004 $1-№ 900/8008 1А ЗОВт $1-№ 2008 10А 80Вт 20МГц 

$64020 $1-№ 9008 ЗА 50Вт 1мкс 51-№ 30В 2,5А 1Вт 250МГц 

$64024 51-№ 1008 10А 35Вт В>300 51-№ 1208 1А 1Вт 120МГц 

564029 $1-№ 2308 15А 150Вт З0МГц $1-№ 1208 6А 30Вт 20МГц 

$04043 


51-№ 10008 ЗА 30Вт 0,5мкс 
51-№ 9008 5А 80Вт 


$64046 

$64052 $1-М 6008 ЗА 40Вт 20МГц 

$64056 

$64059 
5 


$4064 |-№ 50В 12А З5Вт 40МГц 
$4107 $1-№ 500/408 10А:60Вт 

564119 
504123 
304125 
304131 
304135 
504137 
54138 51-№ 500В 10 80Вт <1/3,Бмкс 
504153 
$04157 
364159 


| 





> 





> 










2 


>| м |1 






о) 






>. 






> 






> 






го 











504161 51-№ 5008 7А З0Вт 2504741 |-№ 15008 10А 50Вт 0,3мкс 
2504758 |-№ 15008 ЗА 50Вт 


$64199 
$64200 
$64204 
$64231 
$64235 
$64236 
$64237 
$64242 


$04256 [-№ 15008 10А 175Вт 6МГц 
$04278 |-№ 1508 10А 100Вт З0МГц 
5С4288А |-№1600/6008 12А 200Вт 


> 


$04169 М-ОБАНЕ+О 50В 1,2А 1Вт В=4000 


$1-№ 2008 ЗА 1,ЗВт 300МГц 
51-№ 5008 8А 45Вт <0,3/1 ‚4мкс 


> 


5 
5 
5 
5 


аа») 







> 






>. 








> 


© 
> 







© 
> 







> 
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$1-М№ 15008 7А 80Вт 
$1-№+0 15008. 7А 80Вт 
$1-№ 11008 ЗА 50Вт 0,3мкс 
51-№ 16008 15А 75Вт 
$1-№ ЗОВ 2А 1,5Вт В>800 
$1-№ 208 80МА 7ГГц 
$1-№ 358 0,5А 0,6Вт 60МГц 
5 
5 
5 


> 





ммм 





м 





>. 





го | | 


|-№ 17008 20А 200Вт 

|-№ 15008 8А 50Вт 0,2мкс 

|- №+0 15008 8А 50Вт 0,2мкс 

$1-№-+0 15008 8А 60Вт 

$1-№ 15008 8А 60Вт 

$1-№ 15008 104 70Вт 0,2мкс 
5 
5 


> 





ммм | 





о 






> 





> 






> 





о |“ 





|-№ 208 20мА 0,1Вт 
|-№ 408 0,1А 180МГц 
$1-№ 30В 50мА 0,258т 


мг 









ом 





м 






>. 






> 









г2 | 


51-№ 40В 0,02А 500МГц 
51-№ З0В 30мА 0,4Вт 230МГц 
51-М 508 0,03А 250МГц 
51-№ 4008 1А 23Вт 8МГц 
5 
5 
5 


> |1 и 





о | мг 





> 





хм 


|-№ 1608 30мА 0,2Вт 150МГц 
|-№ 1508 7А 80Вт 15МГц 

|- № 30В 0,03А 100МГц 

$1-№ 358 20мА 0,2Вт 120МГц 
$1-№ 608 0,2А 0,ЗВт 220МГц 


м2 |1 15 | 





го 






м 
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$1-№208 0,7А 0,25Вт 250МГц 

$1-№ 2508 4А 80Вт В>250 

$1-№ 150/1208 15А 150Вт 

|-№ 1208 25А 1008Вт 

|- № 508 1,5А 1Вт 150МГц 


5 
5 

51-№ 40В 2А 0,75Вт 100МГц 
5 
5 
5 









|- № 60В 12А 40Вт 10МГц 
|-№ 60В 12А 80Вт 







о) 


51-№ 1408 104 1008т 20МГц 

$1-№ 808 1,54 0,9Вт 

$1-№ 3008 7А 40Вт 

$1-№ 1008 10А 80Вт 10МГц 

М-ОАВЕ--О 1108 8А 40Вт В=400 

М-ОАВЕ 308 1А 1Вт 150МГц 

$1-№ 60В 2А 1Вт 
М 
5 
5 


ом | |[> | | | № 





> 





в) 






го 






го 






> 





ом 1“ 


-ОАВЕ-+0 1508 10А 80Вт В=500 
|-№ 60В 20А 50Вт 
501225 |-№ 40В 1А 1Вт 150МГц 
$1-№ 30В 2А 0,75Вт 
51-№ 1308 4А 35Вт ЗОМГц 
51-М№ 4008 0,75А 35Вт ЗОМГц 
$1-№ 2008 2А З0Вт 
$1-№ 60В 4А ЗОВт 25кГц 

5 

5 

5 


го | | ||| 





[> 






> 






> 







2 | “> || 


|- № 60В ЗА 35Вт 
|-№ 60В 4А 40Вт 20МГц 
$1-№ 2008 1А 40Вт 25МГц 
$1-№ 80В ЗА 40Вт 50МГц 

$1-№ 1508 5А 40Вт 40МГц 
№-ОАВЕ 608 4А 40Вт 


мм м 






> |1 
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2501509 М-БАВЬЕ-+О 808 2А 10Вт 0,4мкс 
$01511 М-ОАВЕ 1008 1А 1Вт 150МГц 
$01521 М-ОАРЕ+О 508 1,5А 2Вт В>2000 






Описание 


-ОАВЕ+О 608 1А 8Вт В=1000 
1-№ 1208 7А 70Вт 
|-№ 1208 8А 80Вт 
|-№ 120В ЛА 0,9Вт 100МГц 
$1-М 1208 1А 1Вт 100МГц 
М-БАРЕ+О 1508 25А 100Вт 
$1-М 258 0,5А 0,6Вт 200МГц 
$1-М З0В 0,7А 150мВт 250МГц 
№-БАВЕ-+О 1508 8А 40Вт 
$1-М 8008 25А 200Вт 6МГц 
М-БАВЕ-+О 6008 15А 150Вт 
[-№ 25В 0,5А 0,6Вт 200МГц 
1-№ 60В ЗА 1Вт 150МГц 
|- № 60В 4А 10Вт 150МГц 
$1-М 6008 0,5А 1Вт 55МГц 
№-ОАВЕ-+0 1208 1,5А 40Вт 
|-№ 808 0,7А 10Вт 120МГц 
-БАВЕ 408 2А 10Вт 150МГц 
[-№ 408 2А 10Вт 100МГц 
|-№ 1208 1А 10Вт 100МГц 
1-№ 408. 2А 0,75Вт 100МГц 
|-№ 15008 5А 80Вт 
-БАВС+О 608 5А 30Вт В=800 
1- №+0 15008 3,5А 50Вт 
|-№+0 15008 5А 50Вт 
|[-№+0 15008 6А 80Вт 
|-№ 15008 бА 120Вт 
|-М+0 3008 7А 25Вт 1мкс 
-51-№ 508 ЗА 25Вт 2мкс 
1- № 60В ЗА 25ВТт 0,8 мкс 
|- № 1008 5А ЗОВт 12МГц 
1-№ 808 4А З0Вт 8МГц 
-БАНЕ+О 6008 6бА 25Вт 1мкс 
|-№ 1008 7А 30Вт 10МГи 
-БАНЕ+О 608. ЗА 20Вт 0,01мкс 
-РАНЕ+0 1008 7А ЗОВт 0,8 мкс 
1-№+0 15008 3,5А 
|- №+0 15008 5А 80Вт 
|-№+0 15008 6А 80Вт 
|-№ 15008 6А 80Вт 
1-№+0 15008 ЗА 50Вт 
-№+0 15008 4А 80Вт 
-БАВЕ-О 5008 6А 40Вт В>500 
1-№ 15008 ЗА 50Вт 
-ОАВЕ-+О 1408 6А б0Вт 
|-№ 208 0,7А 1Вт 
1-№ З0В 1А0,4Вт 150 
-ОАНЕ+О 708 2А 10Вт В>2000 
1-№ 15008.5А 50Вт 
1-№ 15008 6А 50Вт 
|- № ЗОВ 0,5А 0,ЗВт 300МГц 
1-№ 608В ЗА 10Вт 90МГц 
-БАВЕ ЗОВ 1,5А 10Вт В>400 


Тип прибора 


501286 
$01288 
501289 
$01292 
501293 
$01297 
$01302 
501306 
$01308 
$01313 
$01314 
$01330 
501347 
501348 
$01350А 
$01376К 
$01378 
$01379 
$01380 
$01382 
$01384 
501391 
$01392 
$01397 
501398 
$01399 
$01403 
$01404 
$01405 
501406 
$01407 
$01408 
$01409 
501411 
501413 
$01415 
501426 
$01427 
501428 
501432 
501439 
$01441 
$01446 
$01453 
501457 
501458 
501468 
501491 
501496 
$01497-02 
$01504 
$01506 
501508 












>. 





> 


$1-№-+0 15008 3,5А 40Вт 1мкс 
$1-№+0 15008 5А 40Вт 1мкс 
51-№-+0 15008 6А 50Вт 1мкс 
51-№ 15008 2,5А 48 Вт 
51-№ 2008 0,1А 1,3Вт 140 МГц 
$1-№ 60В ЗА 0,5Вт 150МГц 
$1-№+0 1500/8008 2,5А 50Вт 
51-№+0 15008 6А б0Вт ЗМГц 
$1-№ 15008 6А 50Вт ЗМГц 
$1-№ 15008 5А 80Вт 0,5мкс 

5 

5 

5 


м |1 №1 





|| 






> 






>. 





> 






г 






> 








> 









> | 





>. 






> 






> 










№ |] 





> 






о | 


|- №408 1А 0,5Вт 150МГц 
|- № 60В ЗА 20Вт 
$01667 |-№ 608 5А 25Вт З0МГц 
51-№ 15008 5А 100Вт 0,5мкс 
51-№ 60В 4А 1ОВт 150МГц 
$1-М№ 1208 1,2А 10Вт 150МГц 
51-М 130/808 15А 80Вт 20МГц 
5 
5 
5 


> 






эм | 





2 |2 





ое. 






> 






го 







а) 







$|- 


2 | 





1 | |5 






ре. 






[> 





го | 






$01762 |- № 60В ЗА 25Вт 70МГц 
501763А 51-М№ 1208 1,5А 20Вт 80МГц 
$01764 М-ОАНЕ--О 60В 2А 20Вт В>100 


5 |“ 


р 
> 
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№-ОАВЕ 60В 1А 0,9Вт В>2000 
$1-№ 1608 1,5А 0,9Вт 








51-№ 808 0,7А 1Вт 120МГц 


51-№ 608 ЗА 1Вт 90МГц 
5!-№+0 1500/8008 4А 50Вт 
$1-№+0 15008 5А б0Вт 0,3мкс 
$1-№-+0 15008 8А 7ОВт 


51-№ 14008 10А 50Вт 

$1-№ 3008 1А 25Вт 45МГц 

$1-№ 60В 1А 1Вт 200МГц 

51-№ 15008 2,5А 10Вт 

51-№ 808 0,7А 1,2Вт 120МГц 


м 









> | | [> |5 | 115 |5 № 







гг 





2 | 





> 







м 


$1-№ 80В ЗА ЗОВт 8МГц 
$1-№-+0 15008 5А 50Вт 0,2мкс 
51-№ 1108 10А 100Вт 
$1-№ 60В ЗА 1,5Вт ЗОМГц 

5 

М 

5 








> 






м 







г 





| 


|- № 80В ЗА 15Вт ЗОМГц 
-РАВЕ+0 3808 6А 35Вт В>150 
|-№ 258 0,5А В>560 

М-РАВЕ 1608 7А 90Вт В>5000 


о | 





>!“ |1 | 





>| | | | | 


$1-№ 15008 6А 50Вт 
$1-№+0 15008 6А 50Вт 
5 
5 


м ммм | | 





> 





А». 


|-№ 2008 104 1008т 8МГц 

|- № 60В ЗА З0Вт 8МГц 

$1-№ 15008 5А 22Вт 

$1-№ 1308 1,5А-20Вт б0МГц 

$1-№ 1308 1,5А 20Вт 60МГц 

$1-№ 2008 ЗА 25Вт 8МГц 

$1-№ 258 1А 0,9Вт 
5 
5 
5 


>, 





>. 






г 






> 








> 






> [м [> [м2 | № 


|-№ 2008 2А 20Вт 10МГц 

|-№ 120/808 0,8А 10Вт 

51-№ 1008 0,7А 0,9Вт 100МГц 

$1-№ 258 0,7А 0,5Вт 280МГц 
5 
5 
5 


51 | > м 


|- №258 1А 0,9Вт 280МГц 
|-№ 30В 1А 0,8 Вт 


ом 1 | 





190 Краткие справочные данные по зарубежным транзисторам 


$0545 $|-М 25В 1,5А 0,5Вт 50850 $1-М 15008 ЗА 25Вт 

























> 


В Я 
р. 
[®>) 
с 
[9 


30549 250856 
$0552 
$0553 $0864К №-ОАВЕ+О 1208 ЗА ЗОВт 

$0555 $0867 $1-№ 1308 104 100Вт ЗМГц 

$0556 50871 $1-№+0 15008 5А 50Вт 

$0560 $0879 


50880 $1-М 60В ЗА ЗОВТ 0,8 мкс 


50882 |-№ ЗОВ ЗА 10Вт 


5 
$0889 $1-№+0 15008 4А 50Вт 


50892А М-ОАВЕ 60В 0,5А 0,4Вт В>2000 


50894 М-ОАВЕ 30В 1,5А 10Вт 120МГц 
59895 $1-М№ 1008 6А 60Вт 10МГц 


50917 51-М№ 330В 7А 70Вт 


5092 51-М 1008 ЗА 20Вт 


$0571 
$0592 
$0596 
50600К 
50602А 
50612 
50613 
50617 


$0637 50921 №-ОАВЕ 2008 5А 80Вт В>700 

$0661 $0946 №-РАВЕ 30В 1А 

$0662 50947 М-ОАВЕ 408 2А 5Вт 150МГц 

50666 $0951 $1-№ 15008 ЗА 65Вт 

$0667 $0958 


50965 51-М№ 40В ЗА 0,75Вт 150МГц 


$0966 $1-М 408 5А 1Вт 150МГц 

$0968А $1-М 1208 0,5А 1Вт 120МГц 

$0970 
$0972 
$0982 
$0986 
$0998 


$0669А 
50676 
$0712 
$0717 
$0718 
$0725 
$0726 
$0731 
$0732 
$0734 
$0762 
$0763 
$0768 
$0773 
$0774 
$0781 
$0786 
$0787 
$0788 
$0789 
$0794 
$0795 
$0798 
$0799 
$0800 
$0809 
$0819 
$0820 
$0822 









$103 
5109 
$4113 
$117 
5162 
54174 
$175 
$177 
$4182 
$4200 


$201 
$306 
$307 
$353 
$449 
$472 
$74 
$77 
$79 
$К1010 
$К1036 





М-ЕЕТ 508 20мА 0,3ЗВт 


50826 
$0829 
50837 
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Тип прибора Тип прибора 
5К1ОВ1 281 
5К1082 5К 53 
25110 51537 
БК 515 





$К1113 5К161 

5К1117 5К1612 

$к163 

5к1119 5К1637 
$К1120 
25$К117 М-РГЕТ 508 5мА - 


мм ммм мг 
|9) 
> 
— 
— 
— 
с 





3К168 
5К170 
5К1723 
5К1833 
5к184 


9 1 19 11$ ИЯ 1 18 18 $ $ Я 
^ 
—ь 
>} 
сл 
©. 


5К1643 М-ГЕТ 9008 5А 125Вт 


$К1917М 

$К192 
25К1924 
5К1940 
$К1941 
$К1953 
$К2039 
5К2043 
5К2056 
$К2078 
$К2083 










> | |2 > |2 | | | || м | | | 
с р. © 
д > д 
ь®) — — 
<> =) <> 
© + © 
со |9) 


ЭК212 
9К2134 
5К2136 
5К214 




















$К2141 М-ГЕТ 6008 6А З5Вт 
| М-ЕЕТ 2008 0,5А ЗОВт 


5К2161 М-ГЕТ 2008 ЭА 25Вт 


$К1363 М-РЕТ 9008 ЗА 9ОВт 
$К223 М-РЕТ 808 1,2мА 0,4Вт 


5К2333 М-РЕТ 7008 6А 50Вт 
М-РГЕТ 6008 6А 45Вт 
М-ЕГЕТ 408 2,6мА Ур<1,5В 


$К241 М-ЕЕТ 208 ЕМ/УКВ 
$К246 М-ЕЕТ 50В 1,2мА Ир<6В 






$К2485 
$К2545 
$К2561 
$К2605 
$К26321$ 
$КЗ01 
$К303 
25304 
ЗКЗОАТМ 
$КЗ15 


5К320 №-ЕЕТ 4508 5А 50Вт 


р мм ммм мм | м мм] м1 | 
“ре © 
—|^ р 
ом г 
4 | Со — 
© |< >) 
5) 


М-ЕЕТ 1808 10А 120Вт 
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$КЗ3 
$К330 
$к332 
.25КЗ57 
$К359 
$К363 
$К364 
$К367 
9к369 
$КЗ73 
$КЗ74 
$КЗ81 - 
$К386 - 
$К389 
$К40 


$К400 М-ГЕТ 2008 ЗА 100Вт 
М-ГЕТ 208 1,2мА 0,2Вт 
М-РЕТ 8008 ЗА 100Вт 


М-ЕЕТ 55В 1мА Ур<5В 
$К404 
М-ГЕТ 1008 0,5А 0,9Вт 25нс 


М-РЕТ 50В 0,3мА 0,3ЗВт 
М-РЕТ 4508 10А 120Вт 


$К423 
$К427 
$К430 
$К439 
$К511 
$К513 
$К526 
$К537 
$К538 
$К544 





КБ 
$К553 
$К555 
$К557 
5К559 


$К415 

5К583 
$к606 
$Кб11 
$Кб12 
$К68 
5К685 
$К7О1 
$К703 
$К719 
$К725 
$К727 
$К73 
$К735 
$К754 
$К758 
$К769 
5К786 


$К787 ‚М-ЕЕТ 9008 ЗА 120Вт 
$К790 М-ГЕТ 5008 15А 150Вт 
5К791 М-РЕТ 850В ЗА 100Вт 













Описание 


М-РЕТ 9008 ЗА 100Вт 
М-РЕТ 8508 5А 150Вт 
М-РЕТ 9008 5А 150Вт 
М-ГЕТ 8008 ЗА 90Вт 
М-РЕТ 6008 ЗА 50Вт 
М-ГЕТ 608 26А 3З5Вт 
М-ЕЕТ. 25В 10мА 0,1Вт Ур<2В 
М№-РЕТ 2008 30А 150Вт 
М-РЕТ 608 45А 125Вт 
М-РЕТ 9008 6А 150Вт 
М-РЕТ 4508 12А 120Вт 
М-РЕТ 2008 10А 75Вт 
М-РЕТ 1008 18А 125Вт 
М-ЕЕТ 5008 18А 125Вт 
М№-РЕТ 2508 З0А 150Вт 
М-РЕТ 8008 ЗА 40Вт 
№-РЕТ 8008 ЗА 80Вт 
№-РЕТ 60В 0,3А 0,9Вт 
М-РЕТ 60В 25А 40Вт 
М-ГЕТ 8008 2,5А 40Вт 
М-ГЕТ 8008 0,5мА 

М-РЕТ 8008 5А 125Вт 
М-ГЕТ 8008 Э9А 150Вт 
М-ГЕТ 9008 0,5мА Ур>2,5В 
М-РЕТ-ОС 208 25мА 0,2Вт 
М-РЕТ-ОС 158 33мА 
М№-РЕТ-ОС 208 ЗмА 
М-ЕЕТ-ОС 208 25мА 0,2Вт 
СЕ-Р 208 0,3ЗА 0,9Вт 

СЕ-Р 308 0,2А 0,225Вт 
СЕ-Р 328 0,2А 

СЕ-Р 328 0,2А 0,5Вт 
СЕ-М 328 0,5А 

СЕ-Р 32В ТА 1Вт 

СЕ М/Р сборка 

СЕ-Р 328 1А 1Вт 

СЕ-Р ЗОВ ТА 0,75Вт 

СЕ-Р 328 0,2А 0,5Вт 

СЕ-Р 328 1,2А 0,22Вт 1,5МГц 
СЕ-М 328 1,2А 1Вт 

СЕ-Р 328 0,2А 0,9Вт 

СЕ-Р 328 2А 1Вт 

СЕ-Р 328 2А 1Вт 

СЕ-М 328 1А 1Вт 

СЕ-Р 32В 1,5А 0,3Вт 1МГц 
СЕ-М 25В ТА 1Вт 

СЕ М/Р сборка 

СЕ-М 25В 1А 1Вт 

СЕ-Р 25В 1А 1Вт 

СЕ-Р 25В 1А 1Вт 

СЕ-Р 50В 15А 3З6Вт 

СЕ-Р 408 10А 11Вт 

СЕ-Р 328 3,5А 13Вт 


Тип прибора 


$К792 
$К793 
5К794 
5К796 
5К806 
$К817 
5К83 

$К851 
$К856 
$К872 
5К875 
5К890 
$К891 


$К903 
$К904 
$940 
К943 
$К951 
$К952 
К955 
сК956 
962 
$131 
Кб0 
$К73 
9К74 
АС121 
АС122 
АС125 
АС126 
АС127 
АС128 
АС128/176К 
АС128К 
АС131 
АС132 
АС138 
АС141К 
АС151 
АС153 
АС153К 
АС176К 
АС180 
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Тип прибора 


АО148 
А0149 
А0161 


АО162 
А0165 
0166 
АЕ106 
АЕ109В 
АР118 
АЕ121 
АЕ125 
АЕ127 


АЕ200 
АР201 
АЕ239$ 
АР279 
АЕ279$ 
АЕ280 
АЕЗ06 
АЕЗ67 
[379 
АЁЛ02 
АЕ 12 
АЗУ27 
АЗУТТ 
А$215 
А5718 
ВС107В 
ВС107С 
ВС109В 
ВС109С 
ВС117 
ВС119 
ВС135 
ВС136 
ВС139 
ВС141-10 
ВС141-16 
ВС142 
ВС143 
ВС146 
ВС161-16 
ВС177ТА 
ВС177В 
ВС177С 
ВС190 
ВС285 
ВС300 
ВС303 
ВС313 
ВС323 
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|-№ 508 0,1А 0,25Вт 
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$1-М№ 308 0,1А 0,25Вт 








ВС857ВВ 51-Р. 45В 0,1А 0,2Вт 
ВС857С $1-Р 45В 0,1А 0,25Вт 







51-Р 30В 0,1А 0,25Вт 
$1-Р 50В 0,1А 
$1-Р 508 0,1А 










51-Р 508 0,5А 100МГц 
51-Р 50В 0,5А 100МГц 
всх19 _ |91-М50В 0,5А 300мВт 200мМц 


|-Р_ 1008 1А 50МГц 


ВСХ19 
ВСХ53 5 

ВСХ56 С|-№ 1008 1А 130МГц 
ВСУ59 5 

80109 

0115 













|-№ 458 0,2А 1Вт 250МГц 
$1-Р 458 0,2А 1Вт 180МГц 
$1-№ 1008 0,2А 0,3Вт 
$ 
5 


[- № 60В ЗА 15Вт 


`В0115 = |5$1-№ 2458 0,15А 0,8Вт 


$1-М№ 70В ЗА 15Вт >60МГц 
'`В0139-16 = |5$1-М 80В 1,5А 12,5Вт 50МГц 









80139-16 


5 

$1-Р 808 1,5А 12,5Вт БОМГц 
$1-Р 808 1,54 12,5Вт 50МГц 
51-№ 3758 0,5А 20Вт 

51-Р. 80В ЗА З0Вт >2МГц 

$1-№ 858 15А 117Вт 
5 
5 













|- № 60В ЗА 55Вт 
$1-М№ 1008 1,5А 12,5Вт 

5 

5 






В0232 1-М 3008 0,25А 7Вт 
В0237 |-№ 1008 2А 25Вт ЗМГц 
80238 51-Р 1008 2А 25Вт ЗМГц 






$1-№ 1008 6А 65Вт ЗМГц 

$1-Р 80В 10А 150Вт 

$1-№ 1008 16А 200Вт 1МГц 

$1-Р 1008 16А 200Вт 

$1-№ 608 1,54 2,5Вт 

$1-№ 60В ТА 10Вт >250МГц 

М-ОАВЕ 508 2А 10Вт В>25000 
91-Р 808 4А 50Вт >ЗМГц 

80545 
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80751 $1-М 1008 20А 200Вт 
80791 $1-М 1008 4А 15Вт 






В0879 №-ОАВЕ 1008 1А ЭВт 200МГц 

В0880 Р-ОАВЕ. 1008 1А 200МГц 
80901 - 
Р-БАВЕ 1008 8А 70Вт 

|-№ 1008 15А 9ОВт 

|-Р 1008 15А 90Вт 

|-№ 1208 ЗА 19Вт ЗМГи 

|-№ 1408 ЗА 308т ЗМГц 

|-Р 1408 ЗА 30Вт ЗМГц 

[-М№ 228 5А 40Вт ЗМГц 

|-Р 458 5А 40Вт ЗМГц 

|- № 80В 5А 40Вт >3МГц 

|-Р 1208 5А 40Вт ЗМГц 
№-РАВЕ-+О 60В 4А 50Вт >10МГц 


80761 = |М№-ОАВЕ+О 1208 4А 50Вт >10МГц 
`В0Т61Е+ = |М№-ОАВЕ+О 608 4А 
80762 = |Р-ОАВЕ 1208 10А 90Вт В>1000 
`В0763с© = = |М№-ОАВЕ 1208 10А 90Вт В>1000 
`В0764С = |Р-ОАВЕ 1208 12А 125Вт В>1000 
80765 == |М-ОАВЕ 1208 12А 1258Вт В>1000 
$1-№ 1008 15А 125Вт 20МГц 
|В0Т86А = |91-Р 1008 15А 125Вт 20МГц 

|-№ 1208 15А 125Вт 10МГц 
|В0т88 = |51-Р 1208 12А 117Вт 
`В0Т95А = |51-№ 1008 10А 90Вт 4МГи 

| ВОТбА = |5$1-Р 1008 10А 90Вт 4МГц 
`В0\б4С = |Р-ОАВЕ+О 1208 20А 1258т 
`В5\65В = |М№-ОАВЕ+О 1008 20А 1258т 
М-ОАВЕ+О 1208 20А 1258т 
`В0\66с© = |Р-ОАВЕНО 1208 16А 200Вт 7МГц 
`В0\ббр = |Р-ОАВЕ-+О 1608 16А 2008т 

$1-Р 1008 10А 90Вт >3МГц 
|В0\23с< = |М№-ОАВЕ+О 1008 6А 50Вт 
|В6\42 = |М-ОАВЕ 1008 15А 85Вт В>1000 


В0\/46 Р-БАНЕ З0В 15А 85Вт В>1000 
ВО\М/47 Р-ОАВЕ 1008 15А в5Вт В>1000 


ВО\/51С $1-М 1008 15А 125Вт >ЗМГц 


№-ОАВЕ 1008 15А 150Вт 
М-ОАВЕ+О 1208 15А 150Вт 
Р-ОАВЕ 1008 15А 150Вт 
Р-БАВЕ-+-О 1208 15А 150Вт В>100 
№-ОАВЕ 1008 12А 40Вт 

Р-ОАВЕ 1008 12А 80Вт 

$1-№ 1608 10А 117Вт >0,8МГц 
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ВОХ16А $1-Р 1408 ЗА 25Вт 800кГц 


В0Х20 51-Р 1608 10А 117Вт >4МГц 
В0Х32 $1-М 17008 4А 40Вт 

ВОХЗЗС М-ОАДАЕ 1008 10А 70Вт 
В0Х34С Р-ОБАВЕ 1008 10А 70Вт 

В0Х37 $1-М 80В 5А 15Вт 350нс 
В0Х44 М-БАВЕ--О 90В ТА 5Вт 1,5мкс 
В0Х47 Р-РАВЕ 90В ТА 5Вт 

В0Х50 51-М 1608 16А 150Вт >800кГц 
В0Х53С М-ОАВЕ 1008 6А 60Вт В=500 
ВОХ5ЗЕ М-БААРЕ 1608 6А 60Вт В=500 


В0Х54С 
ВОХ54Е 
В0Х62С 
В0Х63С 








В0Х64С 
В0Х65С 
В0Х66С 
ВОХ66С 
В0Х67С 
ВОХ71 
ВОХ75 
ВОХ77 


В0у29 51-М 1008 З0А 220Вт 

В0\56 $1-М 1808 15А 115Вт >10МЕц 

В0\58 $1-М 160В 25А 175Вт 
5 


В0у73 |- № 1008 15А 115Вт >8кГц 
ВОУЗЗВ |-Р.5ОВ 4А З6Вт ЗМГц 


В0\90 |-№ 1208 10А 6ОВТ 0,35мкс 
ВЕ115 |- №508 30мА 0,15Вт 
ВЕ120 |-№ 2208 50мА 0,3Вт 


В0Х87С 
В0Х88С 
В0Х94 
В0Х95 
В0Х96 
ВО\У20 


|0 |< 







51-№ 408 20мВт 600МГц 

$1-№ 40В 0;2Вт 600МГц 

51-№ 408 20МА 0,175Вт 500МГц 
©1-№ 258 20мА 650МГц 

51-№ 208 30мА 260 МГц 

$1-№ 1908 0,06А 0,8Вт 120МГц 


ВЕ199 
ВЕ200 


5|-М 40В 25мА 0,3Вт 550МГц 
51-М ЗОВ 20мА 0,15Вт 500МГц 
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ВЕ224 $51-М 45В 50мА 0,25Вт 450МГц 
ВЕ240 $1-М 408 25мА 0,25Вт 400МГц 
ВЕ24АА М-РЕТ 308 25мА 0,3ЗВт 
ВЕ244С М-РЕТ 308 25мА 0,3Вт 





ВЕ245А 
ВЕ245В 
ВЕ245С 
ВЕ246С 
ВЕ247В 
ВЕ247С 
ВЕ253 
ВЕ254 


51-М 3008 0,1А 0,8 Вт 90МГц 
$|-М№ 40В 30мА 240мВт 1ГГц 
$1-М 3008 0,1А 0,625Вт 


51-Р 550...660МГц 
|-Р. ЗОВ 25мА 0,25Вт 450МГц 


|-Р 500МГЦ 
|-Р. 358 35мА 0,25Вт >80МГц 
|-№ 308 0,05А 1,6ГГц 

$1-№ 158:25мА 1,ЗГГц 
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5 
ВЕ424 
ВЕ450 
$1-№ 4008 0,054 0,83Вт 
|846 | 





ВЕ496 1- М ЗОВ 20мА 0,ЗВт 550МГц 








91-Р 40В 30мА 0,ЗВт 750МГц 


ВЕ758 
ВЕ759 
ВЕ763 
ВЕ770А 
ВЕ791 
ВЕ799 
ВЕ819 
ВЕ820 
ВЕЗ21 
ВЕ840 
ВЕ844 
ВЕ859 


ВР939 


ВЕ964 


ВЕ979 


ВЕ981 


ВЕ991 
ВЕ992 
ВЕ994$5 
ВЕ996$ 
ВЕ998 
ВЕ999 
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|-№ 3008 0,5А 2Вт 

|-№ 3508 0,5А 10Вт 

1-№ 158 25мА 0,36Вт 1,8ГГц 

|-№ 158 0,05А 5,5ГГц 

|-Р 3008 0,1А 5Вт 
$1-М 308 35мА 280мВт 800МГц 
$1-№ 2508 0,1А 1,2Вт 
1-№ 3008 25мА >60МГц 
|-Р 3008 25мА 0,31Вт 
|-№ 40В 25мА 0,28Вт 380МГц 
|-№ 4508 0,ЗА 625мВт >50МГц 
|-№ 3008 0, 1А 2,5Вт 
|-№ 3008 0,1А 1,8Вт 
|-Р 3008 0,1А 1,6бВт б0МГц 
|-№ 4008 0,03ЗА >60МГц 
|-№ 275В 0,05А 7Вт >60МГц 
|-Р 4008 30мА <60МГц 
М-ЕЕТ-ОС 208 50мА 0,3ЗЗВт 
$1-Р 208 25мА 350МГц 17дБ 
$1-Р З0В 220мА 750МГц 
$1-М 208 0,1А 1,1ГГц 
М-РЕТ-О 208 25мА 0,8ГГц 
М№-РЕТ-О 208 З0мА 0,2ГГц 
М-РЕТ-О 208 30мА 0,2ГГц 
М-ЕЕТ-О 208 30мА 0,8ГГц 
М-ЕЕТ-О 208 3З0мА 0,2Вт 0,8ГГц 

|-Р ЗОВ 20мА 0,16Вт 900МГц 

[-Р 1100МГц 

|-Р 358 30мА 0,ЗВт 1ГГц 
$1-Р 208 50мА 0,3Вт 1,75ГГц 
М-РЕТ-О 188 30мА СВЧ 
М-РЕТ-О 208 20мА СВЧ 
М-РЕТ-О 208 40мА 200МГц 
М-ЕЕТ 208 30мА 0,2Вт 
М-РЕТ-О 188 30мА 0,2Вт 
М-ГЕТ-О 208 20мА СВЧ 
М-ГЕТ 208 40мА 0,2Вт 
М-РЕТ-О 208 30мА 200МГц 
М-РЕТ-О 208, З30мА 800МГц 
М-РЕТ-О 128 30мА 800МГц 
М-ГЕТ 208 30мА 0,2Вт 300МГи 


|9) 
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Описание 


№-РЕТ ЗОВ 20мА усилит 
М-ЕЕТ З0В 10мА усилит 
М-ЕЕТ З0В 5мА усилит 
$1-№ 258 0,ЗА 1,5Вт 1,2ГГц 
$1-М 258 0,3ЗА 1,5Вт 1,1ГГц 
|-№ 108 0,1А 0,25Вт 1,6ГГц 
|-Р 1508 0,1А 0,4Вт 150МГц 
|-Р 1508 0,1А 0,7Вт 50МГц 
1-№ 158 50мА 0,3ЗВт 1,6ГГц 
1-№ 15В 25мА 3,2ГГц К,=13дБ 
|- № 608 5А 0,87Вт 
|-Р 90В 0,1А 0,36Вт 70МГц 
1-Р 558 1А.0,8Вт В>85 
1-Р 75В 1А 0,8Вт В>85 
|-Р ЗОВ 0,1А 0,36Вт 
|-№ 608 0,4А 2,2Вт 700МГц 
|-№ 1008 ТА 0,8 Вт 
|-№ 158 50МА 0,2Вт 1,ЗГГц 
|-№ 45В 0, 1А О,ЗВт 150МГц 
|- № 808 ТА 0, 7Вт 55/175нс 
|- № 60В 1А 0, 7Вт 
|-№ 408 1А 0,8 Вт 100МГц 
|-№ 608В ТА 0,8 Вт 
|-Р. 40В 0,6А 0,7Вт 
1-№ 25В 25мА 850МГц 
1-№ 158 25мА 2ГГц К,=8дБ 
60МГц 17дБ усилит, для КАТВ 
50МГц 35дБ усилит, для КАТВ 
50МГц 38дБ усилит, для КАТВ 
|-№ 50В 0,65А 10Вт 3,5ГГц 
1-№ 18В 9А 100Вт 650МГц 
1-№ 1108 6,5А 195Вт 275МГц 
|-№ З6В 1,5ЗА 20Вт 175МГц 
[-№ 18В ЗА З6Вт 850МГц 
|- № 188 бА 7ЗВт 800МГц 
|-№ 658 2А 25Вт 175МГц 
1-№ 65В 6А 50Вт 175МГц 
-РЕТ 2008 0,13А 0,8Вт 
-ГЕТ 2008 0,23А 0,8 Вт 
М-РЕТ 60В 0,ЗА 0,8 Вт 
Р-ЕЕТ 2008 0,2А 0,8Вт 
Р-ЕЕТ 45В 0,18А 0,8 3Вт 
М-РЕТ 2508 0,ЗА 1Вт 
М-ГЕТ 2708 0,25А 1Вт 
-ГЕТ 3008 0,25А 1Вт 
[-№ 758 0,8А <35/285нс 
[-Р 70В 1А В>100 
-БАВЕ 608 2А.0,8Вт 350МГц 
-БАВЕ 458 1А 0,8 Вт 
-РЕТ 1008 0,17А 13/29нс 
|-№ 1208 0,1А 0,2Вт 


Тип прибора 


ВАМ1О 
ВРМТ1 
ВАМ12 
ВАМТбА 
ВАМ 7А 
ВР\З0 
ВРАМЗ 
ВРМ44 
ВАМ92 
ВАМ92А 
ВЕХЗ4 
ВЕХЗ7 
ВЕХЗ8 
ВЕХ40 
ВЕХ48 
ВЕХ55 
ВЕХ8 5 
ВЕХ89 
ВРУЗ9 
ВРУ50 
ВРУ51 
ВРУ52 
ВРУ5б 
ВРУб4 
ВРУЗ8 
ВЕУ90 
ВСХ885М 
ВС\у88 
В6\89 
ВМ 32 
В\М/60С 
ВХ15 
ВЕУ87С 
ВЕ\у88С 
ВЕУ89С 
ВЕУ9ЗС 
ВЕУ94 
В$107 
85108 
85170 
85208 
В$250 
В$№254А 
В$№274 
В$№304 
В$814 
В$А31 
85850 
85860 
655123 
85538 


ВЕ135 
ВЕб198 
ВЕС65 
ВЕ694 
ВЕбо6 
ВЕб97 


5 
ВЕО10 М-РЕТ ЗОВ 30мА 250мВт 
ВЕО162 51-М№ 20В 0,5А ЗВт 1ГГц 
ВЕО232 51-№ 1008 0,ЗА 1ГГц 
ВЕО232А 51-М№ 1158 0,ЗА в00МГц 
5 
5 
5 


ВЕС235А 1-№ 1158 0,ЗА ЗВт 800МГц 

ВЕ0252 |-Р 1008 0,ЗА ЗВт 

ВЕ0252А 
ВЕ0255 
ВЕО255А 
ВЕ0262 
ВЕ0262А 


5 
ВЕОЗЗС: $1-М 7В 20мА 0,14Вт 12,5ГГц 
ВЕО34 $1-М№ 18В 0,15А 2,7Вт 4ГГц 
ВЕ043 $1-М№ 18В 1,2А 4Вт 175МГц 
ВЕО65 $1-№ 108 50мА 0,ЗВт ГГц 
ВЕО68 $1-М№ 18В 0, ЗА 4,5Вт 4ГГц 
ВЕВ29 М-РЕТ 30В 10мА Ур<4В 


ВЕВЗ5АР 51-М 128 З0мА 4,9ГГц К,=14дБ 
ВЕВЗб 51-М№ 408 200мА 0,8Вт 1,ЗГГц 


ВЕАЗ7 $1-М 308 50мА 0,25Вт 1,4ГГц 
ВЕВЗ8 $1-Р 40В 20мА 0,2Вт 1ГГц 
ВЕАЗ9 $1-М 90В ЛА 0,8 Вт >100МГц 
ВЕА40 $1-М 708 1А 0,8Вт >100МГц 
ВЕВ79 $1-Р 908 1А 0,8Вт >100МГц 
ВЕВ84 М-ЕЕТ- 208 50мА 0,3Вт 
$1-№ 15В 30мА 5ГГц К,=19,5дБ 

ВЕВ9ОА $1-М 15В 30мА 5,5ГГц К,=16дБ 
ВЕВУ1 $1-М 12В 50мА 5ГГц К,=18дБ 
ВЕВОА 
ВЕВ92 $1-М 15В 30мА 5ГГц К,=19,5ДБ 
ВЕВУ2А $1-М 158 3З0мА 5,5ГГц К,=16дБ 
ВЕВ92В 
ВЕВЭЗА 
ВЕВ95 51-М 25В 0,15А 1,5Вт 3,5ГГц 

$1-М 15В 75мА 5ГГц К,=16дБ 
ВЕВ96$ $1-М 158 0,1А 5,5ГГц К,=11дБ 
$1-М 158 25мА 1ГГц 
$1-М З0В 30мА 260МГц 
$1-М З0В 25мА 450МГц 
ВЕЗ22А 


$1-№ 368 0,5А 4,5Вт 500МГц 
$1-№125/100В 1А 0,8 Вт 

$1-Р 2508 0,5А 0.75Вт 70МГц 
$1-№ 158 30мА 4,5ГГц К.=12дБ 
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Эр 90В 1А 0,8Вт >100МГц 85544 $1-Р 658 5А 5Вт 
ВЕТО5 $1-Р 158 25мА 3,6-5ГГц 85552 [М-РАВЕ 1008 1А0,88т | 
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85568 $1-Р 60/408 0,8А <50/110нс 
85589 М-ЕЕТ 240В 0,ЗА 1Вт 
85591 М-ЕЕТ 2008 0,35А 1,5Вт 





Р-ЕЕТ 2008 0,15А 1Вт 

51-№ 758 0,5А 0,5Вт 250МГц 

$1-№ 408 0,5А ‚З6Вт 7/18нс 

$1-М№ 408 0,5А 0,36Вт 

$1-Р.12В 0,2А 0,36Вт 25/35 

51-№ 1208 1А 5ВТ 

51-№ 408 0,5А 0,36Вт 

№-РЕТ 1008 22А 95Вт 

$1-№ 3308 10А 85Вт 

$1-№ 1508 10А З0Вт 15МГц 
$1-№ 4008 10А 50Вт 6МГц 
|-№ 750/250В ЗА ЗОВт 


$ 
$ 

©1-№-+0 15008 5А 32Вт 0,5мкс 
$ 
$ 














|-№ 15008 ЗА З5Вт 0,бмкс 
$1-№ 7008 5А 80Вт 7МГц 

$1-М№ 17008 4А 12,5Вт 

$1-№-+0 15008 5А 45Вт 0,4мкс 
51-№+0 15008 5А 45Вт 0,4мкс 
$1-№ 15008 ЗА 45Вт 0,4мкс 

$1-№+0 15008 8А 45Вт 0,4мкс 

$1-№ 15008 12А 45Вт 0,2мкс 






















$1-М 15008 12А 45Вт 0,2мкс 
$-М№-+0 15008 12А 0,2мкс 

$1-М 15008 12А 45Вт 0,2мкс 
З|-М 15008 12А 45Вт 0,2мкс 


$1-№ 17008 10А 45Вт 

$1-№ 280/1508 6А 25Вт 
$1-№ 200/2008 ЗА 258т 
$1-№ 4008 7А 65Вт 0, 75мкс 


Тип прибора 
ВУ2525АХ 


Ву2527АЕ 
В2527АХ 


Ви326$-ВЕТ 


$1-№-+0 2808 ЗА 
51-М 3308 10А 60Вт 
51-№+0 9008 ЗА 60Вт 


51-М№ 8008 12А 120Вт 
5 


$1-М 9008 6А 114Вт 


$1-М№ 3758 6А 70Вт 
51-М 15008 6А 75Вт 
51-№+0 1500/7008 6А 75Вт 


$1-№+0 15008 2,5А 20Вт 

|- №40 7008 5А 100Вт 
1-№+0 15008 5А 20Вт 

|-М№ 15008 ЗА 125Вт 0,7мкс 
|-М 15008 8А 125Вт 0,7мкс 


|-М 15008 ЗА 125Вт 0,7мкс 
51-М 15008 ЗА З4Вт 0,7мкс 


$1-М 15008 ЗА З4Вт 0,7мкс 
$1-М№ 15008 8А З4Вт 0, 7мкс 
5 
5 
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=- 





: 
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[- №+0 15008 8А 125Вт 0,7мкс 


$1-№+0 15008 8А З4ВТ 0,7мкс 


$1-М№ 8008 ЗА 86Вт 
51-М 11008 8А 62Вт 
51-М№ 13508 6А 100Вт 


$1-М 13508 ЗА 100Вт 0,7мкс 
|-№+0 4008 7А 9ОВт 


|-№ 4008 6А 90Вт 
[-№+0 4008 7А 90Вт 
1-№ 10008 10А 100Вт 


1-М 15008 2,5А 75Вт 0,7мкс 
1-0 15008 5А З2Вт 0,7мкс 
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Ву626А 
В705 
В\7060Е 
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$1-№ 10008 15А 1258т 

$1-№ 10008 5А 100Вт 0,8мкс 

$1-№ 15008 5А 20Вт 0,8мкс 

51-№ 10008 ЗА 125Вт 0,8мкс 
ВиТ30\ 


ВИТ34 
ВУТ5бА 
ВОТ? 
ВИ70 


ВуТ72 51-М 4008 40А 200Вт 
ВУТ76А $1-М№ 10008 10А 100Вт 0,8мкс 
Вит90 $1-№ 2008 50А 250Вт 
ВиТ92 $1-№ 350/2508 50А 250Вт 
ВиТ9З $1-№ 6008 4А 55Вт ЭМГц 
В\\/18 $1-М 1208 47А 250Вт 1,5мкс 

5 

5 

5 

5 


$1-№ 4508 10А 125Вт 

М-РАВЕ 5008 15А 175Вт 

ВИ9З2Р 
В1941Р 
В\9417Р 
ВУЕДО5А 
ВУЕДОБАЕ 
ВИЕ410 
.ВУН1015 
ВУН1015Н! 
ВИН1215 
ВИНЗ15 
ВИНЗ150 
ВИН515 
ВИН5150 
ВУН517 
ВИН5170 $1-№-+0 1700/7008 8А б0Вт 

ВИН715 
ВК436/800В 
ВК437/400В 
ВК437/600В 
ВИК438/800В 
ВУК443/60В 
ВИК444/800В 
ВИК445/600В 
ВК446/800В 
ВУК454/800А 
ВИК455/600В 
ВИК456/200В 
ВУК456/60А 
ВИК456/800А 
ВИК555/60В 
ВЕ310 
ВИЕ31 ОР! 
В45 
ВИЕ54А 
81810 
ВУВ51 
ВИВ52 
В1514А 
В1523 



















































ВИ\20 |- № 1608 50А 250ВТт 1,5мкс 
ВИ\21 1-№ 250/2008 40А 250Вт 
ВИ\23 1-№ 325В 40А 250Вт 


`В\24 
ВИ\25 
В\26 
ВИУ26А 
В\27 


ВИ\28 |-№ 4008 10А 6ЪВт 40нс 


5 
ВИ\28А $1-М 4508 10А 65Вт 40нс 
В\46А $1-№ 1000/4508 6А 85Вт 


ВИ\48А 51-М№ 10008 15А 150Вт 0,8 мкс 
ВИМАВАЕ $-М 10008 15А 65Вт 


8и\48С $1-№ 1200/7008 15А 150Вт 
ВИМ48СЕ $1-№ 12008 15А 65Вт 
ВиМ50 $1-№ 2508 25А 150Вт 
ВИМ5бА 
вм $1-№ 3008 50А 25081 

ВиМТО $1-№ 1300/5508 10А 140Вт 

ВиУ90 М-РАВЕ+О 6508 104 1258т 

Вим9З 51-№ 600/350В 2А 15Вт 12МГц 


ВИМОВА 
ВИМИТА 
ВИМИТАЕ 51-№ 10008 5А З2Вт 0,8мкс 

ВИЛ 
ВИ\М12А 


ВУМ2Е 51-М№ 850В ЗА З4Вт 0,8мкс 
ВИМ13 51-М 8508 15А 175Вт 0,8мкс 
5 
5 







ВОМ/ЗА |-№ 10008 15А 175Вт 0,8 мкс 


ВиМ23 [-Р. 4508 10А 125Вт <300нс 
ВУМ/26 51-М№ 8008 10А 125Вт 20МГц 
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$1-№ 3008 20А 150Вт 

$1-№ 4008 15А 150Вт >8МГц 
91-№ 1608 50А З50Вт 1,5мкс 
$1-№ 450/4008 20А 350Вт 

51-№ 120/908 ЗОА 120Вт 8МГц 
ви 







ВИХ42 
51-№ 300/2008В 3,5А 10Вт 
$1-№ 4508 2А 10Вт >8МГц 
51-№ 1008 5А 40Вт >2,5МГц 
$1-№ 8008 10А 100Вт 
$1-№ 10008 10А 100Вт 
51-№ 10008 2А 40Вт 0,4мкс 
$1-М№ 10008 0,5А 20Вт 0,4мкс 
$1-№ 10008 0,5А 20Вт 0,4мкс 
$1-№ 15008 12А 160Вт 7МГц 
$1-М 80/408 10А 208т 
$1-№ 250В ЗА 10Вт 50МГц 
51-№ 10008 10А 100Вт 1мкс 
$1-№ 1000/4008 10А 75Вт 















Ви2100 М-ГЕТ 50В 60А 250Вт 
ВУ211 М-РЕТ 50В З6А 
В211А М-РЕТ 508 27А 9ОВт 












Ви210 М-ГЕТ 50В 20А 80Вт | 
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В=10кОм/10кОм 


ОТА14ЗЕК $1-Р 50В 0,1А 0,2Вт 













В=47кОм/47кОм 


В=47кОм/47кОм 
5 


0ТА144Т$ |-Р 50В 0,1А 0,3Вт В=47кОм 
0ТС114Е$ $1-№ 508 0,1А В=10кОм/10кОм 
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Тип прибора 


0ТС114Т5 
101701145 
ОТС124ЕК 
0ТС124Е$ 
ОТС143ЕК 
0ТС143Е$ 
ОТС143Т$ 





51-М 508 0,1А В=4, 7кОм/4,7кОм 
51-М 508 0,1А В=4,7кОм 
0ТС143Х$ [-№ 508 0,1А 0,3ЗВт В=4,7кОм/1кОм 


5 
0ТС144ЕК 51-М№ 508 0,1А 0,2Вт В=47кОм/47кОм 
0ТС144Е$ $1-М 508 0,1А В=47кОм/47кОм 
0ТС144ЕУ $1-М 508 0, 1А 0,2Вт В=47кОм/47кОм 
5 


0ТС144Т$ |- № 508 0,1А 0,3Вт В=47кОм 
$1-М 508 0,1А 0,2Вт В=47кОм/22кОм 


0ТС144\/5 


Е5М60450\ 
ЕТ5754М 

ЕТ5764М 
60243 


|-№+0 15008 15А 180Вт 0,2 


@т200101 
@т200201 
Н6м80 
НРА1ООВ 
НРА15ОВ 


ОАВЕ, матрица 
| 





5 





201 












18ЕВС40_ | М-РЕТ 6008 6,2А 1258т________\ 
4309 М-ГЕТ 25В 30мА Ур<4В СВЧ 


310 
5 
5 
5 









51-№ З0В 0,5А 0,625Вт 


|- № 508 0,15А 0,625Вт 


|-Р.50В-0,15А 0,625Вт 


ХХ 
(|| | р р | 
© |621 С | <> | > | > 
АРА ЧЕЗРАЕ 
© | > | | — | © | © 
— |> $2 © 


КТА1 273 


КТС9012 
КТС9013 
КТС9014 
КТС9015 






СР, 





© 
4 
<> 
со 


КТС9018 $1-М 308 20мА 0,2Вт 500МГц 
КТО1351 51-М№ б0В ЗА ЗОВт ЗМГц 
М54661Р 4х транз., матрица+диод 1,5А 
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МАТО2ЕН 

МбЕ1302 $1-№ 12008 12А 150Вт ЗМГц 

М.10001 
№-ЕЕТ 258 2мА Ир<8В 

М.1001 $1-Р 128 80мА 635мВт 500МГц 

М.10012 $1-№ 808 0,5А 0,625Вт 

М.10016 


МР$А12 М-БАВЕ 208 0,5А 0,625Вт 
МР5А14 51-М ЗОВ 0,5А 0,625Вт 
МРЗА1 8 $-М 45В 0,2А 625мВт 100МГц 


М-ОБАВЕ 1208 3З0А 200Вт ‚ЭА У, | 
МР$А42 51-М 3008 0,5А 0,625Вт 


М-ОБАВЕ 1208 50А 300Вт 


М.11015 Р-ОАНЕ 1208 З0А 200Вт 
ОАВЕ 1208 50А 300Вт 





МР$А44 51-М№ 5008 0,ЗА 625мВт 20МГц 
МРЗА5б 51-Р 808 0,5А 0,625Вт 


М/15003 51-М 140В 20А 250Вт ЗМГц - 
МРФА70 51-Р_40В 0,1А 0,35Вт >125МГц 
<|- 


Р- 

$1-Р 1408 20А 250Вт ЗМГц 

$1-М№ 1208 15А 180Вт 0,8 МГц 

$1-Р 1208 15А 180Вт 0,8 МГц 
|-№ 350/2008 16А 250Вт 


|-Р. 3508 16А 250Вт 4МГц 


5 
51-М№ 2508 16А 250Вт 
5 


|-Р. 4008 16А 250Вт 4МГц 


= |= === => 
<. 1 с ©— | ©— |< с 
—^ | № -—>54ь | ыы | се —^ 
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МРЗА92 
МРЗН10 
МВЕ237 
МВЕ455 
МВЕ475 
Р6№60 
РН2222А 
РН2369 
РМ№2222А 
Р№2907 
РМ2907А 
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© | © | © | © | С-- | © | © | © | © | © | © | © | © 
> |-> |< | 1—6 | — |= >| —— 
д — ооо мха | млм 
>> | © | 2 м юм о <= о |< © | © |< 
м СЯ |1 | м | | || = 

со | сл |-> 1 < | | <> 






РМ№З563 51-М З0В 50мА 0,2Вт 600МГц 
РМ№3638 51-Р._25В 0,5А 0,625Вт 100МГц 


212 Оо 
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<> | > сл 
рим Ч») 
— 
[> 








$1-№ 4008 ЗА 80Вт 
$1-№ 4008 12А 100Вт 
$1-М№ 4508 5А 100Вт 13МГц $65313 
81-М№ 4508 6А 100Вт 14МГц $6$Е313Х! 
$1-№ 4508 8А 125Вт 0,Змкс 
$65445 |-№ 600В 7А 95Вт 

56512444 |-№ 600В 7А 55Вт 

-АВЕ 1208 5А 258т 






$|- 
МУЕ?2955Т $1-Р 70В 10А 90Вт НЧ 
М/ЕЗО55Т 51-М№ 708 10А 90Вт НЧ 

$1-М 3008 0,5А 20Вт 

5 > , 


© 


М 

144390 ОААЕ матрица 
5 
5 


1 





М/ЕБ850 
М/ЕВБ0? 


М.Е18004 |-№ 4508 5А 35Вт 13МГц 
М/Е1 8008 |-№ 450В ВА 45Вт 0,3мкс 
М.Е1 8204 |-№ 6008 5А З5Вт 13МГц 


с 


Р-БАВЬ 1008 2А 15Вт В>1500 






№-матрица 4х100В 4А В>1000 


РАК 
|9 





|9) 


=> = |= 
< < | © 
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со Со |2 
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51-Р 1008 15А 90Вт 
$1-№ 1808 2А ЗОВт >3МГц 


|Р127 Р-ОАВЕ 1008 5А 65Вт 
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|-№ 1008 15А 90Вт 
$1-М 1158 10А 80Вт 
$1-Р 1008 10А 80Вт ЗМГц 
$1-М 1008 25А 125Вт ЗМГц 
$1-Р 1008 25А 125Вт ЗМГи 
|-№ 1008 6А 65Вт ЗМГц 
|-Р 1408 6А 65Вт 
|-№ 4008 ТА 40Вт 2мкс 
|-№ 5008 ЗА 100Вт >2,5МГц 
1-№ 850/4008В 4А 75Вт 
|-№ 1008 4А 80Вт 12МГц 
№М 10008 4А 1008Вт 
|-№ 8008 6А 120Вт 
|-№ 10008 8А 120Вт 8 МГц 
|-№ 1508 10А 70Вт 10МГц 
|-№ 4508 4А 75Вт 
2хМ-ГЕТ 25В 3З0мА 0,35Вт 
2хМ-ГЕТ 60В 195$>20мА 
матрица 8х40В 0,4А В>1000 
РЕТ 608 0,31А Ур<2,5В 
№-РЕТ б0В 2А 12Вт Ур<2В 
М№-РЕТ 808 1,ЗА 20Вт Ур<2,5В 
$1-Р 45В 0,2А 0,ЗВт З50МГц 
$1-М№ 1208 0,1А 0,ЗВт 
$1-М 608 1А 1Вт 150МГц 
$1-Р 608 1А 1Вт >150МГц 
|-№ 1208 2А 1Вт >140МГц 
|-Р 1208 2А 1Вт 
$1-Р 1208 2А 1Вт 


1Р3ЗЗС 
|Р34С 
1РЗ5С 
[Р36С 
1Р41С 
1Р42С 
[Р50 
[Р54 
Т1РЕ7б0 

1РЕ7бОА 
1РЕ7б1А 
1РЕ7б2А 
|РЕТбЗА 
[РЕ79ОА 
1РЕ791А 


ОРАБбЗН 
ИРАЗ1С 


М 
М 
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Приложение 3. 
Типы корпусов СВЧ транзисторов 


Н50 


45+1 








1 ВХОД 
2 \сс 

3 \5о 

4 ВЫХОД 


м 
© 
и 
[1Ф) 
© 
>] 
1 первый затвор; 2 второй затвор; 1 затвор; 2 исток; 3 сток 
3 сток; 4.исток 
0,5—0,15 0,5-0,15 
< д 
ы и 





1,1-0,3 
0,05 

1,1-0,3 
0,05 


1 затвор; 2 исток; 3 сток 1 затвор; 2 исток; 3 сток 
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0,5-0,15 





< м 
< т 
т и 
3 
21,8-0,2 
[52 
5 < 
и 1 
— Е ыы <>. 
1 затвор; 2 исток; 3 сток 1 затвор; 2 исток; 3 сток 


0,6 
С022 м 





С018 1,8—0,2 


Метка 
Ко,3 







(0,6) 


0,9-0,2 


1,1-0,1 





2мм 4,4-0,3  2мМИМ 





0,05 


1,9-0,4 


2,1-0,4 





1,65-0,2 


0,75-0,2 





СОА ВИНИТ 








Прямые поставки импортных 
комплектующих к орг-, аудио-, видеотехнике 


_ микросхемы: 
транзисторы: 
видеоголовки; 
строчные 
трансформаторы: 

’ элементы кинематики: 
справочная литература 
и многое другое 


: 
3 


ам 


ул. В. Масловка 


зоиАэдэи иояэбии] 





ул. Мишина 


в“ 





без перерыва на обед 
понедельник — 


Ш И В ОКИ Й ВЫ бор пятница 10.00-18.00 
суббота 10.00-14.00 
умеренные цены! 


Рады сотрудничеству! Ждем Вас по адресу: 
125083 г. Москва, ул. Мишина, д. 38/40 
т/ф: (095) 214-34-74 

Е-таП:  игбу$@аО/.ги 

ОВЕ: илмим/. иттбегусе.т$кК.ги 
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_ Резисторы. Цветовая маркировка | 
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Резисторы проволочные. 
_ Цветовая маркировка 
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Первые одна или две полосы серебряного или белого цвета означают, 


что резистор — проволочный (на рис. изображены слева) 
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_ Конденсаторы электролитические 
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Дроссели. Цветовая маркировка | 
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Диоды. Цветовая маркировка по 
европейской системе РКО ЕЕЕСТКОМ 
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Стабилитроны. Цветовая маркировка 
по системе .1$-С-7012 (Япония) 
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Диоды и стабилитроны. Цветовая 
маркировка по системе УЕБЕС (США) 








” Цвет ^ Е. 2 | зи | 4 [5 
полосы (точки) | элемент элемент, ‚элемент элемент. элемент | 
Золотой | | 


Серебряный 


Черный 
Коричневый 


Красный 
Оранжевый 


Желтый 







Фиолетовый 


Белый 
Пример 
обозначения 


66° 


_—  1№237А. 





141420С 

















Отсчет колец начинается с широкой полосы. Черная широкая полоса указывает на катод диода. 


Если широкая полоса не черная, то прибор является стабилитроном. 


Первый прибор (1№66) — диод, остальные — стабилитроны. 
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Транзисторы. Цветовая маркировка | 


_Цвет ° Тип Группа Год Месяц 
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Транзисторы. Цветовая маркировка 


Цвет Тип элемента Буква группы 











Темн. зеленый 





















Синий 
Белый КТ503 
Серебряный КТ632 и Л” 5) 
Табачный в — 
| с деве ВЛ Бра зу ИУ 
ь — — Ц 
Пример | 
обозначения к. 
КТ502А сы 





* для транзисторов выпуска до 90-го года. 


** буквы в скобках (И, К) используются другими производитепями. 


Катушки контуров радиоприемных 
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обозначения 
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‚ * - цвет 
материала 


сердечника 


** - при наличии 
диапазона $\/\/2 
контур детектора 
10,7 МГц имеет 
фиолетовый код 


устройств 
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Входной контур диапазона З\/1 





Входной контур диапазона $\\/2 
Контур гетеродина диапазона 1\/\/ 


Контур гетеродина диапазона ММ/ 





Контур гетеродина диапазона $\/\/2 ** 





Контур тракта ПЧ 10,7 МГц 
Контур детектора 10,7 МГц 








